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☆ 規格 表 ご 利用の 際のお 願い 

本 規格 表の 仕様 は メ 一 力一 発表の 資料に 基づき 作成 し て 
お り ます 力、 メーカー によつ て 予告な く 規格 • 外形 等 を 
変更す る 場合が あります ので， 量産 品等， 大量に 素子 を 
使用して 製 品 を 生産す る 必要 の ある 際に は， 事前 に 該 当 
メ一 力一 にお 問 合わせの 上， 仕様 を ご-確認 ください。 



この ページ は 空白です. 
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FET を 活用 する た めの 用 語の 説明 



FET 関係の 記事、 文献 を はじめて みた 
場合、 トランジスタ では 見馴れない、 また 
聞き馴れな い 用語が 次 か ら 次へ とと び だ し 、 
誰でも 少なからず、 面く らう ものです。 

しかし、 これ だけで、 FET を 難解な も 
ので あると 決めつ け、 敬遠して しまったの 
では、 例えばせ つかく 宝物の 埋めて ある 場 
所に つきながら、 たまたま 掘りお こす 道具 
を 持ち合わせ なかつ たという 理由 だけで、 
すごすごと 引き返え すよう な もので、 実に 
惜しむべき ことと いわねば なりません。 用 
語と いうの は、 FET の 本質 を 知る ための 
道具、 手段の ような ものです から、 一通り 
の 知識 を 身に つけて お くこと は、 ぜひ 必要 
です。 

さて、 FET の 用語、 記号 は、 現在のと 
ころ 統一 §れ ていないので、 各社 それぞれ 
独自の もの を 使って います 力、'、 ここで は、 
これらの うち、 主な ものに ついて 簡単に 説 
明して いきま しょ う。 



まず、 最大 定格 を あらわす ものと して 
耐圧 関係が い く つか あ ります。 



*V G お （ドレイン-ソース 短絡 ゲート- ド 

レイン w«e) 

3 文字の 添字 は、 トランジスタの 場合と 
同じで、 1 番目 力 、'起点と なる 電極、 2 番目 
が 入出力の 共通 電極、 最後 は 第 3 の 電極が 
共通 電極に 対して、 どういう 状態に あるか 
を 表わします。 

3 番目に く る 添字と して は、 

S …短絡、 0 …開放 

X …指定され た バイアス 電圧 を 加える 

f? …指定され た 抵抗 を 接続す る 
などが あ ります。 

さて、 ゲート- ド レイ ン 間の 耐圧 は、 普 
通、 接合 型 FET で 用いられ、 ゲ一 ト-ド 
レイ ン 間の PN 接合の ブレークダウン 電圧 
に 相当し ます。 

この 規格 以上の 逆 電圧 を かけて 使つ た 場 
合、 素子の バラ ツキに よ り 異なり ます 力た 
必ず ある 電圧で ブレーク ダウ ン 領域に 入り 
逆 電流が 急増す るた め P N 接合が 破壊 さ れ 
る 恐れが あります。 したがって、 メーカ一 
で 保証 している 最大 定格 内 で 使用 する よう 
に 設計す る こと 力、' 望ましい わけで、 定格 ォ 
ーバで 使って、 もし こわれた としても 文句 



はいえ ません。 

この ゲー ト -ドレイ ン間 耐圧と して は、 
Vgds の 他に、 Vgdo、 が あ り ます 力 八 普 

通の 接合 型 FET では、 内部構造 上、 ゲー 
ト に対して ドレイン- ソース は 対称です か 
ら 、 Vgds = Vgdo^ Vgdx になります。 
* Vdsx (ドレイン- ソース WJ«i) 

これ は、 主として MOS 型 FET の 場合 
に 使われます。 というの は、 MOS 型で は 
ゲート- ド レイ ン 間の 耐圧 は、 酸化 膜の 耐 
圧 そのものに 相当し、 実際 回路で 問題に な 
る ドレイン- ソース 間の 耐圧と 直接関係が 
ないた めです。 これに 対し、 接合 型で は、 
Vgds と^ の 間に 次の よ う な 関係 式が 成 
立し ます。 

く 図 1 > VODB と V MX の M 係 




Vcs 
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Vdsx— Vgds ― Vgs 

この こと は、 図 1 から も 明らかで、 ドレ 

ィ ン- ソース 間に 実際 加える ことができる 
電圧 は、 ゲート-ソース 間の バイアス 電圧 

により 異なり ます 力 卜 必ず Vgds より 小さ な 
値に なり、 カツ ト オフ 時に 最小に なり ます。 
{Vdsx) min = Vgds- \ V P | 

ここで、^ というの は、 ピンチ オフ 電圧 
とよ ばれる、 カツ ト オフ 時の バイアス 値 を 
示します。 普通 れれ というの は、 カット ォ 
フの 時の 耐圧で 表わされ ますが、 接合 型の 
場合、 いま 述べた ように、 に 相当す る 
もの は、 Vgds ではなく、 V^ds から ピンチ ォ 
フ 電圧 を 差 引いた ものになります から、 こ 
の 点 充分 注意 を 要します。 
* vgso (ゲー ト - ソース 

これ は、 主として MOS 型で 用いられ、 
ト ラン ジス タの V^bo と 同様に 特に スィ ツチ 
ング 回路な どで 問題に な ります。 
*Ig (ゲート 電流） 

接合 型で、 ゲ一 ト - ソース 間 を 順 方向に 
バイアス すると ゲー ト 電流が 流れ は じめ、 等 
価 的に トランジスタと 同 じ 動作 を し、 Idss 
よ り はるかに 大きい ドレイ ン 電流が 流れ ま 
す。 したがって、 ドレイン 側の 許容 損失で 
普通 押えられて しまい ますが、 ゲート 側 も 
一応の 目安と して 最大 順 方向 電流が 決めら 



れ ています。 これに 対し MOS では、 構造 
上、 接合 型の ゲ一 ト順 方向 電流に 相当す る 
もの は 存在 しないので、 ^のか わりに かの 
最大値が 規定 されて いるの が 普通です。 

* Pd (fr 審 損失) 

トランジスタの Pc に 相当し、 周囲 温度 25 

°C の 時の 最大 許容 値で 示されます。 

また、 実際の パワー は、 チャンネルで 消 

費され るので、 R/r (許容 チャンネル 損失) で 

表わされる こと もあります。 

*T バ 接合 部 温度） 

接合 型の 場合、 トランジスタと 同様に： T/ 
で、 一方 MOS 型で は、 7^ (チャンネル 温 
度） で 表わされる のが 普通です。 

く 電気 的 特性に 関する 用語〉 

次に 電気 的 特性 を 表わす のに 使われる 用 
語に 話 を 進め ま しょう。 

* Igss (ゲートし や 断 電流） 

これ は、 入力 インピーダンスの 目安 を 与 



える もので、 ドレマンと ソース を 短絡し、 
ゲー ト - ソース 間に 逆 電圧 を 印 加した 時に 
流れる リーク 電流です （図 2 参照)。 

接合 型の 場合、 Igss は PN 接合の 逆 方向 
電流に 相当し ますが、 MOS 型で は、 酸化 
膜 を 通して 流れる 電流で、 接合 型と は 桁が 
違います。 したがって、 MOS の 場合、 F 
ET の 外囲 器 や、 測定の 際 用いる ソケッ ト 
の 漏洩電流の 方が、 素子 自身 を 流れる 電流 
より、 むしろ 大きい 場合が あります。 
* し ss (ドレイン 電流） 

ゲートと ソ一ス を 短絡、 すなわち 零 バイ 
ァスの 時流れ る 電流で、 この 時の ドレイン- 
ソース 間 電圧と して は、 ピンチ オフ 電圧の 
絶対値より 充分 大きく、 ブレークダウン 電 
圧より 小さい、 電流が 充分 飽和して いる 電 

圧力 <選 ばれます （図 3)。 

FET を静 特性で 分類す ると 図 4 に 示す 

ように 
(a) デプレ ッ シ ヨン 型 



く 図 2 > /gss 測定 回路 （N チャンネル） 



^1 
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(b) デプレ ッ ショ ン + ェン ハンス メ ント型 

( c ) ヱン ハンス メ ント型 

の 3 つに 分ける ことができます 力、'、 （ a ) と ( c ) 
では、 Idss の 大きさが まった く 対称的です。 

すなわち、 デプレッション 型で は、 Idss 
力、'、 最大 飽和 電流に 相当し、 かなり 大きな 
値 を 示します 力、'、 エンハンスメント 型の 場 
合、 カットオフ 電流になります から、 非常 
に 小さい 値になる わけです。 
* V P (ピンチ オフ 電圧） 

これ は、 ん ss の 説明文 中の、 （a) と (b) のタ 
ィ プの 場合に 適用され、 一定の ドレイン- 
ソース 間 電圧の も とで、 バイアス を 深く し 
て ゆき、 電流が 零になる 時の ゲー ト-ソ 一 

ス間 電圧で、 F P 以外に VGS(。ff) (い 

ずれ も ゲート-ソース • カット オフ 電圧と 
よばれる） など 力、' 使われます。 

しかし、 実際の 測定で は、 電流が 零と い 
うの は、 判定し にくい ので、 充分 小さな 規 
定 電流 値/ メ一 力一 によって 違います 力、'、 
普通、 & =0.1^A、lM、10/iA の 時の バイ ァ 
ス値を 読みと ります （図 5)。 

一方、 (c) のヱン ハンス メ ン ト 型の 場合 は、 
電流が 流れ はじめる 点と いう ことで Vp で 
はなく (ス レッシュ ホールド 電圧） が 用 
いられます （図 6)。 

*gm (相互 コンダ クタ ンス） 



デ "7" レ ッシ ヨン ェンノ ヽンス メント 





0 



(a) デプレ ッショ ン型 
ん 





(b) デプレ、'/ ショ ン + ェン ハンス メ ン ト型 
Id 



0 
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(c) ェン ハンス メ ン ト型 



V GS =0 
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V DS 
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+1 
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く 図 4> 

静 特性に よる 
FET の 分類 



〈図 5 > V P 測定 回路 



_^ * 

伽 の 定義 は 次式で 与えられます 力 、'、恥の 

他に I カ， I (ソース 接地 小 信号 順 伝達 ァ ド 
ミ タン ス） という 記号が 用いられる こと も 
あります。 

dlD 

gm 一 dVcs Vds = —定 

また バイアス 条件と して は、 IDSS と 同じ 
条件が 用いられる ことが 多い よ う です が、 
ドレイン 電流 を 規定す る 場合 もあります。 

< 図 7>" 測定 回路 




^定 回路と して は、 図 7 が 用いられ、 普 
通、 1kHz で 測られます。 

*gos (出 カコンダ クタ ンス） 

I Yos I と 書かれる 場合 もあります カ嗔空 
管で い えば 、プレート 抵抗 なの 逆数に 相当 
する ものです。 電流に よって 大き く 変化し 
ますが 普通 は、 ^と 同じ バイアス 条件で 測 
定 されます （図 8)。 
*C (ソース 接地 入力 容量） 

< 図 8>gos 測定 回路 





この の 測定 条件 は 各社 まちまちです 
力、'、 特に 接合 型の 場合、 入力 容量 は、 PN 
ジャンク ショ ンの逆 バイアス 容量に なり ま 
すから、 バイアス 条件で 値 は 大き くも、 小 
さく もなります。 しかし、 一般に 零 バイ ァ 
ス、 すなわち C" が 最大になる 点で 測定す 
る ことが 多い ようです。 測定 方法と して は 
図 9 のように ドレイン- ソース 間に 電圧 を 
かけ、 キャパシタンス • ブリッジの 2 端子 
法 を 用いたり、 あるいは、 ドレイン- ソー 
ス 間 に は 電圧 を かけずに 3 端子 法 で 純粋 に 
ゲー ト - ソース 間の 容量 だけ を 測定す る 図 
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当す るの が B(W、 カツ ト オフ 時 力、 TiOFF とレ、 

うわけ で、 測定 回路 は 図 13 になります。 

■ 略称 • 記号の 説明 

(1 ) メーカー 名 （50 音 順） 

富士通 富士通 株式会社 
三洋 東京 三洋 電機 株式会社 
東芝 株式会社 東 芝 
日電 日本 電気 株式会社 
日立 株式会社 日立 製作所 
三菱 三菱 電機 株式会社 
ソニー ソニー 株式会社 
松 下 松 下 電子 工業 株式会社 

(2) 構 造 

J Junction (接合） 型 
M 0 S (Metal Oxide Semiconductor ) 
V Vertical (縦 型） 
GaAs ガリウム 砒素 J 型 
GaAsSB ガリ ゥム 砒素 ショッ 'ト キノ <リャ 
ゲート 型 

(3) モード 

D デプレ ッ シ ヨン 
E ェン ハンス メ ン ト 
D+E デプレッション + ェン ハンス メ 
ン ト 

(4) 区 分 

通ェ 通信 工業用 
一般 一般 用 



大きさ が 高周波 特性の 良 さ の 一つの 目安と 

なります。 すなわち^ /Crs は 大きければ 大 
きい ほどよい わけです。 

Crs の 測定 回路の 一例 を 図 1 1 に 示 します。 
/(オン 抵抗）、 Row (オフ 抵抗） 

FET を チヨ ツバに 使う 場合、 この 2 つ 
の パラメ 一 タ が 重要な 意味 を も つてき ます。 

FET の静 特性の 2： ち 上がりの 部分 （3 
極 管領 域） は、 トランジスタと ちがって、 
オフ セッ ト 電圧が 存在し なく、 バイアス 電 
圧に よ り 抵抗 値が 変化す る 可変 抵抗 ど 考え 
る ことができます （図 12 参照 )。 

図 12 で、 Vgs=0 の 時の 直線の 傾きに 相 



■ 3>Row， 

v 



f?OFF 測定 回路 



AC 
A 





く 図 H> 測定 回路 （ 3 端子 法) 

^ —— ^ 




10 の 回路な どが あ り ます。 

*£；"(ソ—ス接地怖還容量） 

低周波 回路で も、 この C" が 大きい と、 

ミ ラー 効果に よ り 、 等価 入力 容量が 増加し 
上限 周波数が 下がつ てし ま い 問題に な り ま 

すが、 高周波 回路で は、 と共に、 C" の 
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く 図 12> し 特性 例 
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特性 図の 見方 • 使い方 



FET の カタログ をみ ると、 各種の 特性 
グラフが のって いますが、 ここで は、 その 
う ちの 主な もの を 用途 別にい く つか 選び、 
どういう 点に 注目 すれば よい か、 また どの 
ように 活用 すれば よい か 順 を 追って、 みて 
いきたいと 思います。 



！ • 静 特性の 見方 

F E T の 基本 特性で あ る 伝達特性 と 出力 
特性 を 表わした もので、 これ 一つ あれば 低 
周波の パラメータ は、 ほとんど わかって し 



まう といっても 決して 過言ではありません。 
まず、 グラフから、 Idss、 ピンチ オフ 電 

圧、 Vgds (Vdsx) の 標準 値 を 知る ことが で 

きます （図 1、2)。 
また、 伝達特性の 各 点に おける 傾き を 計 

算 すれば、 任意の バイ ァス にお ける ざ" が 求 



く 図 1 > 静 特性の 例 く 図 2 > 静 特性の 見方 



く 図 3>/ D - Vgs 特性 例 
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Vds = 10V 
r«=25°C 

Us ： 内已 バイアス 

時の ソース 抵抗 ま. 
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3.2 -2.4 一 1.6 — 0.8 0 4 8 12 

ゲート— ソース 間 電圧 V GS (V) ドレイン - 



\dsx ( Vgds ) 



16 20 

ノース 問 電圧 
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Vds (V) 



V P V P /2 0 
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まります。 この は 次に 示す よ う に 近似 式 
を 用いても、 簡単に 計算で きます。 

FET の 5 極 管領 域 （飽和 領域） では、 
二乗 近似が 非常に よく あてはまり ますが、 
これ を 使う と、 

Id=Idss ( 1 -Vgs/Vp) 2 —定 



一 dlD 
8m "dVGS 



Vds = —定 



2Idss 



(1-Vcs/Vp) 



=gm。 （ 1 一 HV V 、 
ここで、 

2 Idss 

emo= jpvV) 
すなわち、 上 式に、 グラフから 読みと つ 

た、 Idss と V P の 値 を 代入 すれば、 よい わけ 
です。 

このよう にして、 各 バイ ァス における 
力、' 求まったら、 次の 関係 式から オン 抵抗 も 



計算で きます。 

[ぉ—も；^-トなっ^ニ^ 

gOS， ROFF も静 特性から 求めよ う と 思え 
ば、 求ま り ます 力、'、 誤差が 大き く 実用に は 
な り ません。 

また、 出力 特性の パラメータ になって い 
る、 ゲート-ソース 間の バイアスの 符号 を 
みれば、 デブ レツ ショ ン、 ェン ハンス メ ン 
ト のどの モードで 働く 素子 か 判断で き ます < 
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用途 別に わけた 特性の 見方 



以上、 示した ように 静 特性と いうの は、 

FET の 特性の 基礎と なる もので、 カタ 口 
グには 不可欠の ものです が、 他の 特性 は 用 
途 によって、 当然 かわって きます。 そこで、 
次 に 各 用途 別 に 分けて 主 な 特性 をみ ていき 
ましょう。 



國 直流、 低周波 増幅 用 

まず、 図 3. の Id — Vgs、 図 4 の fo— の 
よ う に 素子の バラ ツキ を 併せ 示した グラフ 
が あれば、 机上の 計算 だけで、 簡単に 回路 
の 基本 設計が できます。 

次に、 低 信号 レベル 増幅 回路と して どう 
しても かかせな いのが、 雑音 特性です。 雑 
音 特性 は、 一般に 測定 条件に よ り 大きく 変 
化する ので、 雑音の 対 信号 源 インピー ダン 



ス、 対 周波数、 対 ドレイン-ソース 間 電圧、 
対ド レイ ン 電流 特性な ど カ 《 必 要になります 
(図 5, 6 )。 

NF (雑音 指数） の 他に、 入力 換算 雑音 
電圧で 雑音 特性 を 表わす 方法が あ り ますが、 
このうち、 対 信号 源 インピーダンス 特性 は 
NF— &特 性と 形 力、' 違います から、 両者 を 
単純に 比較す る こと はでき ません。 

例えば、 図 7 と 図 5 をみ ると、 図 7 の 方 
力 《低 信号 源 インピーダンス で 雑音 特性 が よ 



く 図 9>a の- (\/ P -v GS ) 特性 例 
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さそう です が、 図 7 の^を 信号 源 抵抗から 
発生す る 熱 雑音 電圧 を 計算し、 NF に 換算 
すると 図 8 になり、 図 5 と 同じ 傾向になる 
ことが わかり ます。 

図 7 では 、 27n の 単位 として、 /iW/W が 
使われて いますが、 これ は、 带域 幅で 規格 
化した もので、 例えば、 /^の 抵抗の 熱 雑音 
電圧 は ボルツマン 定数 を X、 絶対温度 を r 
とすれば 

Vn=^ AKTRgAf 



で 表わされ ますが、 仏と 同じ 単位に 直せば、 
Vn=J 4KTR g になる わけです。 
最後に 直流 増幅器の 設計に ぜひ 必要な も 
のとして、 FET の 各 パラメータの 温度 特 
性 関係の グラフが あり ます。 

これに は、 fo， gmjGSS の 標準 値の 温度 特 

性 を 示した ものと 図 9 のように、 バイアス 
と 温度 係数の 関係 を 表わした ものが ありま 
す。 

例えば 図 9 の 場合 は、 ピンチ オフ 電圧よ 



り 約 0.65V 高い バイアスで 使えば、 ドレイ 
ン 電流の 温度 係数 を 零に 押える こ と がで き 
ると いう こと を 意味して います。 

■ チヨ ッパ用 

FET の 立 上が り の 部分の 特性が 重要に 
なって くるので、 図^) のよ う な/ J 、レベルの 
出力 特性が 示されます。 

FET の 種類 は 違います が 図 10 で、 Vds を 
一定に して、 ドレイン-ソース 抵抗 ーゲ一 



く 図 11>f?DS- 特性 例 
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ト - ソース 電圧 特性 を 求めた の 力、' 図 n です。 
また チヨ ッパ 用の 場合、 ホン 抵抗 や オフ 
抵抗の 温度 特性 を 知る 必要が あり、 一例 を 
図 13 に 示します。 

1 IB/。jA 用 

普通、 高周波 回路の 設計に は、 y パラメ 
ータが 一番 使われる ので、 y パラメータの 
周波数 特性、 電圧 電流 依存性な どが 中心に 
なります。 図 14 に、 ソース 接地、 図 はに ゲ 



一 ト 接地の y パラメータの 一例 を 示します。 
* * 

特性 グラフではありません が、 高周波 用 
として、 問題になる ものと して、 高周波 電 
力 利得、 雑音 指数が あり ます。 

雑音 指数の 方 は、 各 素子の 最適 信号 源ィ 
ンピ一 ダンスに 合わせて、 入力 側で ノイズ 
マッチング をと つたよう な 形で、 普通 測定 
される ので、 それほど 問題はありません 力へ 
電力 利得の 方 は、 極端に いえば、 測定 回路 



によって、 ある 程度 自由に 利得の 大きさが 

変えられ るので、 の 絶対値 だけ を 比 
較 しても 意味が あ り ません。 

すなわち 各 メーカ一 の カタログに のって 
いるの は、 それぞれの 測定 回路で 測った 場 
合に、 それだけの 利得 力 < 得られる という こ 
とで、 個々 の 素子の 比較 は、 同一の 測定 回 
路で 測る か、 あるいは、 7 パラメータから 
計算す るよ りしょうが あり ません。 



く 図 10 Y,s - Vos-f 特性 例 




100 

周波数 /(MHz) 



く 図 は〉 V^-f 特性 例 



40 
20 



CO 





















I mlllf 
































f Re 


^118 






び 










Id= 5mA 



00 200 400 700 1000 

周波数 （MHz) 




(ss) ば KA4^.Ixq:aY 



o 

ョ) 



o 7 1 

1 o 



K 入、 r 上 卜 



— 14 一 

圆 用途 別 早見表 & 索引 （注 DG: デュアル ゲート， 索引' 特性 図 欄 「， 82 年」 と あるの は， 82 年 版で 収録) 



型 名 


\^ 用 05E 


ダ高 D 
、入 C 
メカ • 

スィ A 

FH1 ン C 
回ピ 

m 1 


ン 
デ 
ン 
サ 
マ 
ィ 

ク 


低 
雑 
音 
項 
幅 
回 

Wtt 


低 周 波 


ビ 
デ 
ォ 

T 田 


チ 

ッ 
パ 
回 


S 
W 

回 


可 
変 
抵 
抗 
回 


高 
周 
汲 

to 

ノ J 








索 引 （頁） 


m 多 

„ ― 


電 
圧 
増 
幅 


ト' 

ィ 

バ 


お 
力 


規 
格 

覽 


特 
饪 
図 


社 名 


構 造 


モー ド 


区 分 


2SJ17 


ソニ一 


J 


D 


一 般 






























34 


一一 




" 18 


II 


J(V) 


ii 


ii 












參 


















34 


― 




〃 22 




J 








籲 


























34 


一- 


― —— "― 


" 39 


三 桊 


MOS 




〃 


鬱 




m 
























34 


，83 年 


2SjX2 


" 40 




J 




〃 






























34 


134 




" 43 


松 下 


〃 


〃 


〃 


嚳 




• 
























34 


135 




" 44 


曰 電 


n 


〃 


！! 






籲 
























34 


― 




" 45 


〃 


" 


〃 


" 


參 




























34 


―. 




" 48 


日 立 


MOS 


E 
















—- ― ... . 一 


一 一 














34 


'83 年 




〃 49 




n 


〃 


〃 












嚳 


















34 


'83 年 


—-- ― 


" 50 




〃 




〃 












• 


















34 


'83 年 




" 55 


〃 


MOS 


〃 














鬱 


















34 


136 


― ^ „^ _ 


" 56 


〃 


〃 


〃 


11 












m 


















34 


136 


- "― -' ― ^ 


" 56® 


〃 


〃 


〃 


通 ェ 


















嚳 












40 


136 




" 68 


〃 


J 


D 


-- 般 






• 
























34 


，84 年 




" 69 


〃 


n 


〃 








• 




一 —— 




















34 


,84 年 




〃 70 


〃 


n 










• 
























34 


，84 年 


~ . ― 


〃 72 


芝 


n 


〃 


1! 


• 


_ ― _ 


• 
























36 


'83 年 




" 73 


〃 






〃 






• 










― —- . _ 






― ■『■ 








36 


'84 年 


2SJX2 


" 74 


〃 


〃 


〃 


〃 


• 























36 


，84 年 




" 75 


〃 


n 






• 




• 


















36 


，84 年 


2SJX2 


" 76 


曰 立 


MOS 






















秦 




参 








36 


137 




" 77 




n 




















• 












36 


137 


, …― 一一 


" 77® 




a 




通 ェ 





. . 


一- -「 「― 

- …- 












• 












40 


137 




" 78 




n 








, —一 -—— — 一.：— 








— 『 


一一 一 


一 


鬱 












36 


137 


- 一 — 


" 79 




n 








-- ― 〜- 








• 










一 ^ 一 








36 


137 




" 79® 




〃 




通 X 




一— 一 


—一一 








- 一 


一一— 














40 


137 




" 81 








一 « 






























36 


，83 年 




" 82 




〃 


—丁— 


〃 






























36 


，83 年 





― 1 5 一 



m 名 


用 途 


ダ高 D 
、入 C 
^ 力' 
スィ A 

ン c 

回ビ 

W 1 


ン 
デ 
ン 
サ 

ィ 
ク 


低 
雑 
音 
増 
幅 
回 

路 


低周波 


ビ 
デ 
ォ 

增 

rfi ほ 
■PS 


チ 

ッ 
パ 
回 

* & 


S 
W 

回 


可 
変 
抵 
抗 
回 


髙 
周 

波 

山 
出 

刀 


V 
R H 
F F 

M 
I 

Y 

A 


U 
RH 
FF 

M 
I 

Y 
A 


s 

R H 
F F 

M 
I 

Y 
入 


m 引 (H) 


備 考 


髢 

圧 
增 
幅 


ト' 
ラ 

ィ 

バ 


出 

力 


規 
格 

覧 


特 
性 
図 


社 名 


構 造 


モード 


区 分 


2SJ 83 


日 立 


MO S 


E 


一 VI 












• 


















36 


'83 年 


― -. - ― 一一 ― 


" 84 


忪 下 


J 


D 


〃 






























36 


138 




" 96 


日 立 


MOS 


E 


〃 












• 






• 




• 








36 


139 




" 99 








〃 












• 






• 




• 








36 


140 




" 100 




〃 


〃 


〃 












• 






• 




• 








36 


140 




" 101 






〃 














• 






• 




• 








38 


141 




" 102 






〃 














• 






• 




• 








38 


141 




" 103 


東 芝 


J 


D 
































38 


142 




" 104 






〃 


〃 


• 




























38 


143 




" 105 








〃 




















• 










38 


142 




" 106 


〃 




































38 


142 




" 107 




〃 


〃 


〃 






























38 


143 




" 108 


〃 




〃 


〃 






• 
























38 


，84 年 




" 109 




〃 


〃 


〃 






• 
























38 


144 


2SJX2 


" 110 




〃 




〃 


• 




























38 


145 




" 111 


〃 


〃 


〃 




• 




• 
























38 


145 




" 112 


日 立 


MOS 


E 


〃 


















• 




• 








38 


146 




" 113 






" 


〃 


















• 




• 








38 


146 




" 114 


〃 


〃 


，' 


〃 


















• 




• 








38 


147 




" 115 


東 芝 


〃 


〃 


〃 












• 


















38 


148 




" 116 


日 立 




〃 




















• 




• 








38 


149 




" 117 




〃 


〃 


〃 


















• 




• 








38 


150 




" 118 


it 


〃 






















• 




• 








38 


140 




" 119 


























• 




• 








38 


140 




" 120 


























• 




• 








38 


151 




" 122 


























• 




• 








38 


152 




" 123 


東 芝 
























• 












38 


153 




" 125 


三 薆 


J 


D 
































38 


134 




" 126 


東 芝 


MOS 


E 


通 ェ 






























40 






3S J 11A 


日 電 




































40 


'82 年 


3SJX2 



— 16 — 







用 


途 


ダ高 D 


ン 
デ 
ン 

JLX- 

サ 
マ 

ィ 

夕 

ノ 


低 
雑 
音 

項 
幅 
回 


低 


周 


波 


ビ 


チ 


s 


可 


高 








索 引 






并 II Ar 

M 名 




3? 回 》 V 


電 

圧 
描 


K 

ラ 

ノ 
つ 


出 


デ 
チ 

百 


ッ 
ノヽ 0 

回 


w 

回 


抵 
抗 

rrrl 

101 


周 
出 


規 

格 


特 
性 


備 考 




社 名 


構 造 


ェ 一 L* 
セ 一 卜 




幅 


ノヽ' 


力 


市畐 


路 


路 


路 


为 


Y 
A 


Y 
A 


Y 
入 


覧 


図 




2SK11 


東 芝 


J 


D 


通 ェ 


• 














参 


森' 

翬 












A 0 


i5Z 千 




" 12 


n 






〃 


秦 




⑩ 










m 
















W 千 




" 15 


〃 


〃 


〃 




• 




嚳 




』 








-ー 


一 












， QO -ftp 




" 16® 


日 立 


〃 


〃 


it 


• 




























4 ビ 


»Q0 -ftP 




" 18 


束 芝 






〃 


鬱 














一〜 




















" 18 A 


〃 


〃 


〃 


〃 






















― ^一 












^oi\ 八 C 


" 23A 


ソニー 




〃 


― 般 






参 










參 




鬱 




嚳 










― ~ -" "- — 一 


" 30ATM 


東 芝 


〃 


〃 




• 




參 


























'00^ 

oo-T- 




" 33 


三 菱 


〃 




























参 






42 


82 平 




" 34 






〃 


1 


瘳 




























i n 


»Q0 "fP 
W 午 




" 37 


曰 電 


〃 


〃 


1 
























嚳 








» QQ -ftp 

oo-T- 




" 38A 






D + E 


1 


鬱 






















• 






A A 

M 






" 40 


日 立 


J 


D 




鬱 




参 


























oZ-T- 




" 42 


ソニ一 


〃 


〃 


〃 






















- ^一 —— 


• 






44 


OC J f' 




" 43 




〃 


〃 


〃 






嚳— - 








籲 
















44 


oo-T* 


-— "-" ― ~ - 


" 43© 


〃 


〃 


〃 


通 ュ： 


攀 




鬱 ― 












嚳 








'- . ■ . 




44 


w 千 


― — „ :—— —— 一 —— 〜 


" 43©- D 


it 




〃 




參 




離 












嚳 


• 


—一— 


一.一— 一— 






A A 

44 


» QQ -fp 

oo-T- 


—一———— 一 


" 46 


三 変 


〃 




― 般 


嚳 


に秦 - 


参 










- ― 






——― 








44 




一—— —一^ 


〃 48 


M 芝 


〃 


〃 


通 ェ 


鬱 




— • 










一—— 一 


—一— 




- —— 一 


一.— 


訂-, —― 




A A 

44 


82 牛 


—————一一 


" 49 


曰 電 






一. 75 义 










—-^ 






-—— 一 


一—— 




—一— 


• 


—一 ― 




A A 

44 




一— 一—— 一— —― 


" 54 


日 立 






// 




















——一 


― 


• 






A A 

44 




—一.————"—— 


〃 55 


n 


〃 


〃 


〃 




—一一—. 












—一一., 


- ——一 




—一 




―. „ —し 


一一 一—— 


A A 

44 




——————一.— 


" 57 


U 電 






〃 






一- 一.— 一 


- —— =- 


—一 一一 


― 


一 




—一—.— 


—— '一 


——一—」 


参. 


—一一-— 


一一 一 


44 






" 58 


ソニー 






〃 


籲 






い— ― ― 






一— —— 


一 —— 一 




一一 一 


―. —-— - --- ' 








A A 

44 






" 59 


日 立 










— i 一 














一 一- 












44 




——————— 


〃 60 


ソニ一 


J(V) 


― 一- ― - 
〃 


一-一一 一一 






一 




一 


—一一 


—一———— 








一-— 








44 




--— -—— ―… 


" 63 








一—— 一 






― —— - 


一一 一. 










—，一 


'一-.— -- 










A A 

44 






〃 00 


松 下 










赢 




-— 




一—— 
























" 66 














罄 




• 




















44 


'83 年 




'"7 












m 


























44 







一 17 — 









用 


途 


ダ髙 D 
、入 C 
^ 力' 
スィ A 

《' C 

路 1 


ン 


低 
雑 
音 
增 
幅 

fnl 

路 


低 


周 


波 


ビ 


チ 


S 


可 


髙 


V 
R H 
FF 

M 

T 
量 

X 


U 
R H 
F F 

M 
量 


S 

R H 
FF 

M 
丄 




(rt) 




m 名 








デ 

ン 

サ 

マ 

つ 

ク 


電 
增 


K 
ィ 


出 


子' 
ノ 

ォ 
增 


ツ 
回 


W 

回 


変 
抵 

回 


/。J 
波 
出 


規 
格 


特 

性 


備 考 




社 名 


構 造 


モ一 ド 


区 分 


幅 


バ 

― 


力 


幅 


路 


路 


路 


力 


X 


X 


覧 


図 


-一-- - 


2SK 67 A 


H 電 


J 




一 m 






























46 


'83 年 




" 68 








〃 


• 


- 
















誊 










46 


'83 年 




" 68A 


〃 






〃 










- 










• 










46 


'83 年 




// 72 


柬 芝 


// 




通 ェ 


• 




• 
























46 




2SKX2 


" 73 


松 下 






― 般 






























46 


一 




〃 79 


ソニ一 








• 




- 




一 參 




















46 


'83 年 




" 83 


松 下 


J 




〃 






























46 


，83 年 




// 84 


〃 


〃 




〃 






一 • 
























46 


'83 年 




" 85 


曰 電 


GaAsSB 




M ェ 




























• 


46 


'83 年 




" 92 


〃 


J 




一. 般 




• 


























46 


'83 年 




" 93 


ソニ一 










秦 


























46 


'83 年 




" 94 


曰 電 


-一 -—, 




〃 






• 一 














き 










46 


，83 年 




// 97 


ソニー 






〃 






























46 


'83 年 


2SKX2 


" 103 


曰 電 






〃 




• 


























48 






" 104 




■ '■ . . . 




〃 






% 
























48 


'83 年 




" 105 


// 






〃 






























48 


154 




" 107 


ソニー 






〃 


• 






















• 






48 


'83 年 




" 108 


三 菱 


■ "' •' 




〃 




















• 










48 


155 




" 109A 


/; 


'■■'，■■ ' " 






# 一 




























86 


155 


2SKX2 


" no 




™ 〃 




〃 






籲 
























48 


156 




" 111 


〃 








暴 




























48 


'83 年 


2SKX2 


" 112 


東 芝 







通 ェ 


籲 




秦 












• 












48 


'83 年 




// 113 








〃 
















⑩ 




• 










48 


'83 年 




" 117 


〃 


〃 


〃 


一 m 


• 




暴 






― 


















48 


，83 年 




" 118 
















- 






















48 


'83 年 




" 119 


日 電 






通 ェ 


• 


















籲 










48 


'83 年 




" 120 


ソニー 






― 般 
























• 






48 


'83 年 




" 121 


n 








拿 




愈 








• 




• 












48 






" 123 


松 下 




































48 


157 




" 124 


曰 電 


GaAsSB 


































48 


，83 年 





一 18 — 



开 IJ 乂 


用 途 


ダ高 D 
、ノ 八し 
'カ* 

プノ A 
入つ A 

回ン c 
凹ビ 


ン 

デ 

ン 

V 

や 

ィ 
々 


低 
雑 
音 

回 
路 


低周波 


ビ 


チ 

ッ 
ノぐ 

回 


S 
W 

回 

お 


可 
変 
抵 
抗 

回 


高 
周 

04 
UJ 

力 








索 引 (頁) 




電 
圧 
増 
幅 


K 
ラ 

ィ 
ノ< 


出 
力 


デ 
ナ 

幅 


規 
格 

黧 


特 

図 


m 老 
1 相 つ 


社 名 


雄' ： 虫 
構 Ja 


モ一 卜 




路 1 


2bK!25 


ソニー 


J 


D 


一 般 




















攀 










48 


'84 年 




〃 i27 


松 下 


11 


'/ 




縿 




鬱 
























50 


' ― 




" 127A 


〃 


n 




II 


嚳 




嚳 
























86 


- 




" 128 


〃 


〃 


〃 


〃 


• 




瘳 
























50 


158 




" 130 


曰 電 












像 














• 










50 


'83 年 




" 130A 




if 


" 
































86 


，83 年 




〃 I3l 




n 


n 
































50 


159 


2SKX2 


" 133 


日 立 


MOS 


E 
































50 


，83 年 




" 134 


〃 


n 


n 














• 


















50 


'83 年 




" 135 




〃 


〃 


〃 












籲 


















50 


，83 年 




" 136 


松 下 


J 


D 




• 




m 
























50 


160 




" 137 




n 










籲 
























50 


一 




" 137 A 




fi 




〃 






* 
























50 


― 




" 138 


曰 電 


GaAsSB 


〃 






















- 








• 


50 


，84 年 




" 140 




// 


〃 






















- 








• 


50 


，84 年 




" 141 


〃 


「 J 


〃 


通 ェ 


• 


















- • 










50 


'83 年 




" 14lA 


II 




〃 


〃 


• 


















• 










50 


'83 年 




" 146 


束 芝 


〃 




一- a 


• 




龜 










一一 














50 


，84 年 


2SKX2 


" 147 


〃 


























50 


，83 年 




" 148 


松 下 


〃 


〃 


―」— 






„ 一. 


—一— 
















鬱 






50 


一 




" 14y 








通 ェ 














—一一 




一一—— 


一 _ 






I 




50 


，84 年 




" 152 


ソニ一 


〃 


■ 一 一- . 


―. 般 






w 








攀 










• 






52 


，84 年 


—————— 一—一 


" 154 


松 下 








— ^^^^ —一 






—― 






















52 




一 ' - ― ■ ' . 


〃 155 


〃 








• 














—一 — _ , 












52 


161 




〃 loo 


三 洋 










鬱 


























52 


,83 年 




〃 158 
" 160 


松 下 
曰 H£ 








― 一- 
一一 

——一 




一，— 
—，一 








一一 一 


^一- ― 




I 










52 
52 


154 




// IfiA A 
〃 iUUi* 


*： 芝 


〃 
〃 




























參 






86 
52 
52 


154 

,83 年 
，84 年 




" 161 






















〃 162 


B M 

























— 19 — 



m 名 


用 途 


ダ髙 D 
、ノ入 C 
ノカ' 
スィ A 

回に . C 

ヒ 

路 1 


ン 

デ 

ン 
サ 
マ 

ィ 
ク 


低 
雑 
眘 

增 

幅 

回 
路 


低 周 波 


ビ 
デ 
才 

増 
幅 


チ 

ッ 
ノ、 0 

路 


S 
W 

回 
路 


可 
変 
抵 
抗 

(pi 
路 


髙 

周 
波 
出 
力 


V 
R H 
F F 

M 
f 
l 

X 


U 
R H 
F F 

M 

T 
1 

X 


s 

R H 
F F 

M 

T 
1 

X 

- ~—— —— 


'M 引 ifi) 


備 考 


電 

圧 
增 
■Pa 


K 

ラ 
ィ 

, ヽ 


出 

•ft 

刀 


規 
格 


特 
性 

凶 


XL も 




て— r 




2oKlo3 


H 'ili 


J 


D 






























52 


'84 年 




ft 165 


松 下 


n 


































52 


162 


一一 一- ― - 


" lOo 


日 立 


〃 


〃 


〃 














一 _ 










• 






52 


'83 年 




" 169 


松 下 












-— - 
























52 


一 




" 170 


朿 芝 


it 




〃 






























52 


'83 年 




〃 171 


三 凝 


tt 




it 






























52 


，83 年 


2SKX9 


〃 I/O 


日 ：、'/: 


MOS 




〃 













• 


















52 


163 




〃 I/O 


" —― 


〃 


〃 


〃 












• 


















54 


163 




〃 1 / oQJ) 


〃 


〃 




通 ェ 


















• 












86 


163 


― 




朿 芝 


J 






曇 




























54 


'83 年 




〃 185 


ソニー 


〃 




〃 






























54 


一 


2SKX2 


" loo 


日 立 




〃 


〃 


一 ~ ^ 




























54 


'84 年 




" 187 


II 




〃 
































54 


164 




" 190 




n 


































54 


'84 年 




" 191 


〃 


n 


〃 


〃 






























54 


'84 年 




„ i no A 


^ ん 


〃 


〃 
































54 


'84 年 




t no 
〃 lyo 


曰 電 




〃 
































54 


，84 年 




" 194 




" 


〃 








龜 
























54 


'84 年 


2SKX2 

ム kJ 暴、 , 、 A# 


" 195 




it 


〃 
































54 


，84 年 




" 196 QJ) 


日 立 


MOS 


E 


通 ェ 






























54 


'84 年 




" 197 




J 


D 
































54 


'84 年 




" Ivo 


松 下 




〃 
































54 


158 




" 199 




n 




1! 

























• 






54 


一 






a 箭 

口 i^L 


广 n A e 


if 






























m 


56 


'84 年 




" 203 




n 


































56 


'84 年 




" 208 


東 芝 


J 


































56 


'83 年 




" 209 






〃 


If 


應 




























56 






〃 210 




〃 


〃 
















- 










急 






56 


，84 年 




" 211 




〃 


n 


























• 






56 


'83 年 




〃 212 


三 洋 




































56 


'84 年 





一 20 - 









用 


途 


ダ高 D 
、入 C 
1' 
ズィ A 

八つ /\ 

回^ 
凹ピ 

路 1 


ン 
デ 
ン 

廿 

つ/ 

マ 

ィ 
ク 


低 
雑 

at 

+日 

幅 
回 
路 


低 


周 


波 


ビ 


チ 


S 


可 


高 


ecu* 


«fc S 一 




索 引 


(頁） 




m 么 

土 -ia 






電 
圧 

ュ苜 


K 
ラ 


出 


デ 
ォ 

増 


ョ 

ッ 

m 


W 

回 


亦 

抵 
抗 


周 
波 
出 


规 
fa 


特 
性 


備 考 




if 名 




*t ― 卜 


U?- フ J 


幅 


ノヽ' 


力 


幅 


路 


路 


路 


力 


x 


y 


覽 


図 




2oK213 


口 tV 




E 


An. 

一 m 












龜 






罾 




w 








0U 


•tec 
loo 




" 214 


〃 


II 




ii 












W 


—一一 




赢 
攀 




響 








CC 

DO 


•ice 




" 214® 




// 


n 


通 ェ 










———一 








丄 




響 








ou 


loo 




" 215 




n 


〃 


一. nz 












急 

き 










赢 






- 


cc 
00 






" 216 


〃 






ti 












急 

響 


















cc 
00 


tec 

loo 




// 216® 


〃 


li 


〃 


通 ェ 






-— „ ^ 一 








-— 




W 












00 


loo 


—- —— 


" 217 


II 


T 
J 


D 


一- m 
























• 






cc 
00 


'Qyl -ftp 




" 218 


松 r 


〃 


ii 










—— ― 






赢 














- 


cc 
00 




― —— 


" 220(H) 


口 tV ' 


TV yf/^ C 

MUo 


E 


通 ェ 


















響 




き 








cc 
00 


»Qi -ftp 




" 221(H) 




It 


〃 


〃 


















w 




—一 








ca 
00 






" 222 


二 # 


T 

J 


D 


― 収 






# 






—— ~~ 






―—— 












00 


10/ 




〃 223 


II 




〃 


〃 










w 




















cc 
00 


84 午 




" 225 


口 -^r 


MUb 


E 














W 


—- 
















DO 


IDO 




" 226 


II 


// 


〃 


〃 






























CO 

Do 


ICQ 

100 




" 227 


ff 




1! 


ノ 












赢 




一— 一 














CO 

Do 


1 no 






p ^ 

p m. 


T 

J 


D 


― 丄' 


















——― 一— 






籲 






CO 

Oo 


o4- t f- 




ii O i A 

" 240 


宙 -ii' 
果 之 


If 


ii 


ーノに ― 


W 




攀 










——一- 












― ― ュ 


CO 

0o 


M 千 




II Ail 


〃 


MUb 


D + E 


- - I 一 












― 


一 


一— 


一一—— 




一— 一 


• 


一 




CO 

Do 


i54 千 




〃 242 


― 、、せ 
二 # 


T 
J 


D 


II 










——一 















• 






CO 

00 


1 CC\ 


一一—————— - 


" 246 


■rt,- せ' 

M 之 








籲 










——一- 


一— 一-" 






——一— 
-—— 










CO 

00 


o4-4* 




it O i *7 


W 卜 








攀 






― 


—- 




















CO 

00 


1 *7A 
1/U 




" iDO^ & 




MUb 


匕 


、ざ， ~r 

m 丄 










一—— 


一—— 一 


一—— 


—一-—— 


-— 
-! - 


― 


—- 

-，— 




一— 


- -—一 


OU 


154 千 




" iJoyoj) 


II 


〃 


一」' —- 






-- "一 ^ 










一———— 


一 一— 一 


—，-- 








—― —一 - 




DU 


54千 








〃 


// 


ii 


一——— 










——一 






—き— 


一^ —— 


W 








DU 


04-4* 




" 265 


柬 之 


T 
J 


D 


一. ^ 


—一一 
書— 


一——. 


― .— 一 —- 
• 


― 


— — — ： 




——一 




― ― —一 


一一— 


一一—— 














" zoo 


II 


11 













― —一 一 


-一 -— 




——― 
















DU 


丄 /1 


― ""一 ― 




a m 
p ^ 


MUo 


匕 


、i6 T 
通 J- 


一— ― 






一—— 


'—一 










—— —- - 


—一 ― 一 








CO 

oc 


1 79 




// 278 


If 


;/ 


ff 




一一 一 


一—. 


一 ― 一. 




一-——— 


—一— 




- 一 ' 




一一.—— 










62 


172 




" 280 




GaAs 


D 


-' 一般 




























一、— 


62 


,84 年 




" 281 






































62 


，84 ギ 





- 21 - 



土 -t^t 


用 途 


gg 回》 v 、 
一 n: v 入 辻》 3* 


ン 
デ 
ン 
サ 
マ 
ィ 
ク 


低 
雑 
音 
增 
幅 

l0i 
路 


低 周 波 


ビ 
デ 
ォ 
增 

幅 

—一— 


チ 

路 


S 
W 

回 
路 


可 
変 
抵 
f 几 

[gl 
路 


高 
周 
波 
出 
力 




ecu. s — X 




索 引 （頁） 


備 考 


電 

圧 
増 


K 

ラ 
ィ 

J ぐ 
ノ ヽ 


出 

-ft 
刀 


規 
格 

舉 


特 
性 

に J 


社 名 


m 


モー ト 


区 分 


2oK2oo 


三 洋 


J 


D 


一. 般 




























62 


'84 年 




！, 286 


日 立 


MOS 


E 


〃 




















• 








62 


173 




nor? /f?\ 

'！ 28709 


〃 


n 




通 ェ 
















秦 












62 


174 


- 


" 28809 






" 


〃 


















• 




• - 








62 


174 


- - -—— 


" 291 




J 


D 




• 


















― 










62 


175 




" 292 


曰 電 


〃 


〃 


























• 






62 


'84 年 




" 293 




MOS 


E 


通 ェ 






























62 


176 




" 293A 




// 




〃 






























62 


176 




" 294 


日 立 


〃 




― 般 






















龜 








62 


177 




" 295 






〃 
































62 


177 




" 296 








〃 


















m 




• 








62 


'84 年 




ii Oft o 

" 2y© 


n 


// 


〃 
























⑩ 








62 


178 




" 299 






n 


〃 






















"IF"" 








62 


178 




" 301 


松 下 


J 


D 




• 
















豳 












64 


179 




" 6\)i 


東 芝 


MOS 


D + E 


〃 
























• 






64 


'84 年 




" 30o 


三 洋 


J 


D 




• 


















鵪 










64 


180 




" 304 


〃 


n 


" 




• 


















籲 










64 


180 




ii OAO 

！， 308 


日 立 


MOS 


E 




















癱 




き 








64 


，84 年 




" 310 


ii 


// 


// 
































64 


181 




" 311 


" 


" 


// 




















m 

w 












64 


181 




ii 01 o 

" 612 


ii 


it 


n 


II 






























64 


182 




" 616 




" 








― 


























64 


182 




，， OI i 

〃 314 


曰 電 


J 


D 


通 ェ 






























64 


183 




" 315 


コ ^ 
二 




〃 


一 

一 巧义 






― 
























64 


184 




" olo 


松 下 




〃 


" 














• 
















64 


185 




" 317 


日 立 


MOS 


E 


II 






















曇 








64 


186 








" 


〃 


// 






























CA 


1 Q7 
丄 O t 




" 319 




n 


// 
























• 








64 


188 




" 320 




ti 


// 


II 






























64 


188 




" 321 


松 下 


J 


D 


II 






























64 


189 





一 22 — 



m 夂 

土 -a 


用 途 


ダ高 D 
、入 C 
,カ' 

A -1 n 

回ン . c 
凹ピ 

路 1 


ン 
デ 

ン 
补 

V 

マ 

ィ 

々 


低 
雑 

m 

幅 
回 
路 


低周波 


ビ 


チ 

ッ 
ノヽ 0 

回 
路 


S 
W 
回 
路 


可 
変 
抵 
抗 

rrri 

回 
路 


高 
周 

出 

山 

力 








索 引 （頁） 


m 者 


電 
圧 
増 
幅 


K 
ラ 

ィ 
バ 


出 
力 


デ 
ォ 

m 

41 


規 
格 

覽 


特 
件 

図 


杜 名 


4^ '、生 

稱 la 


モ一 ト 




2SK322 


曰 立 


J 


D 


一 般 


嚳 












攀 
















64 


190 




" 323 




〃 






嚳 




























64 


191 




〃 324 


東 芝 


MOS 


E 


通 ェ 






























64 


192 




" 325 






" 




















• 












64 


193 




" 330 




J 


D 






_ —— 
















• 










66 


194 




" 331 


三 洋 






n 






























66 


，83 年 




" 332 








n 


響 




























66 


195 


a O \r 、ノ r\ 


" 333 










w 




























66 


196 


2SKX2 


" 334 












罾 


























66 


'83 年 




" 336 


〃 


MOS 


E 






















• 










66 


197 




" 337 


曰 電 


〃 


〃 


通 ェ 


















籲 












66 


198 




〃 343 


曰 立 






一 a 




——一 








秦 






• 












66 


199 




" 344 


〃 


" 


〃 


〃 












籲 


















66 


199 




" 345 


〃 


n 




〃 












% 


















66 


200 




" 346 




n 
















% 


















66 


200 




〃 347 




n 


〃 


,; 


















* 




赢 

钃 








66 


201 




" 349 






〃 


;/ 


















暴 一 












66 


202 




" 350 




〃 


〃 


ノ, • 


















—き 












66 


202 




〃 351 


〃 


〃 


〃 


〃 






















攀 








68 


203 




" 352 




― " „ 


















— — ^ 




w 




W 








68 


204 


——一.——^ 


" 353 


曰 電 


GaAs 










—— 一 






















• 


68 


205 




〃 354 




〃 


〃 


〃 






—— 一 






















• 


68 


206 




" 3b4 A 




n 
































90 


206 




" 355 


^ 之 


MOS 




通 ェ 


― ― 


― 


——一一 










一 —— ― 


― ^- 


——- 










68 


207 




" 356 




〃 








一 —— 一 












―' 一 - 


—暴— 


一 










68 


208 


― ^一——一一. 

——一————一—— 


" 357 










—— 一 


^一— 


一一. 一一 












一，— 


- 一'. 


― 








68 


209 




" 358 




〃 






—― 




― —- ~ 








一一— 一 
- 一 一— 




ユ〜 


-一一 


——一—— 








68 


210 


― —― '. 


〃 ooy 


日 立 




D-f E 




——一 




-'—一— 






—― 










68 


211 




" 360 


ii 


























— •— 






68 


211 




" 362 


* 芝 


J 


D 




〜¥ー 


























68 


212 





一 23 — 



歼リ ダ 


用 途 


ダ髙 D 

、'入 レ 

ノ 力' 
マ ノ A 

固ン C 
IBJ ピ 


ン 
デ 
ン 

サ 

ク 

/ 


低 
雑 
音 
■Mi 

回 
路 


低周波 


ビ 


チ 

ッ 
パ 

回 
路 


S 
W 

回 
路 


可 
変 
抵 
抗 

回 
路 


髙 
周 

歡 
屮 

ノ 7 


V 
R H 
FF 

M 
I 

X 


U 
R H 
F F 

M 
I 

X 


S 

RH 
F F 

M 
I 

X 


* 引 ("«) 




電 

圧 
增 
幅 


K 
ラ 
ィ 
ノヽ' 


出 
力 


デ 
m 


規 

格 

一 


特 

IX 
図 


ズぉ 

1 屑 ^ 


iL 々 
tt 名 


稱 OH. 


モ一 卜 


は vr 




2SK363 


朿 芝 


J 


D 


一 






























68 


213 




" 364 




" 


" 


〃 


• 


















• 










68 


214 




" 365 




〃 


n 


〃 






























68 


212 




" 366 




〃 




〃 


'罾 


















， 










68 


214 




" 367 








〃 


嚳 




























68 


215 




" 368 


〃 


〃 


〃 




秦 




























68 


215 




" 369 




〃 




〃 






























68 


'83 年 




" 370 


〃 


11 


〃 








• 
























68 


，83 年 




" 371 


〃 


n 










• 
























68 


'83 年 




" 372 




！ f 




〃 


• 


















—⑩ 










68 


213 




" 373 




〃 






• 




























68 


216 




〃 374 


松 下 








• 
















• 












68 


179 




" 375 


日 立 


MOS 


E 


" 


















• 




• 








68 


217 




" 376 


三 洋 


J 


D 






• 


























70 


218 




" 377 


〃 


// 


// 


〃 






























70 


218 




" 378 


松 下 


GaAs 


;/ 


〃 


























• 




70 


219 




" 379 




MOS 


E 


〃 


















• 












70 


220 




" 380 


II 


// 


// 


〃 


















• 












70 


221 




，！ 381 


三 菱 


J 


D 


〃 








• 












• 










70 


222 




" 382 


日 立 


MOS 


E 




















• 




• 








70 


223 




" 383 




n 






















• 




• 








70 


224 




" 384 




n 






















• 




• 








70 


225 




〃 385 


東 芝 


〃 


// 


通 ェ 


















• 












70 


226 


― -— 一 一 


" 386 




// 


// 




















• 












70 


227 




" 387 


// 


// 


" 




















• 












70 


228 




" 388 


〃 


" 


n 




















• 












70 


229 




" 389 




J 


D 


一 般 


草 




























70 


230 


2SKX2 


OOQ 
" OVO 


日 立 


MOS 


E 
































70 


231 




" 399 






































70 


232 




" 400 






































70 


233 





~24 - 









用 


途 


ダ高 D 

、人し 

マノ A 

スィ A 

151 ン C 
ピ 


ン 


低 
雑 

描 
增 

幅 

回 

p. 


低 周 


波 


ビ 


チ 


S 


可 


高 




ecu* s-^x 


i 


索 引 (頁) 




开' J 々 










デ 

ン 
サ 
マ 

ィ 

ノ 


電 
圧 
増 


K 
ラ 
ィ 


出 


デ 


ッ 
ノ、 0 

回 


W 

回 


変 
抵 
抗 
回 


周 

tu 


規 
格 

― 


特 


jtm ま- 
1 萌 




tx 名 


雄 せ 
構 la 


モ一 卜 


rrr 


^ 1 


幅 


バ 


ノ j 


m 

T 田 




終 




ナ I 

ノ J 


覧 


図 




2SK401 


日 立 


MOS 


E 


― 


















籲 




籲 








72 


234 




" 402 


〃 


// 


〃 


// 


















籲 




秦 








72 


235 




" 403 


〃 


it 


〃 




















籲 




• 








72 


235 




" 404 


三 洋 


J 


D 


n 








• 






















72 


236 




" 405 


東 芝 


MOS 


E 


〃 












參 


















72 


237 




" 406 


曰 電 


GaAs 


D 


〃 




























籲 


72 


238 




〃 407 




" 


〃 


〃 




























暴 


72 


238 


一 - ―. . 


〃 408 


日 立 


MOS 


E 
























嚳 








72 


239 




〃 409 


n 




〃 


〃 












- 


一一 一 


_ —一 』 


- - 




籲 








72 


239 




" 410 




// 


〃 














- - 


一 


一 — 


一 ~ ■ 




嚳 








72 


240 




" 411 


" 


ii 


〃 


〃 






―. - 










一一 一 


• 




• 








72 


241 




" 412 


n 


" 






















籲 




• 








72 


242 




" 413 


" 


〃 


〃 


" 


















籲 












72 


243 




" 414 


，' 


ii 


〃 


〃 












- 一 






• 




豢 








72 


243 




" 415 


n 


ii 


〃 


















„ 〜 


攀 




嚳 








72 


244 




〃 416 


" 








, ^ 


- ： 














• 




鬱 








72 


245 


. ■ - 〜に ― ルリ ■ — ■ . 1 


〃 417 


柬 芝 


11 


" 


ilfl ュ： 
















. 


• 


一. 










72 


246 




〃 418 










- - 


一- 


一一 一. 






一 - 


- ~_ -— —— 


-. 




一一 一. 


.« — - 








72 


247 


一一 -— - - -- 


" 419 




〃 


〃 


― …一 ■' 


—— ^- 












一 -一 




嚳 


一一 一 


-.. - 








72 


248 




" 420 


〃 


—一」 し— 


〃 


一一 一 
一一—一 


—一 . 一一一. 
や 一一 ― 


一一 一— 


_ 一 一 











一 


• 


^ ― ^一 


― — 








72 


249 


™ -. - - . . —― - 


〃 421 




—〃― 一 




—一 _ー— 


- 一- 










一 - -' „. 


― 


-ー 一- 


• 





—- 








72 


250 


一 一一 ― —一 一一〜 一〜 


" 422 


〃 


〃 




" 












一一一 


—一— 


- —一 














72 


251 


. . 一. - • 一 


" 423 






" 






一— 一 


一一 一 






————一一 


—一^ - 


—一一 一 




■ 一 ―-- 


一- 一一 








72 


252 


,™ ^-. ™- 一 一一—一 


" 424 


曰 iti 




n 


― 一. 一 

—"一一. 


一一— 

—一一 一 




. 一 一 - 







一— „ ™ 


一 ^ 


,. 


• 


一, „„, 


一一 








72 


253 


—一 . …一. —一一 . _ 一 . 


" 425 




J 


D 


一 k 












- ■— 一 . 


一一 一一 ■„ _ 


一一— 一— 




一一 一— 


- . 








72 


254 


一 ― - -〜 ■ -一 -― 一. - 


〃 426 


―」 L 一 —― 


―" 


——'し,——. 




—一 ^一 一 


一 —— 


• 






„ 


一一—- 


一 




一一-一— 一- 


― 








74 


254 


一一 „— 一一 一. 一一 一一 - 


" 427 


三 洋 


〃 


—一」 し—— 


…—一—— — 
——二 . 


一-. 一一 


一… 一- 








-一一 一 


― 


——一一-. 


一—.. 一. 


—— 一 - 


—一. 一 ―. 








74 


255 


一一 一一一—- 一 一— 一 


" 428 




MOS 


E 




- 一 一一 


—一一 












一.—. 


- 一 一 


-- 一一一 
• 




― —— . 
• 








74 


256 


一—.—. 一一—一 一 一一" 


〃 429 


























• 




• 








74 


257 




〃 430 




〃 






















• 












74 


258 





一 25 — 



M 名 


用 途 


ダ髙 D 
、ノ入 C 
ノカ, 
スィ A 

IB] し • 
w 1 


ン 
デ 
ン 
サ 
マ 

ィ 

7 


低 
雑 
音 

增 

幅 
回 
fit 


低 周 波 


ビ 


チ 

ッ 
パ 

回 
Bit 


S 

w 

回 


可 
変 
抵 
抗 
回 

IttT 


髙 
周 

波 

山 
出 

ノコ 


V 
R H 
F F 

M 
I 

Y 
入 


U 
R H 
F F 

M 
I 

Y 
入 


S 

R H 
F F 

M 
I 

Y 
A 


'お 引 （'«) 




電 

圧 
增 
幅 


K 

ィ 

バ 


出 
力 


デ 
ォ 

% 

■PS 


規 

格 

一 

覧 


特 

図 


備 考 


社 名 


構 造 


モード 


区 分 


. . 一—— ― ― 

2SK431 


U 立 


J 


I) 


一 般 


• 





























74 


164 




" 433 


三 % 


〃 


〃 




















一 一 ― .. 












74 


222 




" 435 




〃 


n 




• 




• 
























74 


259 




" 436 


三 Tt 


〃 


〃 


〃 






一 —-- 


• 
















• 






74 


255 


... .— 一— . ... ― —― ― -— -—. 


" 437 


松 下 


GaAs 
































• 


74 


260 




" 437© 


〃 


〃 




〃 




























籲 


90 


260 




" 438 




〃 




〃 




























• 


74 


260 




" 439 


日 立 


MOS 




〃 


„ „_ , ™ 一 




—一.— —一 


















• 






74 


211 




〃 440 


〃 


〃 


E 


〃 


















• 




• 








74 


261 




" 441 


〃 


n 


/; 




















• 




罾 








74 


262 




" 442 


束 芝 


ii 




〃 












• 






• 












74 


263 




〃 443 


三 洋 


J 


D 


〃 






























74 


264 




" 444 


〃 


" 


〃 


〃 






























74 


264 




" 445 


〃 


it 


〃 


〃 


























•— —― . 




74 


264 




" 446 


曰 電 


MOS 


E 




















• 












74 


265 




" 447 


束 芝 




〃 


通 ュ： 


















• 












74 


266 




〃 448 


曰 電 


" 


〃 




















• 












74 


267 




" 449 


〃 


ii 






















• 












74 


268 




〃 453 


〃 


n 


〃 
































76 


- 




〃 454 


〃 


" 




〃 






















• 








76 


一 




" 455 


柬 芝 


J 


D 


一 




• 


























76 


269 




〃 456 


〃 


/; 


〃 






• 


























76 


269 




" 457 


日 立 


GaAs 


n 


〃 




























• 


76 


一 




" 458 


曰 電 


MOS 


E 


M ェ 


















• 












76 


― 




〃 459 


〃 




n 




















• 












76 


― 




" 462 




〃 




― 般 


















• 












76 


一 




〃 463 




ii 


〃 


通 ェ 


















• 一 












76 






" 464 






































76 






〃 468 








― 般 






























76 






" 470 




n 


































76 







一 26 — 



开》』 々 


用 途 


ダ高 D 

、'入し 
1' 
スィ A 

岡ン c 
回ピ 


ン 
デ 
ン 

It- 

サ 
マ 
ィ 

ノ 


低 
雑 

幅 
回 
路 


低周波 


ビ 


チ 

ッ 
パ 

回 

FU 


S 
W 

回 

TO 


可 
変 
抵 
抗 
回 


髙 
周 

中 


V 
RH 

FF 

M 
I 

Y 


U 
RH 
FF 

M 

I 

y 


S 

RH 

FF 

M 
I 

Y 
A 


索 引 (頁) 




電 
圧 
増 
幅 


ト' 

ィ 
ノ< 


出 
力 


デ 
刁 
ュ 冒 

T 田 


规 
格 

覧 


特 

図 


2^ ま- 
11 , 


社 名 


構 造 


モ— ト 


区 分 


路 1 


2SK477 


日 電 


MOS 


E 


通 ェ 


















• 












78 


—― 




" 482 






" 
































78 


― 




" 492 


三 菱 


J 


D 


一 般 








• 












• 










78 


155 


- 


" 493 


三 洋 




n 


n 














籲 
















78 


270 




" 494 


日 立 


〃 


〃 




龜 






























259 




" 505 


曰 電 








* 












嚳 ― 
















80 


271 


―.. - 一 ■. 一 ■ . 


" 507 








〃 


* 












攀 
















80 


271 




" 508 




if 






• 












撃 一 
















80 


271 




" 511 


日 立 


MOS 


E 
























• 








80 


272 




" 512 






" 


" 






























80 


273 




" 513 






n 
































80 


274 




" 518 


曰 電 


J 


D 






















• 










80 


275 




" 519 




" 


































80 


275 




" 520 




n 


n 






















參 










80 


275 




" 525 


東 芝 


MOS 


E 


通 ェ 




- … 


























80 


― 


—一一 


" 526 


〃 


" 


;/ 


〃 


















籲 












82 


- 
- 


- ― ^ —一一 一一-， 


" 527 


〃 


n 


,; 
















： -— 




籲 


一 -— - - 










82 


" 528 






/; 






























82 


- 


，！ 529 




〃 


;/ 




















秦 












82 


一 


一一一... 一 《 . 


" 530 






" 
































82 


一 




" 531 




〃 


n 




















き 












82 




--. „ „,『、,_■,-.■「,—.„'.■—. 


" 532 


〃 




n 






, 














• 








—一, „ 
一. 一一 




82 


- 




" 534 


日 立 






一 般 
















〜- ：.. -- 


• 






一 


______ 


82 


276 


'―— , „, -, -, „.,,,.- ,„ „_ ― r 


" 535 


























• 








82 


277 


一一 „,ー 一— - - 


" 537 


東 芝 






m ェ 


― _ 一 




























82 


一 




" 538 














一 












— L 








一-— 一—， 


_„ 


82 


- 




" 539 
























_ 一 


- ，- 


一 


一 . 






一 „ 


82 




- ^ 一. . ― . - 一一. - 


" DI 1 




" 




二 《¥ 






















一一〜 


― 




一 - - . - 


84 




——一一一 一—一 


" 573 




n 


































84 






2N4392 


曰 慰 


J 


D 


iifl ェ 






























42 


'83 年 





一 27 — 



型 名 


用 途 


ダ髙 D 

、ノ入 C 
ノカ • 
スィ A 

《. C 

し 

路 1 


ン 
デ 
ン 
サ 

マ 
ノ 

ク 


低 

音 
増 

幅 

路 


低周波 


ビ 


チ 

ッ 

/ ズ 

回 
路 


S 

w 

回 
路 


可 
変 
抵 

m 
路 


髙 
周 
波 
出 
力 


V 
R H 
FF 

M 

T 
1 

X 


U 
R H 
FF 

M 

T 
1 

X 


s 

RH 
FF 

M 

T 
1 

X 


索 引 (K) 




電 

圧 
増 


K 

ィ 

バ 


出 
力 


デ 
ォ 
增 
幅 


規 
格 


特 
性 


備 考 


社 名 


構 造 


モー ド 


区 分 


2N4393 


曰 電 


j 


D 


通 ュ： 






























42 


'83 年 




3SK 14 










m 




























92 


'82 年 




" 20® 


日 立 


；; 


〃 


〃 


⑩ 




























92 


'83 年 




〃 21® 




〃 




it 






























92 


'83 年 




" 22 


東 芝 


J 


D 


一 般 
























• 






92 


― 




" 28 






〃 


通 工 


き 












參 
















92 


'83 年 




" 29 


曰 電 


MOS 


D + E 


n 
















• 














92 


，83 年 




" 37 


ソニー 


n 


// 


一 般 
























• 






96 




DG 


" 38A 


柬 芝 




E 


通 ェ 










- - 






• 














92 


'83 年 




" 39 


松 下 


n 


D + E 


― 般 
























參 






96 


'83 年 


DG 


a 39® 








通 ェ 






























96 




DG 


" 40 


曰 電 


n 


〃 


一 般 






























96 


'83 年 


DG 


" 45 


日 立 


ti 


〃 


























• 






96 


，83 年 


DG 


" 47 


曰 電 






通 ュ： 






























96 


285 


DG 


" 48 


ソニー 


〃 




一 般 










1 
















• 




96 




DG 


" 49 


松 下 


〃 


〃 


〃 
























• 






96 


'83 年 


DG 


，， 49NC 






// 
































96 




DG 


" 49® 


it 


〃 




通 ェ 
























• 






96 




DG 


" 51 


日 立 


it 


〃 


一 般 






























96 


，83 年 


DG 


" 53 


































• 




96 


，83 年 


DG 


" 59 


東 芝 


ii 




通 ェ 
























• 






96 


~ 


DG 


// 60 


日 立 


ii 


〃 


一 股 
























• 






96 


286 


DG 


" 61 


ソニー 


；/ 


；/ 
































96 




DG 


" 63 


東 芝 


" 


n 


通 ェ 
























• 






96 




DG 


" 66 


松 下 


n 


" 


一 般 






























96 


一 


DG 


" 70 


日 立 


ii 


// 


n 






























96 


，83 年 


DG 


" 71 


曰 電 


J 


D 


// 




' 暴 


























94 


287 




" 72 


松 下 


MOS 


D + E 
































96 


,84 年 


DG 


" 73 


東 芝 


" 


tt 
































96 


，83 年 


DG 


"74 | 曰電 


n 


n 
































96 


，84 年 


DG 



-28 ― 









用 


途 


ダ髙 D 
、入 C 
1* 

ズ^ A 

回ヒ C 

路 I 


ン 


低 
雑 

音 

幅 
回 
路 


低 周 


波 


ビ 


チ 


S 


可 


高 








索 弓 


(頁） 




M る 








デ 
ン 

7 

マ 

ィ 
ク 


電 
圧 
増 


ド 
ラ 
ィ 


出 


デ 

ォ 

A 

増 


ッ 

に 1 

回 


W 

回 


変 

抵 
抗 

[01 


周 
出 


規 

格 


特 
性 


m 者 




1X る 




モ 一 卜 


ば 分 


幅 


ノ< 


力 


幅 


路 


路 


路 


■}) 


覽 


図 




3SK 77 


せ- 

釆 之 


MOS 


D + E 


一 般 
























• 






98 


83 牛 


1ヽ /~» 

DG 


ft 79 


松 卜 


〃 


〃 


〃 


























嚳 




98 




DG 


" 80 


n -v 
曰 JSt 




，！ 




























籲 




no 


84 牛 


DG 


" 81 


If 


ii 


If 


〃 






























98 


288 


DG 


" 82 




it 


〃 


〃 














一—— 












• 




no 


289 


DG 


〃 83 


〃 






〃 


















一 „_ ^—一 






• 






AO 

yo 


'Oil ^ 

84 平 


DG 


〃 85 


〃 




〃 


〃 
























參 






AO 


84 平 


DG 


，， on 

" 87 


曰 道 
































鬱 




no 


84 平 


DG 


" 88 




〃 


〃 


〃 


























參 




AO 


84 平 


DG 


" 95 




」' " 


II 


〃 




















—- 






• 




no 


お 4 平 


UG 


" 96 


〃 


〃 




〃 






― 






一— 




————一— 








• 






no 

98 


290 


DG 


" 97 


+/\ 一に 
松 卜 


GaAs 


D 


〃 


















—一 








⑩ 




98 


，0 A A? 

84 罕 


DG 


" 100 




MOS 


D + E 


〃 


























參 




no 


2yl 


Uu 


〃 101 


來 え 


〃 


〃 


〃 
















——一 








m 








84 牛 


U(jT 


• i i Art 

〃 102 


〃 




























-—— 一 




秦 




100 


84 牛 


DLm 


" 103 


曰 立 




〃 


ぼ 一 

〃 






一一 












一- - 








• 




100 


292 


DG 


// 104 




〃 




〃 




—一 - ' 


—一一 
















—一— 




攀 




100 


293 


DG 


" 104 V 






〃 








一-- 














——一- 




1ー - 






102 




DG 


ii i f\n 

" 107 


― 、- Y- 
二 


——————— 

〃 




























秦 






100 


315 


DG 


ii 1 AO 

" 108 




〃 


E 






















― 




拳 






100 


294 


DG 


！， 113 


口 tV 


GaAs 




〃 












一一——— 




—一- 一— 




—— 一— 


一— - 




• 




100 


295 


DG 


" 114 


m 之 


MOS 


〃 






- 一 








——一- 


-一———- 




― » — 一 






—き— 


—一 




100 


296 


DG 


" 115 


〃 


〃 


〃 


〃 


一一 一 










——一 






——一 




― ""一 




• 




100 




DG 


" 116 


4-n -に 

fix I、 












- "一— 一- 






一— 






一——— 




― 








100 


297 


DG 


" 121 


1R 之 


一一. ん— ― 
GaAs 


D 




~ 


一—— 


― 








————- 


—一— 


——一- 




一—— 
—一. 








100 


298 


DG 


〃 lzo 


曰 


MOS 


D+K 




—一: 




——一——; 






—- 


一一 一一. 






—一—— 






• 




100 


299 


DG 


〃 126 


*M 之 


// 






一一— 




- 一^ 
















'———一 ―.' 








102 


300 


DG 


" 127 




〃 








一—. 


——一 






一 一-. 






― 


—一— 










102 


301 


DG 


" 129 


ーョ， 「 


GaAs 


D 




























• 




102 






" 131 


曰 '耽 


MOS 


IM K 
































102 


302 


DG 



- 29 - 



m 名 


用 途 


ダ高 D 
、入 C 
1* 
スィ A 

回； C 

路 1 


ン 
デ 
ン 

マ 
ィ 

ク 


低 
雑 
音 
增 
幅 
回 
路 


低 周 波 


ビ 
デ 
才 
增 
幅 


チ 

回 
路 


S 
W 

回 

路 


可 
変 
抵 

抗 

回 
路 


髙 
周 
波 
出 
力 


V 
R H 
F F 

M 
I 

X 


U 
R H 
F F 

M 
I 

X 


S 

R H 
F F 

M 
I 
X 


索 引 ( H ) 


備 考 


電 

幅 


K 
フ 

A 
\ 

ノヽ' 


出 
力 


規 

覧 


特 
性 

m 


社 名 


構 造 


モ一 ド 


区 分 


3SK132 






D4-E 


一 般 


























• 




1 H9 


0\JO 


DG 


" 133 


〃 






〜__ _ ― 


























• 




1 no 


OKJ't 


DG 


〃 136 


0 立 




〃 










—一— 














• 






i no 

1U ビ 


OQQ 
COO 


DG 


〃 137 


〃 


〃 




〃 


























• 




1 09 




DG 


" 138 


n 




" 




























• 






000 


DG 


" 140 


IK 芝 


GaAs 


D 


〃 


























• 




i H9 


OU J 


DG 


〃 141 


^ 下 




n 




























• 




in ク 

IK) 6 






" 145 


柬 芝 


MOS 


D + E 


〃 


























• 








DG 


" 146 






〃 


〃 


























• 




QC 
00 




DG 


〃 150 




it 


n 


〃 
























• 






i no 


Ov 1 


DG 


〃 151 


〃 






〃 
























• 








Qft7 


DG 


FIX 08ME 


S 士通 


GaAs 


D 


〃 




























• 


QC. 

oO 


07Q 
HO 




" 15ME 






〃 


〃 




























鲁 


QC 

00 


07Q 
LI O 




" 30ME 


〃 


〃 


〃 


〃 






























QC 
00 


L i O 




" 081 WF 






〃 


〃 






























00 


279 




" 151WF 


〃 






〃 




























• 


QC 
00 


970 




" 301MG 


〃 


n 


〃 


〃 






























QC 
00 


070 

C 1 J 




F し M3472 




n 


〃 


〃 




























• 


QC 

(50 






// 4450 


〃 






〃 




























• 


OO 






" 5964 


〃 


it 


〃 


〃 




























• 


00 






" 6472 


〃 


// 


〃 






























• 








" 7177 


〃 


〃 


〃 


〃 










一 




















QQ 
00 






// 7785 


〃 




〃 


〃 




























• 


QO 
OO 






FLS09/ME 






〃 


〃 




























• 


QQ 
OO 


OQA 




" 16/ME 






〃 
































QQ 
OO 


oon 

COM 




" 31/ME 






〃 






























參 


QQ 
OO 


Ofln 

£iO\J 




" 50/ME 






































88 


280 




F し X03MB 




































• 


88 


，84 年 




" 06MB 






〃 
































88 


，84 年 




" 12MB 




n 


〃 






























• 


88 


，84 年 





一 30 — 







用 


途 


ダ高 D 


ン 
デ 

マ 
ィ 
ク 


低 
雑 

ate 

增 
幅 

路 


低 


周 


波 


ビ 


チ 


S 


可 


高 








索 引 


(頁） 




m 名 




、入 C 

, 力' 

スィ A 

回;: * C 
ヒ 

路 1 


電 
比 

增 


K 
フ 
ィ 


出 


フ 
才 
増 


ッ 

m 


W 

回 


変 
抵 
抗 


闲 
周 

波 

出 


规 
格 


特 
性 


備 考 




社 名 


m jb. 


モー ド 


区 分 


幅 


ノ< 


力 


幅 


路 


路 


路 


力 


X 


X 


X 


覧 


図 




f* O AC c* A 


富士通 


GaAs 


u 


Ax 




























• 








" 06 r A 


〃 


// 
































• 








" 07 FA 




































* 








r bX51 W/ Wr 


it 


































き 


gg 


'84 年 




" 52 W/Wr 




































* 


gg 


'84 年 




•• cotir /\xj t 二、 


n 


" 
































• 


gg 


'84 年 




M21F 


松 下 


MOS 








- 
































" 46 F 




J 


n 
u 
































40 




2SJX2 


" 47 F 




;/ 


































gg 


281 


2SKX2 


MGr -1100 


三 菱 


oaAs 






― 






一"" —— 






















103 


308 


DG 


" - 1202 




n 
































嚳 


gg 


309 




" -1402 




n 
































• 


8g 


310 


― ― 


" -1403 





































• 


3g 


311 




サ 
サ 














一 ~ - 






















• 


88 


312 


- ^~ ― ： ― 


" -1412 




〃 
































攀 


88 


312 


—― 


OO 






































90 


313 




！' -匿 














一-— 
























90 


313 




" -21 16 




































• 


90 






" -2117 




〃 


































90 






" -2124 




































• 


90 


314 




" -2124 F 




































JL 一 


90 


314 




" -2124 G 




〃 
















― 












——一 






90 


314 




" - 2148 






































90 


315 




" - 2148F 




























一—. 一 








塞 
響 


90 


315 




" -2148G 






















一一— 
















90 


315 


- - 『 一 ' "- 一一 ―， 


〃 - 2172 






一—— —一一 










——一 








—一^ ― 














90 


316 


― ― ^一-' ―— - 


" -2205 






—— ———— 










—— ― 














— 一 








90 


316 




" -X34M 






-— ― 






























—參 一 


90 


316 




PM1210B 


日 立 


MOS 


K 
































94 


282 


2SKX2 モジュール 


" 1220B 






it 
































94 


283 


2SKX2 モジュール 



一 31 一 



m 名 


用 途 


ダ高 D 

、ノ人 C 
ノカ • 
スィ A 

《 c 

路 1 


ン 
デ 
ン 
ォ 
や 
ィ 
ク 


低 

雑 

音 

增 

幅 
rni 

IHl 
路 


低周波 


ビ 
デ 
才 
增 
幅 


チ 

ッ 

回 
路 

—- 〜 


S 
W 

回 
路 


可 
変 
抵 

ill 

回 
路 


高 
周 
波 
出 
力 


V 
R H 
F F 

M 

T 

X 


U 
R H 
FF 

M 
I 

1 

X 


S 

RH 
FF 

M 
I 

X 


m 引 («) 


備 考 


% 

増 

m 

，ド田 


K 

ィ 

バ 


出 
力 

ノゾ 


規 
格 


特 
性 

図 


朴 名 


構 ， 造 


モード 


区 分 


I l^lf »/OvV/ 


B <L 


MOb 


ひ 


一. %l 


















• 












94 


284 


2SKX2 モジュール 




ソニ 一 






〃 


























• 




94 




抵抗 ゲー ト 




曰 き 




〃 


丄 


• 




























94 


,82 年 


3SJX2 


t， 34 A 


II 


// 


n 丄 it 
U 十！^ 


It 


• 














參 








一'" 






94 


'82 年 


3SKX2 


n 60A 




T 

•J 


n 
U 




• 




























90 


，83 年 


2SKX2 


// 61 A 


If 


〃 




II 


• 




























90 


，83 年 


2SKX2 


„ 62C 


〃 


〃 


ft 


Art. 
収 


























• 




90 


，83 年 


2SKX2 


" 63 H 










• 






• 






















90 


，83 年 


2SKX2 


" 68H 


〃 


//. 




〃 






書 


• 






















90 


，83 年 


2SKX2 


70A 




II 




； CJ 上 






























90 


，83 年 


2SKX2 


；; 7iA 




ft 


〃 
































90 


，83 年 


2SKX2 




























































































































































































































〜■ 11 " " ― 






























































































































































































































― —— ""- 一 




























― ■ ' 一— 

















































































































































































































































































































































































この ページ は 空白です. 



一 34 — 



m 名 


社 名 


m 途 


構造 


最大 定格 （Ta-25'C) 


さ 

は 

i 


VCDS 

Vgdo* 
Vcdx** 

(V) 


Vdsx 
Vdss" 

(V) 


vcso 
Vcss* 
Vcsx** 

(V) 


Ic 
Id* 

(mA) 


1 ^ 


("O 


less 
(nA) 
(pA)* 


max 


Idss (mA) 


VcS(off), 


Vtb*(V) 


gm (mS) fit* 




go* KmS) 


VGS 

(V) 


min max 


Vds 
(V) 


min max 


Vds 
(V) 




min typ max 


VDS 

(V) 


la 
(mA) 


*!> ノ 

typ max 


2SJ11 


東 芝 


DC, 低周波 

千 3 ッハ • 




20 






一 10 


100 


150 


1 


10 


一 0.05 


~0.9 


一 10 


0.7 


5.0 


一 10 


一 0.1 


0.1 




0.6 


-10 


10SS 






2SJ12 








20 






一 10 


100 


150 


0.1 


10 


-0.09 


-0.9 


一 10 


0.7 


5.0 


一 10 


一 0.1 


0.1 




0.6 


-10 








2SJ13 








20 






一 100 


600 


150 


10 


10 


一 1.0 


一 12 


一 10 


1.0 


6.0 


一 10 


一 0.1 


1.5 




6.0 


一 10 








2SJ15 


富士通 


DC, 低周波 




18* 




15 


-10 


200 


175 


50 


9 


-l.Styp 


-12 




6.0 


一 10 


-10 


0.2 


1.0 


3.0 


一 12 








2SJ16 








IS* 




15 


一 10 


200 


175 


10 


9 


-1.5typ 


一 12 




6.0 


-10 


一 10 


0.2 


1.0 


3.0 


一 12 








2SJ17 


ソニー 


コンデンサ • マイ ク 




20* 




0.3 


0.5 


10 


85 


0.1 


0.1 


Id 

-0.11 


so 

一 0.16 


一 9 










0.2 






一 9 








2SJ18 




低周波 t 力 増幅 


J(V) 


170' 




分類 有 


一 0.5, -5 


63W 


120 


loco 


Vdc 
一 100 








7.5 


25 


-60 


-100mA 




4* 




一 20 


一 1A 






2SJ19 


曰 電 


低周波 ドライバ 




140* 


一 140 


30 


一 2 ひ 

一 100* 


800 


150 


lOfiA 


20 


一 1.8 


~48 


一 5 












30* 




一 10 


一 10 


1.5 




2SJ20 




低周波 電力 増幅 




100* 


-100 


40 


— 1\H) 
-10A* 


100W 


150 


100/xA 


30 


-3 A 


一 8A 


-5 


5.5 


16.5 


一 35 


一 50mA 


2* 






一 10 


一 1A 


10* 




2SJ22 


ソニー 


コンデンサ • マイク 


J 


80* 




0.5 


0.5 


50 


85 


は 


VCD 

20 


-0.3 


-0.7 


一 20 










0.2 






-20 








2SJ39 


三 菱 


低周波 




50* 




50 


一 10 
-20* 


150 
unit 


125* 




30 


- 1 


一 12 


一 10 




6 


一 10 


-10 


1.5 






一 10 


Idss 






2SJ40 




低周波 m 圧 増幅 

アナログ SW 




50 # 






-10 


300 


125* 




30 


-1 


一 12 


一 10 


0.3 


6 


一 10 


一 10 


1.5 


4 




一 10 








2SJ43 


松 下 


低周波 




50 






20* 


250 


125 




30 


一 0.5 


一 12 


一 10 


0.2 


3 


一 10 


一 10 


3 


9 




一 10 








2SJ44 


曰 電 


低周波 • 低 雑音 




40* 


一 40 


40 


一 10 
-30* 


400 


125 


l 


20 


一 1 


-18 


一 10 


0.2 


1-5 


一 10 


-10 


7 


9 




一 10 


一 1 






2SJ45 




低周波 




AO* 


-40 


40 


— 10 
一 30* 


400 


125 




20 


一 1 


-18 


一 10 


0.2 


1.5 


一 10 


一 10 


7 


9 




一 10 


一 1 






2SJ47 


日 立 


低周波 電力 増幅 


MOS 




-100 


±14* 


-7A* 


100W 


150* 












0* 


-1.5 


一 10 


-100mA 


0.6 


(S) 
1 


1.3 


一 10 


= —3A 






2SJ48 










-120 


±14' 


-7A* 


100W 


150' 












一 0.15 


-1.45 


-10 


-100mA 


0.7 


(S) 

1 


1.4 


一 10 


一 






2SJ49 










一 140 


±14* 


— 7A, 


100W* 


150' 












一 0.15 


-1.45 


-10 


-100«A 


0.7 


(S) 


1.4 


一 10 


-3A 






2SJ50 










-160 


±14' 


一 7 A* 


100W 


150* 












一 0.15 


-1.45 


一 10 


-100mA 


0.7 


(S) 

1 


1.4 


-10 


-3A 






2SJ5I 




低周波 • 低 雑音 


J 


40* 


-40 


40* 


一 10 
-200* 


800* 


125* 




10 


40 


一 6 


-50 


一 10 


0.2 


1.1 


一 10 


-10 


33 


40 




-10 


一 5 






2SJ55 




低周波 電力 増幅 


MOS 




-180 


±2(T 


-8A* 


125 W 


150' 












-0.15 


-1.45 


一 10 


-100mA 


0.7 


(S) 

1 


1.4 










2SJ56 










-200 


±20' 


-8A* 


125W 


150* 












一 0.15 


-1.45 


一 10 


-100mA 


0.7 


(S) 


1.4 










2SJ68 




低周波， 低 雑音 






一 40 


40* 


一 10 
-30* 


300 


150' 


10 


30 


-1.6 


一 12 


一 10 


0.13 


1.5 


-10 


—10 


8 


12 




-10 


一 3 






2sm 










—40 


40* 


一 10 
-30* 


300 


150* 


10 


30 


-2.5 


—20 


一 10 


0.13 


1.5 


一 10 


一 10 


18 


21 




-10 


一 3 






2SJ70 










一 40 


40 攀 


-10 
-200* 


800 


150* 


10 


30 


一 6 


-50 


一 10 


0.13 


1.5 


一 10 


一 10 


35 


45 




—10 









一 35 一 





U % 的 特 性 （Ta-25'C) 


その他 


ピ^ 


形 


や t. 


Ci, (pF) 






Cr. 


(pF) 




NF (f-lkHz, Rg-lMfl) (dB) 


NF (f-lOOMHz) (dB) 


typ max 


Vr"s(V) 
In(mA)* 


—一 
V»s 

―」 YL 


typ max 


Vgi,(V) 
Vcs(V)* 


Vos 
(V) 


typ max 


Vds 
(V) 


In 

(mA) 


typ max 


V"s 
(V) 


Id 
(mA) 


2 


4 


1 


0 










1 




一 10 


Inss 














2 


2SJ11 


2 


マ— 


1 


0 










0.5 




一 10 














2 


2SJ12 


8 


12 


1 


0 










人力 换算 雑音 電圧 


ax (V l)s = — 10V, I"- — 1mA, Jf=10〜l( 


>0Hz, R.-1MQ) 




35 


2SJ13 


6 




1 


0 














一 6 


-0.5 
















2SJ15 


6 




1 


0 














一 6 


-0.5 














1 


2SJ16 


































S/N-52dB 




47 


2SJ17 


190 




15 


0 










Von= — lOVmax (I G =— 0.2A, Id- — 3A， t = 100ms) 




2SK60 と コンブ リメ ン タリ 




45 


2SJ18 


















//=10min (Vds = -10V, Iu=—10mA) 








2SK69 とコン プリ メン タリ 




41 


2SJ19 


710 




-100* 


一 10 
























2SK70 とコン プリ メン タリ 




42 


2SJ20 
































S/N=52dB 




48 


2SJ22 


20 




0 


一 10 










(f=100Hz, R g = 100kQ) 
1 5 1 -10 1 -1 




Idss 小/ Idss 大 = 0.85min (Vds = -10V) 
JVcs = 50mVmax (Vds = -10V, I D =~lmA) 




81 


2SJ39 


18 




0 


-10 










o ooArw. /f==lkHz, Vus = 10mVrms\ 
R D s(ON)-220Qtyp (き。， lDSS==5mA ) 


2SK381 とコン プリ メン タリ 




151 


2SJ40 


22 




0 


一 10 


3.6 




0* 


一 10 


NV=80mVmax (R g ==100kQ t Gv=80dB) 








80A 


2SJ43 


50 




0 


0 


10 




0* 


—10 


NV=20mVmax (指定 回路に よる） 






53A 


2SJ44 


50 




0 


—10 


10 




0* 


—10 


NV=50mVmax ( » ) 






53A 


2SJ45 


900 




-5 




40 




5* 




Vds(,")= — 12Vmax (Id=~7A, Vgd-0) 


2SK132 と コンブ り メン タリ 




28A 


2SJ47 


900 




5 


-10 


40 




5* 


一 10 




2SK133 と コンブ リメ ン タリ 




28A 


2SJ48 


900 




5 


—10 


40 




5* 


一 10 




2SK134 と コンブ リメ ン タリ 




28A 


2SJ49 


900 




5 


一 10 


40 




5* 


—10 




2SK135 とコン プリ メン タリ 




28A 


2SJ50 


















1 


3 


It 一 

一 i 










2SK151 と コンブ リメ ン タリ 


2SJ70 


97 


2SJ51 


1,000 




5 


—10 


50 




5* 


—10 


Vds"")= — 12Vmax (Id=— 8A， Vgd-0) 


2SK175 と コンブ リメ ン タリ 




28A 


2SJ55 


1,000 




5 


一 10 


50 






-10 




2SK176 とコ ンブリ ノン タリ 




28A 


2SJ56 


32 




0 


-10 


7.5 




0* 


一 10 


VN~25mVmax 














79 


2SJ68 


82 




0 


一 10 


19 




0* 


一 10 


VN=20mVmax 














79 


2SJ69 


150 




-5* 


—10 










VN = 10mVmax 














97 


2SJ70 



一 36 — 



型 名 


社 名 


用 途 


構造 


to 
O 


ま 

ii 


Vgds 

VGDO 

Vgdx" 


Vdsx 
Vdss* 

(V) 


Vgso 
Vcss 
Vgsx" 
(V) 


Ig 
Id* 


Pd 

Pch* 

(mW) 


Ti 

Tcb* 

V C) 


Igss 
(nA) 
(pA)* 


max 


Idss (mA) 


VGS(off>, 


Vtfc'CV) 


gm (mS) fX* 




go* vmj>) 
， * (n\ 


Vgs 

f\T\ 

(V) 


min max 


Vds 
(V) 


mm max 


V»s 
(V) 


Ii> 
し A) 


min typ max 


Vds 


h> 
(mA) 


typ max 


2SJ72 


釆 乏 


低周波， i&^B 




25 






—10 


600 


125 




25 


一 5 


一 30 


一 1 A 


0.3 


2 


一 1 A 


一 A I 
一 V. 1 


(Ids 
30 I 


s = 一 5r 
40 


nA) 


10 








2j>J73 






// 


25 






—10 


600 
unit 


125 




25 


一 5 


一 30 


ー丄 0 


0.3 


2.0 


一 AU 


一 A 1 
一 U. 丄 


25 


40 




一 10 








2SJ74 




// 




25 






一 10 


400 


125 




25 


一 1 


一 20 




0.15 


2.0 


一 I A 

丄 u 


一 A t 
一 U. 丄 


8 


22 




一 10 








2SJ75 








25 






一 10 


400 
unit 


125 




25 


-2.6 


一 20 


ー丄 U 


0.15 


2.0 


一 1A 
丄 U 


一 A 1 
一 丄 


15 


22 




一 10 


/； 






2SJ76 


S M. 


高周波 電力 増輻 

高速度 電力 sw 


A ォ八 C* 




-140 


土 15' 


-500* 


30 W* 


150* 












—0.2 




一 1 A 


A 

Ivmn. 


OA 


00 




一 20 


—10 






2SJ77 










一 160 


±15* 


-500* 


30 W* 


150* 












—0.2 


• 

— 1.5 


一 1 A 




20 


35 




一 20 


~20 






2SJ78 










-180 


土 15' 


-500* 


30W* 


150* 












一 0.2 


一 1.3 


一 1 A 
丄 W 


一 IvluA 


20 


35 




一 20 


一 10 






2SJ79 










-200 


土 15 奉 


-500* 


30W* 


150* 












一 0.2 


― 拿 


一 1 A 


一 1Am A 
一 丄 UTOA 


20 


35 




一 20 


—10 






2SJ81 










-120 


±15* 


一 7A* 


100 W* 


150* 












—0.15 


— 1.45 




— 1AAmA 


0.7 


(S) 


1.4 


-10 


~3A 






2SJ82 










一 140 


±15* 


一 7A* 


100 W* 


150* 












-0.15 


— 1.45 


一 1 A 


— IftAmA 

— lUUmA 


0.7 


(S) 


1.4 


一 10 


_3A 
















一 160 


±15* 


一 7A* 


100 W* 


150* 












一 0.15 


— 1.45 


一 1 A 
一 丄 U 


一 lUUOln 


0.7 


(S) 


1.4 


一 10 


一 






2SJS4 


松 下 


ttf ret 'rt- 




15 






一 10, - 20 


200 


125 


O.lfiA 




-0.5 


一 12 


一 10 


0.2 


3 


一 10 


一 10 




9 




一 10 


IDSS 






2SJS8 




















































2SJ89 




















































2SJ90 


Ttr -sir 
* 乏 


f&ra 汲， 雑音 


J 


30 






-10 


200 
unit 


125 


10 


30 


-2.6 


一 20 


一 1 A 


0.2 


2.0 


丄1/ 


― A 1 
U. i 


8 


22 




一 10 


Idss 






2SJ91 










一 140 




-8A* 


120W 


150* 


土 1M 


±8 








一 0.8 


— 2.4 


一 in 


lwlnn 


(S) 
1 | 1.5 




-10 


— 2A 






2oJ92 










一 140 




一 7A 


100W 


150* 


土 1〃A 


±8 








一 0.8 


-2.4 


一 1 A 




1 


1.5 




一 10 


— 2A 






2oJ93 
































































































































































i& 高周波 電力 榷福 

萵 速度！: 力 SW 


MAC 




一 60 


土 20* 


-8A* 


100W* 


150* 


土 1/iA 


±20 








一 0.2 


-1.5 


一 10 


-10mA 




(S) 
1.6 


2.5 


-10 


-3A 


























































2SJ98 




















































2SJ99 


日 立 


低 高周波 t カ增福 

為' 迚度 電力 SW 


MOS 




-140* 


±20* 


-8A* 


100W 


150' 


土 1M 


±20 






一 120 


一 2 


-5 


一 10 


-1mA 




(S) 
1.8 




一 10 


— 4A 






2SJ100 










-160* 


±20* 


一 8A* 


100 W 


150* 


土 1〃A 


±20 




一 1 


一 140 


一 2 




—10 


-1mA 


1 


(S) 
1.8 




—10 


一 4A 







― 37 一 







電 的 持 性 (Ta-25-C) 




代 W 品 

m 名 


' r 
it ジ 


i*. ft 


C'， ( P F) 






Cm ( P F) 




NF (f=lkHz, Rg-lMfl) (dB) 


NF (f-lOOMHz) (dB) 


その他 


typ max 


Vr,s(V) 
I f) (mA) 4 

0 


Vds 
(V) 

-10 




max 

'- - - - 


Vg»(V) 

Vrc(V)* 
VU7> \ V ) 


Vds 

v v ) 


typ max 


Vos 
(V) 


Id 
(mA) 


typ 


max 


Vds 
(V) 


Id 
(mA) 




185 


-— 


55 




10 


l» = 0 


〇 叫 
1 し 


一 10 




NF く。 dB 贿 は: m。 V に?。 2SK"7 と コンマ' リメ ン タリ 






9^J72 


185 


― 


0 


—10 


55 


^ -— 


10 




i 


2 


o 

お 


JVcs = 20mVmax 




2SK146 と コンブ リメ ン タリ 




QQ 




105 




0 


一 10 


32 


― ― 


10 
10 


Id=0 


0.5 


2 


• 

"一 

一 i 










2SK170 と コン プリ メン タリ 




on 

3V 


«>SJ74 


105 




0 


-10 


32 


Id=0 


0.5 


2 


(R„ = lkQ) 
—10 1 —1 


JVcs = 20mVmax 


2SK240 と コンブ リメ ン タリ 




QQ 


9SJ75 


120 




-10* 


-10 


4.8 




— 10mA 


一 10 


VDS(,.t>=-2Vmax (I【)= 一 10mA， Vgd^O) 


2SK213 と コンブ リメ ン タリ 




1 1C A 


2SJ76 


120 




-10* 


-10 


4.8 




一 10mA 


一 10 




2SK214 と コンブ リメ ン タリ 




i ifiA 


2SJ77 


120 




-10* 


一 10 


4.8 




-10mA 


一 10 




2SK215 と コンブ リメ ン タリ 




1 1CA 

LIQrX 


2S.I78 


120 




— 10* 


-10 


4.8 




-10mA 


一 10 




2SK216 とコン プリ メン タリ 






2S.I79 


900 




5 


-10 


40 




5* 


一 10 


Vus( S .t)=-12Vmax (b= — 7A， Vgd = 0) 


2SK225 と コン プリ メン タリ 




1 17A 


2SJ81 


900 




5 


-10 


40 




5* 


-10 




2SK226 と コンブ リメ ン タリ 






2SJ82 


900 




5 


—10 


40 




5* 


-10 




2SK227 と コンブ リメ ン タリ 




1 17 A 




22 




0 


—10 






























103A 


2SJ84 
















































































2SJ89 


95 




0 


—10 


29 




10 






2 


1 へ 
一 II 

1 り 
― 一 














I o 


2SJ% 


1,500 




0 


一 10 


90 




0* 


一 10 


C D s=460pFtyp (Vos = — 10V, Vgs = 0) 




OQ J115 


1 1Q 

Ho 


2SJ91 


1,500 




0 


—10 


90 




0* 


一 10 






£«OU 丄丄 U 


11Q 


OQ IQO 








































2SJ93 








































2SJ94 








































OQ TQt: 


850 




5 


一 10 










Vds(0.\)==— 4Vmax (Id= — 5A, Vcs — — 15V) 


2SK286 と 3 ンブリ メン タリ 




1 17A 
" / a 


OSJ96 








































95J97 








































2SJ98 


1,050 




0 


—10 


80 




0* 


一 10 


VDS(0\)=-2Vmax (Id=-4A, Vgs = -15V) 


2SK343 とコン プリ メン タリ 




117B 


2SJ99 


1,050 




0 


—10 


80 




0* 


—10 




2SK344 とコン プリ メン タリ 




117B 


2SJ100 



一 38 — 



や 名 


社 名 


用 途 


構造 


最大 定格 （Ta=25'C) 


電 % 的 特 性 （Ta-25'C) 


Vgds 
Vgdo* 

VcDX** 

(V) 


Vdsx 
Vdss* 

(V) 


Vgso 
Vgss* 
Vgsx** 
(V) 


Ic 
Id* 

(mA) 


Pa 

Pch* 

(mW) 


Tj 
CO 


1GSS 

(nA) 
(pA)* 


max 


Iuss (mA) 


VGS(off), 


V, h *(V) 






go* (ms) 
... -.. , " * <n\ 


Vcs 
(V) 


mm max 


Vds 
(V) 


min max 


Vds 
(V) 


Id 

(/uA) 


min typ max 


VDS 

(V) 


Id 
(mA) 


typ 


max 


2SJ101 


曰 立 


低 高周波 電力 増幅 

高速度 電力 SW 


MOS 




-40* 


±2(T 


一 5A* 


30 W* 


150* 


土 1//A 


±20 




—1 


—30 


一 2 


一 5 


一 10 


一 1mA 


0.5 


(S) 




-10 


一 3A 






2SJ102 










-60* 


土 2(T 


— 5A* 


30 vr 


150* 




土 20 




一 1 


一 50 


一 2 


-5 


一 10 


一 1mA 


0.5 


(S) 
1 




-10 


— 3A 






2SJ103 


東 芝 


低周波， 

アナログ SW 


J 


50 






一 10 


300 


125 


1 


30 


一し 2 


—14 


一 10 


0.3 


6 


-10 


一 0.1 


1 


4 




一 10 


Idss 






2SJ104 








25 






一 10 


400 


125 


1 


25 


-2.6 


—20 


—10 


0.2 


2 


一 10 


~0.1 


(Ids 
12 


s = 一 5r 
30 


nA) 


—10 








2SJ105 








50 






一 10 


200 


125 


1 


30 


-1.2 


—14 


一 10 


0.3 


6 


一 10 


-0.1 


1 






—10 








2SJ106 








50 






一 10 


150 


125 


1 


30 


-1.2 


-14 


一 10 


0.3 


6 


一 10 


一 0.1 








一 10 








2SJ107 








25 






一 10 


200 


125 


1 


25 


— 2.6 


-20 


-10 


0.2 


2 


一 10 


一 0.1 


(Ids 
12 


s — — 5i 
30 


nA) 


—10 








2SJ108 


〃 


低周波， 低 雑音 




25 






一 10 


200 


125 


1 


25 


-2.6 


一 20 


一 10 


0.15 


2 


—10 


一 0.1 


8 


22 




一 10 








2SJ109 








30 






一 10 


200 


125 


1 


30 


-2.6 


20 


—10 


0.2 


2 


-10 


-0.1 


(Idss = — 3mA) 
S | 22 | 


一 10 








2SJ110 




低周波 増幅 

アナログ SW 




25 






一 10 


400 


125 


1 


25 


一 5 


—30 


一 10 


0.3 


2 


一 10 


一 0.1 


(lDSS=~15mA) 
25 | 60 | 


一 10 








2SJ111 




低周波， 低 雑音 




25 






一 10 


400 


125 


1 


25 


一 5 


—30 


—10 


0.3 


2 


一 10 


-0.1 


(Ids 
30 


s = — 5r 
40 


nA) 


—10 








2SJ112 


日 立 


高速度 電力 SW 

高周波 踅カ增 幅 


MOS 




-100* 


±20' 


一 ま 


100 W 


150* 




土 20 




一 1 


一 80 


一 2 


-5 


—10 


一 1mA 


1.5 


(S) 
2 




一 10 


一 5A 






2SJ113 










— 100 拳 


±20 # 


一 10A* 


100 W 


150* 


土 


±20 






—80 


-2 


一 5 


-10 


-1mA 


1.5 


(S) 
2 




一 10 


-5A 




2SJ114 










— 200' 


土 20' 


一 8A* 


100W* 


150* 


土 1;/A 


±20 




一 1 


-160 


一 2 


- 5 


—10 


-1mA 


1 


(S) 
1.8 




一 10 


— 4A 






2SJ115 


束 芝 


低周波 電力 増幅 






-160* 


±20' 


一 


100W 


150 


±1 


±20 








— 0.8 


~2.8 


-10 


100mA 


1 


(S) 
2 




一 10 


-2A 






2SJ116 


日 立 


髙 速度 電力 SW 

髙 周波 電力 增幅 






-400* 


土 20* 


-8A* 


125W 


150* 


±lfiA 


±20 




一 1 


— 320 


-2 


一 5 


—10 


-1mA 


1 


(S) 
1.6 




—20 


-4A 






2SJ117 






» 




-400* 


±20* 


-2A* 


40 W 


150* 


±1 バ A 


±20 




-1 
一 1 


-320 
-120 


一 2 


一 5 


一 10 


— 1mA 


0.4 


(S) 
0.7 




一 20 


一 1A 






2SJH8 










-140* 


±20' 


— 8A* 


100 w* 


150* 


±1M 


土 20 




一 2 


-5 


—10 


一 1mA 


1 


(S) 
1.8 




一 10 


-4A 






2SJ119 










-160* 


土 20' 




100 W* 


150* 




±20 




一 1 


-140 


—2 


—5 


-10 


一 1mA 


1 


(S) 
1.8 




—10 


— 4A 






2SJ120 










-40* 


土 20' 


-2A* 


10W 


150* 




土 20 




-1 


—35 


一 1 


-4 


—10 


一 1mA 


0.1 


(S) 
0.25 




一 10 


— 1A 






2SJ121 
















































——一 


一 


2SJ122 


U 立 


"速度' € 力 sw 


MOS 




-60* 


±20* 


-10A* 


sow 


150* 


±^A 


±20 






一 50 


-2 


一 5 


-10 


-1mA 


1.5 


(S) 
2.2 




一 10 


一 5A 






2SJ123 


M 芝 


^周波 慰 カ增幅 

^速 SW 






-70* 


±20' 


一 ま 


30W 


150 


±1 


±20 






一 70 


一 1 


一 3 


一 5 


一 1mA 


1 


(S) 
1.7 




一 5 


-2A 






2SJ124 




















































2SJ125 


三 ^ 


西 涵 7j 漏 

アナ 口 グ SW 




50* 






一 10 


150 


125* 


1 


30 


—1 


一 12 


-10 


0.3 


6 


-10 


一 10 


1.5 






—10 


Idss 







— 39 — 



に 的 t ふ 性 (Ta-25'C) 



(pF) 




Cr, ( P F) 




NF (f=lkHz, R„ = lMn) (dB) 


NF (f=100MHz) (dB) 


その他 


^ き: 




や f， 


typ max 


Vr.s(V) 
Ii)(mA)* 

0 


Vds 
(V) 

一 10 


typ max 


V ゆ （V) 
Vr.s(V)* 


Vds 
(V) 


tvp max 


Vds 
(V) 


Id 

(mA) 


typ max 


Vds 
(V) 


Id 

(mA) 


660 




140 




0* 


-10 


Vns<0N)=-1.2Vmax (Id= — 3A， Vgs- — 15V) 


2SK345 と コン ブリノン タリ 




U6B 


2SJ101 


660 




0 


一 10 


140 




0* 


一 10 




2SK346 とコ ンブリ メン タリ 




116B 


2SJ102 


18 




0 


一 10 


3.6 




10 


Id = 0 


Rds(on) = 270Q typ ( Vds ~ - 10m V, Vcs=0, Idss = — 5mA) 


2SK246 とコン プリ メン タリ 




82B 


2SJ103 


105 




0 


一 10 


32 




10 


Id=^0 


Rds(on)— 40 Q typ ( " ) 


2SK364 と カン ブリノン タリ 




82C 


2SJ104 


18 




0 


一 10 


3.6 




10 


Id = 0 


Rds<on> = 270Q typ ( " ) 


2SK330 とコ ンブリ メン タリ 




70A 


2SJ105 


18 




0 


一 10 


3.6 




10 


Id-0 


Rns(ON> = 270Q typ ( " ) 






105A 


2SJ106 


105 




0 


—10 


32 




10 


Id=0 


Rds<on)= 40Q typ ( " ) 


2SK366 とコ ンブリ メン タリ 




70B 


2SJ107 


105 




0 


一 10 


32 




10 


Id-0 


一? 

so 










2SK370 と コンブ リメ ン タリ 




70B 


2SJ108 


95 




0 


一 10 


25 




10 


Id = 0 


(f-lOHz, R g = lkQ) 
1.5 1 11 1 一 10 


—1 


JVcs-20mVmax 


2SK389 と コンブ リメ ン タリ 




148 


2SJ109 


185 




0 


—10 


55 




10 


Id = 0 


Rds(on)=20Q typ (Vos-lOmV, Vcs=0, Idss = ~ 15mA) 


2SK363 とコ ンブリ メン タリ 




82C 


2SJ110 


185 




0 


一 10 


55 




10 


Id-0 


(R g = 100Q) 
1 2 1 -10 












?SK369 とコン プリ メン タリ 




82C 


2SJ111 


1,100 




0 


-10 


90 




0* 


一 10 


V D S(ON)=-1.75Vmax (Id= 一 5A, Vcs = -15V) 


2SK398 とコ ンブリ メン タリ 




28B 


2SJ112 


1,100 




0 


-10 


90 




0* 


-10 




2SK399 とコン ブリノン タリ 




149 


2SJ113 


1,000 




0 


-10 


70 




0* 


一 10 


V D S(ON) = ~3.2Vmax (I D =-4V, Vcs = -15V) 


2SK400 とコ ンブリ メン タリ 




149 


2SJ114 


800 




0 


—10 


110 




0* 


一 10 


VDS(ON>=-7Vmax (Id= 一 5A， Vcs = -10V) 


2SK405 と コンブ リメ ン タリ 




119 


2SJ115 


1,400 




0 


一 10 


25 




0* 


一 10 


Vds 画 = 一 9Vmax (Id=— 4A, Vgs== — 15V) 


2SK298 と コンブ リメ ン タリ 




28B 


2SJ116 


520 




0 


—10 


15 




0* 


-10 


V D s(ON)=-7Vmax (I D =-1A, Vcs = -15V) 


2SK310 とコン プリ メン タリ 




116B 


2SJ117 


1,050 




0 


一 10 


80 




0* 


一 10 


Vos(ON)=-2Vmax (Id= — 4A， Vgs = — 15V) 


2SK413 と コンブ リメ ン タリ 




149 


2SJ118 


1,050 




0 


-10 


80 




0* 


一 10 




2SK414 と コンブ リメ ン タリ 




149 


2SJ119 


150 




0 


一 10 


25 




0* 


一 10 


Vds(on>= — 1.5Vmax (Id=~ 1A, Vjcs = — 15V) 


2SK416 と コンブ リメ ン タリ 




150 


2SJ120 








































2SJ121 


1,200 




0 


-10 


170 




0* 


一 10 


Vdscon)^ — lVmax (Id =—5 A, Vcs = — 15V) 


2SK428 と コンブ リメ ン タリ 




116B 


2SJ122 


650 




0 


一 10 


250 




0* 


一 10 


V D S(ON)=~2.8Vmax (I D =-7A, Vcs = -15V) 


2SK442 と コンブ リメ ン タリ 




138 


2SJ123 








































2SJ124 


18 




0 


一 10 










5 
to 






152 


2SJ125 



一 40 一 



名 


社 名 


用 途 


構 运 


最大 定格 （Ta=25'C) 


ii 

tn 

d 


Vgds 
Vgdo* 
Vgdx** 
(V) 


Vdsx 
Vdss* 

(V) 


Vgso 
Vgss* 
Vgsx** 
(V) 


Ig 
Id* 

(mA) 


Pd 

Pch* 

(mW) 


Tj 

Tch* 
CC) 


less 
(nA) 
(pA" 


max 


Idss (mA) 


VGS(off), 


Vth*(V) 


* 江 
B 




gos (mS) 
i た * (n\ 


Vgs 
(V) 


min max 


Vds 
(V) 


min max 


Vds 
(V) 


Id 
(バ A) 


min typ max 


V ，、ハ 
VDS 

(V) 


I» 
(mA) 


1 1) \〜 
typ max 


2SJ126 


東 芝 


DC-DC コンバータ 


MOS 




一 60* 




-10A* 


40W 














(V 
-1.5 


r «h) 
-3.5 




一 1mA 




(S) 
2.5 




一 10 


一 5A 






2SJ127 




















































2SJ128 




















































2SJ129 




















































2SJ130 




















































2SJ131 




















































2SJ132 




















































2SJ133 


















































2SJ134 




















































2SJ135 




















































2SJ136 




















































2SJ137 




















































2SJ138 




















































2SJ139 




















































2SJ140 




















































2SJ141 






















- —— - 






























2SJ142 


















































2SJ143 




















































2SJ144 


















































2SJ49(8) 


曰 立 


高速度 電力 SW 


MOS 




— 140 


土 14' 


— 7A* 


100 W 


150* 












-0.15 


— 1.45 


-10 


-100mA 


0.7 


(S) 
1 


1.4 










2SJ50(8) 










— 160 


±14' 


-7A* 


100W 


150* 












-0.15 


-1.45 


一 10 


- 100mA 


0.7 


(S) 

1 


1.4 








2SJ56® 




髙 周波 踅 カ增幅 
高速度 電力 SW 






-200 


±20* 


一 8A* 


125W* 


150* 








一 3 


-160 


-0.55 


一 3 


一 10 


-100mA 


0.7 


i へ 


1.4 


—10 


— 3A 






2SJ77(g) 










一 160 


±15* 


-500* 


30 W 


150* 












- 0.2 


-1.5 


一 10 


-10mA 


20 


35 




—20 


—10 






2SJ79® 










— 200 


±15' 


-500* 


30 W' 


150* 












-0.2 


-1.5 


—10 


-10mA 


20 


35 




-20 


一 10 






M46F 


松 下 


低阖波 




30 


一 30 




-30* 


250 


125 








-20 


一 10 












8 




10 


luss 







— 41 — 













'A 


的 特 性 


(Ta- 


25*C) 














外 




Cm ( P F) 






C» (pF) 


NF (f 


= lkHz, Rg-IMH) (dB) 


NF (f-lOOMHz) (dB) 


その他 


iX W 品 




や f, 


typ 


max 


Vgs(V) 
I n ( m A)* 


V»s 

(V) 


typ 


max 


V (；" (V) 
Vcs(V)* 


V ひ s 
(V) 


typ 


max 


Vns 
(V) 


Id 

(mA) 


typ 


max 


Vos 
(V) 


In 
(mA) 




^ 名 
























Rdsconj^O^Q max (Io= — 5A, 


Vgs = - 


- 10V) 








2SJ126 








































2SJ127 








































2SJ128 








































2SJ129 








































2SJ130 








































2SJ131 








































2SJ132 








































2SJ133 








































2SJ134 








































2SJ135 








































2SJ136 








































2SJ137 








































2SJ138 








































2SJ139 








































2SJ140 








































2SJ141 








































2SJ142 








































2SJ143 








































2SJ144 


900 




5 


一 10 


40 




5* 


一 10 




Vds(，">= 一 12Vmax (Id=— 7A， Vgd = 


=0) 


2SK134® とコン プリ メン タリ 




28A 


2SJ49<8> 


900 




5 


—10 


40 




5* 


一 10 




2SK135® とコ ンブリ メン タリ 




28A 


2SJ50® 


1,200 




5 


-10 


60 




5 






Vds(ON)= — 6Vmax (Id 


= —4A， 


V GS = — 


15V) 






28A 


2SJ56<8) 


120 




— 10* 


一 10 


4.8 




— 10mA 


一 10 




Vds" 


at)= — 2Vmax (Id= — 10mA, Vgd 


=0) 






116A 


2SJ77(g) 


120 




-10* 


一 10 


4.8 




一 10mA 


—10 








116 A 


2S J 79(g) 


















2.5 




10 | 


IkQ) 
一 1 










M47F と コンブ リメ ン タリ 






M46F 



一 42 — 



^ 名 


社 名 


用 途 


構造 


最大 定格 （Ta = 25'C) 


電 % 的 特 性 （Ta=25'C) 


Vgds 

VCDO* 
VcDX** 

(V) 


Vdsx 
Vdss* 

(V) 


Vgso 
Vgss* 
Vgsx** 
(V) 


Ig 
Id* 

(mA) 


Pa 

Pch* 

(mW) 


Tj 

Tch* 
CO 


less 
(nA) 
( P A)* 


max 


Idss (ma) 


Vgs(«>")， 


Vth*(V) 


gm (mS) fl* 


- -- 一. -. 


go, \mS) 
■ . ^ * tn\ 


Vcs 
(V) 


mm max 


Vds 
(V) 


min max 


Vds 
(V) 


In 


min typ max 


Vds 
(V) 


Id 
(mA) 


1 1) 

typ 


max 


2N4392 


曰 電 


SW, チヨ ッノぐ 


J 


-40* 


40 


—40 


50 


300 


200 


一 100 孝 


一 20 


(パルス 測定） 
25 | 75 


20 


一 2 


一 5 


20 


InA 
















2N4393 








-40* 


40 


—40 


50 


300 


200 


-100* 


一 20 


(ハ 0 ルメ 
5 


も 測定） 
30 


20 


一 0.5 


一 3 


20 


InA 
















2SK11 


東 芝 


DC. 低周波 

チヨ ツバ 




—20 






10 


100 


150 


一 1 


一 10 


0.3 


6.5 


10 


-0.5 


-6.0 


10 


0.1 


0.7 




3.2 


10 


Idss 






2SK12 








一 20 






10 


100 


150 


-0.1 


一 10 


0.45 


5.0 


10 


-0.65 


—4.5 


10 


0.1 


0.8 




3.2 


10 








2SK13 




DC, 低周波 
チヨ ッパ 




—12 






10 


100 


150 


— 0.1 


—10 


0.45 


5.0 


10 


—0.65 


-4.5 


10 


0.1 


0.8 




3.2 


10 








2SK15 




DC, 

低周波， 低 維 音 




—20 






10 


100 


150 


一 0.1 


—10 


0.45 


5.0 


10 


一 0.65 


一 5.0 


10 


0.1 


0.8 




3.2 


10 








2SK16® 


日 立 


高 人力 

インピーダンス 增幅 








-20* 


10,10* 


100' 


150* 


-1 


一 6 


0.5 


7.0 


6 


-0.5 


一 5.0 


6 


0.1 


1 


3 


6 


6 








2SK17 


束 芝 


オーディ ォ 




一 20 






10 


100 


125 


一 1 


—10 


0.3 


6.5 


10 


— 0.5 


— 6.0 


10 


0.1 


0.7 


2.0 




10 








2SK18 




DC 




一 40 






10 


200 


150 


Ic 
一 0.1 


Vds=10V 
Io=0.4mA 


0.45 


2.8 


10 


一 0.65 


~3.5 


10 


0.1 


0.8 




3 


10 








2SK18A 








-40 






10 


200 


150 


Ic 
一 0.1 


V D s-10V 
Io=0.4mA 


0.45 


2.8 


10 


-0.65 


-3.5 


10 


0.1 


0.8 




3 


10 








2SK19TM 




FM, VHF 




-18* 






10 


200 


125 


—10 


-1 


3 


24 


10 


-1.2 




10 


1 




7 




10 








2SK23A-8 
2SK23A-9 


ソニ一 


DC, VHF 




-27* 
-40* 




-9 


10,20* 


250 


100 


-10 


一 6 


2.7 


12.1 


10 


— 0.45 


-3.85 


10 


30 


2.7 






10 




(1001 
0. 


"Hz) 
05 


2SK24 


三 洋 


低周波 
AM/RF 




—40 


40* 


一 40 


10 


100 
100 


125 
125 


—10 
-100 


—10 


0,6 


24 


10 




一 6 


10 


10 


1.5 




12 


10 








2SK25 




FM, RF, MIX 




-18 


18* 


-18 


10 


—10 


0.6 


24 


10 




-7.2 


10 


10 




6 




10 








2SK30 


東 芝 


低周波 




一 50 






10 


100 


125 


一 1 
一 1 


一 30 


0.3 


6.5 


10 


一 0.4 


一 5.0 


10 


0.1 


1.5 






10 








2SK30ATM 
2SK33 


三 * 


低周波， 低 維 昔 




—50 






10 


100 


125 


—30 
一 1 


0.3 
2.5 


6.5 
20 


10 


一 0.4 


一 5.0 


10 


0.1 


1.2 






10 








FM, VHF 




-20* 






10 


150 


125* 


-100 


10 


-1 


一 8 


10 


10 


4.5 


7 
3 




10 








2SK34 




低周波， 低 雑音 




-50* 






10 


150 


125' 


一 10 
—10 


一 10 


0.3 


12 


10 


一 0.3 


-6.0 


10 


10 


1.0 




10 




0.01 




2SK37 




FM, RF/MIX 




-20* 




一 15 


10,20* 


100 


125* 


一 10 


0.5 


6 


5 


一 0.3 


一 4. 5 


5 


10 


1.5 


2 




5 


0.5 






2SK38 


三 菱 


煙 感知器， DC 


MOS 




20 


±10 


20* 


100 


100* 


— r 


—10 


0.4 


.5 


10 




-9 


10 


10 


0.5 


0.8 




10 


1 


0.01 




2SK38A 










20 


±10 


20* 


100 


100* 


一 r 


一 10 


0.1 

—- 




10 




一 5 


10 


10 


1 


1.5 




10 


1 


0.02 




2SK39 


ゾニ — 


エレクト レツ ト 
マイクロフォン 


J 


-20* 












-0.25 


一 0.1 


0.035 10.564 


9 










0.09 




0.55 


9 








2SK39A 




コンデンサ 'マイ ク 




-20* 




— 0.5 


o.5, r 


10 


85 


-0.25 


0.1 


〔し 
0.048 


")〕 
0.564 


9 










0.11 




0.67 


9 








2SK40 




mm, ■ き 




-50 




-50* 


10 


100' 


150* 


-10 


-30 


0.6 


6.5 


15 


-0.4 


— 5.0 


15 


0.1 


1 






15 








2SK41 


三 洋 


FM, RF/MIX 




一 18 






10 


200 


125 


—10 


-1 


0.6 


24 


10 






10 


10 




7 




10 


Idss 







一 43 — 



Ci， 


U % 的 特 性 （Ta = 25'C) 


その他 


代 钤 品 
や tt 


形 


や- f, 


(pF) 




Cr, ( P F) 




NF (f-lkHz, R^IMO) (dB) 


NF (f-lOOMHz) (dB) 


typ max 


Vgs(V) 
WmA) 拳 


Vds 
(V) 


typ max 


>> 

お 


Vds 

(V) 


typ max 


Vds 
(V) 


Id 

(mA) 


typ max 


Vds 
(V) 


In 

(mA) 


9 


14 


0 


20 


2.7 


3.5 




0 


rDS(ON>=60Q max (Vcs=0, lD=6mA) 






73 


2N4392 


10 


14 


0 


20 


3 


3.5 


-5* 


0 


rDS(ON) = 100Q max (Vgs = 0, lD = lmA) 






73 


2N4393 


3 


5 


一 10 


0 






























2 


2SK11 


3 


5 


一 10 


0 












3 


10 


0.45 














2 


2SK12 


2.3 


3.5 


一 10 


0 












2 


10 


0.45 












2SK12 


2 


2SK13 


3 


5 


—10 


0 










ぶ 
11 一 


10 


0.45 




で 
cn* 

" z 




2 


2SK15 


9 




一 1 


6 


2 




-6 


0 


0.15^V//Hz 


6 


0.5 










Ron^350Q typ (Vds=0.1V, Vgs = 0) 




3 


2SK16(8) 


4 

4.5 


6 


0 


0 


1.2 


2.0 


一 10 


0 


1 




10 


Idss 












2SK30ATM 


7 


2SK17 


6 


Vcc 




2.0 


2.5 


一 10 


0 


J|VGSi~V CS2 |/^Ta=100^V/-Cmax (^^^1 0 = 200^) 






19 


2SK18 


4.5 


6 






2 


2.5 


一 10 


0 


J|Vcsi-V C s2l/JTa=20^V/-C m ax ° = 20 °^) 






19 


2SK18A 


4 




0 


0 


0.45 


0.65 


—10 












2.0 


3.5 


10 

(Vdd) 




PG-20dB typ (f=100MHz) 


2SK192A 


82A 


2SK19TM 


5 




0 


10 


1.8 




0* 


10 


13nV//Fh 


10 


loss 


2 




10 


Idss 


PG = 18dB typ (f=100MHz) 




5 


2SK23A-8 
2SK23A-9 


7.4 






10 


2.0 






10 




2.5 


10 




NF = 10dB max (f=30Hz, R g = lMQ, Vds = 10V) 


2SK44SP 


6 


2SK24 










1.1 




0* 


10 










2.5 




10 


3 


PG = 21dB typ (f=100MHz) 


2SK41NP 


6 


2SK25 


8.2 




0 


0 


2.6 




一 10 


0 


ぶ m 

1 し 一 

に ふ 
II d 


Idss 












2SK30ATM 


7 


2SK30 


8.2 




0 


0 


2.6 




一 10 


0 


(f=120l 
0.5 


5.0 


r-i 


Idss 














82B 


2SK30ATM 










0.5 




0* 


10 










2.5 




10 


Idss 


PG = 20dB typ (f=100MHz) 




153A 


2SK33 


8 




0 


10 


1.5 




0* 


10 


(f=100I 
3.0 


R g = 
6.0 


■100VQ) 
10 


0.1 














153B 


2SK34 










1 


1.5 


0* 


5 






















10 


2SK37 


6 




0 


0 
































2SK38 


8 




0 


0 






























11 


2SK38A 






































12 


2SK39 


















S/N=50dB min (Vds=9V, Ci„ = 100pF, V iB = — 60dBS, f-lkHz) 


2SK93 


12 


2SK39A 


6.7 




0 


15 


1.6 




0* 


15 




to 
en X 




Idss 














13 


2SK40 










0.35 


0.75 


0* 


10 












3.5 


10 


3 


PG=22dBtyp /2SK41NP を 名称 変更した ため 同型 名、 
(f=100MHz) 1 で 旧 タイプの ものが ある. 45 ページ 参照 ノ 




57A 


2SK41 



一 44 一 



m 名 


社 名 


用 3£ 


構造 


最大 定格 （Ta = 25'C) 


電 気 的 特 性 （Ta=25'C) 


<Cff| 


VDSX 

Vdss 
(V) 


Vgso 
Vgss* 
Vgsx" 
(V) 


Ig 

ID 

(mA) 


Pd 

T> , 搴 

rch 
(mW) 


tj 

T ， ♦ 
Ich 

CO 


less 
(nA) 
(pA" 


max 


loss 、！ nA) 


VcS(off) 


V th *(V) 




gm (mS) fl* 




gos vmS) 

- * /n\ 


Vcs 
(V) 


in in 


max 


Vds 
(V) 


min max 


Vds 
(V) 


In 
(//A) 


min 


typ max 


Vds 
(V) 


Id 
(mA) 


typ max 


(旧 ）2SK41 


三 洋 


FM, RF/MIX 


j 


一 18* 






10 


150 


125 


一 10 


一 1 


0.6 


24 


10 






10 


10 




7 




10 


Iuss 






2SK42 


ソニ一 


FM/AM, RF 




-10* 


10 




10 

(Is) 


50 


65 






1 


5 


4 


— 0.3 




4 


100 


3.5 


5.5 




4 


,, 






2SK43 


;/ 


低周波， 低 雑音 


n 


-30* 




—30 


5,20* 


300 


100 拳 


—1 


—15 


0.9 


14.3 


10 


-0.18 


— 1.49 


10 


30 


6.3 






10 








2SK43® 




DC, 低周波 


ff 


-30* 




—30 


5,20* 


300 


100 


-0.1 


—15 


0.9 


14.3 


10 


-0.18 


-1.49 


10 


30 


6.3 






10 








2SK43(D-D 




DC, 

厂 *r O ズ b w 


n 


-30* 




-30 


5,20* 


300 


100 


— 0.1 


—15 


8.1 


14.3 


10 


一 0.72 


一 1.49 


10 


30 


14 






10 








2SK44 


三 洋 


低周波， 低 雑音 


n 


—20 


20* 




1 ひ 


100 


125 


一 1 


一 10 


0.06 


3 


10, 






10 


1 


0.6 


2 




10 






― 


(旧 ）2SK44 




低周波， 低 雑音 


n 


-20 


20* 




10 


100 


125 


一 1 


—3 


0.06 


3 


10 




一 4 


10 


！ 


0.6 


2 




10 


n 






2SK45 


日 電 


DC, 高周波 




一 22* 


20 


—22 


10,20* 


100 


150 


—10 


—10 


0.5 


6 


5 


-0.3 


-4.5 


5 


10 


1.5 


2 




5 


0.5 






2SK46 


三 菱 


コンデンサ 'マイク 




一 30* 






10 


150 


125 


—10 


—10 


0.3 


3 


10 


一 0.3 


-5 


10 


10 


1 


3 




10 


Idss 


0.01 




2SK47 


日 電 


低周波 • 髙 周波 




-20* 




-15 


10,20* 


200 


125 


—10 


-10 


0.5 


6 


5 


-0.3 


-4.5 


5 


10 


1.5 


2 




5 


0.5 






2SK48 


東 芝 


低周波， 低 雑音 




—20 






10 


100 


150 


一 0.1 


—10 


0.3 


3 


10 


— 0.35 


-2.3 


10 


0.1 


1 




5 


10 


Idss 






2SK49 


日 電 


FM, RF 




— 20* 






10,10* 


ぺ*° 


80 


—50 


— 0.5 


0.5 


6 


5 




-2.5 


5 


10 


1.9 


5.5 




5 


„ 






2SK50 


松 下 


エレクト レット 

~j ノ^ T ノ 1* マつ 7 




-10* 


10 




2,2* 


20 


80 






0.07 

V «*L 一 i 


1.0 

S • Lr< i ビ ノ 


4.5 










6.35 — 
(R 


L = 2.2k 


ii ) 


4.5 


0 

(Vcs) 




- - - ― 


2SK54 


日 立 


VHF, RF/MIX 




-15* 






10 


150* 


125* 


一 10 


一 0.5 


0.8 


5 


10 


一 0.3 


-5.5 


10 


10 


3 


6 




10 


Idss 






2SK55 








-18* 






10 


150* 


125* 


一 10 


— 0.5 


3 


14 


10 
5 


— 0,3 


— 5.5 


10 


10 


3 


8 




10 


,, 






2SK56 


松 下 


VHF, RF 


〃 


一 10 


10 




10,10* 


100 


125 


-0.5M 


—1 


0.7 


10 




—4 


5 


10 




4 




5 






― 


2SK57 


日 電 


高周波^ 幅 


— 


-20* 




一 15 


10,20* 


100 


125 


一 10 


—10 


0.5 


6 


5 


-0.3 


—4 


5 


10 


1.5 


2 




5 


0.5 




- ~ —- 


2SK58 


ソニ一 


DC, VHF 




-27* 




-9 


10,20* 


270 


100 


一 10 


一 6 


1 


16.5 


10 


— 0.45 


-4.95 


10 


30 


2.7 






10 


Iuss 






2SK59 


日 立 


エレクト レット 

つつ ネ 、 > 44* . ^> ノ h 

-j ノァノ ノ4 / 




—30 




— 30* 


10 


50 


125* 


一 1 


—10 


0.3 


1.4 


10 


— 0.4 


—5 


10 


0.1 


1 




-- 


10 








2SK60 


ソニー 


低周波 電力 増幅 


J(V) 


-170* 




分晴 


0.5， 5 


63W 


120 


IUGO 

ioom 


" Vug 
100 


― 一' 


一— 


一— 


— 7.5 


—25 


60 


100mA 




— :'「 


一 —一 


20 


1A 


16Q* 




2SK61-LV 


朿 芝 


FM, VHF 


j 


— 18* 






10 


200 


125 


一 10 


-0.5 


1 


6 


10 


— 0.4 




10 


！ 




9 




10 


Idss 






2SK63 


ゾニ一 


小 m 号 慰 圧^ 幅 


J(V) 


-120* 




一 10 


20 

200* 


470 


120 


一 200 


—6 






4.5 




-9.5 


100 


300 




14 




50 


4 


0.5 




2SK65 


松 下 


低周波 インピー 


J 


-12* 


12 




2,2* 


20 


80 






TRs=2 
0.04 


.2"kQ) 
0.8 










(Rs-2 
0.3 


.2kQ) 
0.5 




4.5 


Vcs" 
0 






2SK66 




mm, 低 維 音 




-55* 






10 


100 
80 


125 


— 100 


—30 


0.3 


6.5 


10 


一 0,4 


一 5 


10 


0.1 


1.2 






10 


Iuss 






2SK67 


曰 電 


エレクト レット 
コンデンサ ，マイ ク 




-20* 


20 




10,10* 


100 






0.02 








— 0.8 


5 






1.5 




5 









一 45 — 



電 



% 的 特 性 （Ta-25'C) 



。 1 




Cr, (pF) 


NF (f 


= lkHz, R g = lMn) (dB) 


NF (f=100MHz) (dB) 


その他 


代 替 品 

m 名 




や 名 


typ max 


Vcs(V) 


Vds 
(V) 


typ 


max 




Vds 

(V) 


typ 


max 


Vds 
(V) 


Id 

(mA) 


typ max 


Vds 

(V) 


Id 
(mA) 










0.35 
0.085 


0.75 
0.12 


10 












3.5 


10 


3 


PG = 22dB typ (f-lOOMHz) 


2SK41 


14 


(旧 )2SK41 












4 










2.5 


4 


Idss 


PG = 12dBmin (f=100MHz) 




15 


2SK42 


13 




0 


10 


2.4 




0* 


10 


13nV//Hz" 


(R f =10kQ) 
10 | Idss 














16 


2SK43 


13 




0 


10 


2.4 




0* 


10 


13nV//Fh 


(R g =10kQ) 
10 | Idss 














16 


2SK43 ⑤ 


13 




0 


10 


2.4 




0* 


10 


13nV//Hz 


10 


lOkQ) 
Idss 










RoN==80Qmax (Vds=0.1V, Vgs=0) 




16 


2SK43(D-D 


































/OQ.VAA Q P ？ t»々 亦 宙 1 ゎヂ、 jbSr^l 歼リ々 -r*\ 
I Zoi\.44or zi^x W"%. 纪した た <JO|nJ!y るて、 

い 曰タ イブの ものが ある. ノ 




58A 


2SK44 




































2SK44 


28 


(旧 )2SK44 


4 


5.5 


0 


5 


1 


1.5 


0' 


5 


(f-1 
1.5 


VIHz) 


5 


0.5 














30 


2SK45 


8 




0 


10 


1.5 




0* 


10 


(f-100 
3 


Hz, R g = 100kQ) 
6 10 


0.1 














20 


2SK46 


4.5 




0 


5 


1.5 


2 


0* 


5 






















18 


2SK47 


5 


8 


一 10 


0 










(£=120 
0.5 


Hz, R g = 
5 


lOOkQ) 
10 


0.45 






II 




2 


2SK48 


5 


6.5 


0 


5 


0.07 


0.25 


0* 


5 










3.5 


6 


5 


Idss 


PG = 18dB typ (f-100MHz) 




40 


2SK49 


















V N =4^Vmax (Vds=4.5V, R L =2.2kQ, Co=7oF) 






2SK65 


80D 


2SK50 


3 




0 


10 


0.4 


0.6 


0* 


10 










2.0 


3.5 


10 

(Vdd) 




PG = 15dB typ (f=100MHz) 




37A 


2SK54 


3 




0 


10 


0.4 


0.6 


0* 


10 










2.0 


3.5 


10 

(Vdd) 




PG = 18dBtyp (f^lOOMHz) 




37A 


2SK55 


4 




0 


5 


0.1 




0* 


5 












4.5 


5 




PG = 12dB min (f=100MHz) 


2SK83 


80D 


2SK56 








































2SK57 










2 




0* 


10 






JVgs = 100m Vmax ( Vds = 10, lD = lmA) 








49 


2SK58 


















to 

JO 


Idss 














50 


2SK59 


190 




-15 


0 










VoN = 10Vmax (Ic=0.2A, Id =3 A, t=100ms) 




2SJ18 とコン プリ メン タリ 




45 


2SK60 










0.1 


0.25 


一 5 












2.5 


3.5 


(Vdd) 
10 




PG = 18dB typ (f=100MHz) 




82A 


2SK61-LV 


16 






50 










(f=10Hz, R g =i 
| 30 | 






^ = 15min 30typ ( Vds = 50V, Id = 40mA) 




51 


2SK63 


















NV=4/4Vmax (Vds =4. 5V, Rs==2.2kQ, Cc = 10pF) 








52 


2SK65 


8.2 




0 


0 


2.6 




—10 


0 


















80D 


2SK66 


5.5 




0 


5 










Cos=2.7pF typ (Vds=5V, Vgs=0) 






60 


2SK67 



一 46 — 



最大 定格 （Ta=25'C) 



電気 的 特性 （Ta-25'C) 



型 名 


社 名 


用 ぶ 


構造 


VGDS 

Vgdo* 
Vgdx" 
(V) 


Vdsx 
Vdss* 

(V) 


Vgso 
Vgss* 
Vgsx** 
(V) 


Ig 
Id* 

(mA) 


Pd 

Pch* 

(mW) 


Ti 

Tch* 

CO 


less 
(nA) 
(pA)* 


max 


Idss (mA) 


VcS(off), 


Vth*(V) 




gm (mS) fJL* 




i 


los (mS) 
typ max 


Vgs 
(V) 


min 


max 


Vds 
(V) 


min 


max 


Vds 
(V) 


Id 


min 


typ max 


YDS 

(V) 


ID 

(mA) 


2SK67A 


曰 電 


レクト レツ 卜 
コンデンサ 'マイク 


J 


-20* 


20 




10,10* 


80 


100 






0.02 


0.54 


5 




-0.8 


5 


1 




1.5 




5 


Idss 






2SK68 




低周波 




-50* 




—50 


10,20* 


250 


125 


—1 


—20 


0.5 


12 


10 


-0.13 


-1.5 


10 


10 


4 


12 




10 








2SK68A 




低周波， 低 雑音 




-50* 




一 50 


10,20* 


250 


125 


—1 


一 20 


0.5 


12 


10 


— 0.13 


一 1.5 


10 


10 


4 


12 




10 








2SK69 




低周波 ドライバ 


J(V) 


-140* 


140 


一 30 


20,100* 


800 


150 


一 10M 


一 20 


1.8 


48 














30* 




10 


10 


1.5 




2SK70 




低周波 電力 増幅 




-100* 


100 


—40 


100 
10A* 


100W 


150 


一 1(%a 


—30 


3A 


8A 


5 


-5.5 


一 16. 5 


35 


50mA 


2* 


4* 




10 


1A 


6* 




2SK72 


東 芝 


DC 


J 


—20 






10 


200 


150 


Ig 
一 0.1 


Vds-IOV 
lD=0.4mA 


0.6 


6.5 


10 


一 0.5 


-3.3 


10 


0.1 


1.5 




6.5 


10 


Idss 






2SK73 


松 下 


低周波 （高電圧) 


;/ 


-200* 


50 




100* 


5W 


150 








100 


30 










8 






30 








2SK79 


ソニー 


小 信号 電圧 増幅 


J(V) 


-120* 




—10 


20,200* 


750 


120 


一 200 


一 6 










-9,5 


100 


300 




14 




50 


4 


0.5 




2SK83 


松 下 


VHF/RF 


J 


-25* 


23 




15,15* 


100 


150 


一 50 


— 1 


0.5 


12 


5 




一 3. 


5 


10 


1.9 


4 




5 


Idss 






2SK84 




低周波， 低 維 音 




-55* 






10 


100 


125 


一 100 


一 30 


0.3 


6.5 


10 


一 0.4 


一 5 


10 


0.1 


1.2 






10 








2SK85 


日 電 


低^ 音 増幅 振 


uaAs 
SB 


-10* 


5 




100* 


500 


125 






30 


100 


3 


-1.5 




3 


100 
















2SK87<8) 


曰 立 


低周波， 低 雑音 


J 


—50 




-50* 


10 


100' 


150' 


一 10 


—30 


0.3 


6.5 


15 


— 0.4 


—5 


15 


0.1 


1 






15 


(typ) 

Ii)ss(max) =5.5GHz 


2SK88 




















































2SK89 


日 立 


低周波 電力 增幅 
















































2SK90 




















































2SK91 
















































2SK92 


曰 電 


エレクト レット 
コンデンサ • マイ ク 


厂 


-20* 


20 




10,10* 


80 


100 






0.02 


1 






-0.8 


5 






1.5 




5 


Idss (max) =5 


(typ) 
.5GHz 


2SK93 


ソニ一 






-20* 




— 0.5 


0.5 


10 


85 


— 0.25 


一 0.1 


(Id 
0.018 


o c 


9 










0.11 




0.67 


9 
10 


loss 






2SK94 


曰 墘 


低周波， 
アナログ SW 




-50* 


50 


一 50 


10,20' 


150 


125 


一 5 


一 20 


0.5 


12 


10 


-0.13 


一 1.5 


10 


10 


4 


12 




2SK95 














































2SK96 


















































2SK97 


ソニー 


DC, 低周波 


」— 


— 30' 




—30 


5 ,20' 


210 


100* 


-1 


—15 


0.9 


14.3 


10 


-0.18 


-1.49 


10 


30 


6.3 






10 


Idss 






2SK98 










——一 










































2SK99 




















































2SK100 





















































★ 



一 47 — 



€ 的 特 tli (Ta = 25'C) 


その他 


代 W im 
や tx 


外 


や r t 


Cu (pF) 




Cr, ( P F) 




NF (f=lkHz, R„ = lMn) (dB) 


NF (f-lOOMHz) (dB) 


typ max 


Vr.s(V) 
I () ( m A)* 


Vns 
(V) 


typ max 


>> 

お 


V»s 
(V) 


typ max 


Vds 
(V) 


Io 

(mA) 


typ 


max 


Vds 
(V) 


Id 
(mA) 


5.5 




0 


5 










Cos=2.7pF typ (Vds = 5V, Vgs=0) 






60 


2SK67A 


13 




0 


10 


2,6 




0* 


10 






















53A 


2SK68 


13 




0 


10 


2.6 


一 


0* 


10 


(R g = lkQ) 
0.6 1 1.5 


10 


loss 










NF-5dBtyp \ Rg = lkQf f= 10H J 




53A 


2SK68A 


- — 








一 


—一— 一一 






〃- 10min(VDS = 10V， Io-lOmA) 










2SJ19 とコ ンブリ メン タリ 




41 


2SK69 


430 




100* 


10 


























2SJ20 と コンブ リメ ン タリ 


2SK389 


42 


2SK70 




9 


一 10 


0 










(f=120 
0.5 


Hz, R f = 
5 


lOOkQ ) 
10 


0.45 


JVcs = 10mVmax (Vds = 10V, Id-0.05, 0.2, 0.4mA) 




43 


2SK72 






































54 


2SK73 


16 




4 . 


50 










(f=10F 


30 


さ S 

to 


4 


^ = 15min 30typ ( Vds = 50V, Id = 4mA) 




55 


2SK79 


4 




0 


5 


0.07 


0.15 


0* 


5 












3.5 


5 


1 


PG = 12dB min (f-100MHz) 




80B 


2SK83 


8.2 




0 


0 


2.6 




一 10 


0 


(f=120 
0.5 


Hz, R g : 
5 


= 100Q) 
15 
















52 


2SK84 


























(f=8 
3.5 


GHz) 
4.5 


3 


10 


MAG = lldB typ (f=8GHz) 




56 


2SK85 


7.2 




0 


15 


2.1 




0* 


15 


(f=120 
1 


Hz, R g = 
5 


lOOkQ ) 
15 


Idss 














61 


2SK87(8) 








































2SK88 








































2SK89 








































2SK90 








































2SK91 


5.5 




0 


5 










Cos=2.7 P Ftyp (Vds=5V, Vgs=0) 












U 


2SK92 


















S/N=50dB min (Vds=9V, Cg=100pF, 1kHz, Vin- — 60dB) 






62 


2SK93 


13 




0 


10 


2.6 




0* 


10 






















78 


2SK94 








































2SK95 








































2SK96 










2.4 






10 






















49 


2SK97 








































2SK98 








































2SK99 








































2SK100 



—48 — 



最 大 定 格 （Ta=25'C) 



電 



気 的 特 性 （Ta-25'C) 



m 名 


社 名 


用 ま 


構 Jia 


Vgds 
Vgdo* 


Vusx 
Vdss* 

(V) 


Vgso 
Vcss* 


Ic 
Id* 

(mA) 


Pd 

Pch* 

(mW) 


Tj 

Tch* 
CO 


less 
(nA) 
( P A)* 


max 


loss (mA) 


VGS(off), 


Vth*(V) 




gm (m 


S) fX* 




の • 










\ /广 l、V" 

VGDX 

(V) 


VGSX 

(V) 


Vgs 
(V) 


mm 


max 


Vds 
(V) 


min 


max 


Vds 
(V) 


In 
(ク A) 


min 


typ max 


vos 
(V) 


In 
(mA) 


typ 


max 


2SK101 




















































2SK102 




















































2SK103 


曰 電 


エレクト レット 
コンテ * ンサ 'マイク 


J 


-20* 


20 




10,10* 


80 


100 






0.02 


1 






一 0.8 


5 


1 




1.5 




5 


Idss 






2SK104 




髙 周波， 低周波 




-30* 




一 30 


10,20* 


250 


125 


—10 


一 30 


0.5 


12 


5 


-0.25 


—4.5 


5 


10 


1.5 


4.1 




5 








2SK105 




低周波 




-50* 


50 


—50 


10,20* 


250 


125 


一 1 


—30 


0.5 


12 


5 


一 0.25 


-4.5 


5 


10 


1.5 


2.1 




5 


0.5 






2SK106 


日 立 


低周波， 低 維 音 








-50* 


10,20* 


300* 


125* 


一 10 


—30 


0.5 


12 


10 


一 0.13 


-1.5 


10 


10 


4.5 


13 




10 


Idss 






2SK107 


ソニー 


DC, VHF 




-27* 




-9 


10,20* 


250 


100 


-10 


—6 


2.7 


12.1 


10 


一 0.45 


-3.85 


10 


30 


2.7 






10 








2SK108 


三 菱 


低周波， 低 雑音 
アナログ SW 




-50* 




—50 


10,20* 


300 


125* 


一 1 


一 30 


1 


12 


10 




—3 


10 


10 


6 


15 




10 








2SK109 




低周波， 低 雉 音 




— 50* 




—50 


10,20* 


150 
unit 


125* 


一 1 


—30 


1 


12 


10 




一 3 


10 


10 


6 


12 




10 




0.01 




2SK110 








-30* 




—30 


10,50* 


900 


125* 


一 1 


—20 


2.5 


35 


5 




一 2 


5 


10 


35 


45 




5 


5 






2SK111 








-30* 




—30 


10,50* 


200 
unit 


125* 


一 1 


一 20 


2.5 


35 


5 




—1 


5 


10 


35 


45 




5 


5 






2SK112 


東 芝 


DC, 低 雉 音 
チヨ ッパ SW 




—50 






10 


250 


150 


一 0.1 


—30 


1.2 


9 


15 


-0.25 


一 1.2 


15 


0.1 


7 




34 


15 


loss 






2SK113 




アナ 口 グ SW 
チヨ ッパ SW 




—50 






10 


250 


150 


一 0.1 


—20 


5 


150 


20 


-0.3 


—10 


20 


0.1 
















2SK114 




















































2SK115 




















































2SK116 




















































2SK117 


束 芝 


低周波， 低 維 音 


J 


一 50 






10 


300 


125 


—1 


一 30 


1.2 


14 


10 


一 0.2 


-1.5 


10 


0.1 


4 


15 




10 


Idss 






2SK118 




コンデンサ 'マイク 




一 50 






10 


100 


125 


—1 


—30 


0.3 


6.5 


10 


— 0.4 


一 5.0 


10 


0.1 


1.2 






10 








2SK119 


曰 電 


DC, 

アナ 口 グ SW 


" 


-30* 


30 


—30 


10,20* 


250 


150 


一 0.1 


一 20 


0.5 


12 


10 


— 0.2 


-4.5 


10 


10 


1.0 


4.2 




10 








2SK120 


ゾニ一 


VHF, RF, MIX 


" 


-15* 






10* 


200 


85 






1 


5 


4 


一 0.3 




4 


100 


3.5 


5.5 




4 








2SK121 




DC, 低 雑音 
SW 




一 30* 




-50 


5 ,20* 


300 


100 


一 1 


-15 


0.9 


14.3 


10 


— 0.18 


-1.49 


10 


30 


6.3 






10 








2SK122 






































一 = 〜一- 






一一 一一 








2SK123 


松 下 


エレクト レット 
コンデンサ 'マイ ク 




— 20* 


20 




2.2 # 


200 


100 






0.13 


0.47 


4.5 










0.9 


1.6 




4.5 


Idss 






2SK124 


日 1£ 


X バン ド 


GaAs 
SB 


—8* 


5 




100* 


500 


125 






30 


100 


3 


—1 




3 


100 
















2SK125 


ソニ一 


UHF, RF,MIX 


J 


-25* 




-25 


10,100* 


500' 


120* 


一 10 


—15 


30 


75 


10 


一 2 


—6 


10 


100 


10 


14 




10 


10 







— 49 一 



'A 的 待 性 （Ta-25'C) 


そ 


の 他 


i i\ tt. n 

]\ n no 
V. Y\ 


外 


や れ 


Ci, (pF) 




C r , (pF) 




NF (f=lkHz, R«-1M0) (dB) 


NF (f-lOOMHz) (( 


iB) 


tvo max 


Vr,s(V) 
In(mA)* 


Vns 

(V) 


typ max 


V ゆ （V) 
Vr.s(V)* 


Vds 

(V) 


typ max 


Vds 

(V) 


In 

(mA) 


typ max 


Vds 

(V) 


" Id 
(mA) 




一一 ― -.. - 






一 ―-- ——- 






























2SK101 




"一 —― 


———一 




— — — 




'—一——' 


























2SK102 


5.5 


― ― 一 ■ 


0 


5 


一— 一 —一一' 


1.3 






C 0S = 2.7pF typ (Vns=5V, Vcs-0) 










63 


2SK103 


4.1 


6 


0 


10 


0.9 


0* 


10 






















40 


2SK104 


4.1 


6.0 


0 


10 


0.9 


1.3 


0* 


10 






















53A 


2SK105 
















Vfl30dB max 








2SK106A も 廃止 


2SK186 


79 


2SK106 


5 




0 


10 


1.8 






10 


(R g = 10kQ) 
0.1 


10 


Idss 


2 




10 


Idss 


PG = 18dB typ (f=100MHz) 




62 


2SK107 


20 




0 


10 










(f=100Hz, R g -lk 
1 | 2.5 | 10 


Q) 










Rds(ON) = 70Q typ 


a=lkHz, Vcs = 10mVrms\ 
^Vcs~0, Idss = 5itiA ソ 




153B 


2SK108 


20 




0 


10 










(f = 10( 


)Hz， Rg^lOkQ) 
1 | 10 


1 


JVcs = 50mVmax (Vds = 10V, Id 


= lmA) 




84 


2SK109 


55 




5* 


5 










1 


(R g = 100Q) 
2 1 5 


5 










Rds(ON) = 18Q typ 


"=lkHz, V D s-10mVrms\ 
^Vgs =0, Idss = 10mA 1 




154 


2SK110 


55 




5* 


5 










(Rg^lOOf 
1 1 2 


5 


5 


^Vcs = 30mVmax (Vds = 5V, Id = 


-5mA) 




84 


2SK111 


12 




0 


15 


3 




0* 


15 




lkQ) 
2 


15 


1 










NF = 10dB max 


,V DS = 15V, I D = lmA\ 
、f=10Hz， R g = lkQ ノ 




69 


2SK112 


10 


14 


0 


20 


3 


5 




0 


















Rds(ON)=100Q max (Vcs = 0, Ip^lmA) 




69 


2SK113 








































2SK114 








































2SK115 








































2SK116 


13 




0 


10 


3 




-10 


Id==0 


(R g -lkQ) 
1 1 2 


10 


0.5 










NF = 10dB max i 


"7, 

> 

ヽ Z 




82C 


2SK117 


8.2 




0 


10 




2.6 


-10 


Id=0 


(f-120 
0.5 


Hz, R g = 
5 


lOOkQ) 
15 


Idss 














70A 


2SK118 


4.8 


6.0 


0 


10 


1.2 


1.5 


0* 


10 






















71 


2SK119 


4.6 




0 


4 


0.14 


0.17 




4 










1.9 


2.5 




Idss 


PG = 16dB typ (f=100MHz) 




64 


2SK120 


13 




0 


10 


2.4 




0* 


10 


(I 

0.1 


い lOkf 


>) 

10 


Idss 














62 


2SK121 








































2SK122 


























NV-4/iVmax (Vd=4.5V， R L = 2.2kQ, Co = 10pF) 




131 


2SK123 






(fo 


sc) max = 


=80GHz 


typ 










(f=12GHz) 
3 | 4 


3 


10 


MAG = lldB typ (f=12GHz) 




56 


2SK124 










2.6 


3 


一 10 












(ゲート 接地） 
1.8 | 2.5 


10 

(Vdg) 


10 


PG = 12.5dB typ 


ゲート 接地 

(f-lOOMHz) 




72 


2SK125 



一 50 — 



最大 定格 （Ta-25'C) 



電 気 的 待 性 （Ta-25'C) 



m 名 


社 名 


用 途 


構造 


Vgds 
Vgdo* 
Vgdx" 

(V) 


Vdsx 
Vdss* 

(V) 


Vcso 
Vcss* 
Vgsx" 
(V) 


Ig 
Id* 

(mA) 


Pd 

Pch* 

( m W) 


Tj 

Tch* 

CC) 


Igss 
(nA) 
(pA" 


max 


Idss (mA) 


VcS(off), 


Vth*(V) 








) 

max 


Vcs 
(V) 


mm 


max 


Vds 
(V) 


min 


max 


Vds 
(V) 


Id 


min typ max 


Vi,s 
(V) 


Ii) 
(mA; 


M) 

typ 


2SK126 




















































2SK127 


松 下 


低周波 


J 


-50* 




-50 


20* 


250 


125 






0.5 


12 


10 










o 
o 






10 


loss 






2SK128 


„ 


低周波， 低 雑音 


„ 


-30* 


30 


—30 


10, 20" 


250 


125 


一 100 


一 30 


0.5 


12 


10 


-0.1 


-1.5 


10 


10 




10 




10 








2SK129 




















































2SK130 


曰 電 


低周波， 
アナ 口 グ SW 




-30* 


30 


一 30 


10,50* 


250 


125 


_! 


-20 


5 


30 


5 




一 1.5 


5 


10 


28 







5 


loss 






2SK131 


„ 


低周波， 低 雑音 


„ 


-30* 


30 


一 30 


10,50* 


250 


125 


一 1 


一 20 


5 


30 


5 




-1.5 


5 


10 


2g 


32 




5 


5 






2SK132 


曰 立 


低周波 電力 增幅 


MOS 




100 


±14* 


7A* 


100W* 


150* 












0 


1.5 


10 


100mA 


O.g 


(S) 


1 Q 


10 


3A 






2SK133 






„ 




120 


±14* 


7A* 


100 W 


150* 












0.15* 


1.45* 


10 


100mA 


ft 7 


(S) 
1 


1 4, 
i • t 


10 


3A 






2SK134 


„ 




„ 




140 


土 


7A* 


100 W 


150* 












0.15* 


1.45* 


10 


100mA 


n 7 


(S) 


1 A 


10 


3A 






2SK135 




„ 


„ 




160 


±14* 


7A* 


100W* 


150* 












0.15* 


1.45* 


10 


100mA 


■ft 7 


(S) 

1 


1 A 


10 


3A 






2SK136 


松 下 


低 周波， 低 锥 音 


J 


-30* 


30 


一 30 


10, 20* 


250 


125 


一 100 


一 20 


0.5 


20 


10 


一 0.1 


-2 


10 


10 


c 

0 


Ol 

cv 




10 


Ipss 






2SK137 
2SK137A 








-15* 


15 




50* 


100 


125 








40 


5 












QA 
OU 




5 


Idss 






2SK138 


曰 電 


X バン ド， 

IX*. , WO 


uaAs 




5 


一 10 


100* 


300 


125* 




—5 


30 


100 


3 


一 1.5 




3 


100 


1 1： 

lO 


07 
Ci 




3 


10 






2SK139 






















—20 










^一 ― 




















2SK140 


曰 電 


X バン ド， 

IV I ， v/o V> 


GaAs 




5 


-8 


100' 


300 


125 


-10//A 


一 5 


30 


100 


3 


— 1.0 




3 


100 


OA 


oc 




3 


10 




—一— 


2SK141 

£i O I v x *t * * » 




DC, 

アナ 口 グ 




-30* 


30 


—30 


10,20* 


250 


150 


-100* 


—20 


0.5 


12 


10 


-0.2 


-4.5 


10 


10 


1.0 


4.2 




10 


Idss 


2SK142 




















































2SK143 




















































2SK144 




























― —— 一 








一— 














2SK145 
































——― 
一 1.2 


10 










一. „ -.— - 






——一 

―" — 


2SK146 


東 芝 


低周波， 低 維 音 


J 


-40 






10 


600 
unit 


125 


—1 


—30 


5 


30 


10 


一 0.3 


0.1 


(lDSS = 5mA) 
30 | 40 




10 


5 


― 


2SK147 




,， 


„ 


—40 


一 ' 




10 


600 


125 
125 


-1 


~30 


5 


30 


10 


一 0.3 


— 1.2 


10 


0.1 


(Idss = 
30 


5mA) 
40 




10 


Idss 




2SK148 


松 下 


VHF, RF 




一 25 


23 




10,10* 


100 






8 


12 
32 


5 










1.9 












2SK149 


曰 電 


UHF, RF, MIX 




-20* 




一 10 


10,35* 


350 


150 


—50 


-8 


10 


— 0,35 


-2.2 


10 


10 




30 




10 








2SK150 


東 芝 


低周波， 低 維 音 




—50 






10 


200 
unit 


125 


一 1 


—30 


1 


14 


10 


一 0.3 


一 2 


10 


0.1 


5 


12 




10 


3 







一 51 — 



U 的 持 性 (Ta-25'C) 


その他 


代替品 
^ 名 




や. 名 










NF (f-lkHz t R»=lMn) (dB) 


NF (f-lOOMHz) (dB) 


tvp max 


Vr.s(V) 


Vns 

(\T\ 

V v ； 


typ max 




Vds 

\ v ; 


typ max 


Vds 

(V) 


In 
(mA) 


typ max 


Vns 
(V) 


Id 
(mA) 






































2SK126 


9 




0 


10 


2 




-3* 


10 


NV=80mVmax (Vds = 10V, b-lmA, R„^100kQ) 


2SJ43 と コンブ リメ ン タリ 




80 


2SK127 


14 




0 


10 


3.5 




0* 


10 


( 

0.6 


Rg = lkQ 
1.5 


) 

10 


Idss 








80A 


2SK128 








































2SK129 


55 




5* 


10 


10 


5mA 


10 






















53A 


2SK130 


55 




5* 


10 


10 




5mA 


10 


NV = 35mVmax, Ii)ss 小/ bss 大 =0.9min, JVGS = 20mVmax 






109 


2SK131 


600 




5 




10 




-5* 




V D S(,.t) = 12Vmax (Id = 7A, Vgd-0) 


2SJ47 と コンブ リメ ン タリ 




28A 


2SK132 


600 




一 5 


10 


10 




-5* 


10 




2SJ48 と コンブ リメ ン タリ 




28A 


2SK133 


600 




—5 


10 


10 




-5* 


10 




2SJ49 と コンブ リメ ン タリ 




28A 


2SK134 


600 




一 5 


10 


10 




-5* 


10 




2SJ50 と コンブ リメ ン タリ 




28A 


2SK135 


13 




一 3 


10 


5 




-3* 


10 


( 


1 


) 

10 


Idss 








80A 


2SK136 




― 


































83 


2SK137 
2SK137A 






(fo 


3c) max = 


= 55GHz 


typ 










2.6 


(f-8 
3.5 


GHz) 
3 


10 


MAG = 12dB typ (f-8GHz) 




100 


2SK138 








































2SK139 






(fo 


>c) max = 


=80GHztyp 










2.7 


(f=15 
3.5 


！ GHz) 
3 


10 


MAG = lldB typ (f=12GHz) 

" ' ' '… ― 




100 


2SK140 


4.8 


6.0 


0 


10 


1.2 


1.5 


0 


10 






















73 


2SK141 
2SK14IA 








































2SK142 








































2SK143 








































2SK144 








































2SK145 


75 




0 


10 


15 




一 10 


Id=0 


(R g =100Q) 
1 1 2 I 10 


5 


^Vcs=20mVmax (Vds = 10V, I D =5mA) 2SJ73 と コンブ リメ ン タリ 




85 


2SK146 


75 




0 


10 


15 




-10 


Id-0 


(: 


^g = 100£ 
2 


I) 

10 


5 


NF = 10dBmax (な L ，お ざ： JLIoShz) 2SJ72 と コンブ リメ ン タリ 




74A 


2SK147 


























2.5 




5 








101 


2SK148 


7.5 




3* 


10 


2 




3mA 


10 










(ゲート 接地， f=400MHz) 
2 | | 10 | 3 


(ゲート 接地） 

PG = 12dB typ (f=400MHz) 




102A 


2SK149 


15 




0 


10 


3 




-10 




(R g =lkQ) 
1 2 j 


1 


JVcs=30mVmax 


NF=10dB m ax (K^ f iT 0 if) 


2SK272 


75 


2SK150 



—52 ― 



型 名 


社 名 


用 


構造 


最大 定格 （Ta = 25'C) 


摊 

i は 
to 


VCDS 

Vgdo* 
Vgdx** 
(V) 


Vdsx 
Vdss 

(V) 


Vgso 
Vgss* 
Vgsx** 

(V) 


Ic 

ID 

(mA) 


Pd 

Pch* 

(mW) 


Tj 

x ch * 

(°C) 


less 
( n A) 
( P A)* 


max 


Iuss (mA) 


VcS(off), 


Vth*(V) 


の 
bo 




0 


Vcs 
(V) 


mm max 


Vds 
(V) 


min max 


Vds 
(V) 


Id 

(バ A) 


min typ max 


Vds 
(V) 


Id 
(mA) 


* n 
typ 


max 


2SK151 


日 立 


低周波， 低 雑音 


J 


-40* 


40 


-40* 


10, 
200* 


800* 


125 


—10 


一 40 


6 


50 


10 


一 0,2 


-1.1 


10 


10 


33 


40 




10 


5 






2SK152 


ソニ一 


高周波/低周波, 
低 雑 在 


„ 


-15* 




—15 


5,50* 


300 


100 


—2 


-7 


9.5 


42 


5 


-0.55 


一 2 


5 


100 


21 


30 




5 


Idss 






2SK153 




















































2SK154 


松 下 


VHF, RF 


j 


-20* 


20 




10,30* 


350 


125 








18 


10 










2.5 






10 


Idss 






2SK155 


„ 


低周波， 低 雑音 


„ 


~20* 




—20 


30* 


400 


125 


一 100 


一 20 


0.5 


30 


10 


-0.1 


-1.5 


10 


10 


8 


45 




10 








2SK156 


三 洋 


コンデンサ 'マイク 




一 20* 






10 


100 


125 






0.06 


1.5 


10 
























2SK157 


日 立 


低周波 


„ 






-50* 


10,20* 


150* 


125* 


一 10 


—30 


0.5 


12 


10 


一 0.13 


~1.5 


10 


10 


4.5 


10 




10 


Idss 






2SK158 


松 下 


〃 


„ 


一 55 






10 


70 


125 








6.5 


10 












1.2 




10 


" 






2SK159 




















































2SK160 


曰 電 


低周^， VHF 


J 


-30 # 




—30 


10,20* 


150 


125 


—10 


—30 


0.5 


12 


5 


-0.25 


-4.5 


5 


10 


1.5 


2.1 




5 


0.5 






2SK161 


東 芝 


FM, VHF 




-18* 






10 


200 


125 


一 10 


一 0.5 


1 


10 


10 


一 0.4 


一 4 


10 


1 




9 




10 


Idss 






2SK162 


曰 電 


低周波， 低 雑音 


„ 


-40* 


40 


—40 


10,50* 


400 


125 


一 1 


一 20 


5 


30 


5 




一 1,2 


5 


10 


40 


45 




5 


5 






2SK163 


„ 


„ 


n 


一 50* 


50 


一 50 


10,30* 


400 


125 


一 1 


—20 


1 


18 


10 


一 0.2 


一 1.2 


10 


10 


7 


9 




10 


1 






2SK164 




















































2SK165 


松 下 


広 带域低 雑音 
ビデオ カメラ 


J 


-15* 




一 15 


5,50* 


300 


100* 


-2 


一 7 


8 


32 


5 




一 3 


5 


100 


3 


14 




5 


Idss 






2SK166 




















































2SK167 


















































2SK168 


日 立 


VHF, RF, 
MIX, OSC 


J 


一 30 奉 






10,20* 


200* 


150* 


—10 


— 0.5 


4 


20 


5 




一 3 


5 


10 


8 


10 




5 


Idss 






2SK169 


松 下 


低周波， 低 雑音 


〃 


-15 


15 




50* 


400 


125 








50 


5 
























2SK170 


東 芝 






-40 






10 


400 


125 


一 1 


—30 


2.6 


20 


10 


-0.2 


一 1.5 


10 


0.1 


22 




10 


Idss 






2SK171 


三 菱 






-20* 




—20 


10,80* 


200 
unit 


125* 


一 1 


一 10 


5 


60 


5 




一 2 


5 


10 




10 




5 


8 






2SK172 


















































2SK173 




















































2SK174 




















































2SK175 


日 立 


低周波 電力 増幅 


MOS 




180 


±20* 


8A # 


125W* 


150* 












0.15* 


1.45* 


10 


100mA 


0.7 


isr 


1.4 


10 


3A 







一 53 — 



€ 気 的 特 性 （Ta-25'C) 




歼 り V 


外 
B 


や わ 


Cm ( P F) 




o 




NF (f=lkHz, Rg=lMO) (dB) 


NF (f-lOOMHz) (dB) 


その他 


typ max 


Vgs(V) 
Io(mA)* 


Vns 
(V) 


typ max 


Vcd(V) 
Vgs(V)' 


Vds 

(V) 


typ max 


Vds 
(V) 


Id 

(mA) 


typ 


max 


Vns 
(V) 


Id 
(mA) 








5 










(R g = 200Q) 
0.5 1 1 1 10 


5 










2SJ51 とコン プリ メン タリ 


2SK190 


97 


2SK151 


8 


9 


0 








1.2nV/Rz 


5 


10 


い 

1.8 


パート 接 j 


也） 

5 


10 






57A 


2SK152 








































2SK153 


























1.5 




10 








80B 


2SK154 


40 




一 3 


10 


17 




-3* 


10 










e„-0.7nV//H7typ (Vds-10V, Vcs-0, f=lkHz) 




80A 


2SK155 




Z in =20MQmin (f=lkHz) 








V N0 = -議 B (Vin = 0) 






58A 


2SK156 




































2SK323 


87A 


2SK157 


















( 


f-120H 5 
5 


0 

15 
















103 


2SK158 








































2SK159 


4.1 




0 


10 


0.9 




0* 


10 






















78A 


2SK160 












0.15 


—10 












2.5 


3.5 


10 

(Vdd) 




PG-18dB typ (f=100MHz) 




70C 


2SK161 


55 




0 


10 


10 




0* 


10 


(f-lOOHz, R g = 100Q) 
1.1 | 2.5 | 5 


5 














53A 


2SK162 


13 




0 


10 


3.2 




0* 


10 


NV=20mVmax (指定 回路に よる） 






53A 


2SK163 








































2SK164 


7.5 




0 


5 






























80C 


2SK165 








































2SK166 








































2SK167 


6.8 




0 


5 


0.1 




0* 


5 










1.7 




5 


Idss 


PG=27dB typ (f-lOOMHz) 




89 


2SK168 








































2SK169 


30 




0 


10 


6 




Id=0 


10 


0.5 


(Rg-lkQ) 
2 1 10 


1 


NF==10dB max (Vds==10V, Io-lmA, R g =lkQ t f=10Hz) 




82C 


2SK170 


200 




5* 


5 










(f==100 


Hz, R g = 


= 100Q) 
5 


5 


JVcs==50mVmax (Vds=5V, I D =5mA) 




84 


2SK171 








































2SK172 








































2SK173 








































2SK174 


700 






10 


8 




-5* 


10 


VDS( s .t) = 12Vmax (Id =8 A, Vgd=0) 


2SJ55 と コンブ リメ ン タリ 




28A 


2SK175 



一 54 — 



型 名 


社 名 


用 ks. 


構造 


ま大 定格 （Ta = 25'C) 


電 気 的 特 性 （Ta=25'C) 


I'm 


Vdsx 
Vdss 

(V) 


Vgso 
Vcss* 
Vgsx** 
(V) 


Ig 

ID 

(mA) 


Pd 

P ひ 

(mW) 


Tj 

1 ch 

CO 


less 
( P A)* 


max 


Idss (mA) 


VGS(off), 


Vth*(V) 


gm (mS) fl* 




go> (mS) 
■ ―， ， * (Cl\ 


Vgs 
(V) 


min max 


Vds 
(V) 


min max 


Vds 
(V) 


Id 
(//A) 


min typ max 


Vds 
(V) 


Id 
(mA) 


typ 


max 


2SK176 


日 立 


低周波 電力 増幅 


MOS 




200 


±20* 


8A* 


125W* 


150* 












0.15* 


1.45* 


10 


100mA 


0.7 


(S) 


1.4 


10 


3A 






2SK177 




















































2SK178 




















































2SK179 




















































2SK180 




















































2SK181 




















































2SK182 




















































2SK183 




















































2SK184 


東 芝 


低周波， 低 雑音 


j 


-50 






10 


200 


125 


一 1 


一 30 


0.6 


14 


10 


一 0.2 


-1.5 


10 


0.1 


4 


15 




10 


Iuss 






2SK185 


ソニー 


低周波， 低 雑音 


„ 


-30* 




一 30 


5,20* 


320 


100* 


—1 


一 15 


0.9 


14.3 


10 


一 0.18 


-1.49 


10 


30 


6.3 






10 


" 






2SK186 


日 立 


低周波， 低 雑音 






40 


—40* 


10,30* 


300* 


150* 


-10 


-30 


1.6 


12 


10 


-0.13 


-1.5 


10 


10 


8 


12 




10 


3 






2SK187 


„ 




„ 




40 


-40* 


10,30* 


300' 


150* 


一 10 


一 30 


2.5 


20 


10 


-0.13 


一 1.5 


10 


10 


18 


21 




10 


3 






2SK188 




















































2SK189 


日 立 


低周波， 低 雑音 
















































2SK190 


,， 




j 


— 40* 


40 


-40* 


10 

200* 


800* 


150* 


-10 


一 30 


6 


50 


10 


一 0.13 


-1.5 


10 


10 


37 


45 




10 


5 






2SK191 


„ 


，， 


„ 


-15* 


15 


-15* 


10 

500* 


1W # 


150* 


一 1 


—8 


10 


200 


5 




一 3 


10 


10 


75 


100 




10 


8 






2SK192A 


柬 芝 


FM, VHF, RF 


„ 


-18* 






10 


200 


125 


-10 


一 1 


3 


24 


10 


-1.2 


一 3 


10 


1 




7 




10 


Idss 






2SK193 


曰 電 


FM, RF 


„ 


-20* 


20 




10,10* 


250 


150 


— 100 


-0.5 


0.5 


8 


5 




-2.5 


5 


10 


2.3 


3.5 




5 


0.5 






2SK194 


,， 


低周波， 低 維 音 


„ 


一 40* 


40 


—40 


10,50* 


400 
unit 


125 


-1 


—20 


5 


24 


5 




一 1.2 


5 


10 


40 


45 




5 


5 






2SK195 


„ 


FM, RF 


„ 


-20* 


20 




10,10* 


250 


125 


— 100 


一 0.5 


0.5 


8 


5 




-2.5 


5 


10 


2.3 


3.5 




5 


0.5 






2SK1 鶴 


日 立 


髙 周波 健 力 増幅 

as 谏 # 雷 力 sw 


MOS 




160* 


±14 


500* 


800* 


150* 






2 


120 


0.2* 


2* 


10 


10mA 


50 






10 


200 




2SK197 


„ 


VHF, RF, MIX 


J 


-18* 






10,20* 


150* 


150* 


—10 


—0.5 


2 


14 


10 


— 0.3 




10 


10 


3 


8 




10 


Iuss 






2SK198 


松 下 


低周波 




~30* 


30 




10,20* 


150 


125 


-100 


一 30 


0.5 


12 


10 


一 0.1 


一 1.5 


10 


10 




12 




10 








2SK199 




VHF, RF 






15 




15,15' 


100 


125 








12 


5 










1.9 






5 








2SK200 





















































一 55 — 



Ci， 


U 'A 的 待 Hi (Ta-25'C) 


その他 


お 


外 


や！ 


( P F) 




C,， (pF) 




NF (f=lkHz, R« = lMn) (dB) 


NF (f=100MHz) (dB) 


typ max 


Vr,s(V) 
I»(mA)* 


Vns 

」v)— 


typ 


max 


お 


Vds 
(V) 


typ max 


Vds 
(V) 


Id 
(mA) 


typ max 


Vds 
(V) 


Id 

(mA) 


700 




一 5 


10 


8 




一 ジ 


10 


V I , S (,.«)=12Vmax (I【)=8A， Vg»=0) 


2SJ56 とコン プリ メン タリ 




28A 


2SK176 


































2SK177 


~—— 






































2SK178 








































2SK179 








































2SK180 




































2SK181 






































2SK182 






































2SK183 


13 




0 


10 


3 




一 10 


Id = 0 


(f=10Hz, R g = lkQ) 
5 1 10 1 10 1 0.5 














70B 


2SK184 










2.4 




0* 


10 


e m = 13nV//H 2 typ (^LlokQ, J^lkHz)' ^ V cs = 30mVmax (V D s = 10V, I D = lmA) 




86 


2SK185 


20 




0 


10 


3.7 




0* 


10 


e B = 1.3nV//Hztyp (V DS = 10V， I D =3mA, R g =0, f=lkHz) 






79 


2SK186 


41 




0 


10 


8 




0* 


10 


e n = lnV//Hz*typ (V DS = 10V, I D =3mA, R g =0, f=lkHz) 






79 


2SK187 








































2SK188 




































2SK190 




2SK189 


75 




5* 


10 










e„=0.75nV//Hz*typ (V DS = 10V, Id = 5mA, R g =0, f=lkHz) 






97 


2SK190 


















1.1 




10 


20Q) 
8 














97 


2SK191 












0.65 


一 10 












1.8 


3.5 


10 

(Vdd) 




PG = 24dB typ (f=100MHz) 




70C 


2SK192 


5 


6.5 


0 


5 


0.07 


0.25 


0* 


5 










3 


6 


5 

(Vdd) 




PG=21dB typ (f=100MHz) 




104A 


2SK193 


55 




0 


10 


10 




0* 


10 


NV=35mVmax (指定 回路） 


JVcs=20mVmax (Vds = 5V, Id = 5mA) 




109 


2SK194 


5 


6.5 


0 


5 


0.07 


0.25 


0* 


5 










3 


6 


5 

(Vdd) 




PG=21dB typ (f-lOOMHz) 




40 


2SK195 


90 




10* 


10 










Un = 20ns typ, t o "=30ns typ (Vgs = 10V, Id = 200mA, Rl=150Q) 






121A 


2SK196® 


3.4 




0 


10 


0.38 




0* 


10 






















87B 


2SK197 


14 




0 


10 


3.5 




0* 


10 






















103A 


2SK198 






































103 


2SK199 








































2SK200 



— 56 — 



や 名 


社 名 




構造 


最大 定格 （Ta=25'C) 


電 気 的 特 性 （Ta = 25 て） 


i> ぉリ 


Vdsx 

xr _ _ » 
VDSS 

(V) 


ま V お 

1 お J ヒ 


Ig 

ID 

(mA) 


Pd 
(mW) 


Tj 

1 ch 

CO 


Igss 

\Tlr\ ) 

( P A)* 


max 


Idss (mA) 


VGS(off), 


V t h*(V) 


to 




gos (mS) 
-- 〜■ - . * (n.) 


Vcs 
(V) 


min max 


Vds 
(V) 


min max 


Vds 
(V) 


Id 

(〃A) 


min typ max 


Vds 
(V) 


Id 
(mA) 


* u 

typ 


max 


2SK201 


日 電 


(：〜 X バン ド 
中 出力 増幅 癸 振 


uaAs 




10 


—10 


400* 


1.3W 


175 


-Zfxk 


—5 


180 


400 


3 


—3 


一 7 


3 


1mA 


35 


50 




3 


100 






2SK202 




















































2SK203 


日 電 


C〜X バン ド 
中 出力 增 iPM 発振 

1 UU ノ ノー Till 


Gaas 




10 


—10 


180* 


0.8W 


175 




一 5 


90 


180 


3 


一 3 


— 7 


3 


500 


18 


30 




3 


50 






2SK204 




















































2SK205 




















































2SK206 




















































2SK207 




















































2SK208 


東 芝 


コンデンサ 'マイク 


J 


—50 






10 


100 


125 


—1 


一 30 


0.3 


6.5 


10 


— 0.4 


一 5 


10 


0.1 


1.2 






10 


Idss 




2S K209 




低周波 




一 50 






10 


150 


125 


-1 


—30 


0.6 


14 


10 


-0.2 


-1.5 


10 


0.1 


4 


15 




10 


〃 






2SK210 


„ 


VHF, RF 


„ 


一 18 






10 


100 


125 


一 10 


一 1 


3 


24 


10 


-1.2 


—3 


10 


1 




7 




10 








2SK211 


„ 


FM チューナ 
VHF, RF 




-18* 






10 


150 


125 


一 10 


一 0.5 


1 


10 


10 


—0.4 


一 4 


10 


1 




9 




10 






^一 


2SK212 


二 洋 


FM, RF 




-20* 






10,20* 


200 


125 


一 10 


一 0.5 


0.6 


12 


5 




-2.5 


5 


10 


2 


6 




5 


〃 






2SK213 


日 立 


低/ 髙 周波 意力 增輻 
高速度 電力 S W 


MOS 




140 


±15聿 


500* 


30W* 


150* 












0.2* 


1.5' 


10 


10mA 


20 


40 




20 


10 






2SK214 










160 


±15* 


500* 


30W* 


150* 












0.2* 


1.5' 


10 


10mA 


20 


40 




20 


10 






2SK215 










180 


±15* 


500* 


30W* 


150* 












0.2' 
0.2* 


1.5* 


10 


10mA 


20 


40 




20 


10 






2SK216 






〃 




200 


±15' 


500* 


30W* 


150* 




一 0.5 






1.5' 


10 


10mA 


20 


40 




20 


10 




2SK217 




VHF, RF 


J 


-30* 






10,20* 


150* 


150* 


—10 


2.5 


12 


5 


——一 


— 2.5 


5 


10 




8 




5 


loss 






2SK218 


松 下 


ビデオカメラ 


，, 


-15* 




-15 


5,50* 


300 


100 


—1 


—7 


5 


42 


5 




一 3 


5 


100 


15 


30 




5 


" 






2SK219 








" ■「 
















"—一— 一- 


― ― 一..— 一 


























2SK220(Q) 


曰 立 


高周波 電力^ 幅 
髙 速度 電力 S W 


MOS 




160* 


±20' 


8A* 


100W* 


150* 








1 


120 
160 


0 ぶ 
0.4* 


3* 
3* 


10 
10 


10mA 
10mA 


600 


900 




10 


3A 






2SK22K8) 






„ 




200* 


±20* 


8A* 


100 W 


150* 








1 


600 


900 




10 


3A 






2SK222 


三 洋 


低周波 • 低 雑音 


—丁— 


一 40 


40* 




10 


300 


125 


—1 


一 20 


0.6 


12 


10 




(typ) 
-0.5 


10 


10 




17 




10 


Idss 






2SK223 




高電圧 ドライブ 


，， 


—80 


80* 




10 


400 


125 


-1 


—30 


1.2 


24 


30 


(typ) 
二 0.75 




30 


10 




20 




30 








2SK224 
















































2SK225 


日 立 


低周波 € カ^^ 


MOS 




120 


土 15* 


7A* 


100W 


150* 












0.15* 


1.45* 


10 


100mA 


0.7 


"IsF 
l 


1.4 


10 


3A 







一 57 — 



Vl£ 的 持 件. (Ta-25'C) 


その他 


代 ff IW 

や 


外 


や f, 


Ci, (pF) 


し， (pF) 


NF (f-lkHz, R,-lMn) (dB) 


NF (f=100MHz) (dB) 


typ max 


Vr,s(V) 
In(mA)* 


Vns 
(V) 


typ max 




Vds 

(V)_ 


typ max 


V.) S 

JV)_ 


II) 

丄 r ^上 


typ max 


Vi,s 
(V) 


Id 

(mA) 
































(f = 8 
3 


GHz) 


4 


15 


MAG=9dBtyp (f=8GHz) 




120 


2SK201 








































2SK202 


























！ H ぬ 

卜 CM* 


GHz) 


4 


10 


MAG^lldB typ (f=-8GHz) 




120 


2SK203 








































2SK204 








































2SK205 








































2SK206 






































2SK207 


8.2 




0 


10 


2.6 




—10 


Id-0 


0.5 


(f-120Hz, R g = 
1 15 


lOOkQ) 
loss 














105A 


2SK208 


13 




0 


10 


3 




一 10 


Id=0 


( 


R g = lkQ 


) 

10 


0.5 














105A 


2SK209 












0.65 


—10 












1.8 


3.5 


(Vdd) 
10 




PG = 24dBtyp (f = 100MHz) 




105B 


2SK210 












0.15 


—10 












2.5 


3.5 


(Vdd) 
10 




PG-18dB typ (f = 100MHz) 




105B 


2SK211 


4 




0 


5 


0.04 


0.15 


0* 


5 










3.5 


6 


(Vdd) 
5 


Idss 


PG = 21dB typ (f-lOOMHz) 




58B 


2SK212 


90 




10* 


10 


2.2 




10mA 


10 


VDS(sat> = 2Vmax (lD = 10mA ? Vgd=0) 


2SJ76 と コンブ リメ ン タリ 




116A 


2SK213 


90 
90 




10* 


10 


2.2 




10mA 


10 




2SJ77 とコン プリ メン タリ 




116A 


2SK214 




10* 


10 


2.2 




10mA 


10 




2SJ78 とコン プリ メン タリ 




116A 


2SK215 


90 




10* 


10 


2.2 




10mA 


10 




2SJ79 とコン プリ メン タリ 




U6A 


2SK216 










0.1 




0* 


5 






















87B 


2SK217 


8 




0 


5 






























80C 


2SK218 








































2SK219 


600 




一 5 


10 




(Id=2A, Vgs = 15V, Rl = 15Q) 
ton— 25ns typ, t 0 ff=45nstyp 
















28A 


2SK220O 


600 




-5 


10 




















28A 


2SK22K8) 


14 




0 


10 


3.5 




0* 


10 


II o 


2) 
loss 














57B 


2SK222 


12 




0 


30 


2.5 




0* 


30 


(I 

1 


い 謹 


) 

10 


3 














57B 


2SK223 








































2SK224 


600 




-5 


10 


10 






10 


ton = 180ns typ, t o ff=60nstyp (Vdd=20V, Id=4A) 


2SJ81 と コンブ リメ ン タリ 




117 A 


2SK225 



一 58 — 



型 名 


社 名 


用 i^L 


構造 


最大 定格 （Ta=25'C) 


電 気 的 待 性 （Ta-25'C) 


VCDS 
VCDO* 

Vgdx** 
(V) 


Vdsx 

\r 一 „ 拿 
VDSS 

(V) 


Vgso 
Vcss* 
Vcsx** 
(V) 


Ig 

ID 

(mA) 


Pd 

X^ch 

(mW) 


Tj 

T t 攀 

CO 


1CSS 

(pA)* 


max 


Idss (mA) 


VGS(off), 


Vth*(V) 


gm (mS) fl 




レ 


Vgs 
(V) 


mm max 


Vds 
(V) 


min max 


Vns 
(V) 


Id 

(fiA) 


mtn typ max 


Vds 
(V) 


Id 
(mA) 


typ max 


2SK226 


日 立 


低周波 電力 増幅 


MOS 




140 


±15* 


7A* 


100 w 


150寒 












0.15* 


1.45* 


10 


100mA 


0.7 


(S) 
1 


1.4 


10 


3A 






2SK227 










160 


±15* 


7A* 


100W* 


150* 












0.15* 


1.45* 


10 


100mA 


0.7 


(S) 


1.4 


10 


3A 






2SK228 




















































2SK229 




















































2SK230 




















































2SK231 




















































2SK232 




















































2SK233 




















































2SK234 




















































2SK235 




















































2SK236 


-— -— 


















































2SK237 


























mr "'… 


























2SK238 


曰 電 


FM チューナ 


J 


— 20' 


20 




10, 10* 


150 


125 


-100 


一 0.5 


0.5 


8 


5 




-2.5 


5 


10 


2.3 


3.5 




5 


0.5 






2SK239 




















































2SK240 


東 芝 


低周波， 低 雑音 




-40 






10 


400 
unit 


125 


一 1 


一 30 


2.6 


20 


10 


-0.2 


-1.5 


10 


0.1 


15 


22 




10 


Idss 






2SK241 


,， 


FM， VHF 


MOS 




20 


±5 


30* 


200 


125* 


±50 


±5 


1.5 


14 


10 




-2.5 


10 


100 


1.5 


10 




10 








2SK242 


三 洋 


高周波 電力 增輻 


j 


— 20* 






10， 20* 


150 


125 


—10 


— 0.5 


0.6 


12 


5 




-2.5 


5 


10 


2 

「 … 


6 




5 








2SK243 




















































2SK244 
























― "一 




























2SK245 




















































2SK246 


東 芝 


DC ，インピーダンス 




一 50 






10 


300 


125 


一 1 


—30 


1.2 


14 


10 


-0.7 


—6 


10 


0.1 


1.5 






10 


Iuss 






2SK247 


松 下 


広 带婊低 雑音 增輻 




-15* 




-15 


5, 20* 


150 


100* 


一 2 


一 7 


0.5 


12 


5 




一 3 


5 


100 


3 






5 








2SK248 


















































2SK249 














































2SK250 















































一 59 — 



m 'a 的 持 



忭 



(Ta-25*C) 



C,， (pF) 




Cr. ( P F) 




NF (f 


-1kHz, R„-lMn) (dB) 


NF (f^lOOMHz) (dB) 


その他 

-- ' - —— --- - … 一 —— - - 


： き ^ 




や r t 

—————— 一 


typ max 


ヒ ぐ; 


Vds 
(V) 

10 


typ max 


5< 


V»s 
(V) 


typ 


max 


Vds 
(V) 


Id 
(mA) 


typ max 


Vds 
(V) 


Id 
(mA) 


600 




-5 
一 5 


10 




-5* 


10 


Un = 180ns typ, Uff =60ns typ (Vu【) = 20V， b = 4A) 


2SJ82 と コンブ リメ ン タリ 




117A 


2SK226 
2SK227 


600 


10 


10 




-5* 


10 




2SJ83 とコ ンブリ メン タリ 




117 A 








































2SK228 








































2SK229 








































2SK230 








































2SK231 








































2SK232 
2SK233 














































































2SK234 








































2SK235 








































2SK236 








































2SK237 




6.5 


0 


5 


0.07 


0.25 


0* 


5 










3 




5 




PG = 21dB typ (f=100MHz) 




78B 


2SK238 








































2SK239 


30 




0 


10 


6 




一 10 


Id=0 


(f=10 
1 


Hz, R g = 
10 


= lkQ) 
10 


1 










2SJ75 とコン プリ メン タリ 




110 


2SK240 


3 




0 


10 


0.035 


0.05 


0* 


10 










1.7 


3 


10 


Idss 


PG=28dB typ (f=100MHz) 




70C 


2SK241 


4 




0 


5 


0.04 


0.15 


0* 


5 










3.5 


6 


5 


Idss 


PG-24dBtyp (f=100MHz) 




126B 


2SK242 








































2SK243 








































2SK244 








































2SK245 


9 




0 


10 


2.5 




一 10 


Id=0 






















82B 


2SK246 


7.5 




0 


5 






























103A 


2SK247 








































25K248 








































2SK249 








































2SK250 



一 60 — 



最大 定格 （Ta-25'C) 



電 気 的 特 性 （Ta-25'C) 



m 名 


杜 名 


用 


構造 


Vgds 
Vgdo* 

VGDX 

(V) 


Vdsx 
Vdss* 

(V) 


Vcso 
Vgss* 

VGSX 

(V) 


Ig 
Id* 

(mA) 


Pd 

Pch* 

(mW) 


Ti 

Tch* 
CO 


less 
(nA) 
(pA 广 


max 


Iuss (mA) 


Vcs(off), 


Vth*(V) 




gm (mS) /I* 




CO » 
E , 


Vgs 
(V) 


min 


max 


Vds 
(V) 


min max 


Vus 
(V) 


In 


min 


typ max 


Vds 
(V) 


Id 
(mA) 


1 d ぃリ 
typ max 


2SK251 




















































2SK252 




















































2SK253 




















































2SK254 




















































2SK255 




















































2SK256 




















































2SK257 




















































2SK258(8) 


日 立 


高周波 電力 増幅 
髙 速度 電力 SW 


MOS 




250* 


±20* 


8A* 


125W* 


150* 








1 


200 


0.4* 


3* 


10 


10mA 


(S) 
0.9 | 1.3 




10 


3A 






2SK259(E) 




;/ 






350* 


±20* 


5A* 


125W 


150* 








1 


280 


0.4* 


3* 


10 


10mA 


(S) 
0.6 | 1 




20 


3A 






2SK260(8) 




;/ 






400* 


±20 奉 


5A* 


125W* 


150* 








1 


320 


0.4* 


3* 


10 


10mA 


a 

0.6 


5) 




20 


3A 






2SK261 




低周波 電力 増幅 
















































2SK262 




















































2SK263 




















































2SK264 




















































2SK265 








-15* 












































2SK266 


東 芝 


コンデンサ • マイク 
インピーダンス 変換 


J 




10 


100 


125 


Id 


= 0.6mAmax (Vdd=6V, Rl=11cQ ，ゲート， ソース； 15pF ショート） 








2SK267 




















































2SK268 
















































2SK269 




















一 10 
































2SK270 


東 芝 


低周波， 低 雑音 


J 


一 40 






10 


300 
unit 


125 


一 30 


1 


20 


10 


— 0.2 


-2 


10 


0.1 


8 


20 




10 


3 






2SK271 




低周波 電力 増幅 


MOS 




140 


土 8 


8A* 


1 膠 


150* 




±8 








0.8 


2.4 


10 


0.1A 


(S) 
1 1 1.5 




10 


2A 






2SK272 










140 


±8 


7A* 


100W 


150* 


土 1M 


±8 








0.8 


2.4 


10 


0.1A 


(S 


>) 

1.5 




10 


2A 






2SK273 


三 菱 


S 〜 X ノヽ' ン ド 

低 雑音 增幅 


GaAs 




8 


—6 


100* 


300 


150 






30 


100 


3 


-1 


—5 


3 


100 


20 


30 




3 


30 






2SK274 










8 


—6 


100* 


300 


150 


30 


100 


3 


一 1 




3 


100 


25 


35 




3 


30 




2SK275 










8 


一 6 


100* 


300 


150 






30 


100 


3 


-1 


一 5 


3 


100 


25 


35 


3 


30 



★ 



★ 



★ 



— 61 — 



"1 

乂、 

！! 

to 


その他 


ピ 


'4 


v. 


Cm ( P F) 




に (pF) 




NF (f=lkHz, R«-lMn) (dB) 


NF (f-lOOMHz) (dB) 


typ max 


Vns(V) 
In(mA); 


Vds 
(V) 


typ max 


Vr,i)(V) 
Vr.s(V)* 


Vds 

(V 丄 


typ max 


Vds 
(V) 


In 

(mA) 


typ max 


Vds 
(V) 


Id 
(mA) 








































2SK251 








































2SK252 








































2SK253 








































2SK254 








































2SK255 






































2SK256 








































2SK257 


800 




一 5 


10 










U = 25ns typ, Uff = 140ns typ (Id = 2 A, Vcs = 15V) 






28A 


2SK258® 


800 




- 5 


10 


15 




-5 










28A 


2SK259(8) 


800 




—5 


10 


15 




一 5 










28A 


2SK260<8) 




































2SK213/214 




2SK261 








































2SK262 








































2SK263 








































2SK264 








































2SK265 






= 200Mf 


！ min し 


dd-6V, C g =15pF\ 
L = lkQ, f=50Hz ) 


V II 

1 

1! 






155 


2SK266 








































2SK267 








































2SK268 








































2SK269 


25 




0 


10 


5.5 




-10 




( 


R g = lkQ) 
2 1 10 


1 


jVcs=30mVmax (Vds = 10V， I D = lmA) 




75 


2SK270 


800 




0 


10 


60 




0* 


10 


V D s(s.t)=8Vmax (Id =5 A, Vcs=8V) 


2SJ91 と コンブ リメ ン タリ 


2SK405 


118 


2SK271 


800 




0 


10 


60 




0* 


10 




2SJ92 と コンブ リメ ン タリ 


2SK405 


119 


2SK272 


最大き 


き振 周波 


数 50GH 


z typ 


















一 サ 


3 


10 


(MGF-1400) 




122 


2SK273 


" 70GHz typ 


















へ \ 
v«-i CO ' 


3 


10 


(MGF-1402) 




122 


2SK274 


" 70GHz typ 


















(f=4GHz) 
0.8 | 1 


3 


10 


(MGF-1412) 




122 


2SK275 



一 62 — 



や 名 


社 名 


用 


構. 造 


VCDS 

Vgdo* 

VGDX 

(V) 


Vdsx 
Vdss* 

(V) 


Vgso 
Vgss* 

VG5X 

(V) 


Ig 
Id* 

(mA) 


Pd 

Pch* 

(mW) 


Ti 

Tch* 
CO 


less 
(nA) 
(pA) 率 


max 


Iuss (m/\; 


VcS(off), 


V th *(V) 


gm (mS) /J* 




c 


VGS 

(V) 


min max 


Vds 
(V) 


min max 


Vds 
(V) 


Id 


min typ max 


(V) 


Iu 
(mA) 


* i) 
typ 


max 


2SK276 


三 荧 


s〜x バン ド 

低 雑音 増幅 


uaAs 




6 


-6 


80* 


200 


150 






30 


80 


3 


-1 


一 5 


3 


100 


20 


30 




3 


30 






2SK277 


曰 電 


大 電流 SW 


MOS 




350* 


±20* 


7A* 


100W 


150 


土 100 


±20 




10 


350 


0.4 


3 


10 


50mA 


(S) 
0.6 | 1 




10 


3A 






2SK278 










400* 


±20* 


7A* 


100W 


150 


±100 


土 20 




10 


400 


0.4 


3 


10 


50mA 


a 

0.6 


5) 




10 


3A 






2SK279 


三 菱 


s〜x バン ド 

中 電力 増幅 


uaAs 




8 


—6 


250* 


1W 


150 






150 


250 


3 


一 2 


—6 


3 


100 


70 


90 




3 


100 






2SK280 


曰 電 


X〜Ku バン ド 
低 雑音 増幅 






5 


-6 


100* 


270 


125* 


一 10/iA 


—5 


20 


100 


3 


一 0.5 


一 6 


3 


100 


20 


40 


100 


3 


10 






2SK281 




VHF〜C バン ド 
低 雑音 増幅 






5 


一 6 


120* 


300 


125 


一 10//A 


—5 


30 


120 


3 


-0.8 


—6 


3 


100 


20 


40 


100 


3 


10 






2SK282 




















































2SK283 


三 洋 


高電圧 ドライバ 


J 


一 80 


80* 




10 


150 


125 


-1 


—30 


1.2 


17 


30 


(typ) 
一 0.75 




30 


10 




20 




30 


Idss 






2SK284 




















































2SK285 




















































2SK286 


曰 立 


低 高周波 電力 増幅 

高速度 窀カ s W 


MOS 




60 


±20* 


8A* 


100W 


150* 


土レ A 


±20 








0.2* 


1.5* 


10 


10mA 




(S) 
1.4 




10 


3A 






2SK287(g) 




髙 周波 電力 増幅 






60* 


±20* 


8A* 


100W 


150 








1 


50 


0.4 


3 


10 


10mA 


(S) 




10 


3A 






2SK288<g) 










80* 


±20* 


8A* 


100W 


150 








1 


60 


0.4 


3 


10 


10mA 


1 (S) 




10 


3A 






2SK289(8) 










80* 


土 20* 


8A* 


100W 


150 








1 


60 


0.2 


3 


10 


10mA 


1 (S) 




10 


3A 






2SK290(8) 










100* 


±20* 


8A* 


100W 


150 








1 


60 


0.2 


3 


10 


10mA 


1 


5) 

1.4 




10 


3A 






2SK291 




高周波 低 雑音 増幅 


J 


-15* 




一 15 


5,50* 


300* 


150* 


-10 


- 7 


6 


50 


5 




—3 


5 


100 


25 


45 




5 


Idss 






2SK292 


日 電 


FM チューナ 




-20* 


20 




10,10* 


200 


125 


一 100 


—0.5 


0.5 


8 


5 




-2.5 


5 


10 


2.3 


3.5 




5 


0.5 






2SK293 




髙 面す 圧髙 速度 
大電流 SW 


MOS 




300* 


土 20* 


7A* 


100W 


150* 


±100 


±20 
±20 




5 


300 


0.4 


3 


10 


50mA 


0.6 


(S) 
1 




10 


3A 






2SK294 


日 立 


髙 周波 電力^ 幅 
高速度 t 力 SW 






80* 


土 20' 


5A* 


30 W 


150* 


±lAiA 




1 


65 


r 


5* 


10 


1mA 


0.5 


(S) 
0.8 




10 


3A 






2SK295 










100* 


±20* 


5A* 


30 W 


150* 


±lfiA 


土 20 




1 


SO 


1- 


5* 


10 


1mA 


0.5 


(S) 
0.8 




10 


3A 






2SK296 










300' 


±20* 


1A* 


30 W* 


150* 


土 1/iA 


土 20 




1 


240 


1* 


4.5 # 


10 


1mA 


0.2 


(S) 
0.4 




10 


500 






2SK297 




















































2SK298 


曰 立 


m Mf^ -J , 4^1 ihH* 

i^i 周波 プ Jj^«Wii 
离 速度^ 力 SW 


MOS 


—一. 


—一 
400* 


—-- 

±20* 


8A» 


100 W 


―.. 

150* 


±lfiA 


一 —一一 
土 20 






320 


1* 




10 


1mA 


1.2 


i) 

1.7 




10 


4A 






2SK299 










450' 


土 20* 


8A # 


loo vr 


150* 


土 1 だ A 


±20 




1 


360 


1* 


5* 


10 


1mA 


1.2 


(S) 
1.7 




10 


4A 






2SK300 





















































一 63 — 



~ 1 
ヌ 

CO 

O 

1 

I 




代 ^ 品 
や 




V. f, 


Ci, ( P F) 


Cr, ( P F) 


NF (f-lkHz, R^IMO) (dB) 


NF (f=100MHz) (dB) 


その他 


typ max 


Vgs(V) 
In(mA)' 


Vns 
(V) 


typ max 


Vgd(V) 
Vr.s(V)* 


Vds 

(V) 


typ max 


Vns 
(V) 


Id 

(mA) 


typ max 


Vns 
(V) 


Id 

(mA) 






― 一 ― -. 


最大 ％ 报 周波数 90GH Z typ 


















！ 

to へ i 


3 


10 


(MGF-1403) 


. . に —一 _.. 


122 


2SK276 


950 


1,500 


一 5 


10 


10 




~5* 


10 


Vns(ON) = 6Vma3(, Rds(on> = 1.5Q max ( Vgs-15V, I»=4A) 


. 一 ―— 一 - ― 一- 一 


108 


2SK277 




1,500 


-5 


10 


10 




—5* 


10 








108 


2SK278 


免 振 周波数 45GHz typ 










嵌 線 電力 利得 9dB typ (f-8GHz) 


(MGF-1801) 




122 


2SK279 


























(f==15GHz) 
2.3 1 


3 


10 


MAG=8dBtyp (f=15GHz) 




123 


2SK280 


























(f-8 
1.8 


GHz) 


3 


10 


MAG = 10dBtyp (f=8GHz) 




123 


2SK281 


































_ , , , ，― —― -… 一- .... . —— -- 






2SK282 


12 




0 


30 


2.5 




0* 


30 






















126 


2SK283 






































2SK284 








































2SK285 


500 




一 5 


10 










V D s(ON)-4Vmax (I D = 5A, Vcs = 15V) 


2SJ96 と コンブ リメ ン タリ 




117A 


2SK286 


500 




- 5 


10 










ton= 25ns typ, t 0 ff= 350ns typ (Id=2A, Vcs-15V) 






117A 


2SK287(g> 


500 




- 5 


10 
















117A 


2SK288® 


500 




一 5 


10 
















28A 


2SK289(8) 


500 




一 5 


10 
















28A 


2SK290® 


8.5 




0 


5 










e„ = 1.2nV//Hztyp (Vds = 5V, Id = 5mA, R g =0, f=100kHz) 






37B 


2SK291 


5 


6.5 


0 


5 


0.07 


0.25 


0* 


5 










3 


6 


5 


Idss 


PG=21dB typ (f=100MHz) 




104 A 


2SK292 


950 


1,500 


一 5 


10 


10 




-5* 


10 


VDS(ON)=5.2Vmax, Rds<on) = 1.3Q max (Vcs = 15V, Id=4A) 




108 


2SK293 


450 




0 


10 


140 




0* 


10 


Vds 義 =1.7Vmax (Id=3A, Vcs = 15V) 






116B 


2SK294 


450 




0 


10 


140 




0* 


10 








116B 


2SK295 


140 




0 


10 


23 




0* 


10 


V D s(ON)=4Vmax (Id=1A, V G s = 15V) 






116B 


2SK296 








































2SK297 


800 




0 


10 


20 




0* 


10 


V D S(ON)=7Vmax (I D =4A, Vcs = 15V) 


2SJ116 とコン プリ メン タリ 




28B 


2SK298 


800 




0 


10 


20 




0* 


10 








28B 


2SK299 








































2SK300 



— 64 — 



m ダ， 


i-l- 夕' 

TX ね 


田 


樓； 告 


最大 定格 （Ta = 25'C) 


電 気 的 特 性 （Ta=25'C) 


Vgds 

VcDO* 

Vcnx** 
(V) 


Vdsx 
Vdss* 

(V) 


Vgso 
Vgs*»* 
Vgsx" 
(V) 


Ic 
Id* 

(mA) 


1 ^ 


Ti 

Tch* 

(•c) 


less 
(nA) 
(pA 广 


max 


loss (m/\) 


VGS(off), 


Vth*(V) 




gm (mS) fl* 




gos (mS 


) 

(n) 

max 


Vgs 
(V) 


min 


max 


Vds 


min 


max 


Vns 

(\r) 
v v ノ 


Id 

に A) 


min 


typ max 


Vds 
(V) 


Id 

(mA) 
\ "m ノ 


typ 


2SK301 


松 "F 


f 氏 固 波增 頓 SW 


J 


-55* 


55 


一 55 


10,30* 


250 


125 


—10 


一 30 


0.5 


20 


10 




— 5 


10 


10 


2.5 


7.5 




10 


loss 






2SK302 


東 芝 


VHF, RF 


MOS 




20 


土 5 


30* 


150 


125 


土 50 


土 5 


1.5 


14 


10 




-2.5 


10 


100 




10 




10 








2S K303 


三 洋 


低周波 t 为增幅 


J 


—30 


30* 




10,20* 


150 


125 


—1 


一 20 


0.6 


12 


10 




— 4 


10 


1 


2.5 


6 




10 








2SK304 








一 30 


30* 




10,20* 


150 


125 


_! 


一 20 


0.6 


12 


10 




—4 


10 


1 


2.5 


6 




10 








2SK305 




















































2SK306 




















































2SK307 




















































2SK308 


日 立 


髙阇波 電力 增幅 

，»J /MJ t/A. /J tl rltj 


MOS 




120* 


±20* 


10A* 


100 W* 


150* 


土 1/iA 


±20 






100 


い 


4.5* 


10 


1mA 


1.5 


5) 

2 




10 


5A 






2SK309 




















































2SK310 


日 立 


高周波 電力 増幅 
髙 速度 電力 SW 


MOS 




400* 


±20' 


3A* 


40W* 


150* 


±1//A 


±20 






320 




5* 


10 


1mA 


0.6 


(S) 
1 




10 


2A 






2SK311 




— „ „ —— 






450* 


±20* 


3A* 


40W* 


150* 


土 1M 


±20 






360 


1* 


5* 


10 


1mA 


0.6 


(S) 
1 




10 


2A 






2SK312 










400* 


±20* 


12A* 


125W* 


150* 


土レ A 


土 20 






320 




5* 


10 


1mA 


1.5 


(S) 
2.5 




10 


6A 






2SK313 










450* 


土 20* 


12A* 


125W* 


150* 


±l/i A 


土 20 






360 


1 * 


5* 


10 


1mA 


1.5 


(S) 
2.5 




10 


6A 






2SK314 


曰 ま 


低 固 波 f 謹 音 


J 


-40* 


40 


一 40 


10,50* 


250 


150 


一 100* 


—20 


5 




10 


一 0.5 


一 3 


10 


10 


8 


12 




10 


5 






2SK315 


三 洋 


チューナ 




-20* 






10,25* 


200 


125 


一 10 


-0.5 


2.5 




5 




—3.5 


5 


10 


6 


12 




5 


Idss 






2SK316 


松 下 


ビデ 才力 メ ラ 




-10* 




一 10 


5,50* 


200 


100* 


一 2 


一 7 


5 


24 


5 




一 3 


5 


100 


15 






5 






2SK317 


日 立 


HF, VHF 

電力 增幅 


MOS 




180* 


±20* 


8A* 


120W* 


150* 








\ 


140 


0.5' 


3* 


10 


1mA 


0.9 


(S) 
1.25 




20 


3A 






2SK318 










180* 


±20* 


4A* 


70 W* 


150* 






― 


— —「一 


140 


0.5* 


3* 


10 


1mA 


0.4 


(S) 
0.6 




20 


1.5A 






2SK319 




髙 周波 慰 力 増幅 
髙 速度 電力 SW 






400* 


±20* 


5A* 


50 W 


150* 


±1〃A 


±20 




320 


1* 


5* 


10 


.1mA 


! 


(S) 
1.5 




10 


3A 






2SK320 










450* 


土 20* 


5A* 


50W* 


150* 


±lfxA 


±20 


― 


—丁— 


360 


1* 


5* 


10 


1mA 


! 


(S) 

1.5 


—一 ― 


10 


3A 


― ― 




2SK321 




広 带城低 雉 音^ 幅 
ビデオ カメ ラ 


J 


-15* 




一 15 


5,50* 


200 


100* 


—2 


一 7 


5 




5 




一 3 


5 


100 


15 


30 




5 


Idss 






2SK322 


日 立 


HF 広 带域坨 幅 








—15 


5,50* 


150* 


150* 


-10 


—7 


6 




5 




一 3 


5 


100 


25 


45 




5 








2SK323 




低周波 塯幅 








-40* 


10,30* 


150' 


150* 


—10 


—30 


1,6 




10 


-0.13 


-1.5 


10 


10 


8 


12 




10 


3 






2SK324 


柬 芝 


离 速高電 as W 


MOS 




400 


±20' 


10A* 


120W 


15(T 


±100 


±20 






400 


1.5 


3.5 


10 


1mA 


3 


(S) 
5 




10 


5A 






2SK325 










450 


±20* 


10A* 


120W 


150* 


土 100 


土 20 






450 


1.5 


3.5 


10 


1mA 


3 


CS) 
5 




10 


5A 





一 65 — 



一— It 的 待 件. （Ta = 25'C) 

, • ― ― - -,. . ,.-^：,^:-^：.,. 一一」 一二-,— " u ュ— ^ -—. — - ム d …-: H - - . - - -=--- = V,— T- - --^ 一.. — — —- —二-二-レー… — ―- 


その他 


ni ^ j 


H 


や 


G， (pF) 




C" (pF) 




NF (f-lkHz, R R -1M0) (dB) 


NF (f-lOOMHz) (dB) 


typ max 


Vns(V) 
I n ( m A)* 


Vds 
(V) 


typ max 


Vgd(V) 
Vgs(V)* 


(V) 


typ max 


Vds 
(V) 


Id 

(mA) 


typ max 


Vds 

(V) 


Id 

(mA) 


6.5 


― 


0 


10 


1.9 


— — — 


0 拳 


10 


(f- 
0.5 


120Hz, 


o ！ 


kQ) 
Inss 














80A 


2SK301 


3 


― — 


0 


10 


0.035 


0.05 


0* 


10 










1.7 


3 


10 


loss 


PG-28dBtyp (f=100MHz) 




105B 


2SK302 


5 


-— — '― 


0 


10 


1.5 


— ― 


0* 


10 






















126A 


2SK303 


5 


— —一 


0 


10 


1.5 




0* 


10 






















58A 


2SK304 








一— 一 ——■ 


-— 一— —一- ,. 




























2SK305 








































2SK306 










— , —一 


— 一. " 


























2SK307 


1,130 




0 


10 

—― 


80 

—一 




0* 


10 


VDS(ON) = 1.5Vmax (Io = 5A, Vcs-15V) 






28B 


2SK308 




































2SK309 


440 




0 


10 


13 




0* 


10 


V D S(ON) = 8Vmax (Id = 2A, Vcs = 15V) 


2SJ117 とコン プリ メン タリ 




116B 


2SK310 


440 




0 


10 


13 




0* 


10 








U6B 


2SK311 


1,500 




0 


10 


35 




0* 


10 


V D S(ON)=5.4Vmax (Id-6A， Vgs = 15V) 






28B 


2SK312 


1,500 




0 


10 


35 




0* 


10 








28B 


2SK313 


9 




0 


10 


2.6 




0* 


10 


0.6 


1.5 


lkQ) 
10 


5 


NF = 10dB max (Vos = 10V, I D = 5mA, R g = lkQ, f=10Hz) 




73 


2SK314 


8 




0 


5 


0.08 


0.3 


0* 


5 










2.2 


4 


5 


Idss 


PG = 23dB typ (f=100MHz) 




58B 


2SK315 




5 


5* 


5 






























103A 


2SK316 


600 




5 


0 


0.5 




—50 




Vds 麵 =6Vmax (Id=4A, V G s = 10V) 


Po = 120W min (f=100MHz) 




129 


2SK317 


300 




5 


0 


0.3 




一 50 




V D S(ON)=6Vmax (Id=2A， Vgs^IOV) 


Po=90W typ (f=100MHz) 




129 


2SK318 


800 




0 


10 


20 




0* 


10 


V D s(ON) = 5.5Vmax (Id = 3A， Vcs = 15V) 






116B 


2SK319 


800 




0 


10 


20 




0* 


10 








116B 


2SK320 


8 




0 


5 






























103A 


2SK321 






































87A 


2SK322 






































87A 


2SK323 


1,500 


2,000 


0 


10 


150 


300 


0* 


10 


V D S(ON)=7Vmax (Id = 10A, Vcs = 10V) 






134 


2SK324 


1,600 


2,000 


0 


10 


140 


300 


0* 


10 


V D S(ON)=8Vmax (Id = 10A, Vgs = 10V) 






134 


2SK325 



— 66 — 



型 名 


社 名 


用 途 


構造 


最大 定格 （Ta=25'C) 


電 気 的 待 性 （Ta-25'C) 


VicDS 

Vgdo* 
Vgdx" 
(V) 


Vdsx 
Vdss* 

(V) 


Vgss* 
Vcsx** 

(V) 


Ig 
Id* 

(mA) 


Pd 

Pch* 

(mW) 


Tj 

Tch* 
CO 


less 
(nA) 
(pA)* 


max 


Idss (mA) 


VcS(o(0, 


Vth*(V) 




bo 




gos (mS 


) 

(CI) 
max 


V 广 e 

VGS 

(V) 


min 


max 


Vds 
(V) 


min 


max 


Vds 
(V) 


II) 
"A) 


min 


typ max 


VDS 

(V) 


Id 
(mA) 


typ 


2SK326 




















































2SK327 




















































2SK328 




















































2SK329 




















































2SK330 


東 芝 


低周波, 定戴流 回 
路， アナログ SW 




一 50 






10 


200 


125 


-1 


一 30 


1.2 


14 


10 


一 0.7 


一 6 


10 


0.1 


1.5 


4 




10 


Idss 






2SK331 


三 洋 


コンデンサ 'マイク 




-20* 






10 


100 


125 






0.06 


1.5 


10 
























2SK332 




差 動增幅 




一 40 


40 拳 




10,20* 


|1 


125 


一 1 


一 20 


1.2 


12 


10 


(typ) 
-0.5 




10 


10 




17 




10 


Idss 






2SK333 








—80 


80* 




10,20* 


200 
unit 


125 


—1 


一 30 


1.2 


12 


30 




—3 


30 


10 


5 


15 




30 


" 






2SK334 




コンデンサ * マイク 




-20* 






10 


100 


125 






0.06 


1.5 


10 
























2SK335 




















































2SK336 


三 洋 


アナログ SW 


MOS 




50* 


±12 


400* 


600 


125 


10 


10 




1M 


20 


0.3 


2.5 


10 


100 


20 


35 




10 


50 






2SK337 


曰 踅 


髙射圧 SW 






500* 


±20' 


±100* 


10W 


150* 


土 100 


±20 




10 バ A 


500 


1 


5 


10 


1mA 


10 


30 




10 


20 






2SK338 




















































2SK339 




















































2SK340 




















































2SK341 




















































2SK342 




















































2SK343 


日 立 


低 高周波 電力 增幅 

髙 ii 度 電力 sw 


MOS 




140* 


±20* 


8A* 


100W 


150* 


±lfiA 


±20 




1 


120 


2* 


5* 


10 


1mA 


1 


(S) 
2 




10 


4A 






2SK344 










160 # 


土 20* 


8A* 


100 W* 


150* 


±1mA 


土 20 




1 


140 


2 奉 


5* 


10 


1mA 


1 


(S) 
2 




10 


4A 






2SK345 










40* 


土 20' 


5A* 


30 W 


150' 


土 1〃A 


±20 




1 


30 


2* 


5* 


10 


1mA 


0.5 


(S) 
0.9 




10 


3A 






2SK346 










60* 


土 20 # 


5A* 


30 W 


150' 




土 20 




1 


50 


2» 


5* 


10 


1mA 


0.5 


(S) 
0.9 




10 


3A 




-— ，- 


2SK347 




高周波 電力 增幅 

高速度 電力 SW 






400* 


±20* 


1A* 


10W* 


150' 


±lfiA 


±20 




1 


320 




5* 


10 


1mA 


0.1 


(S) 
0.3 




10 


0.5A 






2SK348 












































2SK349 


日 立 


面 函 I 

高速度 篦カ SW 


MOS 




400' 


±20' 


10A' 


100W 


150' 


±l/i A 


±20 




1 


320 


1* 


5* 


10 


1mA 


1.3 


(S) 
2.5 




10 


5A 






2SK350 








450' 


土 20* 


10A* 


100 W 


150' 


土 1〃A 


±20 




1 


360 






10 


1mA 


1.3 


(S) 
2.5 




10 


5A 



一 67 — 



^ 電 'A 的 特 11： (Ta-25-C) 


その他 


代 ff 品 
や ^ 




n i\ お 


Ci. (pF) 








NF (f=lkHz, R« = lMn) (dB) 


NF (f=100MHz) (dB) 


typ max 


Vcs(V) 


Vds 
\ v ノ 


typ max 


Vgd(V) 
Vgs(V)* 


Vns 
(V) 


typ max 


Vds 
(V) 


Id 

(mA) 


typ max 


V.) S 
(V) 


Id 

(mA) 








































2SK326 






































2SK327 








































2SK328 








































2SK329 


9 




0 


10 


2.5 




一 10 


Id=0 






RDS(ON)=320Qtyp (V D s = 10mV, Vgs=0, Ioss==5mA) 2SJ105 と コンブ リメ ン タリ 




70A 


2SK330 




= 20MQ nr 


in (f=l 


kHz) 










Vno- — llOdBmax (Vin=0) 






127 


2SK331 


13 




0 


10 


3 




0* 


10 


(R g ==lkQ) 
0.6 | 1.5 | 10 


Idss 


JVcs-30mVmax (Vds = 10V, Id ==lmA) 




107 


2SK332 


11 




0 


30 


2 




0* 


30 


(R g = 10kQ) 
1 I 1 30 


3 


JV G s = 30mVmax ( Vds = 30V, Id- 1mA) 




107 


2SK333 


Z 5n = 


= 20MQ ir 


tin (f=l 


kHz) 










VNo=~110dB max (V IN =0) 






106 


2SK334 








































2SK335 


17 




0 


10 


2.2 




0* 


10 


















Rds<on) = 12Q typ (Vds = 10V, Id = 10mA) 




57A 


2SK336 


20 


100 


0 


10 






0 拳 


10 


Rds(On> = 100Q max (Vcs = 10V, Id = 20mA) 






135 


2SK337 








































2SK338 








































2SK339 








































2SK340 








































2SK341 








































2SK342 


800 




0 


10 


60 




0* 


10 


V DS (ON)=2Vmax (Id=4A, Vcs = 15V) 


2SJ99 と コンブ リメ ン タリ 




117B 


2SK343 


800 




0 


10 


60 




0* 


10 




2SJ100 と コンブ リメ ン タリ 




117B 


2SK344 


350 




0 


10 


80 




0* 


10 


V D s(ON)=1.2Vmax (Id =3 A, V GS = 15V) 


2SJ101 と コンブ リメ ン タリ 




116B 


2SK345 


350 




0 


10 


80 




0* 


10 




2SJ102 と コンブ リメ ン タリ 




116B 


2SK346 


125 




0 


10 


6 




0* 


10 


V D s(ON)=6Vmax (Id=0.5A, Vcs = 15V) 






150 


2SK347 








































2SK348 


1,500 




0 


10 


35 




0* 


10 


V D s(ON)=4.5Vmax (Id =5 A, Vgs = 15V) 






149 


2SK349 


1,500 




0 


10 


35 




0* 


10 








149 


2SK350 



—68 — 



最大 定格 （Ta-25'C) 



電 



気 的 特 性 （Ta = 25'C) 



や 名 


杜 名 


用 途 


構造 


ゾ CDS 

Vgdo* 


Vdsx 
Vdss* 

(V) 


Vgss* 


Ig 
Id* 

(mA) 


Pd 

Pch* 

(mW) 


Tj 

Tch* 
CO 


loss 
(nA) 
(pA" 


max 


loss (mA) 


VGS(off), 


V th *(V) 




gm (m 


S) //* 






； os (mS) 
typ max 










V 广 『♦♦ 
VGDX 

(V) 


(V) 


VGS 

(V) 


min 


max 


Vds 
(V) 


min 


max 


Vds 
(V) 


Id 

"A) 


min 


typ 


max 


VDS 

(V) 


Ti、 
11) 

(mA) 


2SK351 


日 立 


高周波 電力 増幅 
高速度 電力 SW 


MOS 




800* 


土 20* 


5A* 


125W* 


150* 


±lfiA 


土 20 




1 


640 






10 


1mA 


1 


2 




10 


3A 






2SK352 






" 




250* 


±9* 


300* 


8W* 


150* 


土 1 バ A 


土 9 




1 


200 


1 


5 


10 


1mA 


50 


80 




20 


150 






2SK353 


曰 電 


C〜Ku ノくン ド 
低 雑音 増幅 


GaAs 




5 


—6 


120* 


270 


125* 


一 IQ/iA 


— 5 


20 


120 


3 


—0.5 


一 6 


3 


100 


20 


40 


100 


3 


10 






2SK354 




VHF〜C ノヽ 'ン ド 
低 雑音 増幅 






5 


—6 


150* 


300 


125* 


-10// A 


一 5 


30 


150 


3 


一 0.8 


-6 


3 


100 


20 


40 


100 


3 


10 






2SK355 


東 芝 


高速 高電圧 SW 


MOS 




150 


±20* 


12A* 


120W 


150* 


±100 


土 20 




1 


150 


1.5 


3.5 


10 


1mA 


3 


6 




10 


10A 






2SK356 










250 


士 20' 


12A* 


120W 


150* 


土 100 


土 20 




1 


250 


1.5 


3.5 


10 


1mA 


3 


6 




10 


10A 






2SK357 










150 


±20* 


5A* 


40W 


150* 


土 100 


±20 




1 


150 


1.5 


3.5 


10 


1mA 


0.8 


/ON 

1.8 




10 


3A 






2SK358 










250 


±20* 


5A* 


40W 


150* 


土 100 


土 20 




1 


250 


1.5 


3.5 


10 


1mA 


1 


2.3 




10 


3A 






2SK359 


日 立 


VHF, RF 






20 


±5 


±1，3(T 


400* 


150* 


土 20 


土 5 


4 


12 


10 


0 


一 2 


10 


10 


8 


14 




10 


Idss 






2SK360 










20 


土 5 


±1,30* 


150* 


150* 


土 20 


±5 


4 


12 


10 


0 


—2 


10 


10 


8 


14 


... … 一 


10 


丄 DSS 






2SK361 




















































2SK362 


柬 芝 


周波， 
アナログ SW 


J 


—50 






10 


300 


125 


—1 


—30 


1.2 


14 


10 


一 0.25 


一 1.5 


10 


0.1 


(Idss= 
5 


= 5mA) 
19 




10 


Idss 






2SK363 






〃 


—40 






10 


400 


125 


一 1 


—30 


5 


30 


10 


-0.3 


一 1.2 


10 


0.1 


(Idss = 
25 






10 








2SK364 




" 




—40 






10 


400 


125 


—1 


一 30 


2.6 


20 


10 


一 0.2 


-1.5 


10 


0.1 


£〜 

ii —— 




10 








2SK365 








-50 






10 


200 


125 


一 1 


一 30 


1.2 


14 


10 


— 0.25 


一 1.5 


10 


0.1 


(loss- 
5 


:5mA) 
19 




10 








2SK366 






" 


一 40 






10 


200 


125 


一 1 


—30 


2.6 


20 


10 


一 0.2 


一 1.5 


10 


0.1 


(Idss = 
12 


= 5mA) 
28 




10 








2SK367 


" 


低 周/皮 咼 tuBE 增 
定 € 流 回路 




一 100 






10 


200 


125 


一 1 


-80 


0.6 


6.5 


10 


一 0.4 


-3.5 


10 


0.1 


1.5 


4.6 




10 








2SK368 


" 






— 100 






10 


150 


125 


-1 


一 80 


0.6 


6.5 


10 


一 0.4 


-3.5 


10 


0.1 


1.5 


4.6 




10 








2SK369 




低周波， 低 雑音 


" 


-40 






10 


400 


125 


-1 


一 30 


5 


30 


10 


-0.3 


-1.2 


10 


0.1 


cn v) 


:5mA) 
40 




10 


一一, : 






2SK370 


" 




" 


—40 






10 


200 


125 


一 1 


-30 


2.6 


20 


10 


一 0.2 


-1.5 


10 


0.1 


(Il)SS = 

—丄」 


3mA) 
22 




10 








2SK371 








-40 






10 


200 


125 


一 1 


—30 


5 


30 


10 


— 0.3 


-1.5 


10 


0.1 


a cm 


5mA) 
40 




10 








2SK372 




tit npi j a. 

低 周 波， 
アナログ SW 


" 


—40 






10 


200 


125 


—1 


—30 


5 


30 


10 


一 0.3 


-1.2 


10 


0.1 


(Il)SS = 

25 






10 


—一 '- -. 






2SK373 




靈^ i 醒—— 




一 100 






10 


400 


125 


一 1 


—80 


0.6 


6.5 


10 


— 0.4 


一 3. 5 


10 


0.1 


1.5 


4.6 




10 








2SK374 


松 下 


低周波 増幅, SW 




-55* 


55 


—55 


10,30* 


200 


125 


—10 


—30 




20 


10 




—5 


10 


10 


2.5 


7.5 




10 


5 






2SK375 


日 立 


^周波 t 力 増幅 
高速度 € 力 sw 


MOS 




300' 


土 20* 


1A* 


10W* 


150* 


土 1〃A 


土 20 




1 


240 


1* 


5* 


10 


1mA 


200 


400 




10 


500 







—69 — 



1 

i ズ. 

！ to 




代 W 
や 名 


外 




C,， (pF) 




Cr, (pF) 




NF (f-lkHz, Rg^lMH) (dB) 


NF (f-100 
typ max 


MHz) (t 


IB) 


その他 




や f. 


typ max 


Vcs(V) 
Io(mA)* 


Vds 
(V) 


typ max 




Vi,s 


typ max 


Vds 
(V) 


Id 
(mA) 


Vds 

(V に 


In 

(mA) 


. — ― — 
1,900 




0 


10 


40 




0* 


10 


Vi) S (ON) = 9Vmax (In-=3A, Vr,s = 15V) 






28B 


2SK351 


. ^ ―^— - 

20 




0 


10 


2.5 




0* 


10 


V 隱 N> = 5Vmax (In = 100mA, Vr,s=9V) 


,ーー ユー ユ^-^ ^ ふ 一一 一 ^ --ー 一-一- 一^- -. - ： ― — ~ -- 、-- ™— — - — ： * 




136 


2SK352 




姣大 


がお^ 波 


数 90GH 


ztyp 
















(f-15GHz) 
2.3 | J 3 


10 


MAG = 8dBtyp (f=15GHz) 




123 


2SK353 


姣大 ％扳 周波数 60GH z typ 














(f-8GHz) 

2 」 丄―丄 


10 


MAG = 10dBtyp (f=8GHz) 

--— -一一お- —- ^ ^-. -. . ― — ： — --- 一 . 〜一 -ー ― ^ ~ — - 〜- -―— '― — ― - 




137 


2SK354 


1 Ann 


2,200 


o 


10 


350 


600 


0 * 


10 


VDS(ON) = 1.8Vmax (In = 40 A, Vcs = 10V) 






134 


2SK355 


1 C(\f\ 


2 000 


o 


10 


220 


320 


0 * 


10 


V D s(ON) = 2.5Vmax (Id = 30A, Vgs-10V) 






134 


2SK356 


350 


o 


10 


50 


100 


0 * 


10 


Vus(ON) = 9.5Vmax (Id=8A, Vcs = 10V) 






138 


2SK357 


60\J 


500 


o 


10 


60 


120 


0* 


10 


Vds 麵 = 12Vmax (b=8A， Vcs^lOV) 






138 


2SK358 


o S 




o 


10 


0.03 




0* 


10 










2 




10 


Idss 


PG = 30dB typ (f-100MHz) 




37A 


2SK359 


0 c 




o 


10 


0.03 




0 * 


10 










2 




10 


Idss 


PG = 30dB typ (f=100MHz) 




87D 


2SK360 








































2SK361 


10 




o 


10 


3 




-10 


Id=0 


















D _ Qnn f „„ /V D s = 10mV, Vgs = 0\ 
Rds(ON)-80Q typ (j DSS==5mA j 




82C 


2SK362 


/ 0 




o 


10 


15 




—10 


Id = 0 


















D _ onn ¥xin /Vds = 10m V, Vgs = 0\ 
Rds(ON)=20Q typ ( lDSS = 15mA ) 




82C 


2SK363 


on 




o 


10 


6 




—10 


Id=0 


Rds<on)=50Q typ (Vos = 10mV, Vcs~0, lDSS = 5mA) 


2SJ104 と コンブ リメ ン タリ 




82C 


2SK364 


1 1 

10 




o 


10 


3 




-10 


Id = 0 


















Rds(on> = 80Q typ ^ DSS==5mA ) 




70B 


2SK365 


30 




0 


10 


6 




—10 


Id=0 


Rds<on)=50Q typ ( Vds - lOmV, Vcs = 0 t lDSS = 5mA) 


2SJ107 と コン プリ メン タリ 




70B 


2SK366 


13 




0 


10 


3 




Id-0 


10 


(f=100Hz, R g = 100kQ) 
0.5 | | 10 | Idss 














70A 


2SK367 


13 




0 


10 


3 




Id=0 


10 


(f=100Hz, R g = 100kQ) 
0.5 | 1 10 1 Idss 














105A 


2SK368 


75 




0 


10 


15 




一 10 


Id = 0 


—！! 

o 
cn 一 














82C 


2SK369 


30 




0 


10 


6 




—10 


Id=0 


〜 

ore 

sit 

— JO 










2SJ108 とコ ンブリ メン タリ 




70B 


2SK370 


75 




0 


10 


15 




一 10 


Id=0 


(f- 

5 


100Hz, 
10 


R g = 100 
10 


Q) 

5 














70B 


2SK371 


75 




0 


10 


15 




—10 


Id=0 


















D 。 Arw /V DS = 10mV t Vgs=0、 
Rds(ON)=20Q typ [i DSS ^ 15mA ) 




70B 


2SK372 


13 




0 


10 


3 




Id=0 


10 


(f-lOOHz, Rg = 100kQ) 
0.5 | | 10 | Idss 














82B 


2SK373 


6.5 




0 


10 


1.9 




0* 


10 


(f=100Hz, R g = 100kQ) 
0.5 1 | 10 | Idss 














103A 


2SK374 


140 




0 


10 


23 




0* 


10 


Vos(ON)=4Vmax (Id = 1A, Vgs = 15V) 






150 


2SK375 



一 70 — 



—や 名 


社 名 


用 途 


構造 


最大 定格 （Ta=25'C) 


電気 的 特性 （Ta-25'C) 


Vgds 

VGDO 

V GDX " 


Vdsx 
Vdss* 

/\t\ 


Vgso 
Vcss 
Vgsx" 
(V) 


Ic 
Id* 

(mA) 


Pd 

Pch* 

(mW; 


Ti 

Tch* 

( c; 


less 
(nA) 
( P A)* 


max 


Idss 、mA) 


VcS(off)» 


Vth*(V) 




gm (mS) fJL 




g«> (mS 


) 

(n) 

max 


Vgs 
(V; 


mm 


max 


Vds 
(V) 






Vds 
(V) 


Id 

(M) 


min 


typ max 


Vds 
(V) 


Id 
(mA) 


tvn 


2biv37o 


二 洋 


—、一 JSrf* 、 „ — H ノ 

コノ T ノサ • マイク 


J 


— 20* 






10 


100 


125 






a 

U. UD 


u.O 


c 
0 
























2oiv377 








— 20' 






10 


100 


125 






A HA 


A Q 

v.O 


c 

D 
























2brk37o 




UHF 

広 带域低 雑音 


OaAs 




5 




1,130* 


350 


125 


-80^ 




ic 
13 




O 
O 






Q 
O 


DUU 


40 


75 




3 


OA 

ou 










SW 電源 
DC-DC3 ン バー タ 


MUb 




400* 


±20* 


8A* 


100W 


150* 










iAA 

4UU 




C * 

O 


VGS 


1mA 


2.5 


(S) 
4 




25 


C A 
OA 






2bK3oO 










450* 


±20' 


8A* 


100W 


150* 










AAA 




c * 


VGS 


lITl/V 


2.5 


(S) 




25 


C A 

OA 






ZbK38I 


~ ■ 紫 

二 安 


低周波 電圧 増幅 
アナログ SW 




-50* 






10 


300 


125* 


—1 


一 30 


A O 

U. O 


1 ク 


1 A 

1U 


一 A Q 


0 


1 A 

丄 u 


in 
丄 U 




3 




10 


Idss 






2bK3e2 


p 52. 


髙 周波 電力 増幅 

高速度 電力 SW 


MOS 




500* 


±20* 


2A* 


30 W* 


150* 


土 1;M 


±20 






Af\(\ 




c * 

0 




1 m A 
llTl/\ 


400 


700 




10 


1 A 
In 
















100* 


±20' 


10A* 


50 W* 


150* 


±1//A 


土 20 






QA 


o 拿 


c * 

O 


1 A 
1U 




1.5 


(S) 
2.8 




10 


CA 






OC VOOi 










500* 


土 20* 


300* 


10W* 


150* 


±l M A 


土 20 






iAA 
W\J 


1 * 
1 


c 傘 

D 


1 A 


1mA 

lni/i 


60 


100 




10 








OC VOQC 


ま— お 
果 之 


尚 速^ j 粗, 土 b W 






400 


±20* 


10A* 


120W 


150* 


土 100 


土 20 








1 5 


o c 
O ， 0 


1 A 
11/ 


1 m A 


3 


(S) 
5 




10 


CA 
on 






ocvooc 










450 


±20* 


10A* 


120W 


150* 


±100 


土 20 








丄 《 O 




1 A 

1U 


丄 m/\ 


3 


(S) 
5 




10 


c A 
On 
















150 


土 20 拳 


12A* 


150W 


150* 


土 100 


±20 






i cn 


1 (； 
1 . 0 




1 A 
IU 


im/v 


3 


(S) 
6 




10 


1 A A 
1UA 






OC VOQQ 










250 


±20' 


12A* 


150W 


150* 


±100 


±20 






OCA 


丄 ， 9 


o c 


1 A 


に A 


3 


(S) 
6 




10 












低周波 低 雑音 
差 動增幅 


J 


一 50 






10 


200 


125 




一 30 


O £ 
L , O 


OA 


1 A 

1U 


― A 1 c 


― ゥ 


IU 


A 1 


(Idss = 
8 


:3mA) 

L_20 




10 


1DSS 






OC l/'OQA 

2bK390 




















































ZbK391 












































































































































- ~~ 一 


― "一 












—- 
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立 


髙 周波 電力 增幅 

高速度 € 力 SW 






100' 
100* 


±20' 


10A* 


100W 


150* 


±1〃A 


土 20 




1 


80 


2* 


5 奉 


10 


1mA 


1.5 


(S) 
2 




10 


5A 






2SK399 










±20* 


10A* 


100W* 


150* 


±l/i A 


±20 






80 


2* 


5 拳 


10 


1mA 


1.5 


(S) 
2 




10 


5A 






2SK400 










200* 


±20* 


8A» 


100 w 


150* 


±1^A 


士 20 






160 


2* 


5* 


10 


1mA 


1 


(S) 
1.8 




10 


4A 







一 71 



― 電 % 的 特 性 （Ta = 25'C) 


その他 


代 W 品 

m 名 


外 

B 


や 


Ci. (pF) 




Cm (pF) 




NF (f=lkHz, R^IMO) (dB) 


NF (f-lOOMHz) (dB) 


typ 


max 


Vcs(V) 
IodnA)* 


Vds 
(V) 


typ max 


メへ 


Vds 

(\T) 
k V ノ 


typ max 


Vds 

(V) 


Id 
(mA) 


typ max 


Vds 
(V) 


Id 

(mA) 


Zin = 18N 


1Q min ( 


f^lkHz) 








VNo=-U0dBmax (Vin=^0) 










156 


2SK376 




















127 


2SK377 


























i 

oo 
coo 

一, 

CO 


30 


PG = 10dBtyp (f = 800MHz) 




91A 


2SK378 


goo 




o 


20 


30 




0* 


20 


Rds(ON) = 1.5Q max (Vgs-10V, Id = 5A) 






140 


2SK379 


300 


― 


0 


20 


30 




0* 


20 


Rds<on>=2Q max (Vgs = 10V, Id = 5A) 






140 


2SK380 


g 




o 


10 


1.5 




o • 


10 


RDS(ON)-250Qtyp ( Vgs =0, I D ss=5mA ) 


2SJ40 とコン プリ メン タリ 




151 


2SK381 


440 




o 


10 


13 




0* 


10 


V D s(ON) = 4Vmax (Id = 1A, Vcs = 15V) 






116B 


2SK382 


1,100 




o 


10 


80 




0* 


10 


Vos(ON)=0.9Vmax (Id=5A, Vgs = 15V) 






116B 


2SK383 


70 




0 


10 


5 




0* 


10 


V D S(ON) = 10Vmax (I D =200mA, Vcs = 15V) 






150 


2SK384 


1,500 


2,000 


o 


10 


140 


300 


0* 


10 


V D s(ON)=7Vmax (Id = 10A, Vcs = 10V) 






141 


2SK385 


1,500 


2,000 


o 


10 


140 


300 


0* 


10 


V D s<ON)=8Vmax (Id =10 A, Vcs=10V) 






141 


2SK386 


1,600 


2,200 


o 


10 


350 


600 


0* 


10 


V D s(ON)=1.8Vmax (Id = 10A, Vcs = 10V) 






141 


2SK387 


1,600 


2,000 


o 


10 


220 


320 


0* 


10 


V D s(ON)=2.5Vmax (Id = 10A, Vgs = 10V) 






141 


2SK388 


25 




o 


10 


5.5 




一 10 


Id=0 


( 

0.5 


R g = lkQ 
2 


) 

10 




IVcsl =20mVmax 




2SJ109 と コンブ リメ ン タリ 




148 


2SK389 








































2SK390 









































2SK391 








































2SK392 








































2SK393 








































2SK394 








































2SK395 








































2SK396 








































2SK397 


800 




0 


10 


70 




0* 


10 


V D S(ON)=1.25Vmax (Id=5A， Vcs = 15V) 


2SJ112 とコン プリ メン タリ 




28B 


2SK398 


800 




0 


10 


70 




0* 


10 




2SJ113 と コンブ リメ ン タリ 




149 


2SK399 


750 




0 


10 


60 




0* 


10 


V D S(ON)=2.8Vmax (Id=4A, Vgs = 15V) 


2SJ114 とコン プリ メン タリ 




149 


2SK400 



— 72 — 



m 名 


社 名 


用 途 


構造 


最大 定格 （Ta-25'C) 


電 気 的 特 性 （Ta = 25'C) 


巧 §*§ 


Vdsx 
(V) 


Vgso 
Vgss* 
Vgsx** 

(V) 


Ig 
Id* 

(mA) 


Pd 

Pch* 

(mW) 


Ti 

Tch* 

CO 


less 
(nA) 
(pA)* 


max 


loss (mA) 


VcS(off), 


Vth*(V) 


の 




go, (mS) 

― , r. * (n) 


Vcs 
(V) 


mm max 


Vds 
(V) 


min max 


Vds 
(V) 


Id 

(M) 


min typ 


max 


Vds 
(V) 


II) 

(mA) 


typ 


max 


2SK401 


日 立 


高周波 電力 増幅 
髙 速度 電力 s W 


MOS 




250* 


±20* 


10A* 


100 w* 


150* 


土 1/iA 


土 20 






200 


2* 


5* 


10 


1mA 


1.6 


(S) 
2.5 




10 


5A 






2SK402 










400* 


±20* 


8A* 


100W* 


150* 


±1 バ A 


±20 




1 


320 


2* 


5 * 


10 


1mA 


1.2 


(S) 




10 


4A 






2SK403 


„ 








450 拿 


±20* 


8A* 


100W* 


150* 


土 1 バ A 


±20 




！ 


360 


2* 


5 * 


10 


1mA 


1.2 


(S) 
1.7 




10 


4A 






2SK404 


三 洋 


周波, 高 皮 
増幅 


J 


-20 


20* 




10,20* 


200 


125 


-1 


—10 


1.2 


12 


5 




-2 


5 


10 


5 


10 




5 


Idss 






2SK405 


東 芝 


低周波 電力 增幅 


MOS 




160* 


土 20* 


8A* 


100W 


150 


±1 


±20 








0.8 


2.8 


10 


100mA 


1 


(S) 
2 




10 


2A 






2SK406 


日 電 


C〜Ku バン ド 
低 雑音 増幅 


uaAs 




5 


一 6 


120* 


270 


120* 


一 iom 


—5 


20 


120 


3 


-0.5 


-3.5 


3 


100 


20 


50 


100 


3 


10 






2SK407 






„ 




5 


一 6 


■ 


270 


120* 


一 10/iA 


-5 


20 


120 


3 


-0.5 


—3.5 


3 


100 


20 


50 


100 


3 


10 






2SK408 


日 立 


HF, VHF 

電力 増幅 


MOS 




180* 


土 20* 


2A* 


30 W* 


150* 








1 


140 


0.5* 


3* 


10 


1mA 


200 


300 




20 


1A 






2SK409 


„ 








180* 


±20* 


2 A* 


30 W* 


150* 








1 


140 


0.5* 


3* 


10 


1mA 


200 


300 




20 


1A 






2SK410 




„ 


n 




180* 


土 20* 


8A* 


120W 


150* 








1 


140 


0.5* 


3* 


10 


1mA 


0.9 


(S) 
1.25 




20 


3A 






2SK411 


„ 


高周波 電力 増幅 
高速度 電力 SW 


„ 




600* 


土 20' 


5A* 


100W* 


150* 


±1 だ A 


±20 




1 


500 


2 


5 


10 


1mA 


1.5 


(S) 
2.3 




10 


3A 






2SK412 


，, 








250* 


土 20' 


10A* 


100W* 


150* 


±lfiA 


土 20 




1 


200 


2* 


5* 


10 


1mA 


1.6 


(S) 
2.5 




10 


5A 






2SK413 


„ 




n 




140* 


±20' 


8A* 


100W 


150* 


±lptA 


土 20 




1 


120 


2* 


5* 


10 


1mA 


1 


(S) 
2 




10 


4A 






2SK414 


n 








160* 


±20* 


8A* 


100W 


150* 


±lptA 


土 20 




1 


140 


2* 


5* 


10 


1mA 


1 


(S) 
2 




10 


4A 






2SK415 










800* 


±20* 


3A* 


80W 


150* 


土 1//A 


±20 




！ 


640 


2* 


5* 


10 


1mA 


0.4 


(S) 
0.7 




20 


2A 






2SK416 


〃 


„ 






40* 


土 20' 


2A* 


10W 


150* 


土 


±20 




1 


35 




4 * 


10 


1mA 


0.2 


(S) 
0.4 




10 


1A 






2SK417 


東 芝 


高速 大 電流 SW 


,, 




60 


±20* 


10A* 


60W 


150* 


±100 


土 20 
±20 
土 20 




1 


60 


1.5 


3.5 


10 


1mA 


2 


(S) 
4 




10 


5A 




2SK418 




髙 速度 電圧 SW 


n 




400 


±20* 


2A' 


50W 


150* 


土 100 


！ 


400 


1.5 


3.5 


10 


1mA 


0.6 


(S) 
1.2 




10 


1A 






2SK419 






n 




450 


±20' 


2A* 


50W 


150* 


土 100 






450 


1.5 


3.5 


10 


1mA 


0.6 


(S) 
1.2 




10 


1A 






2SK420 




„ 






400 


±20* 


5A* 


60W 


150* 


±100 
±100 


±20 




1 


400 


1.5 


3.5 


10 


1mA 


1 


(S) 
2.5 




10 


3A 






2SK421 


„ 








450 


±20* 


5A* 


60W 


150* 


土 20 






450 


1.5 


3.5 


10 


1mA 




(S) 
2.5 




10 


3A 
500 






2SK422 


,， 


髙速 SW 






60 


±20* 


0.7A* 


900 


150* 


土 100 


±20 






60 


1.5* 


3.5* 


10 


1mA 


80 


220 




10 






2SK423 




—二 






100 


±20* 


0.5A* 


900 


150* 


±100 


土 20 






100 


1.5* 


3.5* 


10 


1mA 


50 


150 




10 


300 






2SK424 


日 電 


髙 wai 大 電流 sw 






600* 


土 20 


3A» 


100W 


150* 


土 100 


土 20 




5 


600 


0.5 


5 


10 


10mA 


0.5 


Ts— r 

2 


5 


25 


3A 






2SK425 




低周波 


J 


-50* 




—50 


10,30* 


200 


150 


—1 


—20 


1 


18 


10 


— 0.2 


一 1.2 


10 


10 




9 




10 


1 







一 74 — 



型 名 


社 名 


用 は 


構造 


to 

11 

■K 


辦 

II 

cn 
O 


Vgds 
Vgdo* 
Vgdx" 
(V) 


Vdsx 

VDSS 

(V) 


Vcso 
Vgss* 
Vgsx" 
(V) 


Ig 

T r * 
ID 

(mA) 


Pd 

* ch 

(mW) 


Tj 

CO 


less 
(nA) 

\ «" ノ 

( P A)* 


max 


Idss (mA) 


VGS(off), 


V, h *(V) 


gm (mS) n* 




gos (mS) 
一.— 一 ^ * (n\ 


Vcs 
(V) 


min max 


Vds 
(V) 


mm max 


Vds 
(V) 


Id 

(M) 


min typ max 


Vds 
(V) 


Id 
(mA) 


* u ひ" 
typ max 


2SK426 


曰 電 


低周波 


J 


-50* 


50 


一 50 


10,30* 


200 


150 


一 1 


一 20 


1 


18 


10 


一 0.2 


— 1.2 


10 


10 


7 


9 




10 


1 






2SK427 


三 洋 


AM チューナ 
rvr 


„ 


-15 


15* 




10,20* 


200 


125 


一 1 


一 10 


1.2 


12 


5 




— 1.5 


5 


100 


8 


17 




5 


Idss 






2SK428 


日 立 


高速度 電力 SW 

向/ ojiR 电ノ J >bto 


MOS 




60* 


土 20* 


10A* 


50W* 


150* 


±l/i A 


土 20 




1 


50 


2* 


5* 


10 


1mA 


1.5 


(S) 
2.2 




10 


5A 






2SK429 










100* 


±20* 


ZA* 


20W 


150* 


土 1/iA 


土 20 






80 


1 * 


4 * 


10 


1mA 


0.5 


(S) 
0.9 




10 


2A 






2SK430 


„ 




„ 




150* 


土 20* 


3A* 


20W 


150* 


±l>u A 


土 20 






120 


1 * 


4* 


10 


1mA 


0.5 


(S) 
0.9 




10 


2A 






2SK431 


„ 


低周波 低 雑音 


j 




40 


-40* 


10, 30* 


150* 


150* 


一 10 


一 30 


2.5 


20 


10 


一 0.13 


一 1.5 


10 


10 


18 


21 




10 


3 






2SK432 




















































2SK433 


三 菱 


低周波 電圧 増幅 
アナ 口 グ s W 


j 


-50* 






10 


150 


125* 


一 1 


一 30 


0.3 


12 


10 


-0.3 


一 6 


10 


10 


1 


3 




10 


Idss 






2SK434 




















































2SK435 


日 立 


低周波， 高周波 


j 




22 


一 22 


10,100 


300* 


150* 


一 10 


-15 


6 


40 


5 




一 2. 5 


5 


10 


20 






5 


10 






2SK436 


三 洋 


髙 周波， 低周波 




-15 


15* 




10,20* 


150 


125 


一 1 


一 10 


1.2 


12 


5 




一 1.5 


5 


100 


8 


17 




5 


Idss 






2SK437 


松 下 


SHF チューナ 
彼 雜奋增 P 




一 6* 


5 


一 6 


120* 


270 


125* 


一 10M 


一 3 


20 


120 


3 




-3.5 


3 


100 


20 


50 


100 


3 


10 






2SK438 


„ 


// 




-6* 


6 


—6 


150 


300 


125* 


一 10M 


一 3 


20 


120 


3 




-3.5 


3 


100 


20 


50 


100 


3 


10 






2SK439 


日 立 


VHF, RF 增幅 


MOS 




20 


±5 


土 1,35 


300' 


150* 


±20 


土 5 


4 


12 


10 


0 


一 2 


10 


10 


8 


14 




10 


Idss 






2SK440 




高速度 電力 sw 

mj/txHvLmt ノ J ^EfrBa 


„ 




200* 


±20* 


6A* 


40W 


150* 


±lfiA 


±20 




1 


160 


2* 


5* 


10 


1mA 


1 


(S) 
1.8 




10 


3A 






2SK441 


„ 




„ 




500* 


±20 


300* 


750* 


150* 


±l M A 


土 20 




1 


400 


2* 


5* 


10 


1mA 


60 


100 




10 


200 






2SK442 


東 芝 


低周波 電力 增幅 

惠據 c w 


„ 




70* 


土 20" 


10A* 


30W 


150 


±1 


土 20 




！ 


70 


1 


3 


5 


1mA 


！ 


(S) 
1.9 




5 


2A 






2SK443 


三 洋 


ビデオカメラ 初段 




一 15 


15* 




10,50* 


200 


125 


—1 


-10 


5 


38 


5 




一 2 


5 


100 


20 


30 




5 


Idss 






2SK444 








一 15 


15* 




10,50* 


200 


125 


一 1 


一 10 


5 


38 


5 




一 2 


5 


100 


20 


30 




5 








2SK445 


„ 


„ 


„ 


一 15 


15* 




10, 50* 


300 


125 


一 1 


-10 


5 


38 


5 




一 2 


5 


100 


20 


30 




5 








2SK446 


曰 電 


SW 


MOS 




20* 


土 20* 


±2A' 


20W 


150* 


±100 


土 20 




50/iA 


20 


1.5 




10 


10mA 


0.5 


(S) 
1.2 




10 


1A 






2SK447 


東 芝 


髙速大 電力 SW 

X- 一 J0 レラ イブ 

て z r z つ z 


„ 




250' 


±2(T 


土 は A' 


150W 


150 


土 100 


±20 




1 


250 


(V 
1.5 


.h) 
3.5 


10 


1mA 




(S) 




10 


15A 


2SK448 


曰 惠 


大 電流 SW 






250* 


±20' 


±10A* 


120W 


150* 


±100 


±20 






200 




5 


10 


1mA 


(S) 
1 






10 


3A 






2SK449 










450* 


土 20* 


±8A* 


120W 


150' 


±100 


土 20 




0.1 


400 


1 


5 


10 


1mA 


(S) 

1 






10 


3A 






2SK45Q 















































― 75 ― 



Ci, 
typ 


電 '4 的 持 tt: (Ta-25-C) 


その他 


バ、 抟 ,\} t 

や ft 


形 


や f, 


( P F) 




C'， 


(pF) 




NF (f=lkHz, R.-IMO) (dB) 


NF (f=100MHz) (dB) 


max 


Vgs(V) 
iD(mA)' 


Vns 


typ max 


i お 


V»s 
(V) 


typ max 


Vds 
(V) 


Id 

(mA) 


typ max 


Vi,s 
(V) 


In 

(mA) 


― ^ 

13 




0 


10 


3.2 




0* 


10 


NV=20mV (max) 














78A 


2SK426 


7 




0 


5 


2 




0* 


5 


(R„ = lkQ) 
1.5 1 1 5 1 1 














157 


2SK427 


900 




0 


10 


120 




0* 


10 


Vos(ON)=0.75Vmax (I D = 5A, Vcs = 15V) 


2SJ122 と コン ブリノン タリ 




116B 


2SK428 


280 




0 


10 


24 




0* 


10 


V DS (ON) = 1.4Vmax (Id = 2A， V gs = 15V) 






150 


2SK429 


260 




0 


10 


14 




0* 


10 


V D s(ON) = 2Vmax (Id=2A, Vgs-15V) 






150 


2SK430 


28 




0 


10 


5.6 




0* 


10 


e„ = lnV//ll7typ (Vds = 10V, I D =3mA, R g = 0, f=lkHz) 




87E 


2SK431 








































2SK432 


8 




0 


10 


1.5 




0* 


10 


パ 

E 

ド 

リ 1 

ill 

a 

1 丄 
o 






152 


2SK433 








































2SK434 


9 


11 


0 


5 


2.8 


3.5 


0* 


5 


0.5 


11 
















37B 


2SK435 


7 




0 


5 


2 




0* 


5 


1.5 


(Rg= 


lkQ) 
5 
















126A 


2SK436 


























(f 

1.8 


= 12GH2 
2.3 


) 3 


10 


雑音 最小 電力 利得 10. 5dB typ (f=12GHz) 




103 


2SK437 


































雑音 最小 踅カ 利得 10. 5dB typ (f=12GHz) 




103 


2SK438 


2.5 




0 


10 


0.03 




0* 


10 










2 




10 


Idss 


PG = 30dB typ (f=100MHz) 




8A 


2SK439 


750 




0 


10 


60 




0* 


10 


VDS<0N) = 1.5Vmax (Id=3A, Vgs = 15V) 






116B 


2SK440 


70 




0 


10 


5 




0* 


10 


Rds<on)=50Q max (Id=0.2A, Vgs = 15V) 






121B 


2SK441 


330 




0 


10 


130 




0* 


10 


V D S(ON) = 2.8Vmax (Id=7A, Vcs = 15V) 


2SJ123 とコン プリ メン タリ 




138 


2SK442 


9 




0 


5 


2.8 




0* 


5 


(Rg-lkQ) 
1.5 | | 5 | 1 














126A 


2SK443 


9 




0 


5 


2.8 




0* 


5 


(R g = lkQ) 
1.5 1 15 11 














157 


2SK444 


9 




0 


5 


2.8 




0* 


5 


1.5 




lkQ) 
5 


1 














57A 


2SK445 


150 




0 


10 


150 




0* 


10 


















Rds<on)=0.4Q max (Vgs = 12V， Id = 1A) 




158 


2SK446 


2,000 




0 


10 










Rds<on)=0.24Q max (Id=15A, Vgs = 10V) 






141 


2SK447 


1,500 


3,000 


0 


10 


50 




0* 


10 


















Rds(On> = 0.5Q max (Vcs = 10V, Id = 3A) 




108 


2SK448 


1,500 


3,000 


0 


10 


50 




0* 


10 


















RDS(ON> = 1.25Qmax (Vcs^lOV, Id = 3A) 




108 


2SK449 








































2SK450 



— 76 — 



や 名 


社 名 


用 途 


構造 


最大 定格 （Ta = 25'C) 


電 気 的 特 性 （Ta=25'C) 


VCDS 
VGDO* 

Vz-rwv** 

VGDX 

(V) 


Vdsx 
Vdss* 

(V) 




Ic 
Id* 

(mA) 


Pd 

Pch* 

(mW) 


Ti 

Tch* 

CO 


1GSS 

(nA) 
( P A)* 


max 


Iuss (mA) 


VGS(off), 


Vth*(V) 


gm (mS) ft* 




gos (mS) 
一 ， * (n^ 


Vgs 
(V) 


mm max 


Vds 
(V) 


min max 


Vds 
(V) 


Id 

(M) 


min typ max 


V, 、一 
VDS 

(V) 


Id 
(mA) 


typ 


max 


2SK451 




















































2SK452 




















































2SK453 


曰 電 


高周波 電力 增幅 


MOS 




100* 


±20* 


10A* 


120W 


150* 






















(S) 
1.8 




7 


3A 






2SK454 




〃 


〃 




200* 


±20* 


8A* 


120W 


150' 






















(S) 
1.5 




7 


2A 






2SK455 


東 芝 


コンデンサ 'マイク 
インピーダンス 変換 


J 


-20* 






10 


100 


125 


I 已 


(fiA) 
60 」 500 


5 


-0.15 


-0.8 


5 


0.1 


(Idss=200M) 
0.5 | 2 | 


5 


Idss 






2SK456 






" 


-20* 






10 


100 


125 


(Ic 
—50 


so) 
一 10 


60 


A) 
500 


5 


一 0.15 


-0.8 


5 


0.1 


(Id< 
0.5 


;s = 200; 
2 


uA) 


5 






2SK457 


曰 立 


SHF, UHF 

低 雑音 增幅 


uaAs 




6 


+0.5 
一 6 


100* 


200* 


125* 




一 5 


30 


100 


5 




一 5 


5 


100 




40 




5 


30 






2SK458 


日 罨 


SW 


MOS 




150* 


±20* 


±1A* 


16W 


150* 


土 100 


±20 






100 


1 


5 


10 


1mA 


0.5 


(S) 
0.6 




10 


0.5A 






2SK459 










200* 


±20* 


±10A* 


60W 


150* 


±100 


±20 




踏 A 


200 


1 


5 


10 


1mA 


1 


(S) 
3 




10 


3A 






2SK460 




















































2SK461 




















































2SK462 


曰 篦 


SW 


MOS 




60* 


±20' 


±2A* 


20W 


150* 


±100 


±20 




50 M A 


60 


1 


5 


10 


1mA 


(S) 
0.5 






10 


1A 






2SK463 










60* 


±20丰 


±5A* 


40W 


150* 


土 100 


土 20 




lOOfiA 


60 


1 


5 


10 


1mA 


(S) 






10 


3A 






2SK464 










60* 


±20* 


±8A* 


50W 


150* 


土 100 


土 20 






60 


1 


5 


10 


1mA 


(S) 

1 






10 


4A 






2SK465 




















































2SK466 




















































2SK467 






















土 20 






























2SK468 


日 電 


SW 


MOS 


100* 


土 20' 


土 2 A* 


20W 


150* 


土 100 




50/iA 


100 


1 


5 


10 


1mA 


(S) 
0.5 






10 


1A 






2SK469 




















































2SK470 


日 € 


SW 


MOS 




100' 


±20* 


±8A* 


50W 


150* 


土 100 


土 20 




50^ A 


100 


1 


5 


10 


1mA 


(S) 

1 






10 


4A 






2SK471 
















































—一 


—-. 一一 一 


2SK472 




















































2SK473 


















—一 


































2SK474 




















































2SK475 



















































— 77 — 















的 U 


件- 


(Ta = 


25'C) 












ビ ^ \ 


外 






( P F) 


_ 一— 


一———— れ 


——一- 

Cr, 


( P F) 






NF (f 


= lkHz, R«-lMn) (dB) 


NF (f-lOOMHz) (dB) 


その他 




や f, 


typ 


max 




Vds 

JV)_ 


typ 


max 


Vgd(V) 
Vgs(V)* 


Vds 

jyi 


typ 


max 


Vds 
_ (V)_ 


In 

丄 mA 丄 


typ 


max 


Vds 
(V) 


In 

(mA) 






一—— —一— 








































2SK451 








































2SK452 


350 




0 


10 


10 




-50,0* 




Po 


-^OWtyp (^oOMH'z, 


Pi„ = 5W 


ia) 


Ron = 0.5Q max (Vcs = 20V, Id = 3A) 




159 


2SK453 


350 




0 


10 


10 




-50,0* 




Po 


-HOW typ は 工， z ， 


Pin=5W \ 

Idd = 0.1A/ 


Ron = 1Q max (Vcs = 20V, Id=2A) 




159 


2SK454 


7.2 




0 


5 


2.3 




—5 


Io=0 






VN = 40mVmax (Vdd = 5V, R L = lkQ, Av: 


= 80dB, C g ==10pF) 




160 


2SK455 


7.2 




0 


5 


2.3 




—5 


Id-0 






155 


2SK456 


























( 

2.2 


f=^3GHz 


) 

5 


10 


PG = 10dB typ (f=3GHz) 




175B 


2SK457 


300 




0 


10 


50 




0* 


10 


















Rds(on> = 1.5Q max (Vcs = 10V, I D =0.5A) 




161 


2SK458 


900 




0 


10 


60 




0* 


10 


















Rds<on) = 0.5Q max (Vcs = 10V, Id = 3A) 




162 


2SK459 








































2SK460 








































2SK461 


300 




0 


10 


100 




0* 


10 


















Rds<on)=0.5Q max (Vgs-IOV, Id = 1A) 




163 


2SK462 


500 




0 


10 


100 




0* 


10 


















Rds<on)=0.3Q max (Vgs==10V, I D = 3A) 




164 


2SK463 


600 




0 


10 


20 




0* 


10 


















Rds(ON) = 0.2Q max (Vcs = 10V, I D = 4A) 




162 


2SK464 








































2SK465 








































2SK466 








































2SK467 


300 




0 


10 


100 




0* 


10 


















Rds(ON) = 1Q max (Vgs = 10V, Id = 1A) 




163 


2SK468 








































2SK469 


900 




0 


10 


120 




0* 


10 


















Rds(on) = 0.3Q max (Vgs = 10V, Id=4A) 




162 


2SK470 








































2SK471 








































2SK472 








































2SK473 








































2SK474 








































2SK475 
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最大 定格 （Ta=25'C) 



電 気 的 特 性 （Ta-25'C) 



や 名 


社 名 


用 谈 


構 


VCDS 

Vgdo* 

V 广,、 V" 

VGDX 

(V) 


Vdsx 
Vdss* 

(V) 


Vgso 
Vcss* 

VGSX 

(V) 


Ig 
Id* 

(mA) 


Pd 

Pch* 

(mW) 


Tj 

T C h* 
CO 


less 
(nA) 
(pA" 


max 


loss (mA) 


VGS(off), 


Vth*(V) 


gm (mS) fit* 




CO • 


VGS 

(V) 


min max 


Vds 
(V) 


min max 


Vos 
(V) 


Id 

(M) 


min typ max 


VU5 

(V) 


Id 
(mA) 


* i) 

typ max 


2SK476 




















































2SK477 


曰 電 


SW 


MOS 




250* 


±2(T 


±8A* 


60W 


150* 


土 100 


土 20 




100//A 


250 


1 


5 


10 


1mA 


1 


COCO 




10 


3A 






2SK478 




















































2SK479 




















































2SK480 




















































2SK481 




















































2SK482 


曰 電 


SW 


MOS 




450* 


±20* 


±5A* 


50W 


150* 


±100 


±20 




IOOjuA 


450 


1 


5 


10 


1mA 


(S) 






10 


2A 






2SK483 




















































2SK484 




















































2SK485 




















































2SK486 




















































2SK487 




















































2SK488 




















































2SK489 




















































2SK490 
2SK491 
























































— 50* 












































2SK492 


三 菱 


低周波 電圧 增幅 

アナログ SW 


J 






10 


150 


125* 


一 1 


—30 


1 


12 


10 




一 3 


10 


10 


6 


15 




10 


Idss 






2SK493 


三 洋 


ビデオカメラ 初^^ 




—15 


15* 




10,50* 


300 


125 


一 1 


—10 


5 


38 


5 




-2.2 


5 


100 


15 


27 




5 








2SK494 


日 立 


低周波 髙 周波 増幅 


" 




22 


一 22 


10, 100* 


300' 


150' 


-10 


—15 


6 


40 


5 




一 2.5 


5 


10 


20 






5 


10 






2SK495 


















































2SK496 
















































2SK497 
















































2SK498 




一一 一— 一-^ . „„ 


一 


一 一 




一. 一 


一一 一. 


了. 




—-一. 』 —- 
































2SK499 




















































2SK500 
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m M 的 特 性 （Ta-25'C) 


— _ —— 
dB) 


その他 


代 n 品 
や rt 




や r, 


ソ 1 








NF (f=lkHz, Rg-IMO) (dB) 


NF (f-lOOMHz) ( 


tvp max 


Vgs(V) 
UmAV 


(V) 


typ max 


Vcn(V) 
Vgs(V)' 


V»s 
(V) 


typ max 


Vns 
(V) 


T. 
1() 

(mA) 


typ max 


YDS 

(V) 


Id 

(mA) 






























―— 










2SK476 


600 




0 


10 


40 




0* 


10 


















R»S(ON)=0.8Q max (V G s = 10V, I»-3A) 




162 


2SK477 






























一一 










2SK478 








































2SK479 








































2SK480 


600 






































2SK481 


0 


10 


20 




0* 


10 


















Rds<on) = 2Q max (Vcs = 10V, Id = 2A) 




162 


2SK482 








































2SK483 








































2SK484 








































2SK485 








































2SK486 








































2SK487 








































2SK488 








































2SK489 








































2SK490 








































2SK491 


20 




0 


10 










(f=100Hz, R g = lk 
1 | | 10 


Q) 










d _- An . m /f=lkH2, VDS = 10mVrms\ 
RDS(ON,=70Qtyp ( Vcs==0| lDSS==5mA ) 




152 


2SK492 


7 




0 


5 


2 




0* 


5 


(R g -lkQ) 
1.5 1 1 5 


1 














165 


2SK493 


9 


11 


0 


5 


2.8 


3.5 


0* 


5 


(1 

0.5 


3 


) 

5 


1 














8B 


2SK494 








































2SK495 








































2SK496 








































2SK497 








































2SK498 








































2SK499 








































2SK500 



一 80 — 



最大 定格 （Ta=25'C) 



電気 的 特性 （Ta-25'C) 



m 名 


社 名 


用 ま 


構造 


VCDS 
VcDO* 

Vgdx" 
(V) 


Vdsx 
Vdss* 

(V) 


Vgso 
Vgss* 
Vgsx** 
(V) 


Ic 
Id* 

(mA) 


Pd 

Pch* 

(mW) 


Tj 
Tch* 

CO 


less 
(nA) 
( P A 广 


max 


loss (mA) 


Vgs (off), 


Vth*(V) 






3 


Vgs 
(V) 


min max 


Vds 
(V) 


min max 


Vds 
(V) 


Id 
(//A) 


min typ max 


Vds 
(V) 


Id 
(mA) 


typ max 


2SK501 




















































2SK502 




















































2SK503 




















































2SK504 




















































2SK505 


曰 電 


ビデオ 带， 髙周 
波 増幅 


J 


-15* 


15 


一 15 


5, 50* 


400 


125 


—1 


一 10 


10 


50 


5 


-0.6 


-3.5 


5 


10 


14 


26 




5 


Idss 






2SK506 




















































2SK507 


曰 電 


ビデオ 带， 髙周 
波增幅 


J 


-15* 


15 


一 15 


5, 50* 


350 


150 


—1 


—10 


10 


50 


5 


-0.6 


-3.5 


5 


10 


14 


26 




5 


Idss 






2SK508 








-15* 


15 


—15 


5, 50* 


200 


150 


一 1 


—10 


10 


50 


5 


一 0.6 


-3.5 


5 


10 


14 


26 




5 


Idss 






2SK509 




















































2SK510 




















































2SK511 


日 立 


高速度 電力 SW 
髙 周波 電力 増幅 


MOS 




250* 


±9* 


300* 


8W* 


150* 


土 


±9 




1 


200 


1 * 


5* 


10 


1mA 


50 


80 




20 


500 






2SK512 




髙 速度 電力 SW 






500* 


±20' 


12A* 


125W 


150* 


±1//A 


±20 




1 


400 


2* 


4* 


10 


1mA 


2.5 


(S) 
3.5 




10 


6A 






2SK513 




髙 速度 電力 SW 

高周波 電力 増幅 






800' 


±20 


3A* 


60 W* 


150* 


±lfiA 


±20 




1 


640 


2 • 


4 * 


10 


1mA 


0.4 


(S) 
0.7 




20 


2A 






2SK514 




















































2SK515 




















































2SK516 






















-20 






























2SK517 










































—-'一 


2SK518 


日 電 


髙 周波 増幅 


J 


-30* 


30 


一 30 


10, 50* 


400 


150 


—1 


30 


110 


10 


一 1.5 


一 9 


10 


10 




22 




10 


Idss 






2SK519 








一 30* 


30 


一 30 


10, 50" 


350 


150 


一 1 


一 20 


30 


110 


10 


~1.5 


一 9 


10 


10 




22 




10 


Iuss 






2SK520 








-30* 


30 


一 30 


10, 50* 


200 


150 


一 1 


—20 


30 


110 


10 


— 1.5 


一 9 


10 


10 




22 




10 


loss 






2SK521 




















































2SK522 




















































2SK523 
















































2SK524 


















































2SK525 


束 芝 


DC-DC コンハ * ータ 


MOS 




150' 




10A' 


40W 














(V th ) 
1.5 j 3.5 




1mA 




"(S) " 




10 


5A 
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C" (pF) 






性 (Ta-25*C) 
NF (f^lkHz, R«-lMn) (dB) 


NF (f-100 
typ max 


MHz) (( 

― Vns 

(V)_ 


JB) 

In 

(mA) 


その他 


i 




や r, 


typ max 


Vgs(V) 
Ii)(mA)* 

—一— 


Vos 
(V) 

———一 


typ max 




Vf,s 
5 


typ max 


Vns 
(V) 


Id 

(mA) 


一 ―-- 
— 

4.8 
4.8 




















2SK501 




2SK502 








2SK503 


10* 


5 


1.6 


















2SK504 












53B 


2SK505 


一— 
10* 


5 
































2SK506 


1.6 




10mA 


5 






















104B 


2SK507 


4.8 




10* 


5 


1.6 




10mA 


5 






















78A 


2SK508 






































2SK509 








































2SK510 


20 




0 


10 


2.5 




0* 
0* 


10 




Vos(ON)=5Vmax (Id = 100mA, Vgs=9V) 






136 


2SK5U 


1,800 




0 


10 


50 




10 




V D s(ON)=3.9Vmax (Id=6A, Vcs = 15V) 






28B 


2SK512 


470 




0 


10 


22 




0* 


10 


Rds(on)=6Q max (Id = 2A, Vgs = 15V) 






116B 


2SK513 








































2SK514 








































2SK515 








































2SK516 








































2SK517 


6 




10* 


10 


2 




10mA 


10 






















53A 


2SK518 


6 




10* 


10 


2 




10mA 


10 






















104B 


2SK519 


6 




10* 


10 


2 




10mA 


10 






















78A 


2SK520 








































2SK521 








































2SK522 








































2SK523 








































2SK524 


















Rds(ON) = 0.28Q max (Id = 5 A, Vcs = 10V) 








2SK525 
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最大 定格 （Ta = 25'C) 



電気 的 特性 （Ta = 25'C) 



や 名 


社 名 


用 途 


構造 


VCDS 

Vgdo* 
Vcdx** 

(V) 


Vdsx 
Vdss 

(V) 


Vcso 
Vcss* 
Vgsx** 
(V) 


Ic 
I D * 

(mA) 


Pd 
p ch * 

(mW) 


Tj 

Tch* 
CO 


less 
(nA) 
(pA)* 


max 


loss (mA) 


VcS(off), 


V,h*(V) 






产 


Vcs 
(V) 


min max 


Vds 
(V) 


min max 


Vds 
(V) 


Id 

(バ A) 


min typ max 


Vds 
(V) 


Id 
(mA) 


* i) 
typ 


max 


2SK526 


東 芝 


DC-DC 3 ンバ ータ 


MOS 




250* 




10A* 


40W 














(Vth) 
1.5 | 3.5 




1mA 




(S) 




10 


5A 






2SK527 










60* 




10A* 


40W 














(Vth) 
1.5 | 3.5 




1mA 




(S) 




10 


5A 






2SK528 




SW レギ ユレ ータ 






400* 




2A* 


30W 














(Vth) 
1.5 | 3.5 




1mA 




(S) 




10 


1A 




2SK529 










450* 




2 A* 


30W 














(Vth) 
1.5 | 3.5 




1mA 




(s) 




10 


1A 






2SK530 










400* 




5A* 


40W 














(Vth) 
1.5 | 3.5 




1mA 




(S) 
2.5 




10 


3A 






2SK531 










450* 




5A* 


40W 














(Vth) 
1.5 | 3.5 




1mA 




(S) 
2.5 




10 


3A 






2SK532 










60* 




12A* 


40W 














(V 
1.5 


tK) 

3.5 




1mA 




(S) 
5 




10 


6A 






2SK533 




















































2SK534 
2SK535 


日 立 


高速度 電力 SW 


MOS 




800* 


±20* 


5A* 


100 W 


150' 


土 1M 


±20 




1 


640 


2* 




10 


1mA 


0.8 


(S) 
1.2 




20 


3A 














400* 


±20* 


1.5A* 


20 W 


150* 


土 


土 20 




0.1 


320 


2* 




10 


1mA 


0.2 


(S) 
0.4 




20 


1A 






2SK536 




















































2SK537 


東 芝 


SW レギ ユレ一 タ 


MOS 




900' 




1A* 


60W 














(V,h) 
1.5 | 3.5 




1mA 




(S) 
0.45 




10 


0.5A 






2SK538 










900* 




3A* 


100W 














(Vth) 
1.5 | 3.5 




1mA 




(S) 




10 


1.5A 






2SK539 










900* 




5A* 


150W 














(V 
1.5 


th) 
3.5 




1mA 




(S) 
2 




10 


3A 






2SK540 




















































2SK541 




















































2SK542 


















































2SK543 


























" ― —―， 


























2SK544 










一—— 


—— ― 








































2SK545 


















































2SK546 




















































2SK547 














































2SK548 




















































2SK549 


















































2SK550 
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'it 'A 



的 



W 性 （Ta = 25'C) 



Ci， (pF) 




Cr， (pF) 




NF (f-lkHz, R„ = lMn) (dB) 


NF (f-lOOMHz) (dB) 


その他 


l IV お 《- 1 1 

1V, n mi 

歼リ V 


B 


や 


typ max 


Vgs(V) 
In(mA)* 


V»s 
(V) 


typ max 


V (；" (V) 
Vgs(V)* 


Vos 
(V) 


typ max 


Vds 
(V) 


Id 

(mA) 


typ max 


Vds 
(V) 


Id 
(mA) 




一一-一 














Rds<on)=0.6Q max (Ii) = 5A, Vr.s^lOV) 








2SK526 










-— -' -— 








Rds(O,n> = 0.14Q max (Id = 5A, Vgs = 10V) 








2SK527 


















Rds(ON) = 2.2Q max (Id = 1A, Vcs = 10V) 








2SK528 


— .- 


一 


一一 

—一- 




~~ — '― 


^ 一 






Rds<on) = 2.5Q max (Id = 1A， Vgs = 10V) 








2SK529 














Rds<on) = 1.4Q max (Id=3A， Vcs = 10V) 








2SK530 


















Rds<on) = 1.6Q max (i D = 3A, Vgs = 10V) 








2SK531 


















Rds<on) = 0.07Q max (Id=6A, Vgs = 10A) 








2SK532 








































2SK533 


850 




0 


10 


40 




0* 


10 


Vos(ON) = 12Vmax (Id = 3A, Vcs-lOV) 






149 


2SK534 


250 




0 


10 


10 




0* 


10 


V D S(ON)=6Vmax (Id = 1A, Vcs = 15V) 






150 


2SK535 








































2SK536 


















Rds(0.n>=9Q max (Id=0.5A, Vgs~10V) 








2SK537 


















Rds<on)=4.5Q max (Id = 1.5A, Vgs = 10V) 








2SK538 


















Rds(ON)=2.5Q max (Id=3A, Vcs-lOV) 








2SK539 








































2SK540 








































2SK541 








































2SK542 








































2SK543 








































2SK544 








































2SK545 








































2SK546 








































2SK547 








































2SK548 








































2SK549 








































2SK550 



— 84 — 



型 名 


社 名 


用 途 


構造 


最大 定格 （Ta=25'C) 


電気 的 特性 （Ta=25'C) 


Vgds 
Vgdo* 
Vgdx" 
(V) 


ゾ DSX 

Vdss 
(V) 


Vcso 
Vgss* 
Vgsx" 
(V) 


Ig 

ID 

(mA) 


Pd 

* ch 

(mW) 


Ti 

1 ch 

(•c) 


less 
(pA" 


max 


Idss (mA) 


VGS(off), 


V.h* (V) 


gm (mS) pi* 


gos (mS 


) 

、"ゾ 
max 


Vcs 
(V) 


min 


max 


Vds 
(V) 


min 


max 


Vds 
(V) 


Id 

し A) 


min 


typ max 


Vds 
(V) 


Id 
(mA) 


typ 


2SK551 




















































2SK552 




















































2SK553 




















































2SK554 




















































2SK555 




















































2SK556 




















































2SK557 




















































2SK558 




















































2SK559 




















































2SK560 




















































2SK561 




















































2SK562 




















































2SK563 




















































2SK564 




















































2SK565 




















































2SK566 




















































2SK567 




















































2SK568 




















































2SK569 




















































2SK570 




















































2SK571 




















































2SK572 


束 芝 


DODC コンバータ 


MOS 




150' 






100W 














1.5' 


3.5 # 




1mA 




(S) 
6.5 


10 


10A 






2SK573 










250* 






100W 














1.5' 


3.5* 




1mA 




(S) 
6.5 


10 


10A 






2SK574 




















































2SK575 
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！ 

U 

ii 

お 
弒 


その他 


代 替 品 

m 名 


外 

形 


m 名 


n ； 

l 


Cr, 


( P F) 




NF (f=lkHz, Rg-IMO) (dB) 


NF (f=100MHz) (dB) 


typ max 


Vgs(V) 
lD(mA" 


Vds 

(V)_ 


typ max 


>>! 

？ヌ 1 
お j 


Vds 
(V) 


typ max 


Vds 

」YL 


Id 

(mA) 


typ max 


Vds 

(V) 


Id 
(mA) 


——— 
„ 












一 ^ ^ - 




















2SK551 


一〜 一一一 


——一一-' 








一—— 




一—— 


——一 










1 し 一 


2SK552 




-— - -一 - 








一 




























2SK553 










一 "一-— - 


一— ™ "—— 


― - 一 '一 






—一一——— 




















2SK554 


—一-.、. 一. . 


























2SK555 









- " - 






























2SK556 










.,.■「一.' 一 




























2SK557 








































2SK558 








































2SK559 








































2SK560 


— - , 






































2SK561 








































2SK562 








































2SK563 








































2SK564 








































2SK565 






― ，■■ 


































2SK566 








































2SK567 








































2SK568 








































2SK569 








































2SK570 








































2SK571 


















RDS(ON)=0.18Qmax (Id=10A, Vcs = 10V) 








2SK572 


















Rds(on)=0.3Q max (Id=10A, Vgs = 10V) 








2SK573 








































2SK574 








































2SK575 
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型 名 


社 名 


用 


構造 


最大 定格 （Ta=25'C) 


電気 的 特性 （Ta=25'C) 


Vgds 
Vgdo* 
Vgdx** 
(V) 


Vdsx 
(V) 


Vgso 
Vgss* 
Vgsx** 
(V) 


Ig 
I d * 

(mA) 


Pd 
P ch * 

(mW) 


Ti 

Tch* 
CO 


less 
(nA) 
(pA)* 


max 


Idss KmA) 


VGS(off), 


Vth*(V) 


gm (mS) fl 




go. (mS) 

…… -i r-.* (CI) 


Vgs 
(V) 


mm max 


Vds 
(V) 


min max 


Vds 
(V) 


Id 

(M) 


min typ max 


Vds 
(V) 


Id 
(mA) 


typ 


max 


2SK109A 


三 荧 


低周波， 低 雑音 


J 


-50* 




—50 


10,20* 


150 
unit 


125 


一 1 


一 30 


1 


12 


10 




一 3 


10 


10 


6 


15 




10 


Idss 






2SK127A 


松 下 


低周波 




一 80 






10,20* 


250 


125 






0.5 


12 


10 










3 






10 








2SK130A 


日 電 


低周波， 低 雑音 




-30* 


30 


—30 


10,50* 


250 


125 


- 1 


一 20 


5 


30 


5 




-1.5 


5 


10 


28 






5 








2SK134® 


曰 立 


髙 速度 篦カ SW 


MOS 




140 


±15* 


7A 


100 W* 


150* 












0.15 


1.45 


10 


100mA 


0.7 


(S) 


1.4 


10 


3A 







2SK135<8> 






" 




160 


±14' 


7A* 


100 W 


150* 












0.15 


1.45 


10 


100mA 


0.7 


(S) 

1 


1.4 


10 


3A 






2SK160A 


日 % 


低周波， VHF 


J 


-50* 




—50 


10,20* 


150 


125 


—1 


一 30 


0.5 


12 


5 


一 0.25 


-4.5 


5 


10 


1.5 


2.1 




5 


0.5 






2SK176® 


日 立 


高周波 電力 增輻 
高速度 電力 SW 


MOS 




200* 


±20 


8A* 


125W 


150 








3 


160 


0.55* 


3* 


10 


100mA 


0.7 


(S) 


1.4 


10 


3A 






2SK192A 


東 芝 


FM, VHF 


J 


-18* 






10 


200 


125 


一 10 


一 1 


3 


24 


10 


-1.2 




10 


1 




7 




10 


Idss 






2SK214(g) 


日 立 


高周波 電力 増幅 
高速度 電力 SW 


MOS 




160 


±15* 


500* 


30 W* 


150' 












0.2* 


1.5* 


10 


10mA 


20 


40 




20 


10 






2SK216(E) 










216 


±15* 


500* 


30 W 


150* 












0.2* 


1.5* 


10 


10mA 


20 


40 




20 


10 






2SK293A 


日 電 


髙函す 圧 高速度 

大踅流 SW 






300* 


±20* 


7A* 


100W 


150* 


土 100 


土 20 




1 


300 


0.4 


3 


10 


50mA 


0.6 


(S) 




10 


3A 






FLC08ME 


富士通 


C パン ド髙 出力 


GaAs 




15 


- 5 




3W 


175* 








450 


5 


一 2 




3 


10mA 




100 




5 


160 






FLC15ME 










15 


一 5 




6W 


175* 








900 


5 


一 2 




3 


20mA 




200 




5 


300 






FLC30ME 






n 




15 


一 5 




11. 5W 


175 # 








1.8A 


5 


一 2 




3 


40mA 




400 




5 


600 






FLC081WF 










15 


—5 




3.3W 


175* 








550 


5 


—2 




3 


10mA 




130 




5 


200 






FLC151WF 


n 


n 


n 




15 


-5 




6.5W 


175* 








1.1A 


5 


一 2 




3 


20mA 




250 




5 


400 






FLC301MG-4 






" 




15 


一 5 




15W 


175* 








2.2A 


5 


一 2 




3 


40mA 




500 




5 


800 






FLC301MG-6 






n 




15 


- 5 




15W 


175* 








2.2A 


5 


一 2 




3 


40mA 




500 




5 


800 






FLC301MG-8 




n 






15 


一 5 




15W 


175* 








2.2A 


5 


一 2 




3 


40mA 




500 




5 


800 






FLM3742-3 










15 


—5 




18. 8W 


175* 








2.4A 


5 


一 2 




3 


50mA 




500 




5 


800 






FLM3742-5 










15 


一 5 




26. 3 W 


175' 








4.4A 


5 






3 


80mA 




(S) 

1 




5 


1.6A 






FLM4450-3 










15 


一 5 




18. 8W 


175 # 








2.4A 


5 


一 2 




3 


50mA 




500 




5 


800 






FLM4450-5 










15 


—5 




26. 3 W 


175* 








4.4A 


5 


-2 




3 


80mA 




(s) 
1 




5 


1.6A 






FLM5964-3 










15 






18. 8W 


175* 








2.4A 


5 






3 


50mA 




500 




5 


800 






FLM5964-5 










15 


—5 




26. 3 W 


175* 








4.4A 








3 


$0mA 




(S) 

1 




5 


l.$A 







— 87 — 





( P F) 


'A 的 特 性 (Ta = 25'C) 


その他 


i \, T r PH 


外 

B 


や！ r, 


C* (pF) 








NF (f=lkHz, Rg-IMO) (dB) 


NF (f-lOOMHz) (dB) 


typ max 


Vr,s( V) 
In(mA) # 


Vj)s 

JV) 


typ max 


it 


V»s 
(V) 


typ max 


Vds 
(V) 


Id 

(mA) 


typ max 


Vns 
(V) 


In 
(mA) 


20 
55 




0 


10 










(f=100Hz, R, = lkQ) 
1 1 2.5 1 10 




-dVcs = 30mVmax (Vds = 10V, Id = 1mA) 




84 


2SK109A 














NV=80mVmax (Vds-IOV, Ip^lmA, R,= 100kQ) 






80 


2SK127A 




5* 


10 


10 




5mA 


10 


(R^IOOQ) 
1.2 丄 2 1 5 


5 










wir-Q^n «« v /Vds-5V, Io-5mA \ 
NF-3dBmax 卜- 100Hz , R g = i 0 OQj 




53A 


2SK130A 


600 




一 5 


10 


10 






10 


V D S(..t) = 12Vmax (b=-7A, Vcd=0) 


2SJ49<8) と コンブ リメ ン タリ 




28A 


2SK134(8) 


600 




— 5 


10 


10 




-5* 


10 




2SJ50<8) と コンブ リメ ン タリ 




28A 


2SK135<8) 


4.1 




0 


10 


0.9 




0* 


10 






















78A 


2SK160A 


800 




一 5 


10 










Un~60nstyp, Uff = 200ns typ (Id=2A, Vgs = 15V, Rl = 15Q) 






28A 


2SK176(8) 












0.65 


-10 












2 


3.5 


10 

(Vdd) 




PG = 20dBtyp (f=100MHz) 




88 


2SK192A 


90 




10* 


10 


2.2 




10mA 


10 


VDS(s.t)-2Vmax (Io-lOmA, Vgd=0) 






116A 


2SK214® 


90 




10* 


10 


2.2 




10mA 


10 








116A 


2SK216<8> 


950 


1,500 




10 


10 




一 5* 


10 


Vos(ON) = 5.2Vmax, RDS(0N)-1.3Qmax (Vcs==15V, Id = 4A) 






108 


2SK293A 






Po«t=28dBm typ, Gp=9dB typ (Vds=8.5V, Ids-Idss/2, f=4GHz, Pi„^19dBm) 






145 


FLC08ME 






Po«t=31dBm typ, Gp=7.5dB typ (Vds = 8.5V， Ids = Idss/2， f=4GHz, P in = 23.5dBm) 






145 


FLC15ME 






Po«t=34dBm typ, Gp=6.5dB typ (V DS =8.5V, Ids^Idss/2, f=4GHz, P in =27.5dBm) 






145 


FLC30ME 






Pout=28.5dBm typ, Gp=6.5dB typ (Vds = 10V, Ids~Idss/2, f=8GHz, Pin = 22dBm) 






143 


FLC081WF 




Pout=30.5dBm typ, Gp=5.5dB typ (Vds = 10V， Ids-Idss/2, f=8GHz, Pi„=25dBm) 






143 


FLC151WF 






Po«t=33dBm typ, Gp=8dB typ (Vos = 10V, Ids~Idss/2, f=4.2GHz, P in = 25dBm) 






144 


FLC301MG-4 






Pout=33dBm typ, Gp=7dB typ (Vds-10V, Ids=Idss/2， f=7.2GHz, P in = 26dBm) 






144 


FLC301MG-6 






Po«t=33<JBm typ, Gp=6dB typ (Vds = 10V, Ids=Idss/2, f=8.5GHz, P in =27dBm) 






144 


FLC301MG-8 






Po«t=35dBm typ (V D s = 10V, Ids-Idss/2, f=3.7〜4.2GHz, Pi n = 28.5dBm) 






146 


FLM3742-3 






P 0 «t=37dBm typ (Vds = 10V, Ids=Idss/2, f-=3.7~4.2GHz, Pin=28.5dBm) 






146 


FLM3742-5 






Po«t=35dBm typ (Vds = 10V, Ids-Idss/2, f=4.4-5.0GHz, P in =29dBm) 






146 


FLM4450*3 






Po«t=37dBm typ (Vds = 10V, Ids-Idss/2, f-4.4〜5.0GHz, Pi„=29dBm) 






146 


FLM4450-5 






Po ut =35dBm typ (Vds=10V， Ids-Idss/2, f=5,9〜6.4GHz， P in =30dBm) 






146 


FLM5964-3 






P«ut=37<IBro typ (Vds=10V Ids-Idss/2, f=5.9〜6.4GHz， P in =31dBm) 






146 


FLM5964-5 
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m 名 


社 名 


用 途 


構造 


最大 定格 （Ta-25'C) 


電 気 的 待 性 （Ta = 25'C) 


VCDS 

Vgdo* 
Vgdx" 
(V) 


Vdsx 
Vdss* 

(V) 


Vgso 
Vgss* 
Vgsx** 
(V) 


Ic 
In* 

(mA) 


Pd 

P c u* 

(mW) 


Tj 

Tch* 

(•c) 


less 
( n A) 
( P A 广 


max 


Idss (mA) 


Vgs"")， 


V, h *(V) 


gm (mS) fJL* 




gos (mS) 
― - ^ * <n\ 


Vcs 
(V) 


min max 


Vds 
(V) 


min 


max 


Vds 
(V) 


Id 

(M) 


min typ max 


Vds 
(V) 


Id 
(mA) 


typ max 


FLM6472-5 


富士通 


C バン ド, 高 出力 


GaAs 




15 


—5 




26. 3 W 


175 率 








4.4A 


5 


一 2 




3 


80mA 




(S) 
1 




5 


1.6A 






FLM7177 - 5 


" 




,， 




15 


-5 




26. 3 W 


175* 








4.4A 


5 


-2 




3 


80mA 




(S) 

1 




5 


1.6A 






FLM7785-4 


n 








15 


-5 




26. 3 W 


175* 








4.4A 


5 


—2 




3 


80mA 




(S) 

1 




5 


1.6A 






FLS02W 


n 


S バンド, 髙 出力 


uaAs 
SB 




12 


—5 




1.5W 


175* 








250 


5 


一 2 




3 


1mA 


22 


50 




5 


50 






FLS09 


" 








15 


—5 




3W 


175* 








450 


5 


一 2 




3 


10mA 


45 


90 




5 


160 






FLS09ME 


n 








15 


一 5 




3W 


175* 








450 


5 


一 2 




3 


10mA 




90 




5 


160 






FLS16 


" 


n 






15 


-5 




6W 


175* 








900 


5 


一 2 




3 


20mA 




180 




5 


300 






FLS16ME 


n 








15 


-5 




6W 


175* 








900 


5 


—2 




3 


20mA 




180 




5 


300 






FLS31 


n 








15 


一 5 




11. 5W 


175* 








1.8A 


5 


—2 




3 


40mA 




350 




5 


600 






FLS31ME 










15 


-5 




11. 5W 


175* 








1.8A 


5 


一 2 




3 


40mA 




350 




5 


600 






FLS50 






GaAs 
SB 




15 


- 5 




15W 


175* 








2400 


5 


一 2 




3 


50mA 


250 


500 




5 


800 






FLS50ME 






GaAs 




15 


一 5 




15W 


175* 








2.4A 


5 


—2 




3 


50mA 




500 




5 


800 






FLX03MB 


n 


X バン ド 

髙 出力， 発拫 






12 


-5 




2.5W 


175* 






typ 
290 


5 












80 




5 


150 






FLX06MB 










12 


一 5 




5W 


175, 






typ 
650 


5 












150 




5 


300 






FLX12MB 










12 


-5 
-5 




8.8W 
15W 


175' 
175* 






typ 
1500 


5 












300 




5 


700 






FLX30MB 










12 




typ 
2500 


5 












500 




5 


1200 




一 —— ■ 


FSX51W/WF 




S バン ド, 低锥音 


n 




5 


一 5 
一 5 




1W 


175* 






30 


120 


3 


一 1 


一 5 


3 


1mA 


10 


25 




3 


30 




FSX52W/WF 




C バン ド, 低 雑音 


" 




12 




1.5W 


175* 




100 


220 


3 


—2 
一 2 




3 


2mA 


50 




3 


60 






FSX53W/WF 






n 




12 


-5 




3W 


175* 






200 


450 


3 




3 


5mA 




100 




3 


120 






M47F 


松 下 


低周波， 低 雑音 


J 


一 30 


30 


一 30 


30* 


250 


125 


一 1 


-20 


0.5 


20 


10 


-0.1 


—2 


10 


10 


4 


8 




10 


1 






MGF1202 


三 菱 


L 带〜 C 带 
低 雉 音增幅 


GaAs 


—6* 


8 


一 6 


100* 


300 


150* 




一 3 


30 


100 


3 


一 0.5 


—5 


3 


100 


25 


35 




3 


30 






MGF1402 




S 带〜 X 带 
低 維 音增幅 




-6* 


8 


—6 


100* 


300 


150* 


— iom 


一 3 


30 


100 


3 


— 0.3 


—5 


3 


100 


25 


35 




3 


30 






MGF1403 




S 带〜 K" 带 

醒き § ― 




—6* 


6 


-6 


80* 


200 


150* 


- 10 バ A 


一 3 


20 


80 


3 


— 0.3 


—5 


3 


100 


20 


30 




3 


30 




MGF1404 




// 




-6* 


6 


一 6 


80 • 


200 


150* 


— iom 


一 3 


15 


80 


3 


— 0.3 


一 5 


3 


100 


20 


30 




3 


15 






MGF1412 








—6* 


8 


一 6 


100' 


300 


150* 




一 3 


30 


100 


3 


一 0.3 


一 5 


3 


100 


25 


35 




3 


30 







― 89 ― 



— ― 

G， 


電 ^ 的 待 性 （Ta-25'C) 


その他 


^ さ I 


外 


や r t 

———-一 


( P F) 




Cr, ( P F) 




NF (f=lkHz, Rk=1MO) (dB) 


NF (f-lOOMHz) (dB) 


typ max 


Vr.s(V) 
In(mA)* 


Vds 
(V) 


typ max 




Vds 
(V) 


typ max 


Vds 
(V) 


In 

(mA) 


typ max 


Vds 
(V) 


Id 

JmA) 






Po«« = 37dBm typ (V DS = 10V, bs-bss/2, f-6.4~7.2GHz, Pi„ = 32dBm) 






146 


FLM6472-5 






—-- ————，一— >^ „ 一 ™„ — ^〜—〜—一一^^—一- — 一- — '- ~ 一一 — ― —一—〜 一 -— 一— -ー — ^ - *-〜 ― 

P«„t = 37dBm typ (V D s = 10V, Ids loss /2, 1〜7.7GH に P in = 33dBm) 






146 


FLM7177-5 






P««t = 36dBm typ (Vds = 10V, Ids=-Idss/2, f=7,7〜8.5GHz, P in = 32dBm) 






146 


FLM7785-4 






Pout = 22dBmmin, Gp=12dBtyp (Vds = 10V, Id=1/2 Idss, f=4GHz, Pi„=-lldBm) 






93 


FLS02W 






P out = 28dBm typ, Gp=9dB typ (Vds = 10V, Id^1/2 Idss, f=4GHz, P in = 19clBm) 






94 


FLS09 






Po«t = 28dBm typ, Gp=9dB typ (Vds = 10V, Ids-Idss/2, f=4GHz, P in = 19dBm) 






145 


FLS09ME 






P oul = 31dBmtyp， Gp=7.5dB typ (Vds=-10V, Ids~Idss/2, f=4GHz， Pi„ = 23.5dBm) 






94 


FLS16 






Po Ut = 31dBm typ, Gp=7.5dBtyp (Vds^IOV, Ids^Idss/2, f=4GHz, Pi„ = 23.5dBm) 






145 


FLS16ME 






Po«t = 34dBm typ, Gp=6.5dBtyp (V D s = 10V, Ids=Idss/2, f=4GHz, P in = 27.5dBm) 






94 


FLS31 






Pout==34dBm typ, Gp=6.5dB typ (Vds = 10V, Ids-Idss/2, f=4GHz, P in = 27.5dBm) 






145 


FLS31ME 






Po«t = 36dBm typ, Gp=5.5dB typ (Vds = 10V, Id=1/2 Idss, f=4GHz, P in = 30.5dBm) 






94 


F し S50 






Pout = 36dBm typ, Gp=5.5dB typ (V D s = 10V t Ids-Idss/2, f=4GHz, P in = 30.5dBm) 






145 


FLS50ME 






Po«t=23dBm min, Gp=8dB typ (Vds = 10V, Id = 1/2Idss, f=12GHz, P in = 16dBm) 






95 


FLX03MB 






Po«t = 26dBmmin, Gp=7dB typ (Vds^IOV, Id-1/2Idss, f=12GHz, P Jn = 20dBm) 






95 


FLX06MB 






Pout==29.5dBm min, Gp = 5.5dB typ (V D s = 10V, Id = 1/2Idss， f=12GHz, P in =25dBm) 






95 


FLX12MB 






Pout = 34dBm min, Gp=5dB typ (V D s = 10V, Id = 1/2 Idss, f=-8GHz, P in = 30dBm) 






95 


FLX30MB 






P 0U t = 18dBm typ, Gp=10dB typ (Vds=8V, Id- 1/2 loss, f=8GHz, P in = 8dBm) 






ま g §| 


FSX51W/WF 






Pout = 23dBm typ, Gp=10dB typ (V D s=8V, Id- 1/2 Idss, f=8GHz, Pi„ = 13dBm) 






FSX52W/WF 






Poot=25dBm typ, Gp==8dB typ (V D s=8V, Id^1/2 Idss, f=8GHz, P in = 17dBm) 






FSX53W/WF 






en=1.9nV/yTi7typ (Vds = 10V, I D =lmA, f=lkHz) 






38 


M47F 


























(f=4GHz) 
1.4 | 1.8 


3 


10 


Gs = lldB typ (f=4GHz) 




166 


MGF1202 










最大 発振 周波数 70GHz typ 




(f=4GHz) 
1.1 | 1.4 


3 


10 


Gs = 13dB typ (f=4GHz) 




122 


MGF1402 










// 90GHztyp 




一 to 


3 


10 


Gs==10.5dB typ (f=12GHz) 




122 


MGF1403 


























へ ト 

CM ― 

II ふ 

一— i 


3 


10 


Gs = 10.5dB typ (f=12GHz) 




122 


MGF1404 










最大 発振 周波数 70GHztyp 




(f=4GHz) 
0.8 | 1.0 


3 


10 


Gs = 13dB typ (f=4GHz) 




122 


MGF1412 



一 90 — 



型 名 


社 名 


用 途 


構造 


最大 定格 （Ta=25'C) 


電気 的 特性 （Ta-25'C) 


ゾ CDS 

Vgdo* 
Vgdx" 
(V) 


Vdsx 
Vdss* 

(V) 


Vgso 
Vcss* 
Vgsx" 
(V) 


Ic 
Id* 

(mA) 


Pa 

Pch* 

(mW) 


Ti 

Tch* 

CC) 


less 
(nA) 
(pA)* 


max 


Idss vmA) 


VGS(off)» 


Vth*(V) 




g m (mS) fx* 




g 0 ， (mS 


) 

(CI) 
max 


Vcs 
(V) 


min 


max 


Vds 
(V) 


min 


max 


Vds 
(V) 


Id 

(M) 


min 


typ max 


Vds 
(V) 


Id 

(mA) 


typ 


MGF1801 


三 菱 


S 带〜 X 带 
中 電力 増幅 


GaAs 


-8* 


8 


—8 


250* 


1W 


150* 




一 3 


150 


250 


3 


— 1.5 


一 6 


3 


100 


70 


90 




3 


100 






MGF1802 




C 带〜 X 带 

中 電力 增輻 






8 


-8 


250* 


1.5W 


150* 






150 


250 


3 


—2 


-6 


3 


100 


70 


90 




3 


100 






MGF2116 




S 带〜 X 带 

中 電力 増幅 






11 


一 10 


550* 


3W 


150* 






300 


550 


3 


一 2 


一 7 


3 


1mA 




175 




3 


200 






MGF2117 




C 带〜 X 带 

中 電力 増幅 






11 


一 10 


550* 


3W 


150* 






300 


550 


3 


—2 


一 7 


3 


1mA 




175 




3 


200 






MGF2124 




C 带〜 Ku 带 
電力 増幅 






11 


一 11 


800* 


4.2W 


150* 






450 


800 


3 


一 2 


一 7 


3 


1mA 


180 


250 




3 


300 






MGF2124F 




〜Ku 带 

電力 増幅 






11 


一 11 


800* 


4W 


150» 






450 


800 


3 


一 2 


一 7 


3 


1mA 


180 


250 




3 


300 






MGF2124G 










11 


-11 


800* 


4W 


150' 






450 


800 


3 


一 2 


—7 


3 


1mA 


180 


250 




3 


300 






MGF2148 




C 带〜 Ku 带 
電力 增幅 






11 


-11 


1.6A* 


8.3W 


150' 






u 

0.9 


1 1.6 


3 


—2 


- 7 


3 


1mA 


360 


500 




3 


600 






MGF2148F 




〜Ku 带 
電力 増幅 






11 


-11 


1.6A* 


8W 


150* 






(A) 
0.9 | 1.6 


3 


一 2 


一 7 


3 


1mA 


360 


500 




3 


600 






MGF2148G 










11 


一 11 


1.6A 傘 


8W 


150' 






(A) 
0.9 1 1.6 


3 


一 2 


—7 


3 


1mA 


360 


500 




3 


600 






MGF2172 




S 带〜 X 带 

踅カ增 幅 






11 


一 11 


2.3A* 


12. 5W 


150* 






(A) 
1.5 | 2.3 


3 


—2 


一 7 


3 


1mA 


540 


750 




3 


900 






MGF2205 




S 带〜 C 带 

電力 増幅 






11 


一 11 


3.6A* 


12. 5W 


150* 






(A) 
2 1 3.6 


3 


一 2 


一 7 


3 


10mA 




800 




3 


1.4A 






MGF-X34M 




10GHz 
電力 增輻 






11 


一 11 


2.3A* 


12. 5W 


150* 






U 

1.5 


2.3 


3 


—2 


- 7 


3 


1mA 


540 


750 




3 


900 






MK10 




DC ：〜 VHF 


J 


-30* 


20 


一 10 


10,20* 


150 


125 


-100 


-10 




20 


10 




-8 


10 


10 


1.9 


4 




10 


Idss 


0.05 




//PA50A 


日 電 


低周波 




-60* 


60 


土 60 


10,20* 


200 
unit 


150 


一 10 


一 10 


(Qi, 
1.5 


Q 2 ) 
18 


10 


-0.3 


-2.4 


10 


10 


2 


4 


8 


10 


1 






AiPA60A 




差 動增幅 




-40* 


40 


一 40 


50 


250 
unit 


175 


-0.1 


一 20 


0.5 


5 


10 


一 0.2 


~2.5 


10 


10 


1 


2 




10 


0.5 


0.015 




/iPA61A 








-40* 


40 


一 40 


50 


250 
unit 


175 


— 0.1 


一 20 


0.5 




10 


一 0,2 


-2.5 


10 


10 


1 


2 




10 


0.5 


0.015 




/iPA62C 




差 動增幅 
バランス MIX 




-20* 




一 10 


10,32* 


350 


125 


一 50 


一 8 


8 


32 


10 


一 0.35 


-2.2 


10 


10 


12.5 


15 




10 


3 






//PA63H 




低周波 




-60* 


60 


一 60 


10,30* 


250 
unit 


125 


一 1 


一 20 


1.5 


20 


10 


一 0.3 


-4.2 


10 


10 


2 


4 


8 


10 


1 






/iPA68H 




低周波， 低 雑音 




-50* 


50 


—50 


10,30* 


250 
unit 


125 


一 1 


—20 


1 


18 


10 


-0.15 


-2.5 


10 


10 


5 


7 




10 


1 






/<PA70A 




DC 




-40* 


40 


一 40 


50 


250 


175 


-0.1 


一 20 


0.5 


5 


10 


一 0.2 


一 2.5 


10 


10 


1 


2 




10 


0.5 


4 




^PA71A 








-40* 


40 


一 40 


50 


250 


175 


一 0.1 


一 20 


0.5 


5 


10 


一 0.2 


-2.5 


10 


10 


1 


2 




10 


0.5 




—一— 






















































2SK437 ⑧ 


松 下 


SHF チューナ 
低 雑音 増幅 




一 6* 


S 


一 6 


no* 


270 


125* 




一 3 


20 


120 


3 




一 3, 5 


3 


100 


20 


50 


100 


3 


10 
10 






[2SK354A 


曰 戴 


VHF〜0< ン ド 
低 雑音 增輻 


GaAs 




s 


-6 


150* 


300 


U5* 




一 5 


SO 


100 


3 


一 0. 暴 


一 6 


3 


100 


20 


40 


100 


3 



一 91 一 







的 待 性 （Ta-25'C) 


その他 


代 待 品 


n 


や t 

——一 
MGF1801 


G, ( P F) 




Cr, (pF) 




NF (f=lkHz, R.-lMn) (dB) 


NF (f-lOOMHz) (dB) 


typ max 




Vus 


typ max 


Vcu(V) 
Vcs(V)* 


Vos 
(V) 


typ max 


Vds 
(V) 


Id 
(mA) 


typ max 


Vds 
(V) 


Id 
(mA) 










最大 ％抿 周波数 45GHz typ 














Gp = 9dBtyp (f=8GHz) 




167 


































Gp=7dB typ (f=12GHz) 




170 


MGF1802 












最大 発振 周波 «C 40GHz typ 














Gp=7dBtyp (f=12GHz) 




169 


MGF2116 


































Gp=7dB typ (f=12GHz) 




170 


MGF2U7 










最大 発振 周波数 35GHz typ 














Gp=6dB typ (f=12GHz) 




124 


MGF2124 


































Gp=5.5dB typ (f=14GHz) 




171 


MGF2124F 


































Gp=5.5dB typ (f=14GHz) 




172 


MGF2124G 










最大 発振 周波数 30GHz typ 














Gp=5dB typ (f=12GHz) 




124 


MGF2H8 


































Gp=4.7dB typ (f=14GHz) 




171 


MGF2148F 


































Gp=4.7dB typ (f=14GHz) 




172 


MGF2148G 










最大 発振 周波数 25GHz typ 














Gp=5.5dB typ (f=8GHz) 




124 


MGF2172 


































Gp=6.5dB typ (f=6GHz) 




173 


MGF2205 


































Gp=6dB typ (f=9.6〜10.2GHz) 




174 


MGF-X34M 










1.3 








2 




10 


0.5 


3.0 




10 


5 


PG=20dB typ (f=100MHz) 




9 


MK10 


(Qi, 
5 


Q 2 ) 
7 


1* 


10 


(Qi, 
1.3 


Q 2 ) 
2 


1mA 


10 


(f=10Hz)60nV 
30 1 /HT 


10 


1 


JlDSS = 10%max (Vds = 10V) 






44 


^PA50A 


2.5 


5 


0 


10 


0.5 


1.5 


0* 


10 










き- 5mW (^：) 






111 


/1PA6OA 


2.5 


5 


0 


10 


0.5 


1.5 


0* 


10 










JVcs=40mVmax (^qTa) 






111 


ftPA61A 


7.5 




3* 


10 


2.5 




3mA 


10 










(f=400MHz) 
2 | | 10 


3 


PG = 12dB typ (f=400MHz) 




76 


^PA62C 


6 


8 


" 


10 


1.6 


2.5 


1mA 


10 


(f=10Hz, nV/Hi) 
10 1 30 1 10 




CO 

， 






66 


/iPA63H 


15 




0 


10 


3 




0* 




NV=35mVmax (Vdd = 15V, R g -lkQ), 
JVGS-20mVmax (Vgs = 10V, I D =lmA) 






66 


^PA68H 




5 


0 


10 




1.5 


0* 


10 


JVcs = 5mVmax (Vds = 10V, Id=200/iA) 


e„ = 10nV/Hzmax 

(Vds-10V, Id=200M， f=lkHz) 




77 


^PA70A 




5 


0 


10 




1.5 


0* 


10 


dVGS=40mVmax (Vds = 10V, Id=200//A) 


e„=20nV/Hzmax 

(Vds=10V, Id=200M, f-10Hz) 




77 




































































(f=12GHz) 
1.6 | 1.8 | 3 | 10 


雑音 最小 電力 利得 10.5dBtyp (f=12GHz) 




103 


2SK437® 


















NF=2dB typ (f=8GHz) 


MAG=10dB typ (f=8GHz), 
7.5dB typ (f=12GHz) 




9 


2SK354A 



一 92 — 















最 大 


定 格 （Ta 


=25°C) 














電 


気 的 特 


性 


(Ta 


-25 # C) 










や 名 


社 名 


用 途 


構造 


VcDS 

Vgdo* 


Vdsx 
Vdss* 

(V) 


Vgso 
Vcss* 


Ig 
Id* 

(mA) 


Pd 

Pch* 

(mW) 


Ti 

Tch* 
CO 


1GSS 

(nA) 
( P A)* 


max 


Idss (mA) 


VGS(off), 


Vth*(V) 




gm (m 


S) ズ 




gos (mS) 
..„ - * (n\ 












Vgdx** 

(V) 


Vgsx** 

(V) 


Vgs 
(V) 


mm 


max 


Vds 
(V) 


min 


max 


Vds 
(V) 


Id 
(バ A) 


min 


typ max 


Vds 
(V) 


Id 
(mA) 


typ 


max 


★ 


3SJU 


曰 電 


スィ ツチ ング 


MOS 




-30* 


-30* 


—10 拳 


100 


■ 


-100 


—10 




— 0.1/iA 


-10 


—3.0 


-6.5 


一 10 


一 10 




0.8 




—10 


— 10V 

(Vgs) 








3SJ11A 


„ 


DC 

スイッチング 






-30* 


土 4(T 


—50 奉 


225* 


75* 


一 10* 


-10 




-10/iA 


—10 


一 1.5 


-3.5 


一 10 


一 10 


0.5 


1 




—10 


—1 


0.07 




★ 


3SK1K8) 


日 立 


小 信号 増幅 


„ 














































★ 


3SK12(8) 




千ョ ツバ 


„ 














































★ 


3SK13<8> 


„ 


DC 


















































3SK14 


曰 電 


DC, チヨ ッ ノ、' 






20 


±30* 


10* 


100 


100* 


2* 


10 




3 


10 




一 5 


10 


10 


0.5 


0.8 




10 


—1 


0.01 




★ 


3SK15 


三 菱 


DC 






25 


+ 2 
一 10 


10* 


100 


100* 


-10* 


-10 




10 


6 




—9 


6 


10 


0.5 


1.0 




6 


1 


0.04 




★ 


3SK15A 




„ 






25 


+ 2 
—10 


10* 


100 


100* 


-10* 


-10 




10 


6 




ー9 


6 


10 


0.5 


1.0 




6 


1 


0,04 




★ 


3SK16 


„ 


チヨ ッパ 
スイッチング 






25 


+2 
—10 


10* 


100 


100* 


— 10* 


一 10 




10 


6 




一 9 


6 


1 


0.5 


1.0 




6 


1 


0.04 




★ 


3SKI7 


,， 


低周波 






25 


+ 2 
-10 


10* 


100 


100* 


一 1 


一 10 




10 


6 




一 9 


6 


10 


0.5 


1.0 




6 


1 


0.04 




★ 


3SK18 


„ 


チヨ ッパ 
スィ ン チン グ 






15 


土 10' 


10* 


100 


100* 


一 10 拿 


—10 




5 


6 




-6 


6 


10 


0.5 


1.0 




6 


1 




0.3 


★ 


3SK19 


„ 


VHF 


„ 




15 


土 10' 


10* 


100 


100* 


一 10* 


一 10 




5 


6 




一 6 


6 


10 


0.5 


1.0 




0 


1 


0.05 


0.1 




3SK20<O> 


日 立 


DC, 低周波 


„ 




20 


+ 5" 
一 20 


10* 


100* 


150* 


一 r 


一 6 


0.4 


5.0 


6 




~3.5 


6 


10 


0.4 






6 


Idss 




0.18 




3SK21© 




チヨ ッパ 


，， 




20 


+ 5 # * 

一 20 


10* 


100* 


150* 


一 r 


一 6 


3 


16 


6 




一 6 


6 


10 


2.5 






6 










3SK22 


東 芝 


FM, VHF 


J 


-18* 






10 


200 


150 


一 100 


一 10 


3 


24 


10 


一 1.2 




10 


1 




7.0 




10 








★ 


3SK23 




ビジ コン カメラ 
へッ ド アンプ 




-15* 






10 


200 


150 


— 100 


—10 


6 


24 


10 


-1.8 




— 5.5 


1 


6 




12 


10 








★ 


3SK24 


松 下 




MOS 














































★ 


3SK25 






,, 
















































3SK28 


東 芝 


ビデオ， VHF 


J 


-18 






10 


200 


150 


-10 


—15 


3.7 


22 


10 


-1.2 


— 5.5 


10 


1 


4.5 




13.0 


10 


Idss 








3SK29 


曰 lg 


低周波 


MOS 




20 


±30" 


10* 


80 


100* 


10* 


10 


1 (typ) 


10 




一 5 


10 


10 


0.5 


0.8 




10 


1 


0.01 




★ 


3SKH0 


El 立 


RF, MIX 


J 






-15* 


10 


200' 


150* 


一 100 


一 10 


3 


20 


10 




- 5 


10 


20 


4 


7.5 




10 


Idss 






★ 


3SK30A 


„ 










-18* 


10 


200* 


150* 


一 100 


一 10 


3 


20 


10 




-6 


10 


20 


4 


7.5 




10 








★ 




U 電 


FM, VHF 


MOS 




25 


土 30' 


20* 


250 


150' 


一 1 


—10 




15 


10 






10 


50 


4 


6 




10 


5 






★ 


3SK38 


東 芝 


チヨ ツバ 




10 


20* 


10* 


10* 


200 


125 


200 


10 




50nA 


6 


0* 


3* 


6 


50nA 


0.35 






6 


3 

(Vgs) 








3SK38A 


― 






土 12 


20* 


±12* 


10* 


200 


125 


土 25 


±12 




50nA 


6 


0* 


3* 


6 


50nA 


0.35 






6 


3 

(Vc.s) 







一 93- 



電 




J'-J 特 性 （Ta = 25'C) 


そ の 他 


代 W 品 
^ 名 


n 


m 名 


Ci， ( P F) 


， 1 





NF (f-lkHz, R„ = lMn) (dB) 


NF (f-lOOMHz) (dB) 


typ max 


Vgs(V) 
HrnA)* 


Vds 
(V) 


typ max 


Von(V) 
Vgs(V), 


Vds 
(V) 


typ max 


Vds 
(V) 


Id 

(mA) 


typ max 


Vds 
(V) 


Id 

(mA) 






——一——— 


5 




—10 










Ro^lkQ,ax (Vns^-lV, V ( -^-10V) は := ュ 0 0 ^ s % 




3SJ11A 


23 


3SJ11 


8 




0 


—10 










KoN = 500Qmax (V"s = — IV, Vos=-10V) 








23 


3SJ11A 




































3SK20® 


26 


3SK1KO) 




































3SK2KO) 


26 


3SK12® 




































3SK20<S) 


26 


3SK13® 


3 




0 


10 










5 




10 


1 














23 


3SK14 


4 




0 


0 






























24 


3SK15 


4 




0 


0 




























24 


3SK15A 


4 




0 


0 










RoN = lkQmax(VDS=0.1V, Vgs = 0), RoFF-10MQmin(Vus = 0.1\ 


r, Vcs--6V) 




24 


3SK16 


4 




0 


0 






























24 


3SK17 


0.3 




r 


6 


0.1 




1mA 


6 


RoN-1.2kQmax(VDS = 0.1V, Vgis = Vc2S-0) foFF^^nFmax 






25 


3SK18 


0.3 




r 


6 


0.1 




1mA 


6 










o 

2 寸 


VIHz) 


6 


1 


PG = 20dBtyp (f=200MHz) 




25 


3SK19 


5 




0 


6 






























26 


3SK20<8) 


5 




0 


6 










RoN = 300Qmax (Vds=0.1V, Vgis = V C 2S =0), Roff = 100MQ 


min (Vds-0.1V, Vcis = -6V, Vcas-O) 




26 


3SK2K8) 












0.6 


—10 












2 


3.5 


10 

(Vdd) 




PG = 20dBtyp (f=100MHz) 




27 


3SK22 




3 


0 


0 


0.4 




-10 






















3SK28 


27 


3SK23 






































39 


3SK24 






































39 


3SK25 




6 


0 


10 




0.6 


一 10 






2.5 


10 


Idss 




2.5 


10 

(Vdd) 




PG = 17dBmin (f=100MHz) 




27 


3SK28 


3 




0 


10 






























23 


3SK29 


5 




0 


10 


0.4 


0.6 


0* 


10 










2.0 


3.5 


10 

(Vdd) 




PG = 17dBtyp (f=100MHz) 


2SK54 


29 


3SK30 


5 




0 


10 


0.4 


0.6 


0* 


10 










2.0 


3.5 


10 

(Vdd) 




PG = 17dBtyp (f=100MHz) 


2SK55 


29 


3SK30A 


3 




5* 


10 




0.3 


5mA 


10 












3 


10 


5 


PG = 15dBmin (f=100MHz) 




30 


3SK33 




4.5 


0 


0 






0 


0 


RoN = 500Qmax (Vos = 10mV, Vcs=3V), RoFF^lOOMQmin (V D s=±10nV, Vgs=0) 


3SK38A 


31 


3SK38 




2.5 


0 


0 




2.5 


0* 


0 


JCc=0.3pFmax, RDS(ON)=500Qmax (V D s = 10mV, Vgis=3V, Vc2S=0) 




31 


3SK38A 



一 94 一 



型 名 


社 名 


用 途 


構造 


最大 定格 （Ta=25'C) 


電気 的 特性 （Ta-25'C) 


VcDS 

Vgdo* 
Vgdx" 
(V) 


Vdsx 
Vdss* 

(V) 


Vgso 
Vgss* 
Vcsx** 
(V) 


Ic 

T 拿 

Id 

(mA) 


Pd 

Pch' 

(mW) 


Tj 

nn , 拿 
lch 

CO 


1GSS 
KTiA) 
(pA)* 


max 


Idss (mA) 


VGS(off), 


Vth*(V) 


■ 1 




got (mS) 
^. * in\ 


Vgs 
(V) 


min max 


Vds 
(V) 


min max 


Vds 
(V) 


Id 
(;iA) 


min typ max 


Vds 
(V) 


Id 
(mA) 


typ max 


3SK71 


曰 電 


エレクト レット 
コンデンサ • マノ 々 


J 




20 




5,10* 


150 


125 








Id 

A C 


(Vdd) 
5 










Avi = -10.5dBmin(VDD=5V, Ci„ = 10pF, f=lkHz) 


^PA33A 




DC, チ 3 ッパ 


MOS 




-30* 


±30* 


-20* 
unit 


100 
unit 


100 


—10 


—10 








一 2. 5 


-5.5 


一 10 


一 10 


! 


2 




—10 


_! 






/iPA34A 


„ 








20* 


±30* 


10* 

unit 


100 


75 


10* 


10 




2.5 


10 




一 5 


10 


50 


0.3 


0.6 




10 


Idss 






TX-429D 


ソニー 


可変 抵抗 


„ 


(Vdb) 
一 25 


—20 


(Vgb) 
-25 


土 15* 


100 


80 


-0.2M 


一 5 


一 6 




一 2 


o 


ho) 

一 9 5 


一 1 


一 1 




0.8 




_! 








PM1210B 


日 立 


高速度 憲カ SW 






120* 


±20' 


10A* 


50 W 


150* 


±lfiA 


±20 




1 


100 




4.5' 


10 


1mA 


1.5 


(S) 
2 




10 


5A 






PM1220B 


，, 




n 




120* 


土 2(T 


20 A* 


80 W* 


150* 


土 1M 


土 20 




1 


100 


い 


4.5* 


10 


1mA 


2.5 


(S) 




10 


10A 






PM4550C 


„ 








450* 


±20* 


50 A* 


350 W* 


150' 


土 1//A 


土 20 






350 


2* 




10 


1mA 


8 


(S) 
12 




10 


25A 
















































































































































































































































































































































































■ 































































































































































































































































































































































































































































































































































































-95- 



C«. (pF) 


% % 的 特 性 （Ta-25'C) 


その他 


代 # 品 
や 名 


形 


M 名 




j ！ 

j 


NF (f=lkHz, R» = lMn) (dB) 


NF (f-lOOMHz) (dB) 


typ max 


Vcs(V) 
In(mA)* 


Vds 
(V) 


typ max 


if! 

お i 


Vds 

(V) 


typ max 


Vds 
(V) 


Id 
(mA) 


typ max 


Vds 
(V) 


Id 

(mA) 








112 


3SK71 


15 


20 


0 


0 


j O i 

ゆ 

お; 

111 
II : 

>> 

J 1 

お ; 

o 

II 

o 


7v DS =-iov\ 

\lD=-lmA / 








22 


^iPA33A 






0 


10 










> 

< 

o 












22 


/iPA34A 




















R C h。 = 150〜300Q (V GS — V lh ,= — 100V, Vs 


=0, Vbg-IOV, Vds- -IV) 




68 


TX-429D 


1,130 




0 


10 


80 




0* 


10 




Rds(on)=0.3Q max (Id=5A， Vcs = 15V) 






133 


PM1210B 


2,200 




0 


10 


200 




0* 


10 




RDS(ON)=0.15Qmax (Id-10A, Vgs = 15V) 






133 


PM1220B 


7,500 




0 


10 


175 




0* 


10 




Rds 


(ON)~0.1 


8Q max 


(Id = 25> 


、， Vcs = 


:15V) 








36 


PM4550C 



















































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































— 96 — 



最大 定格 （Ta-25'C) 



電気 的 特性 （Ta-25'C) 



型 名 


社 名 


用 途 


構造 


Vgds 
(V) 


Vds 
(V) 


Vgso 
(V) 


Id 
(mA) 


Pd 
(mW) 


Tch 

CO 


Igiss 

IG2SS 

(nA) 


max 


Idss 


(mA) 
max 


Vds 
(V) 


Vpi 

(\T) 


Vds 
(V) 


VP2 
、 v ノ 


Vds 
(V) 




gm (mS) 
typ max 


Vds 
(V) 


Id 
(mA) 


CO 


Vgs 
(V) 


min 


VG2S 

(V) 


max 


VG2S 

(V) 


max 


Vgis 
(V) 


min 


VG2S 

( v; 


Vgis* 
(V) 


typ 


max 


〔デュアル ゲート〕 

3SK32 


松 下 




MOS 














































3SK35 


東 芝 


VHF, RF, MIX 






20 


±6 


30 


300 


150 


±100 


±6 


3 


24 


15 




15 




15 




10 




15 


10 






4 


4 


* 


—2 


0 




3SK37 


ソニ一 


VHF, RF/MIX 






20 


±8 


25 


230 


120 


土 100 


±8 


4 


20 


10 


一 3 


10 


一 3 


10 


7.5 


9.5 




10 


5 


(200MHz) 


5 


5 


0 


5 


0.5 




3SK39, 39® 


松 下 








20 


土 8 


24 


250 


150 


土 20 


土 8 


1 


24 


10 


—3 


10 


一 3 


10 






18 


10 


5 






5 


5 


0 




3SK40 


曰 電 








20 


土 7 


25 


250 


150 


土 100 


±5 


4 


25 


10 


4 


15 


— 4 


15 


8 


10 




15 


5 






4 


0 


0 


4 


3SK41 










20 


±7 


25 


250 


150 


土 100 


±5 


4 


25 


10 


4 


15 


4 


15 


8 


10 




15 


5 






4 


0 


0 


4 


3SK44 


東 芝 








20 


±6 


45 


300 


150 


±100 


±6 


3 


40 


15 


—3.3 


15 


-3.3 


15 




13 




15 


10 






4 


4 


0 




3SK45 


日 立 


VHF, RF, MIX 






22 


土 7 


35 


330 


150 


±20 


±7 


4 


32 


15 


一 3 


15 


一 2 


15 




14 




15 


10 






4 


4 


0 




3SK47 


曰 電 


VHF, RF, MIX 
可変 抵抗 用 






20 




25 


300 


150 


土 100 


±5 


4 


25 


10 


一 3 


10 


一 3 


10 


8 


16 




10 


5 






4 


0 


0 


4 


3SK48 


ソニー 


UHF, RF/MIX 


" 




18 


+ 6 


30 


240 


110 




+ 6 


2 


11 


10 


-3 


10 


—3 


10 




11 




10 


10 






5 


5 


0 


5 


3SK49 


松 下 


VHF, RF/MIX 






20 


土 8 


30 


350 


150 


土 20 


±8 


2.5 


30 


10 


-3 


10 


一 3 


10 




15 




10 


5 






5 


5 


0 


5 


3SK49NC 


„ 








20 


土 8 


30 


350 


150 


±20 


±8 


2.5 


30 




一 3 


10 


一 2 


10 


8 


15 




10 


5 






5 


5 


0 


5 


3SK49® 










20 


土 8 


30 


350 


150 


±20 


土 8 


2.5 


30 


10 


一 3 


10 


一 3 


10 


8 




18 


10 


5 






5 


5 


0 


5 


3SK51 


日 立 


VHF, RF, MIX 






20 


土 7 


35 


330 


150 


土 20 


土 7 


7 


25 


15 


一 3 


15 


— 2.5 


15 




17 




15 フ 


10 






4 


4 


0 


4 


3SK53 




UHF, RF 






15 


土 8 


33 


330 


150 


±20 


±8 


0.1 


30 


10 


-1.7 


10 


— 1.1 


JO 


11 






10 


' 20 


' 一 











― 5 


5 


0 






5 






3SK55 


東 芝 


VHF, RF, MIX 






20 


土 9 


30 


300 


150 


土 50 


±7 


3 


24 


15 


— 2.5 


15 


-2.5 


15 一 




16 




— 15 


10 




― 

一—'— 


一 4 


4 


0 


4 


3SK59 










20 


土 9 


30 


300 


150 


土 50 


土 7 


3 


24 


15 


-2.5 


15 


— 2.5 


15 




20 




15 


10 
10 




4 




0 
10 


4 

6— 
3 


3SK60 


日 立 


VHF, RF 






15 


土 8 


33 


330 


150 


±20 


±8 




12 


6 

― j 


一 1.7 


10 


— 1.1 


11 


16 




3 


3 


3SK61 


ソニー 


VHF, RF/MIX 






20 


土 8 


25 


230 


120 


±100 


土 8 


上— 


20 


10 


-3 


10 


一 3 


10 




9.5 




10 


5 












5 


5 


0 






5 






3SK63 


東 芝 


VHF, RF 






20 


土 9 


30 


300 


150 


±50 


±7 


3 


24 


— Jl— 
_1 ― 


-2.5 


15 
4 


— 2.5 


15 
0 




20 




15 
4 


10 






3SK66 


松 下 


UHF, RF 


" 




20 


土 8 


30 


350 


150 


±20 


土 8 


0.5 


12 


10 


—3 


10 


一 3 


10 


8 






10 


10 






5 


5 


0 


5 


3SK70 


曰 立 




" 




20 


±8 


50 


360 


150 


土 20 


±5 


1 


20 


15 


一 3 


」i— 


-3 


15 


— 7 — 


12 




— J5 — 


ユー 








0 




3SK72 


松 下 


VHF, RF 






20 


土 8 


30 


350 


135 


±20 


土 8 


2.5 




10 


一 3 


10 
5 


—3 


10 


8 


12 


18 


10 
5 


5 




80 


5 


0 


3SK73 


東 芝 


VHF, RF/MIX 






20 


土 9 


30 


300 


125 


土 50 


±7 


3 


14 


15 


一 2. 5 


15 


-2.5 


15 

一 0 




20 




」L 


10 






4 


4 


3SK74 


曰 宛 








20 


土 10 


25 


200 


125 


土 100 


±10 


7 


25 


6 

3 


—3 


6 
0 


一 3 


6 


17 


20 




— ¥— 
3 


10 







一 98 — 



开リ 么 




rri JaS 


樓; 告 


最大 定格 （Ta=25'C) 


電気 的 特性 （Ta-25'C) 




Vgds 
(V) 


Vds 
(V) 


Vgso 
(V) 


Id 
(mA) 


Pd 
(mW) 


Tch 

CO 


Igiss 

IC2SS 

(nA) 


max 


loss vmA) 
min max 


Vds 

(V) 
ぃノ 


Vpi 
(V) 

max 


Vds 
(V) 


v P2 

(V) 
max 


Vds 
(V) 


gm (mS) 
min typ max 


Vds 
(V) 

'一一 T 


Id 
(mA) 


gos (mS) 


Vgs 
(V) 


VC2S 

v » ノ 


VG2S 

(V) 


VG1S 

(V) 


VG2S 

(V) 


Vgis* 
(V) 


typ 


max 


3SK76 




















































3QK77 


東 す 


VHF RF 


MOS 




20 


土 9 


30 


300 


125 


土 50 


±7 


3 


24 


15 


-2.5 




-2.5 


1 c 

id 




20 




10 


10 






A 






4 ― 


°SK78 




UHF RF 






20 


±9 


30 


300 


150 


土 50 


±7 


3 


24 


15 


-3.5 


ID 


-3.5 


ID 


8 






1C 

丄《> 


10 






A 
4 


A 
*± 


n 


4 


3QK79 


松 下 

T ム 1 








20 


±8 


30 


350 


135 












—3 


1U 


一 3 


1 A 

IU 


8 






1U 


10 






c 

D 


0 




3SK80 


日 立 








20 


±8 


50 


200 


125 


±20 


士 5 


1 


20 


It) 


一 3 


id 


一 3 


1 c 
― 10 


7 






1C 
1J 


7 






A 




ft ' 


A 


3SK81 




VHF, RF 






20 


±8 


35 


200 


125 


土 50 


土 8 


5 


25 


1 C 


一 3 


1 C 
10 


一 2 


1 1; 


8 








10 






A 


A 


n 


A 






UHF, RF 






15 


±8 


33 


200 


125 


±20 


土 8 




20 


6 


— 1.7 


10 


-1.1 


10 


13 






6 


10 








q 


0 


3 






VHF, RF 






15 


±8 


33 


200 


125 


土 20 


±8 




20 


O 


-1.7 


1 A 

1U 


-1.1 


1A 
iU 


13 






A 
w 


10 






0 
0 


0 
O 


Q 
O 


3 






















































3SK85 


日 立 


VHF, RF 


MOS 




22 


±8 


35 


200 


125 


±50 


±8 


4 


32 


1 c 


一 3 


1 c 
ID 


一 2 




10 






15 


10 






A 
*k 


A 
*± 


Q 


4 


3SK86 




















































3SK87 


0 電 


UHF, RF 


MOS 




20 


土 10 


25 


200 


125 


±100 


±10 


0.5 


8 


10 


—2 


10 


一 0.7 


10 


18 


22 




10 


10 








A 


A 














20 


±10 


25 


200 


125 


±20 


±10 


0.01 


6 


10 


一 2 


10 


—0.7 


A 
H 


14 


17 




10 


10 






4 


A 




3SK89 




















































3SK90 






























™~— ^ ™~ ^ 


















~~~ ―' 




3SK91 






































一 ― 






-— - 




3SK92 




















―'' 




















—— 












3SK93 

W*J I、 ジひ 


















——一 一- 






—一— — 






一— 一 . 








—- 


—一— 


——一 






― 




3SK94 




















'一 ~ 






























3SK95 


日 立 


UHF\ RF 


MOS 




15 


土 10 


35 


200 


125 


土 100 


±8 




20 


c 
O 


一 2 


1 A 

1U 


一 2 


1 A 
IU 


14 






c 
D 


10 










g 


0 


3 







3 






3SK96 




VHF, RF 






15 


±8 


35 
80 


200 


125 


土 100 


±8 




30 


6 

q 
0 


一 2 


10 


一 2 


一 IF— 

O 


15 






3 


10 


― 




3SK97 


松 下 


UHF, RF 


uaAs 




13 


一 6 


350 


125 


一 20M 


—6 

—一.. 


8.5 


45 


5 


一 6 




-6 


5 


10 


20 




— 「 


10 








A 
U 


0 


0 




2 






3SK98 














—一 " 






—― 
































3SK99 




——一— — ^一 


——― 














































3SK100 


松 下 


UHF 高利^ 
低 雑音^ 幅 


MOS 




15 


土 8 


30 


250 


125 


±20 


±8 


0.5 


8 


"To — 


一 3 


"To— 


-1.3 


ZjKZ 


8 


12.5 




:】: 二 


10 






一 4" 









一 99 一 



^ U\ 的 待 性 (Ta-25°C) 


その他 


お 1 


外 


^ 名 


i 9 \ 

1 ^ \ 


Id 
(mA) 

Vnis* 

(V) 


Vds 
(V) 


Cm ( P F) 
typ max 


Id 
(mA) 

Vr.is* 

(V) 


Vns 
(V) 




NF (dB) 
(200MHz) 

typ max 


Vj)s 
(V) 


Id 

(mA) 

Vgis* 

(V) 


Vr,2s 
(V) 


Vr,2S 
(V) 


VG2S 

(V) 








































3SK76 


4.25 




10 


~ 15 

—丄一 


0.03 


0.05 


10 


15 
4 






—- = 




2.2 


3.2 


Vd» = 15V 


PG = 20dB typ (f=200MHz) 




92 


3SK77 












0.03 


10 


— ?— L— 

4 










(f-800MHz) 
4.5 [ 5.5 

(f=800MHz) 

—一 ュ 5 ' 


15 
4 
15 
10 


10 


PG = 16dB typ (f=800MHz) 


3SK102, 115 


93 


3SK78 




5 


7 


マ 5— 


0.02 
0.03 
















10 


PG = 10dBmin (f=800MHz) 




91 


3SK79 




7 


15 










(f=900MHz) 


15 


7 


PG = 10dBmin (f=900MHz) 




115 


3SK80 


4 


4 




6 


4 


5 




10 


15 


10 


15 












3.3 


15 


10 


PG = 17dB min (f=200MHz) 




115 


3SK81 


4 


4 


4 




5 


10 


, 6 


0.02 




10 


6 










(f=900MHz) 


6 


10 


PG = 10dB min (f=900MHz) 




115 


3SK82 




3 




3 












5.5 


3 






5 


10 


6 


0.02 




10 


6 












3 


6 


10 


PG = 20dBmin (f=200MHz) 




115 


3SK83 


3 


3 


3 








































3SK84 


3.3 




10 


15 


0.03 




10 


15 












3.2 


15 


10 


PG = 18dB typ (f=200MHz) 




115 


3SK85 


4 


4 










--— 
































3SK86 


2.5 


3.5 


10 


10 i 


0.02 


0.03 


10 


10 










(f=900MHz) 
3.8 | 5.5 


10 


10 


PG = 18dB typ (f=900MHz) 




114 


3SK87 


4 


4 


4 


2.0 


2.5 


10 


10 


0.02 


0.03 


10 


10 










(f=900MHz) 


10 


10 


PG = 16dBtyp (f=900MHz) 




114 


3SK88 


4 




3.8 


5.5 


4 








































3SK89 








































3SK90 








































3SK91 








































3SK92 








































3SK93 








































3SK94 


2.6 




10 


6 


0.02 




10 


6 










(f=900MHz) 


6 


10 


PG^lOdB min (f=900MHz) 




115 


3SK95 


3 


3 




5.5 


3 


4.5 




10 


6 


0.03 




10 


6 












3 


6 


10 


PG = 22dB min (f=200MHz) 




115 


3SK96 


3 


3 


3 


1.2 


2 


-6* 


5 


0.02 


0.04 




5 










II 


5 


10 


PG = 16dB typ (f=lGHz) 




?1B 


3SK97 


一 6 


一 6 


1.7 


2.8 


2 








































3SK98 








































3SK99 


1.6 


2.5 


-5* 


10 


0.02 






10 










(f=800MHz) 
2.6 | 4 


10 


10 


PG-14.5dB typ (f=800MHz) 




91B 


3SK100 


一 5 


-5* 


一 5 





一 100- 



最大 定格 （Ta-25'C) 



電 



気 的 特性 （Ta-25'C) 



型 名 


社 名 


用 


構造 


VCDS 

(V) 


Vds 
(V) 


Vgso 
(V) 


Id 
(mA) 


Pd 
(mW) 


Tch 
CO 


Igiss 

IC2SS 

(nA) 


max 


Idss (mA; 
mm max 


Vds 
(V) 


Vpi 
(V) 

max 


Vds 
(V) 


VP2 

(V) 
max 


Vds 
(V) 


gm vmo) 
min typ max 


VDS 
\、 } 


ID 

(mA) 


go* (mS) 


Vgs 
(V) 


VG2S 

(V) 


VC2S 

(V) 


Vgis 
(V) 


VC2S 
(\r\ 


Vgis* 
(V) 


typ 


max 


3SK101 


東 芝 


VHF, RF, MIX 


MOS 




20 


±9 


30 


200 


125 


土 50 


±7 


3 


24 


15 


-2.5 


15 


一 2.5 


15 




20 




15 


10 






4 


4 


0 


4 ,.„„ 


3SK102 










20 


±9 


30 


200 


125 


±50 


±7 


3 


24 


15_ 


— 3.5 


15 


一 3.5 


15 


8 






15 


10 










0 




3SK103 


日 立 


UHF, RF 






15 


±10 


35 


200 


125 


±100 


土 8 




10 


6 


一 1 


10 


1 


10 


10 


15 




6 


10 






3 


3 


3 


3 


3SK104 




UHF, TV チューナ 
RF 






15 


土 10 


35 


200 


125 


土 100 


土 8 




20 


6 


一 2 


10 


一 2 


10 


14 






6 


10 






3 


3 


3 


3 


3SK105 




















































3SK106 




















































3SK107 


三 洋 


VHF, RF 


MOS 




20 


±7 


30 


250 


125 


土 50 


土 7 


2.5 


24 


10 


-3 


10 


-2.5 


10 




17 




10 


10 










0 




3SK108 










20 


±15 


30 


250 


125 


50 


Vcis5V 
V C 2slOV 


Idsx(Vgis=2V) 


10 


1.5 


10 


1.5 


10 


11 


15 




10 


10 






3 


21 


10 


10 


5 


10 


3SK109 




















































3SK110 




















































3SK111 




















































3SK112 




































-— 
















3SK113 


日 立 


UHF, TV チューナ 
RF 


GaAs 




12 


土 0.5 
一 6 


80 


200 


125 


-20/iA 


—6 


1U 


QA 

oU 


5 


一 6 


5 


—6 


5 


10 






5 


10 






0 


0 


0 


0 


3SK114 


束 芝 


TV, FM チューナ 
VHF, RF, MIX 


MOS 




15 


土 9 


30 


200 


125 


土 50 


±7 


0 


6 
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1 2 



xvwn 議 SI 



0.1 =FS 



S2.S 



ゲ ソドソ 

12 3 4 



― \2\ 一 




I II 



ra 





1 


2 


3 


A 


ゲート 


ソース 


ドレイン 


B 


ゲート 


ドレイン 


ソース 


C 


ドレイン 


1 ソース 


ゲート 



,9.40 0MAX, 




(ffl) 



電極 接続 

1. ソース 1 

2. ドレイン 1 

3. ゲート 1 

4. サブ スト レ 

5. ソース 2 

6. ドレイン 2 

7. ゲー卜 2 

8. サ ブス トレー 卜 



卜 




0.35: 



各 リード 



電極 接続 

1. ゲート 

2. ソース 

3. グラウンド 

4. ドレイン . 



⑩ 



9 狗 MAX' 
r8.450MAXH 



4 

つ ― 



0.65 



10.0MIN 



—《一 ク 



二- 0.2 




4.O0MAX 



2 3. ソース 
1 4. ドレイン 



⑩ 





— 「 


一- tx-.,--V— w^. 








電極 接続 

1. ドレイン 1 

2. ゲ-ト 1 

3. ソース 1 

4. ドレイン 2 

5. ゲート 2 

6. ソ一ス 2 




0.451§;?5： 
各 リード 



CO 



u./o 

±0.1 
2.5 士 0.5 



(2 は フラン ジと 共通) 



2.7MAX 
0.5MAX 



《寸法 図 単位 ： 



1O.6 



屋匪 I— — ■ 
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1 
2 



0.2 

3. ドレイン 

4. ソース 



0.5 



-f! 



5.1±0.5 




+1.6 
1.8MAX 




4.8MAX 

1.5MAX 



11 通 x 



9.8MAX 



7.6MIN 
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《卄法 図 単位 ： mm, 




40.0MAX 



⑩ 



電極 接続 



A B 



08.5 MAX 



*2SK279 は ロ2,5 土 0.2 



⑩ 



32MAX 




5.45 土 0.3 



10.9 土 0.5 



0.7MAX— 
(0.5typ) 

1.0MAX 



電極 接統 





1 


2 


3 


ゲート 


ソース （フラン ジ) 


ドレイン 


B 


ゲート 


ドレイン (フラン ジ) 


ソース 



K-3.6MAX 
(3.2typ) 



15.9MAX ^.2±0.2 




2.0 土 0.3 

ば S: 



5.45±0.2 



x 



や 



□2.03 土 0*2 



化 



4.0MIN 




5 崖 X 

1.8MAX 
(1.6typ) 



飞フ 



41 




0.1TYP - 



2. ドレイン 

3. ソース 

4. ゲート 



1.02TYP 



「k~ 




4.0MIN 



電極 接続 
1* ソース 3 



5.45±0.2 





ン 
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続 トス ィ 
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5 極 ゲ^ ド n 
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圆 f 
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xvwn 
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続 トイ ^ ス 
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極ゲド g ソ 
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4.6M 


r—r^ rj fr :..' ： ■; ：.$ l^-j *c 







1H- 



2.9 



1 せ 



0.10〜0.25 




g 極 接続 



-0.4 





1 


2 


3 


A 


ゲート 


ソース 


ドレイン 


B 


ソース 


ゲート 


ドレイン 




4.0MIN 





一 < 


+ 




1.02 



⑩ 



10.6±0.3 



廿① 



0.6 土 0.2 



/ 



01.6 



《寸法 図 単位 ： mm> 




3.0 



5.7MIN 



1.4 



寸 



0.35 



1 

2 



あ；; 
1 1 0,6±0.2 



(D 

3.8 
6.7±0.2 



に to 
' to 

(注） 公差 指定の ない 寸法 は 代表 値 を 示す. 
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1.9- 
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《寸法 H 単位 ： 匪》 




電極 接続 

1. ソース 

2. ソース 

3. ソース 

4. ソース 

5. ドレイン 

6. ゲート 



'5.1MAX 5.7MAX 5.1MAX 

' 24.8MAX 
-12.8MAX 



<: 



030； 



1.0MIN 



2,5±0.15 



1.0MIN 



1 2-^1.6±0.1 




電極 接統 

1. ゲート 

2. ソース （フラン ジ） 

3. ドレイン 

4. ソース （フラン ジ） 



2.5 



6,1±0,1 



8.5 土 0.2 



5.0±0.2 



4.0 土 0.2 

一 一— 



(12) J12) 



4-1 



< 



62MAX 





が 5.0MAX 



021.OMAX 




30.2±0.2 
16.9±0.24 




40.0MAX 



2.5 MAX 



T 

0.8 土 0.1 



2. 3 土 0.2 




0.95 
0.95 



5. 8 土 0.2 



2.4±0.11.5±0.21.9±0.1 
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X5S 




讀 rT 
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； .0- 
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雷 J • 
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ゲ 



響】 V 



「： 
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T3ro, 



IT 



-ザ^ r-. 





1.5MAX 
0.76 



CM 
CO 



2.54. 
0.5 

不 



2.54 



4.7MAX 



2.6 



電極 接統 

1. ゲート 

2. ドレイン （放熱 板) 

3. ソース 




2.8MAX 



3.1MAX 



0.5-4« 
1 . 2 




8.5MAX 



が. 0±0.25 



0.75- 



•2.29±0.5 



4,58±0.5 



(J35) 

8.5MAX 
^3.2 ±01 



'一 0. 

-4— -1.2 



続 

電 



ス , 



卜 C 

ゲ N 



画 0.01 



R 

3 



続 ス . 

接 一 

極ソし 



ゲ 



ケ 



続 ス ， 

妾 一 

S ソ 」 



ゲ 



11.0:1:0.5 



3.7d:0J 



ro 



x 謹 ョ 
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⑩ 



2. 03 土 0.2 

™ … - ' 



4.0MIN 

\でマ 



4.0MIN 

3 



16.9±0.3 



30.2±0.25 



電極 接続 

1. ゲート 

2. ソ一ス 

3. ドレイン 



, 02O.6MAX . 

に h り 


.5 土 0.2 










—が.0±0.1 

L 





2— 04.0±0.2 



10.7MAX 
11.0 土 0.5 



ン 

続 スイス 卜 

接 一 レー 一 

極 ソドソ ゲ 

電 1 2 3 4 

-1.0 



2 

o 



i 



議 2 



賺 0. 寸 



国 9 お 



の ，0^6,01 



争 



き 
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⑩ 



10.3MAX が.2±0.2 



"叫 

甶 



⑩ 



^上 



, 2-^1.6 

—仏 2 I 



0.6 
2.5±0.15 



し 


權 ^rfl^ 




電極 接続 

1. ゲート 

2. ソース （フラン ジ） 


" 丄 

<=> 








^ 6.1 土 0.1 " 


8.5 



3. ドレイン 

4. ソー 



(寸法 同 単位. ： mm) 




— 0.1±0. は 
—1.65 



mm 

1. ゲート 

2. ソース （ フラン ジ） 

3. ドレイン 

4. ソース （ フラン ジ) 




20.5MAX. 



03.3±0.2 



電極 接続 

1. ゲート 

2. ドレイン (放熱 板) 

3. ソース 



3 





m ひ 



<> 




5.45±0.15 



電極 接続 

1. ゲート 

2. ドレイン (放熱 板) 

3. ソース 





9.0さ02 



璧 0メ- 



謹 2 



si. 2 



(r 



> 



n.9 



聽 07 



ro=S.ZI 




5.45 土 0.2 



♦ 5.45 ±0.2 



電極 接 

1. ゲート 

2. ドレイン （フラン ジ) 

3. ソース 




10.7— 



12.0- 



- 17.0±0.15_ 
—21.0 土 0.5— 




5.2MAX 



5.0MAX 



1.5 



2.8 

0」6±OJ2 



⑩ 



16.0MAX 



3.2- 土 0.2 



1.6TYP 



ーもト o 



"MAX . 

/ 
2.0TYP 



A 



1.4MAX 



1.0 土 0.2 



9.T 一 T 




一 ユマ 謹 2.0 



続 卜 イス 

接！ レー 

m ゲドゾ 



S=FS 



ョ 31 

dAln 丄 
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L 'も:^ V ビぉ み'^ ち 



⑩ 



0,65 土 0.15 




0.65±0.15 




0.4±0.2 <=> 0.4 土 0.2 



電極 接続 





1 


2 


3 


4 


A 


ソース 


ドレイン 


ゲー ト 1 


ゲ一 ト 2 


B 


ソース 


ドレイン 


ゲ一 ト 2 


ゲ一 ト 1 



050) 



0.75 



^ sip u M 

0.75 , 



2.29 2.29 



in 



CM" 



©Type 
2.3 

» J— --a 



1.？ 



"レ 0.5 



CO 



©Type 



電極 接続 
i. ゲート 

2,4. ドレイン 
3. ソース 



OS) 





—4.3MAX 令 


ぐ' 






> 


广 
0 ( 


- 峰 

i! 



-00.45 



⑩ 



9. 5 土 0.3 



1 



に S 



1 



ト レート 
2 



さ ぶ: すば'.. に T-^C&S,^^^ 

《寸法 図 単位 ： mm> 



0.ゎ— 0.10 



1 2 3 4 5 6 7 




電極 接続 

1. ソース 

2. ゲー ト 

3. ドレイン 





p 



2_ 
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J 
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S9.0 



4 

5 



■ ,i r. 



ほ. OTS.S 



画 0 に 



ン 1 1 ス 2 2 ン 

続 ィ卜ス ブス トイ 

接レ j i 一 一一 レ 
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12 3 4 5 6 7 
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(寸法 図 立 ： mm! 



9 9 v 



k 極 接続 

1. ゲ一 卜 

2. ドレイン 
3； ソース 

4. ドレイン （放熱 板) 



4 ±0.1 




し 8 %| 

《 一 「 一 '， -き 

'24.6 土 0.5 



<3M) 



« 極 接続 

1. ドレイン 

2. ソース 

3. ゲ一 卜 

4. ソース 

5. は 各 電極 
と絶綠 さ 
れ ている 



(152) 



2.5 



+0.5 
^0,3 



1.5 



電極 接続 

1. ドレイン f 1 

2. ソース S 

3. ゲート 0 



(ID 



^5.6MAX 



fefefe: 



ドレイン 
ソース 
ゲート 

ソース 
" ゲート 
3. ドレイン 




⑩ A - 
0.45 土 0.1 



0.45 土 0.1 ^ 



1.27 



叫 127 
2.54 土 0.1 



0.9 



ノ. 1±0.2 
0.25 



電極 接続 

1. 卜' レイン 

2. ゲ一 ト 

3. ソース 





2D 

~ 6.5 



5.0 ±0.2 , 

"1 



0.8MAX 

—-- 一 



2.3 



2.3 土 0.2 

0.5 ±0.2 



0.8MAX 

卜 ——0.75 



ン 

続ィ トス 

接 レー 一 

極 ドゲソ 

^12 3 




♦20.013 



oro な。 



き 103 

ミ.？ etc 



S3 



1 - 



96.0 1 S6.0 

TI02 i 丄 



9t.o 



2- 



rol 



n 一 




XVS.9 



xvi 




3 • 

ひ 3 



二 「 

7 



0.1 き 



ro ま 



7 



ン 

続ィ トス 

接 レ 一 i 

極 ドゲソ 




2 + S 



51 
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r 
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《寸法 図 単位 ： mm; 



ほ 0.1 
-0.05 



0.4 4 



厶 



0.1 に 0 0 i 6 



C=3 C3 C3 

1 3 2 



2.9 ±0.2 



電極 接 絞 

1. ソース 

2. ドレイ： 

3. ゲー ト 




0.65 ±0.1 



U 土 0.2 



9 お + 3.2 
ムに 0.56 



電極 接続 

1. ゲー ト 

2. ドレイン 
(フィン) 

3. ソース 

4. フィン 




6.5 ±0.2 



5.0 ±0.2 , 
1 



31 



1 2 3 



1.1 



0.8MAX 








- 4.9MAX 
ご1.3±0.2 



0.65 土 0.1— 



—2.6 



> ドレイン （D) 



ゲート （G). 



6 ソース （S) 



電極 接続 

1. ゲー ト 

2. ドレイン 

3. ソース 

4. ドレイン （ケース) 




電極 接続 

1. ゲート 

2. ドレイン 

3. ソース 

4. ドレイン 
(ケース） 



0.8MAX 



— *■ 0.75 



2.3 



4 



0.5 土 0.1 




は 0.7MAX 
, 10. ひ 



03.6 ±0.2 



10.66MAX 

-3.6 土 0.2 



10 



1 2 3 




0.75 土 0.1,^ 



0.75 土 0.1 
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oo 
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画 0" 
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4MIN 



4MIN 



0.5 土 0.1 5 



0.5 ±0.15 



□2.5 ±0.2 



— O 



電極 接続 

1. ゲート 

2. ソース 

3. ドレイン 



寸法 図 が. 位 ： mm) 



0.6: 



±0.2 



1 



U 

0 ； 



2.5 ±0.3 



5.4 士 0.2 



8.3 ±0.3 



0.5 ±0.15- 



6.9 ±0.2 






4MIN 



(SD 



4MIN 
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J0.25 



-3.6 



to 

CM* 



rr 



£3 



t* 接 絞 

1. ゲー ト 

2. "一 ％ 

3. トレイン 



0.5 土 0.15 



6.7 ±0.2 



4f 



1.8 土 0.3 
-0.5 土 0.15 



0.6 ±0.2 



続 トス ィ 
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極 ゲソド 
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0 2. 
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(寸法 図 単位 ： mm》 



1. ゲート 1 

2. ゲ一 ト 2 

3. ドレイン 

4. ソース 



9 a + 0J2 
_ ^-0.3 
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E3 二: Is 
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in 

o 1 eg 

1 ^1 d 


to 


x.v 騰 
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^^接続 

1. ソース 
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4. ゲート 1 



鍾 " -' - ' - v 

(SD 




3 

3 丄 3—— 
5.3 ±0.2 



6 土 0.2 



(ED 





電極 接続 
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3. ト' レイン 



J — 
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CD 
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パワー MOS FET 

主要 規格 一覧表 
(外国製) 



規格 表の 見方 

(1) 社名 

ITS ： Intersil Inc. 
RCA ： RCA Corp. 
SL ： Siliconix Inc. 
SPT ： Supertex Inc. 

(2) チャネルの 欄の P/N は， 1 パッケージ 内に 
P チャネルと N チャネルの 両方の FET が 入 
つてい る こと を 示します. 

(3) 最大 消費 電力の 欄の/ U は， 1 パッケージ 内 
に 複数個 入って いる FET の， 1 個 当りの 最 

大 消費 電力 を 示します， 

(4) 外囲 器の 欄の PDIP, CDIP は， それぞれ プ 
ラス チック DIP ，セラ ミ ック DIP のこと です • 

(5) 備考の 欄の" *" は， 1 パッケージ 内の FET の 
個数 を 示します. 
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25 


150 


TO - 3 




IRF253 


RCA 


N 




150 














25 


150 


TO - 204AE/AA 




IRF253 


SL 


N 




150 














25 


150 


TO - 3 




IRF320 


SL 


N 






400 






3 








40 


TO - 3 




IRF321 


SL 


N 






350 






3 








40 


TO - 3 




IRF322 




N 






400 






2.5 








40 


TO - 3 




IRF323 


SL 


N 






350 






2.5 








40 


TO - 3 




IRF330 


SL 


N 






400 










5.5 




75 


TO - 3 




IRF331 


SL 


N 






350 










5-5 




75 


TO- 3 




IRF332 


SL 


N 






400 








4.5 






75 


TO - 3 




IRF333 


SL 


N 






350 








4.5 






75 


TO - 3 




IRF340 


SL 


N 






400 












10 


125 


TO - 3 




IRF341 


SL 


N 






350 










10 




125 


TO - 3 




IRF342 


SL 


N 






400 










8 




125 


TO - 3 




IRF343 


SL 


N 






350 










8 




125 


TO - 3 




IRF350 


SL 


N 






400 












15 


150 


TO - 3 




IRF351 


SL 


N 






350 












15 


150 


TO - 3 




IRF352 


SL 


N 






400 












13 


150 


TO - 3 




IRF353 


SL 


N 






350 












13 


150 


TO - 3 




IRF420 


RCA 


N 






500 






2.5 








40 


TO - 204AE/AA 




IRF420 


SL 


N 






500 






2.5 








40 


TO- 3 




IRF421 


RCA 


N 






450 






2.5 








40 


TO - 204AE/AA 




IRF421 


SL 


N 






450 






2.5 








40 


TO - 3 




IRF422 


RCA 


N 







500 






2 








40 


TO - 204AE/AA 
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3.1 

i 
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5.1 
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\ 


IRF422 


SL 


N 






500 






2 








40 


TO - 3 




IRF423 


RCA 


N 






450 






2 








40 


TO - 204AE/AA 




IRF423 


SL 


N 






450 






2 








40 


TO - 3 




IRF430 


SL 


N 






500 








4.5 






75 


TO - 3 




IRF431 


SL 


N 






450 








4.5 






75 


TO - 3 




IRF432 


SL 


N 






500 








4 






75 


TO- 3 




IRF433 


SL 


N 






450 








4 






75 


TO - 3 




IRF440 


SL 


N 






500 










8 




125 


TO - 3 




IRF441 


SL 


N 






450 










8 




125 


TO - 3 




IRF442 


SL 


N 






500 










7 




125 


TO - 3 




IRF443 


SL 


N 






450 










7 




125 


TO - 3 




IRF450 


SL 


N 






500 












13 


150 


TO - 3 




IRF451 


SL 


N 






450 












13 


150 


TO - 3 




IRF452 


SL 


N 






500 












12 


150 


TO - 3 




IRF453 


SL 


N 






450 












12 


150 


TO - 3 




IRF510 


RCA 


N 


100 












4 






20 


TO-220AB 




IRF511 


RCA 


N 


60 












4 






20 


TO - 220AB 




IRF512 


RCA 


N 


100 












3-5 






20 


TO - 220AB 




IRF513 


RCA 


N 


60 












3.5 






20 


TO - 220AB 




IRF520 


RCA 


N 


100 














8 




40 


TO - 220AB 




IRF520 


SL 


N 


100 














8 




40 


TO- 220AB 




IRF521 


RCA 


N 


60 














8 




40 


TO - 220AB 




IRF521 


SL 


N 


60 














8 




40 


TO - 220AB 




IRF522 


RCA 


N 


100 














7 




40 


TO - 220AB 




IRF522 


SL 


N 


100 














7 




40 


TO - 220AB 




IRF523 


RCA 


N 


60 










7 




40 


TO - 220AB 




IRF523 


SL 


N 


60 














7 




40 


TO - 220AB 




IRF530 


RCA 


N 


100 
















14 


75 


TO - 220AB 


IRF530 


SL 


N 


100 
















14 


75 


TO - 220AB 




IRF531 


RCA 


N 


60 
















14 


75 


TO - 220AB 
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14 


75 
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N 


1 u u 


—一一 


一———— 




-— 一-—— 一— 


-—— 






12 


75 


TO-220AB 




IRF532 


SL 


N 


i on 
丄リリ 








-— —―' ― 








12 


75 


TO - 220AB 




IRF533 


RCA 


N 


q \j 




— „ 一^ ― 


—― „— ^ 一 




― …― 






12 


75 


TO - 220AB 




IRF533 


SL 


N 


D u 


—一 ^ 














12 


75 


TO-220AB 




IRF540 


SL 


N 


上リリ 


-— 














27 


125 


TO-220AB 




IRF541 


SL 


N 


en 


———一一- 




―— 










27 


125 


TO - 220AB 




IRF542 


SL 


N 


i nn 




一 一—— 












24 


125 


TO-220AB 




IRF543 


SL 


N 


Q V/ 














'-" ―— 


24 


125 


TO - 220AB 




IRF620 


SL 


N 




Ci\J\J 


-― 一一— ― 








5 






40 


TO - 220AB 




IRF621 


SL 


N 




丄リリ 








― 一一 ― 


5 






40 


TO - 220AB 




IRF622 


SL 


N 




ti U U 








―—— 


A 
■t 






40 


TO-220AB 




IRF623 


SL 


N 




上ひリ 




—― 






A 






40 


TO-220AB 




IRP630 


SL 


N 
















g 




75 


TO-220AB 




IRF631 


SL 


N 




丄 ひ u 






—一- _ —- 






9 




75 


TO - 220AB 




IRF632 


SL 


N 




ムリリ 












Q 




75 


TO - 220AB 




IRF633 


SL 


N 




丄 *J リ 












8 




75 


TO - 220AB 




IRT ? 640 

•1* A V A w * V 


SL 


N 




4b U V 


-― ^一— - 


― ^ ~ 一 ' 










18 


125 


TO - 220AB 




IRF641 


SL 


N 




丄リリ 














18 


125 


TO - 220AB 




IRF642 


SL 


N 




900 

Ct\J\J 










-—— 




16 


125 


TO-220AB 




IRF643 


SL 


N 




丄 《J リ 














16 


125 


TO - 220AB 




IRF720 


SL 


N 






400 














40 


TO - 220AB 




IRF721 


SL 


N 






O %J\J 






3 








40 


TO - 220AB 




IRF722 


SL 


N 




― 


*T \J \J 






2 , 5 








40 


TO-220AB 




IRF723 


SL 


N 






350 






2,5 








40 


TO - 220AB 




IRF730 


SL 


N 






400 










5.5 




75 


TO - 220AB 




IRF731 


SL 


N 






350 










5.5 




75 


TO - 220AB 




IRF732 


SL 


N 






400 








4,5 






75 


TO - 220AB 




IRF733 


SL 


N 






350 








4.5 






75 


TO - 220AB 




IRF740 


SL 


N 






400 










10 




125 


TO - 220AB 
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i 


IRF741 


SL 


N 






350 










10 




125 


TO - 220AB 




IRF742 


SL 


N 






400 










8 




125 


TO - 220AB 




IRF743 


SL 


N 






350 










8 




125 


TO - 220AB 




IRF820 


SL 


N 






500 






2.5 








40 


TO - 220AB 




IRF821 


SL 


N 






450 






2 ， 5 


― 






40 


TO-220AB 




IRF822 


SL 


N 






500 






2 








40 


TO - 220AB 




IRF823 


SL 


N 






450 






2 








40 


TO-220AB 




IRF830 


SL 


N 






500 








4.5 






75 


TO - 220AB 




IRF831 


SL 


N 






450 








4 . 5 






75 


TO-220AB 




IRF832 


SL 


N 






500 








4 






75 


TO - 220AB 




IRF833 


SL 


N 






450 








4 






75 


TO-220AB 




IRF840 


SL | 


N 


- 一 




500 










8 




125 


TO - 220AB 




IRF841 


SL 


N 






450 










8 




125 


TO - 220AB 




IRF842 


SL 


N 






500 










7 




125 


TO-220AB 




IRF843 


SL 


N 






450 










7 




125 


TO - 220AB 




IRF9130 


SL 


P 


- 100 
















- 12 


75 


T0 - 3 




IRF9131 


SL 


P 


一 60 
















-12 


75 


TO - 3 




IRF9132 


SL 


P 


- 100 














ト- 10 




75 


TO - 3 




IRF9133 


SL 


P 


一 60 


- - 




- ― - 








- 10 




75 


TO - 3 




IRF9520 


SL 


P 


一 100 


一 —〜一 






—― —― '- - 


- 一— 




一 6 




40 


TO-220AB 




IRF9521 


SL 


P 


一 60 










-- --— 




一 6 




40 


TO - 220AB 




IRF9522 


SL 


P 


一 100 








- "--^ ― —— 




一 5 






40 


TO - 220AB 




IRF9523 


SL 


P 


一 60 










- 5 






40 


TO - 220AB 




IRF9530 


SL 


— !>— ― 


一 100 


—- 


- …-. - 




―— 








- 12 


75 


TO - 220AB 




IRF9531 


SL 


p 


- 60 








„ ― ― 




■ -, — 




- 12 


75 


TO-220AB 




IRF9532 


SL 


p 


- 100 














-10 




75 


TO - 220AB 




IRF9533 


SL 


p 


- 60 














- 10 




75 


TO-220AB 




IRFF120 


SL 


N ― ' 


100 














6 




20 


TO - 39 




IRFF121 


― SL 


N 


60 














— 『― — 




20 


TO - 39 




IRFF122 


SL 


N 


100 












1— — — — 






20 


TO - 39 
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20 


TO - 39 
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N 
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― 


― 一 ——— 


——————— 

—— - —— - 


——― 




—一 ― 


8 




25 


TO - 39 
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SL 


N 
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丄リ u 










一— - 一"" 一 


- - —+ 一 - - 


7 


"- "一- " 


25 
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o o.oj 
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———一— - - 




一 -' 




- - 一" - ―' 
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一.., ——― 


0 7 






- —一一 




2 


TO - 237 




ITS 


N 




-— 






0 ， 9 




- 一 




- 一 -"" ■"• — 


3*13 


TO- 5 2 




IVN5000SNE 


ITS 
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fin 






"-— - 


0 ♦ 9 


― — — ~" ： 一 








3.13 


TO- 5 2 




IVN5000SNF 
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N 
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O U 










― - -. 一 - 








3.13 
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IVN5000SNH 


ITS 


N 
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0 , 9 




"- - ， 


- - - 




3.13 
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IVN5000TND 
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*t リ 










1 . 2 


— ^—- 




-— ■■■ -—' — 


6*25 


TO - 39 




IVN5000TNE 
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N 
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1 . 2 








6.25 
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IVN5000TNF 
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N 1 
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1 . 2 








6.25 
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IVN5000TNH 
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1 ， 2 








6.25 1 
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IVN5001AND 
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2 
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IVN5001ANE 
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N 


u リ 
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TO - 237 1 




IVN5001ANF 
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Qf) 
o リ 
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IVN5001ANH 
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0 . 9 










3.13 
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IVN5001SNE 
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3.13 
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IVN5001SNF 
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0 ， 9 










3.13 


TO - 52 




IVN5001SNH 
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上 u リ 








0 ， 9 










3.13 


TO- 5 2 




IVN5001TNE 


ITS 


N 


fin 










1 . 2 








6.25 


TO- 3 9 




IVN5001TNF 


ITS 


N 


OA 
O リ 










1 • 2 








6.25 


TO- 3 9 




IVN5001TNH 


ITS 


N 


100 










1.2 








I 6.25 


TO- 3 9 




IVN5200HND 


ITS 
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40 












5 | 






30 


TO - 66 




IVN5200HNE 


ITS 
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60 












5 






30 


TO - 66 




IVN5200HNF 


ITo 
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80 












5 








丄 リーり D 




IVN5200HNH 


ITS 
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100 












5 






[30 " 


TO - 66 




IVN5200KND 


ITS 


N 


40 












5 






50 


TO - 3 




IVN5200KNE 
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チ 


ドレイ 、ノ、 、；ー 


ス間 耐圧 （V) 


最大 直流 ドレイ ン 電流 （A) 
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型 名 
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501 
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100 


TO - 220 




IVN6200CNP 


ITS 


N 




250 




— _ _ ^—一 








10 




100 


TO- 220 




IVN6200CNS 


ITS 


N 






400 






― 


5 






100 


TO - 220 




IVN6200CNT 


ITS 


N 






450 








5 






100 


TO - 220 




IVN6200CNU 


ITS 


N 






500 








5 






100 


TO - 220 




IVN6200CNW 


ITS 


N 








700 












100 


TO - 220 




IVN6200CNX 


ITS 


N 








800 




2 








100 


TO - 220 




IVN6200KNE 


ITS 


N 


60 














10 




100 


TO - 3 




IVN6200KNF 


ITS 


N 


o リ 




―— 










10 




100 


TO - 3 




IVN6200KNH 


ITS 


N 


100 








—- 一 






10 




100 


TO - 3 




IVN6200KNM 


ITS 


N 




200 

•J v V/ 












10 




100 


TO - 3 




IVN6200KNP 


ITS 


N 




W リリ 












10 




100 


TO - 3 




IVN6200KNS 


ITS 


N 






400 

*x V/ V/ 








5 






100 


TO - 3 




IVN6200KNT 


ITS 


N 






450 








5 




〜 


100 


TO- 3 




IVN6200KNU 


ITS 


N 






%J \J u 








5 






100 


TO - 3 




IVN6200KNW 


ITS 


N 








700 
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100 


TO - 3 




IVN6200KNX 


ITS 


N 
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2.5 
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N 


60 








0.25 










1.5 


TO - 237 
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1.5 
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1.5 
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1-5 
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N 
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1.5 
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N 


80 








0.25 
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1.5 
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N 
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1.5 


TO- 5 2 
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ITS 


N 
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1.5 


TO- 5 2 




IVN6300SNP 
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N 
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0, 12 










1.5 


TO- 5 2 




IVN6300SNS 
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N 






400 




0. 1 










1.5 


TO- 5 2 




IVN6300SNT 


ITS 


N 






450 




0 . 1 










1.5 


TO- 5 2 




IVN6300SNU 


ITS 


N 






500 




0 . 1 










1.5 


TO - 52 




IVN6660 


ITS 


N 


60 










1 . 2 








6.25 


TO - 39 




IVN6661 


ITS 


N 


90 


- 一 








1 , 2 








6.25 


TO - 39 




OCF25N18 


RCA 


N 




180 














25 






CHIP 


PCF10N12 


RCA 


N 




120 












10 








CHIP 


PCF10N45 


RCA 


N 






450 










10 








CHIP 


PCF12N08 


RCA 


N 


80 
















12 






CHIP 


PCF12N18 


RCA 


N 




180 












—— 


1 2 
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PCF12P08 


RCA 


P 


一 80 
















一 12 






CHIP 


PCF15N05 


RCA 


N 
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RCA 


N 
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一 
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PCF18N08 
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N 
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18 
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PCF2N05 
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N 


50 
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― ― - 




2 
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PCF2N08 
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N 


80 


一 ―〜 —一一 


― "-' 




- ： - —― - 一 


2 












CHIP 


PCF2N12 


RCA 


N 




120 








2 


' — —— - - 










CHIP 


PCF2N18 


RCA 


N 




180 








2 












CHIP 


PCF30N12 


RCA 


- N 




120 














30 






CHIP 


PCF35N08 


RCA 


N 


『0— — 
















35 






CHIP 


下 C— F— 3H— — 
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- 6 








CHIP 


PCF8N18 


RCA 


N 




180 












8 








CHIP 


PCF8P08 


RCA 


P 


- 80 




一""'" ~" - — 










- 8 








CHIP 


RFH25P08 


RCA 


P 


- 80 






'― —一'一 










- 25 








RFH25P10 


RCA 


P 


- 100 






- -- ― ― ― 










- 25 








RFH30N12 


RCA 


N 




120 


— — ■— 












30 








RFH30N15 


RCA 


N 




150 














30 








RFK10N45 


RCA 


N 


― ― ― « > —一—，， 




450 


- 1 








10 




150 


TO - 204AE 




RFK10N50 


RCA 


N 






500 










10 




150 


TO-204AE 




RFK25N18 


RCA 


N 




180 


一'" ■ 1 








_ -〜 —— - 




25 


150 


TO - 204AE 




RFK25N20 


RCA 


N 




200 








^ —一 






25 


150 


TO- 204AE 




RFK25P08 


RCA 


P 


一 80 
















- 25 


150 


TO - 204AE 




RFK25P10 


RCA 


P 
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- 一す ' 
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- 25 


150 


TO - 204AE 




RFK30N12 


RCA 
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30 
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TO - 204AE 




RFK30N15 


RCA 


N 




150 














30 


120 


TO - 204AE 




RFK35N08 


RCA 


N 


80 
















35 


150 


TO - 204AE 




RFK35N10 


RCA 


N 


100 
















35 


150 


TO - 204AE 




RFK45N05 


RCA 


N 


50 
















45 


150 


TO - 204AE 




RFK45N06 


RCA 


N 


60 
















45 


150 


TO - 204AE 




RFHN08 


RCA 


N 


80 








1 










8，33 


TO- 3 9 




RFL1N08L 


RCA 


N 


80 




-' ■ — 一 




1 










8.33 


TO - 39 
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RFL1N10 


RCA 


N 


100 








1 一 










8.33 


TO- 3 9 




RFL1N10L 


RCA 


N 


100 


一 






1 










8.33 


TO - 39 


LL=5V 


RFL1N12 


RCA 


N 




120 






1 










8.33 


TO- 3 9 




RFL1N12L 


RCA 


N 




120 
















8.33 


TO - 39 


LL=5V 


RFL1N15 


RCA 


N 




150 
















8-33 


TO - 39 




RFL1N15L 


RCA 


N 




150 
















8.33 


TO- 3 9 


LL = 5V 


RFL1N18 


RCA 


N 




180 
















8.33 


TO - 39 




RFL1N18L 


RCA 


N 




180 
















8.33 


TO - 39 


LL=5V 
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TO - 39 
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RFL1P08 
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P 
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TO - 220 




RFL1P10 


RCA 


P 
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- 1 












TO - 220 




RFL2N05 


RCA 


N 


50 










2 








8 . 33 


TO- 3 9 




RFL2N06 


RCA 


N 


60 










2 








8 • 33 


TO- 3 9 




RFL4N12 


RCA 


N 




120 










4 






8 ， 33 


TO- 3 9 




RFL4N15 


RCA 


N 




150 










4 






8 .33 


TO- 3 9 




RFM10N12 


RCA 


N 




120 












10 




75 


TO-204MA 




RFM10N15 


RCA 


N 




150 












10 




75 


TO-204MA 




RFM10P12 


RCA 


P 




- 120 












- 10 










RFM10P15 


RCA 


P 




- 150 












- 10 










RFM12N08 


RCA 


N 


80 
















12 


75 


TO-204MA 




RFM12N08L 


RCA 


N 


80 
















12 


75 


TO-204MA 


LL=5V 


RFM12N10 


RCA 


N 


100 
















12 


75 


TO-204MA 




RFM12N10L 


RCA 


N 


100 
















12 


75 


TO-204MA 


T T ま £T ， 产 


RFM12N18 


RCA 


N 




180 














12 


100 


TO - 204MA 




RFM12N20 


RCA 


N 




200 














12 


100 


TO-204MA 




RFM12P08 


RCA 


P 


- 80 
















- 12 


100 


TO - 204MA 




RFM12P10 


RCA 


P 


- 100 
















- 12 


100 


TO - 204MA 




RFM15N05 


RCA 


N 


50 
















15 


75 


TO - 204MA 




RFM15N05L 


RCA 


N 


50 
















15 




TO - 3 


T T — C X ァ 


RFM15N06 


RCA 


N 


60 
















15 


75 


TO - 204MA 


― 


RFM15N06L 


RCA 


N 


60 
















15 




TO - 3 


LL=5V 


RFM15N12 


RCA 


N 




120 














15 


100 


TO-204MA 




RFM15N15 


RCA 


N 




150 














15 


100 


TO - 204MA 


―— ™ ― 


RFM18N08 


RCA 


N 


80 
















18 


100 


TO - 204MA 




RFM18N10 


RCA 


N 


100 
















18 


丄 liU 






RFM25N05 


RCA 


N 


50 
















25 




TO - 3 


LL=5V 


RFM25N06 


RCA 


N 


60 
















25 




TO - 3 


LL=5V 
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チ 
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——一—" 


3 


- "- - -" 




--ー ― "- 
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TO-204MA 




RFM3N50 


rca" 




一———— 一- 


' ,. 一-〜 


500 


― —- 




丁——— 








75 


TO-204MA 




"RFM5P12 


RCA 


P 


——- 






'； - —一 - 


― '一 ― 




： 『― 






75 


TO-204MA 




RFM5P15 


RCA 


P 


-―ー 一一— - 


-150 
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一一————一— 
一— 一 ■ ―.. — 


一—— 一——. 
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'-' ― 


- 5 






75 


TO - 204MA 




RFM6P08 


RCA 


一 P 


- 80 




一一—一 _ — 






' 一 —一 




- 6 




75 


TO-204MA 




RFM6P10 


RCA 


P 


- 100 














- 6 




75 


TO-204MA 




RFM8N18 


RCA 


N 




180 




一 ：ー - ~ ― 






" I,L ' ^ 


8 




75 


TO - 204MA 




RFM8N18L 


RCA 


N 




180 












8 




75 


TO-204MA 


> 


RFM8N20 


RCA 


N 




200 




- 




- ■ — 一 




8 




75 


TO-204MA 




RFM8P08 


RCA 


P 


- 80 














- 8 




100 


TO-204MA 




RFM8P10 




P 


- 100 














- 8 




100 


TO - 204MA 




RFP10N12 


RCA 


N 




120 




― - . い 








10 




60 


TO - 220AB 




RFP10N15 


RCA 


N 




150 












10 




60 


TO - 220AB 




RFP10P12 


RCA 


P 
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- 10 






TO - 220 




RFP10P15 


RCA 


P 




一 150 












- 10 










RFP12N08 


RCA 


N 


80 
















12 


60 


TO - 220AB 




RFP12N08L 


RCA 


N 


80 
















12 


60 


TO-220AB 


LL = 5V 


RFP12N10 


RCA 


N 


100 
















12 


60 


TO-220AB 




RFP12N10L 


RCA 


N 


100 
















12 


60 


TO-220AB 


LL=5V 


RFP12N18 


RCA 


N 




180 














12 


75 


TO-220AB 




RFP12N20 


RCA 


N 




200 














12 


17 5 


TO-220AB 




RFP12P08 


RCA 


P 


一 80 








- - "- 
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75 


TO - 220AB 




RFP12P10 


RCA 


P 


一 100 
















- 12 


75 


TO-220AB 




RFP15N05 


RCA 


N 


50 


















60 


TO - 220AB 




RFP15N05L 


RCA 


N 


50 
















15 




TO - 220 


LL=5V 


RFP15N06 


RCA 


N 


60 
















15 


60 


TO-220AB 




RFP15N06L 


RCA 


N 


60 
















15 




TO - 220 


LL = 5V 


RFP15N12 


RCA 


N 




120 














15 


75 


TO - 220AB 




RFP15N15 


RCA 


N 




150 














15 


75 


TO-220AB 




RFP18N08 


RCA 


N 


80 
















18 


75 


TO-220AB 
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― 332 ― 







チ 


ドレイ ン，ソ 一 


-ス間 耐圧 （V) 


最大 直流 ドレイ ン 電流 （A) 


最大 消費 


外囲 器 


vm や 


型 名 


社 名 


ャ 
ネ 




101 


301 


501 




1.1 

S 

3.0 


3.1 
\ 

5.0 


5.1 


10.1 


電力 （W) 






ル 


s 

100 


S 

300 


\ 

500 


\ 

1000 


1 

1.0 


10.0 


\ 


Tc=25°C 






RFP18N10 


RCA 


N 


100 
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25 
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25 






RFP2N08L 
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N 
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25 
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RFP2N10L 
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N 
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*"P 八 O O A A "D 


T T — K V 
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2 








25 


rp 八 O O A A "D 




RFP2N12L 
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2 
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nr» 八 o o A a "D 
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RFP2P10 
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RCA 


N 
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3 








60 


TO - 220AB 
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50 












4 






25 


TO-220AB 




RFP4N06 
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60 
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> 


TN0106N2 


"SPT™ 


N 


60 








0.8 


"- 一 '- - 








3.5 


TO - 39 




^TN0T06T3 ― 


SPT 


N 


60 






― 


0,5 










1 


TO - 92 




TN0106ND 


SPT 


N 


60 












—― — • ― —一 


― 








CHIP 


TN0110N2 


SPT 


N 


100 








0.8 


— — - 








3.5 


TO - 39 




"TN0110N3 


SPT 


N 


100 








0,5 






- - 




1 


TO - 92 




TN0110ND 


SPT 


N 


100 


一一-— , 




















CHIP 


TN0520N2 


SPT 


N 




200 






0,7 




-" - 一'" ^ 








TO- 3 9 




TN0520N3 


SPT 


N 




200 






0.3 










1 


TO - 92 




TN0520ND 


SPT 


N 




200 








—-- - - 












CHIP 


TN0524N2 


SPT 


N 




240 






0.7 










3.5 


TO- 3 9 




TN0524N3 


SPT 


N 




240 






0.3 


- -- ■ ■ ― 








1 


TO - 92 




TN0524ND 


SPT 


N 


—一 - 


240 




















CHIP 


VN0104N2 


― SPT 


N 


40 








0，8 










3.5 


TO- 3 9 




VN0104N3 


SPT 


N 


40 








0.5 










h i 


TO - 92 




VN0104N5 


SPT 


N 


40 










1 . 5 








15 


TO - 220 




VN0104N6 


SPT 


N 


40 


— ~ 






0.7 










0,6/U 


PDIP14P 


2SK 木 4 


VN0104N7 


SPT 


N 


40 


- - 一 






0.7 










0.6/U 


CDIP14P 


2SK*4 


VN0104N9 


SPT 


N 


40 








0.5 










1 


TO - 52 




VN0104ND 


SPT 


N 


40 






















CHIP 


VN0106N2 


SPT 


N 


60 








0.8 










3*5 


TO - 39 




VN0106N3 


SPT 


N 


60 








0,5 










1 


TO - 92 




VN0106N5 


SPT 


N 


60 










1.5 








15 


TO - 220 




VN0106N6 


SPT 


N 


60 








0,7 










0.6/U 


PDIP14P 


2SK*4 


VN0106N7 


SPT 


N 


60 








0.7 










0,6/U 


CDIP14P 


2SK*4 
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型 名 


社 名 


チ 

ネ 
ル 


ドレイ ン* ソース 間 耐圧 （V) 


最大 直流 ドレイ ン 電流 （A) 


最大 消費 

亀 力 (W) 
rc=25。C 


外 Bfl お 


1 胸 ろ 


100 


101 

i 

300 


301 
\ 

500 


501 
1000 


S 

1.0 


1.1 
3.0 


3.1 

S 

5.0 


5.1 
\ 

10.0 


10.1 

S 


一 —— ^ ： ： _ - 

VN0106N9 


SPT 


N 


60 








0,5 










1 






VN0106ND 


SPT 


N 


60 






















レ n 丄 x 


VN0109N2 


SPT 


N 


90 








0.8 










o • 0 


Tn 一 ^ Q 
1 リー O j 




VN0109N3 


SPT 


N 


90 








0.5 












TO — Q 9 

LKJ 一 3 




VN0109N5 


SPT 


N 


90 










1.5 








丄 3 






VN0109N9 


SPT 


N 


90 








0,5 










' 一 


一 R 9 




VN0109ND 


SPT 


N 


90 






















レ n 丄 a 


VN0116N2 


SPT 


N 




160 






0,35 










o • D 


丄 リー O o 




VN0116N3 


SPT 


N 




160 






0.25 












npO — Q 9 




VN0116N5 


SPT 


N 




160 






0.7 










丄 0 


1 W ^ <u w 




VN0116ND 


SPT 


N 




160 




















し n 丄 r 


VN0120N2 


SPT 


N 




200 






0.35 










o • 0 


丄 リー O a 




VN0120N2 


SPT 


N 




200 






0.25 












丄 U 一 v ム 




VN0120N5 


SPT 


N 




200 






0.7 










丄 & 


丄 リー u C*\J 




VN0120ND 


SPT 


N 




200 




















し n 丄 x 


VN0204N2 


SPT 


N 


40 










1.5 








4 






VN0204N5 


SPT 


N 


40 










3 








o o 


rn/-\ O O (\ 
i リー Z 




VN0204N6 


SPT 


N 


40 








1 










1 /IT 

上/ u 


OTi T"D 1 AT> 
ど U 丄ど丄 崦 ビ 


ム o rv 个 *t 


VN0204N7 


SPT 


N 


40 








1 












し JJ 丄尸 丄 ft 


iaOXx や ** 


VN0204ND 


SPT 


N 


40 






















し tl 丄 r 


VN0206N2 


SPT 


N 


60 










1.5 








4 


上 リー o a 




VN0206N3 


SPT 


N 


60 








0.8 












丄 （j— y ぶ 




VN0206N5 


SPT 


N 


60 










3 






一"^ 


o o 






VN0206N6 


SPT 


N 


60 








1 














OxV ♦ *t 


VN0206N7 


SPT 


N 


60 








1 










1/U 


CDIP1 4P 




VN0206ND 


SPT 


N 


60 






















し 


VN0210N2 


SPT 


N 


100 










1.5 








4 


八 o C% 

lu— jy 








XT 
IN 


100 








0.8 












TO - 92 




VN0210N5 


SPT 


N 


100 










3 






28 


TO - 220 




VN0210ND 


SPT 


N 


100 






















CHIP 
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チ 


ドレイン • ソ 一 


-ス間 耐圧 (V) 


最大 直 流 ドレイン 電流 （A) 


最大 消費 






型 名 


社 名 


ャ 
ネ 




101 


301 


501 




1.1 


3.1 


5.1 


10.1 


電力 （W) 


外觀器 


備 考 






ゾし 
/ に 


) 

100 


300 


\ 

500 


\ 

1000 


\ 

1.0 


\ 

3.0 


5.0 


\ 

10.0 


1 


Tc=25°C 






VN0216N2 


SPT 


N 




160 








1 • 5 








4 


TO- 3 9 




VN0216N3 


SPT 


N 






















TO - 92 




VN0216N5 


SPT 


N 




160 








3 








28 


TO - 220 




VN0216ND 

▼ 4 ， \r mm ム \y A ， 


SPT 


N 




160 




















CHIP 


VN0220N2 


SPT 


N 




200 






0 . 7 










4 


TO- 3 9 




VN0220N3 


SPT 


N 




200 






0 , 4 






- —―— 






TO - 92 




VN0220N5 


SPT 


N 




200 








1 ,5 








28 


TO - 220 




VN0220ND 


SPT 


N 




200 




















CHIP 


VN0300D 


SL 


N 


30 










2 . 5 








20 


TO - 220AB 




VN0300L 


SL 


N 


















― 


0.4 


TO - 92 




VN0300M 


SL 


N 










0.7 




"-— —― 








TO - 237 




VN0335N1 

▼ 基 ，レ %^ \J V &， JL 


SPT 


N 




350 










3 ， 5 






100 


TO - 3 




VN0335N2 


SPT 


N 




350 






1 










6 


TO- 3 9 




VN0335N5 


SPT 


N 




O \J \J 








2 # 1 








50 


TO - 220 




VN0335ND 


SPT 


N 




3f50 




















CHIP 


VN0340N1 


SPT 


N 




400 










3 ， 5 






100 


TO - 3 




VN0340N2 


SPT 


N 


—一 ~ _ 


400 
















6 


TO - 39 




VN0340N5 


SPT 


N 




400 








2 . 1 








50 


TO - 220 




VN0340ND 


SPT 


N 




400 




















CHIP 


VN0345N1 


SPT 


N 




450 








2 ， 5 








100 


TO - 3 




VN0345N2 


SPT 


N 




450 






0 ， 35 




― _ 






6 


TO - 39 




VN0345N5 


SPT 


N 




450 








1 • 5 








50 


TO - 220 




VN0345ND 


SPT 


N 




450 




― 
















CHIP 


VN0350N1 


SPT 


N 




\J\J\J 
















100 


TO - 3 




VN0350N2 


SPT 


N 




500 






0.35 










6 


o 

CO 
CO 




VN0350N5 


SPT 


N 




500 








1.5 








50 


TO - 220 




VN0350ND 


SPT 


N 




500 




















CHIP 


VN03551N1 


SPT 


N 






550 






2.5 








100 


TO - 3 




VN0355N5 


SPT 


N 






550 






1,5 








50 


TO - 220 




VN0355ND 


SPT 


N 






550 


















CHIP 
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？ 名 


社 名 

暴丄 l~4 


ネ 
ャ 
ネ 
ノレ 


ドレイ ン* ソース 間 耐圧 (V) 


最大 直流 ドレイ ン 電流 （A) 


最大 消費 


外 開 器 


備 考 


j 

100 


10 
300 


301 
500 


501 
1000 


j 

1.0 


1.1 
3.0 


3.1 
5.0 


5.1 
10.0 


10.1 

( 
) 


电ノ J \ w ノ 

TV =25 て 


V IN レ 《J U JL 


COT 
u x X 


丄 N 






D U U 






ク ^ 








inn 

丄リ U 


丄 リー o 




VN0360N5 


SPT 


M 






con 

O v/ U 






丄 * O 










TO-220 




VN0360ND 


SPT 


N 






con 

D U v 


















CHTP 


VN0400A 


SL 




A f) 
















丄 t> 


丄リリ 


丄 リ o 




VN0400D 


KJ XJ 


N 


*r リ 
















1 O 
丄 O 




TO-9 90 AR 




VM0401 A 

V 丄、 V/ サ" xxx 


ST, 


M 

IN 


















丄 D 


丄リり 


上リ o 




VN0401D 

V 基、 \ /マ V/ 丄 XJ 


SL 


N 


/in 
















1 D 




TO-220AR 




V 丄、 V/ \J 丄、^ J 


SPT 






«3 «J リ 






u • ^ o 










リ 


TO- 
丄 リー o ジ 




\ x\\j \j \j v% \j 


O r 丄 


M 

IN 




OCA 
o O U 






u • 丄 










丄 


TO — Q ク 

丄リー " ム 




VN0535ND 


SPT 






OCA 

o O U 




















レ n 丄 x 


y Vi \J \J ^ \J Vi 


SPT 


M 






ft U U 




u ♦ ^ 0 










リ 


TO- 

丄 o " 




V 丄、 丄、 


SPT 


M 

IN 






Ann 
4 u u 




u ， 丄 










丄 


TO — Q 9 

丄リー 17 ム 




VN0540ND 

v よ、 v/ リ vy 丄、 jl/ 


SPT 


M 






Ann 
*i u u 


















レ n 丄 sr 


v in v/ *r \/ IN t4 


0 1 JL 


IN 






o u 




u • 丄 










C 
D 


丄リ — O ジ 




VN0545N3 


SPT 


Kf 






** o u 




u • u 0 
















VN0545ND 

v よ， v/ ^ kj xy jl/ 


SPT 








4 o u 


















レ ri 丄 x 


VN0550N2 

V i^l \J %J KJ \J LJ 


SPT 








r An 

0 uu 




u ， 丄 










a 

U 


丄 リー o 。 




V i 、リリ d リ丄、 u 
V 丄、 V/ *J *J 丄、 iy 


: CO 1 CO j 


IN 






n a n 




A AC 

u . u 0 












TH— Q ク 




IN 






ouu 


















し n 丄 r 


\ KJ \M \J \J lx 


SL 


IN 


D u 
















丄 b 


1 of) 


丄 リー o 




y ri\J Vj \J \J XJ 


SL 
SL 


XT 
IN 


D u 


—一 • ^ 














丄 8 


7 K 
i O 






VN0601A 




fin 


― —— ― 








― —― 






丄 t> 


丄 u リ 


丄リー o 


——一— 一一 一 


VN0601D 


SL 


N 


C A 
D U 












- -—— 


'■— - 


丄 O 


7 5 

r リ 


Tn-990 




VN0606M 


SL 


N 


fin 

D U 






—- —— - 


r\ a 
U • 4 










1 
丄 


丄リー <6 o f 


-— - —— ™ 


VN06 10L 


SL 


N 


60 


_〜 —一 






0 ， 2 


— „ —— 








n a 


丄 リ—ジ ム 




VN0800A 

V IN V/ V/ IX 


SL 


jsj 


80 
















14 


丄 u u 




― ~— 


VN0800D 


SL 


" N 


—お— 
















14 


75 


TO-220AB 




VN0801A 


SL 


— — 


To" 
















12 


100 


TO - 3 




VN0801D 


SL 


N 


80 
















12 


75 


TO - 220AB 




VN0808M 


SL 


N 


80 








0.35 












TO - 237 
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チ 

ャ 
ふ 
不 


ドレイン • ソ一 


'ス間 耐圧 (V) 


最大 K 流 ドレイ ン 電流 （A) 


最大 消費 


外囲 器 


備 考 


m 名 


社 名 




1 八 1 

101 








1 1 
丄 ，丄 


Q 1 
ん丄 


0. 丄 




電力 （W) 






ル 


\ 

100 


1 

300 


s 

500 


1000 


i 

1.0 


\ 

3.0 


S 

5.0 


i 

10.0 




1 C — Id し 






VN1000A 


S し 


N 


100 
















14 


100 


TO - 3 




VNIOOOD 


SL 


N 


100 









' r ' ■' '―' " " 


一-, 1 —一 




- 


14 


75 


TO-220AB 




VNIOOIA 


SL 


N 


100 


——― — 


一一—" , …— 




一- ^ 一-— ― " し〜 








12 


100 


TO- 3 




VNIOOID 


SL 


N 


100 


― 一一 —― 















12 


75 


TO - 220AB 




VNIOKE 


SL 


N 


60 








0.2 


一- … ^ 








0.315 


TO - 52 




VNIOKM 


ITS 


N 


60 








0.5 












TO - 237 




VNIOKM 


SL 


N 


一 60 


—- —一 


--- 




0.3 










1 


TO - 237 




VN10KN3 


SPT 


N 


60 








0.3 


- 








1 


TO - 92 




VNIOLE 


SL 


N 


60 


— ： 一- - 






0,2 










CO 

o 


TO - 52 




VNIOLM 


SL 


N 


60 








0.3 










1 


TO - 237 




VN1106N1 


SPT 


N 


60 














9 




75 


TO - 3 




VN1106N2 


SPT 


N 


60 










2.5 








6 


TO - 39 




VN1106N5 


SPT 


N 


60 














7 




45 


TO - 220 




VN1106ND 


SPT 


N 


60 






















CHIP 


VN1110N1 


SPT 


N 


100 














9 




75 


TO - 3 




VN1110N2 


SPT 


N 


100 










2.5 








6 


TO- 3 9 




VN1110N5 


SPT 


N 


100 














7 




45 


TO - 220 




VN1110ND 


SPT 


N 


100 






















CHIP 


VN1116N1 


SPT 


N 




160 








3 








100 


TO - 3 




VN1116N2 


SPT 


N 




160 






1 










4 


TO - 39 




VN1116N5 


SPT 


N 




160 








2 








45 


TO - 220 




VN1116ND 


SPT 


N 




160 










「■ 










CHIP 


VN1120N1 


SPT 


N 




200 








3 








100 


TO- 3 




VN1120N2 


SPT 


N 




200 








1 








4 


TO- 3 9 




VN1120N5 


SPT 


N 




200 








「2 








45 


TO - 220 




VN1120ND 


SPT 


N 




200 




















CHIP 


VN1200A 


SL 


N 




120 














14 


75 


TO - 3 




VN1200D 


SL 


N 




120 














14 


75 


TO - 220AB 




VN1201A 


SL 


N 




120 














12 


100 


TO - 3 




VN1201D 


SL 


N 




120 














12 


75 


TO - 220AB 
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型 名 


社 名 


チ 
ャ 
ネ 
ノレ 


ドレイ ン* ソース 間 耐圧 （V) 


最大 直流 ドレイ ン 電流 （A) 


最大 消費 
電力 （W) 

1 C 一 CiO レ 


外囲 器 


備 考 


i 

100 


101 

上リ丄 

S 

300 


S 

500 


%J\J X 

\ 

1000 


S 

1.0 


1.1 

i 

3.0 


3.1 

\ 

5.0 


r 1 

リ *上 

S 

10.0 


10 1 

\ 


VN1204N1 


SPT 


N 


40 
















12 


100 


TO - 3 




VN1204N2 


SPT 


N 


40 












3.5 






6.5 


TO- 3 9 




VN1204N5 


SPT 


N 


40 














9 




45 


TO - 220 




VN1204ND 


SPT 


N 


40 






















CHIP 


VN1206B 


SL 


N 




120 






0.8 










6*25 


TO- 3 9 




VN1206D 


SL 


N 




120 








1.4 








20 


TO - 220AB 




VN1206L 


SL 


N 




120 






0,21 










0.4 


TO- 9 2 




VN1206M 


SL 


N 




120 






0.3 










1 


TO - 237 




VN1206N1 


SPT 


N 


60 
















12 


100 


TO - 3 




VN1206N2 


SPT 


N 


60 












3.5 






6.5 


TO - 39 




VN1206N5 


SPT 


N 


60 














9 




45 


TO- 220 




VN1206ND 


SPT 


N 


60 






















CHIP 


VN1210L 


SL 


N 




120 






0. 16 










0.4 


TO- 9 2 




VN1210M 


SL 


N 




120 






0.25 










1 


TO - 237 




VN1210N1 


SPT 


N 


100 
















12 


100 


TO - 3 




VN1210N2 


SPT 


N 


100 












3-5 






6,5 


TO- 3 9 




VN1210N5 


SPT 


N 


100 














9 




45 


TO - 220 




VN1210ND 


SPT 


N 


100 






















CHIP 


VN1216N1 


SPT 


N 




160 












6 




100 


TO - 3 




VN1216N2 


SPT 


N 




160 








3,0 








6.5 


TO- 3 9 




VN1216N5 


SPT 


N 




160 










4.5 






45 


TO - 220 




VN1216ND 


SPT 


N 




160 




















CHIP 


VN1220N1 


SPT 


N 




200 












6 




100 


TO - 3 




VN1220N2 


SPT 


N 




200 








3 








6.5 


TO- 3 9 




VN1220N5 ― 
VN1220ND ― 


SPT 


N 




200 










4.5 






45 


TO- 220 




SPT 


N 




200 




















CHIP 


VN1304N2 


SPT 


N 


40 








0,4 










3 


TO- 3 9 




VN1304N3 


SPT 


N 


40 








0,25 










1 


TO- 9 2 




SPT 


N 


40 








0.4 










0,5/U 


PDIP14P 


2SK*4 
2SK*4 


VN1304N7 


SPT 


N 


40 








0,4 










0.6/U 


CDIP14P 
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チ 


ドレイン • ソ 一 


ス間耐 


(V) 


最大 紅 流 ドレイ ン 電流 （A) 


最大 消費 


外圈^ 


備 考 


m 名 


社 名 


ャ 

ふ 

ネ 




1 A1 
1U1 


301 


501 




し 丄 


^ 1 

\J. X 


山丄 




電力 （W) 






ノレ 


S 

100 


i 

300 


i 

500 


S 

1000 


\ 

1.0 


\ 

3.0 


\ 

5.0 


\ 

10.0 


\ 


T, 、一 9ら° 广 
1 し —60 し 






VN1304ND 


SPT 


N 


40 






















CHIP 


VN1306N2 


SPT 


N 


60 








1:1— 


—一— 








3 


TO - 39 




VN1306N3 


SPT 


N 


60 








1:25 










1 


TO - 92 




VN1306N6 


SPT 


N 


60 


—'一- - - 






0.4 


一——— 








0 . 5/U 


PDIP14P 


2SK*4 


VN1306N7 


SPT 


N 


60 








0.4 










0,6/U 


CDIP14P 


2SK*4 


VN1306ND 


SPT 


N 」 


60 






















CHIP 


VN1310N2 


SPT 


N 


100 








0.4 










3 


TO - 39 




VN1310N3 


SPT 


N 


100 


















1 


TO - 92 




VN1310ND 


SPT 


N 


100 








'"一-一— ^ 














CHIP 


VN1316N2 


SPT 


N 




160 






0.15 










3 


TO- 39 




VN1316N3 


SPT 


N 




160 






0,1 










0.8 


TO - 92 




VN1316ND 


[^SPT 


N 




160 




















CHIP 


VN1320N2 


SPT 


N 


― ■ 一 - 一 


200 






0.15 










3 


TO- 3 9 




VN1320N3 


SPT 


N 




200 






0.1 










0.8 


TO - 92 




VN1320ND 


SPT 


N 




200 




















CHIP 


VN1706B 


SL 


N 


― - 


170 






0.8 










6.25 


TO - 39 」 




VN1706D 


SL 


N 


-— -— 


170 








1，4 








20 


TO - 220AB 




VN1706L 


SL 


N 




170 






0,21 










0,4 


TO - 92 




VN1706M 


SL 


N 




170 






0.3 










1 


TO - 237 




VN1710L 




N 




170 






0.16 










0,4 


TO - 92 




VN1710M 


SL 


N 




170 






0-25 










1 


TO - 237 




VN2222KM 


SL 


N 


60 








0,25 










1 


TO - 237 




VN2222L 


SL 


N 


60 








0.15 










0.4 


TO - 92 




VN2222LM 


SL 


N 


60 








0,25 










1 


TO - 237 




VN2306N1 


SPT 


N 


60 
















30 


125 


TO - 3 




VN2306N5 


SPT 


N 


60 
















20 


50 


TO - 220 




VN2306ND 


SPT 


N 


60 






















CHIP 


VN2310N1 


SPT 


N 


100 
















30 


125 


TO- 3 




VN2310N5 


SPT 


N 


100 
















20 


50 


TO - 3 




VN2310ND 


SPT 


N 


100 






















CHIP 
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チ 
ャ 
个 


ドレイン • ソ 一 


ス間 耐圧 （V) 


ff ぇ大 直流 ドレイ ン 電流 （A) 


蕞大 消費 


外囲 器 


備 考 


型 名 


社 名 




101 


301 


501 


1.0 


1.1 


3.1 


5.1 


10.1 


電力 （W) 






ル 


100 


300 


\ 

500 


1000 


3.0 


s 

5.0 


s 

10.0 


s 


J c—Zb し 






VN2316N1 


SPT ' 


N 




1 fin 

丄ひリ 














18 


125 


TO - 3 




VN2316N5 


SPT 


N 




1 fin 
丄 o リ 














12 


50 


TO - 220 




VN2316ND 


SPT 


N 




1 fin 
丄ひリ 




















CHIP 


VN2320N1 


SPT 


N 




CtKJyJ 














18 


125 


TO - 3 




VN2320N5 


SPT 


N 




900 

Ci\J\J 










― —— 




12 


50 


TO- 220 




VN2320ND 


SPT 


N 




Ci \/ \J 




















CHIP 


VN2335N1 


SPT 


N 






%j %J \J 










8 




125 


TO - 3 




VN2335N5 


SPT 


N 






%J %J \J 










6 




50 


TO - 220 




VN2335ND 


SPT 


N 






KJ %J \J 


















CHIP 


VN2340N1 


SPT 


N 






'i \JKJ 










8 




125 


TO - 3 




VN2340N5 


SPT 


N 






u u 










り 




50 


TO - 220 




VN2340ND 


SPT 


N 






400 
^ \j \j 


















CHIP 


VN2345N1 


SPT 


N 






H %)\J 










リ 




125 


TO - 3 




VN2345N5 


SPT 


N 






ARC) 

*x \/ V/ 








4 






50 


TO- 220 




VN2345ND 


SPT 


N 


一 _ —一 一 




*t リリ 


















CHIP 


VN2350N1 


SPT 


N 






ROD 
リリリ 










6 




125 


TO - 3 




VN2350N5 


SPT 








u yj \j 








4 






50 


TO - 220 




VN2350ND 


SPT 


N 


―'— - 




KJ \J \J 


















CHIP 


VN2406B 


SL 


N 


^一 








0 , 8 










6.25 


CO 

O 




VN2406D 


SL 


N 












1 . 4 








20 


TO - 220AB 




VN2406L 


SL 


N 










リ * 丄 










0,4 


TO - 92 




VN2406M 


SL 


N 




ム *t リ 
















1 


TO - 237 




VN2410L 


SL 


N 


-—— 


240 






0.16 










0.4 


TO- 92 




VN2410M 


SL 


N 




o A o 
ム サ リ 




-— ― 


0.25 






-— 


一- 


1 


TO - 237 




VN30AB 


ITS 


N 


35 




—―- 






1 , 2 








6*25 


TO- 39 




VN3500A 


SL 


N 






350 










6 




125 


TO- 3 




VN3500D 


SL 


N 






350 










6 




75 


TO - 220AB 




VN3501A 


SL 


N 






350 








5 






125 


TO - 3 




VN3501D 


SL 


N 






350 








5 






75 


TO - 220AB 




VN35AA 


SL 


N 


35 










2 








25 


TO- 3 
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m 名 


牡 名 


チ 

ャ 

么 
ォ、 

ル 


ドレイ ン* ソ一 ス間耐 ffi (V) 


最大 直 流 ドレイ ン 電流 （A) 


摄火 消費 

遞カ （W) 

i C ービ 0 し 


外 Iffl 器 


備 考 


100 


101 

1 

300 


301 

\ 

500 


501 

\ 

1000 


( 

1.0 


1.1 

i 

3.0 


3,1 

\ 

5.0 」 


5,1 
10.0 


10.1 

\ 


VN35AB 


ITS 1 


N 


o u 


-"— — j 


_ — - 一—— - 




- — ― 


1 . 2 








6.25 


TO - 39 




VN35AB 


SL 


N 


O リ 


——― 


^—— 叫 






1 ， 2 








6.25 


TO - 39 




VN35AK 


ITS 


N 


35 








一 „ -—〜 


1 ， 2 








6*25 


TO- 3 9 




VN4000A 


SL 


N 






400 






—^― ―—— - 


— . ―—. ~ ― 


6 




125 


TO- 3 




VN4000D 


SL 


N 




- 〜一 - ' 


400 




—一一 ― 


一 — ——― 




6 




75 


TO - 220AB 




VN4001A 


SL 


N 






400 








5 






125 


TO - 3 




VN4001D 


SL 


N 






400 








5 






75 


TO-220AB 




VN40AD 


SL 


N 


40 








― . —— 


1 ， 5 








40 


TO-220AB 




VN40AF 


ITS 


N 


40 








'一 ― ' ' 


1 , 2 








12 


TO- 202 




VN40AF 


SL 


N 


40 










1 , 3 








15 


TO - 202AA 




VN4501A 


SL 


N 






450 








4.5 


- - 




100 


TO - 3 




VN4501D 


SL 


N 






450 








4 , 5 






75 


TO - 220AB 




VN4502A 


SL 


N 


———— ― 




450 








4 






100 


TO - 3 




VN4502D 


ト 


N 






450 








4 






75 


TO - 220AB 




VN46AD 


SL 


N 


40 










1 ,9 








40 1 


TO - 220AB 




VN46AF 


ITS 


N 


40 










1 . 2 








12 


TO - 202 




VN46AF 


SL 


N 


40 










1 .6 








15 


TO - 202AA 




VN5001A 


SL 


N 






500 








4.5 






100 


TO - 3 




VN5001D 


SL 


N 






500 








4.5 






75 


TO - 220AB 




VN5002A 


SL 


N 






500 








4 






100 


TO - 3 




VN5002D 


SL 


N 






500 








4 






75 


TO-220AB 




VN64GA 


SL 


N 


fin 














10 




80 


TO - 3 




VN66AD 


SL 


N 


fin 










1 . 9 








20 


TO - 220AB 




VN66AF 


ITS 


N 






― 






1 ， 2 








12 


TO - 202 




VN66AF 


SL 


N 


60 










1,7 








15 


TO - 202AA 




VN66AK 


ITS 


N 


60 










1.2 








6.25 


CO 

O 




VN67AA 


SL 


N 


60 










2 








25 


TO - 3 




VN67AB 


ITS 


N 


60 










1.2 








6 • 25 


TO- 3 9 




VN67AB 


SL 


N 


60 


















6,25 


TO- 3 9 




VN67AD 


SL 


N 


60 










1.8 








20 


TO-220AB 
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型 名 


社 名 


チ 
ャ 
ネ 

に 

ル 


ドレイ ン* ソース 間 耐圧 （V) 


最大 直流 ドレイ ン 電流 （A) 


最大 消費 
電力 （W) 

1 C 一 ciO v/ 


外囲 器 


備 考 


S 

100 


101 

上 V/ 上 

300 


kJXJ 丄 

i 

500 


リリ丄 

i 

1000 


\ 

1.0 


1.1 

i 

3.0 


3.1 

\ 

5.0 


5.1 
10.0 


10.1 
i 


VN67AF 


ITS 


N 


60 










1,2 








12 


TO - 202 




VN67AF 


SL 


N 


60 










1.6 








15 


TO - 202AA 




VN67AK 


ITS 


N 


60 










1.2 








6.25 


TO- 3 9 




VN80AF 


SL 


N 


80 










1,3 








15 


TO - 202AA 




VN88AD 


SL 


N 


80 










1.7 








20 


TO - 220AB 




VN88AF 


ITS 


N 


80 










1.2 








12 


TO - 20 2 




VN88AF 


SL 


N 


80 










1.5 








15 


TO - 202AA 




VN89AB 


ITS 


N 


80 










1.2 








6.25 


TO - 39 




VN89AD 


SL 


N 


80 










1.6 








20 


TO- 220AB 




VN89AF 


ITS 


N 


80 










1.2 








12 


TO - 202 




VN89AF 


SL 


N 


80 










1.4 








15 


TO - 202AA 




VN90AA 


SL 


N* 


90 










1.7 








25 


TO - 3 




VN90AB 


ITS 


N 


90 










1.2 








6-25 


TO- 3 9 




VN90AB 


SL 


N 


90 








0.8 










6.25 


TO - 39 




VN98AK 


ITS 


N 


90 










1.2 








6.25 


TO- 3 9 




VN99AA 


SL 


N 


90 










1,8 








25 


TO - 3 




VN99AB 


SL 


N 


90 








0.9 










6.25 


TO- 3 9 




VN99AK 


ITS 


' N 


90 










1.2 








6.25 


TO- 3 9 




VNC003A 


SL 


N 


60 
















60 


250 


TO - 3 




VNC010B 


SL 


N 


60 












4 






15 


TO- 3 9 




VNC011B 


SL 


N 


60 












4 






15 


TO - 39 




VND010B 


SL 


N 


80 












4 






15 


TO- 3 9 




VND011B 


SL 


N 


80 












4 






15 


O 




VNE003A 


SL 


N 


100 
















60 


250 


TO - 3 




VNE010B 


SL 


N 


100 












4 






15 


TO - 39 




VNE011B 


SL 


N 


100 












4 






15 


TO - 39 




VNG004A 


^ SL 


N 




150 














45 


250 


TO - 3 




VNJ004A 


SL 


N 




200 














45 


250 


TO - 3 




VNL001A 


SL 


N 






350 










8 




175 


TO - 3 




VNL005A 


SL 


N 






350 












25 


250 


TO- 3 
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m 名 


社 名 


チ 

ャ 

ネ 
ル 


ドレイ ン* ソース 間 耐圧 (V) 


最大 直流 ドレイ ン 電流 （A) 


最大 消費 
IE 力 （W) 
7V=25°C 


外 M 器 


備 考 


S 

1 八 八 

丄 00 


101 

\ 

o 八 八 

300 


301 

\ 

500 


501 

i 

1 八 八 八 

1000 


S 

1 A 

l.u 


5.1 

\ 

10.0 


1.1 

s 

O.U 


3.1 

\ 

5.0 


10.1 


VNM001A 


SL 


―— 一— 
N 






400 










8 




175 


TO - 3 




VNM005A 


SL 


N 






400 












25 


250 


TO - 3 




VNN002A 


SL 


N 






450 










6,5 




175 


TO - 3 




VNN006A 


SL 


N 






450 












20 


250 


TO - 3 




VNP002A 


SL 


N 






500 










6.5 




175 


TO - 3 




VNP006A 


SL 


N 






500 












20 


250 


TO - 3 




VNS008A 


SL 


N 








600 








6 




125 


TO - 3 




VNS008D 


SL 


N 








600 








6 




125 


TO - 220AB 




VNS009A 


SL 


N 








600 






5 






125 


TO - 3 




VNS009D 


SL 


N 








600 






5 






125 


TO - 220AB 




VNT008A 


SL 


N 








650 








6 




125 


TO- 3 




VNT008D 


SL 


N 








650 








6 




125 


TO - 220AB 




VNT009A 


SL 


N 








650 






5 






125 


TO - 3 




VNT009D 


SL 


N 








650 






5 






125 


TO - 220AB 




VO0104ND 


SPT 


P 


- 40 






















CHIP 


VO0106N2 


SPT 


P 


- 60 








-0.5 










3 • 5 


TO - 39 




VO0116N3 


SPT 


P 




- 160 






- 0, 1 










1 


TO- 9 2 




VO0204N2 


SPT 


P 


- 40 








-0.8 










6 


TO - 39 




VP0104N2 


SPT 


P 


-40 








-0.5 










3 • 5 


TO- 3 9 




VP0104N3 


SPT 


P 


- 40 








-0.4 










1 


TO - 92 




VP0104N5 


SPT 


P 


- 40 








-1.0 










15 


TO - 220 




VP0104N6 


SPT 


P 


- 40 








-0-4 










0.6/U 


PDIP14P 


2SJ*4 


VP0104N7 


SPT 


P 


- 40 








-0.4 










0.6/U 


CDIP14P 


2SJ*4 


VP0104N9 


SPT 


P 


- 40 








-0.4 










1 


TO- 5 2 




VP0106N3 


SPT 


P 


- 60 








-0.4 










1 


TO - 92 




VP0106N5 


SPT 


P 


- 60 


















15 


TO - 220 




VP0106N6 


SPT 


P 


- 60 








- 0.4 










0 • 6/U 


PDIP14P 


2SJ*4 


VP0106N7 


SPT 


P 


- 60 








-0.4 










U ♦ D/ U 


し 《U 丄尸 1 flJ^ 


9Q T* A 
4UO%) * ft 


VP0106N9 


SPT 


P 


- 60 








-0-4 












TO- 52 




VP0106ND 


SPT 


P 


- 60 
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チ 


ドレイン • ソ 一 


ス間 耐圧 


(V) 


最大 直流 ドレイ ン 電流 （A) 


最大 消費 


外囲 器 


備 考 


型 名 


社 名 


ャ 
ォ、 




丄 丄 


301 


501 




1.1 
3.0 


3.1 

S 

5.0 


5.1 

\ 

10.0 


10.1 


電力 （W) 






ル 


S 

100 


S 

300 


i 

500 


S 

1000 


\ 

1.0 


\ 








VP0109N2 


SPT 


P 


- 90 








-0.5 










3.5 


o 

CO 




VP0109N3 


SPT 


P 


-90 








-0.4 










1 


TO-92 




VP0109N5 


SPT 


P 


- 90 








一 1 










15 


TO - 220 




VP0109N9 


SPT 


P 


- 90 








- 0,4 










1 


to 




VP0109ND 


SPT 


P 


- 90 






















CHIP 


VP0116N2 


SPT 


P 




- 160 






-0.2 










3.5 


TO - 39 




VP0116N5 


SPT 


P 




- 160 






-.425 










15 


TO - 220 




VP0116ND 


SPT 


P 




-160 




















CHIP 


VP0120N2 


SPT 


P 




- 200 






- 0,2 










3.5 


TO- 3 9 




VP0120N3 


SPT 


P 




- 200 






-0.1 










1 


TO - 92 




VP0120N5 


SPT 


P 




- 200 






-•425 










15 


TO - 220 




VP0120ND 


SPT 


P 




- 200 




















CHIP 


VP0204N5 


SPT 


P 


- 40 










- 2 








27 


TO - 220 




VP0204N6 


SPT 


P 


- 40 








-0.4 










1/U 


PDIP14P 


2SJ*4 


VP0204N7 


SPT 


P 


- 40 








-0.4 










1/U 


CDIP14P 


2SJ*4 


VP0204ND 


SPT 


P 


- 40 






















CHIP 


VP0206N2 


SPT 


P 


- 60 








-0.8 










6 


TO - 39 




VP0206N3 


SPT 


P 


- 60 








- 0*4 










1 


TO-92 




VP0206N5 


SPT 


P 


- 60 










- 2 








27 


TO - 220 




VP0206N6 


SPT 


P 


- 60 








-0.4 










1/U 


PDIP14P 


2SJ*4 


VP0206N7 


SPT 


P 


- 60 








-0.4 










1/U 


CDIP14P 


2SJ*4 


VP0206ND 


SPT 


P 


- 60 






















CHIP 


VP0210N2 


SPT 


P 


- 100 








-0.8 










6 


TO - 39 




VP0210N3 


SPT 


P 


- 100 








-0.4 










1 


TO - 92 




VP0210N5 


SPT 


P 


- 100 










- 2 








27 


TO - 220 


—二 —一 — . —一 一 - 


VP0210ND 


SPT 


P 


- 100 






















CHIP 


VP0216N2 


SPT 


P 




- 160 






^6735 










「 4 


TO - 39 




VP0216N3 


SPT 


P 




"^160" 


一— 一 














1 


TO - 92 




VP0216N5 


SPT 


P 




- 160 






-0.8 










27 


TO - 220 




VP0216ND 


SPT 


P 




- 160 
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型 名 


社 名 


チ 

ャ 

ネ 


ドレイン • ソ 一 


ス間耐 H; (V) 


最大 直流 ドレイ ン霜流 （A) 


最大 消費 


外 H 器 


備 考 


S 

1UU 


101 


301 


501 




1.1 


3.1 


5.1 


10.1 


電力 （w) 






ル 


\ 

300 


i 

fT A 八 

500 


S 

1 AAA 

1000 


\ 

1.U 


\ 

o 八 


\ 


丄リ. り 


\ 


7V=25。C 




― ——^ —— 


一一 一—— —一—— 
VP0220N2 


SPT 


P 




-200 






-0.35 










4 


TO - 39 




VP0220N3 


SPT 


P 




- 200 






-0,2 










1 


TO - 92 




VP0220N5 


SPT 


P 




- 200 






-0,8 










27 


TO - 220 




VP0220ND 


SPT 


P 




- 200 


















一— 


CHIP 


VP0300B 


SL 


P 


- 30 










-1.3 








6.25 


TO - 39 




VP0300L 


SL 


P 


- 30 








- 0，48 




一— 






1 


TO - 92 




VP0300M 


SL 


P 


- 30 








-0.48 










1 


TO- 237 




VP0335N1 


SPT 


P 






- 350 






-2.7 








100 


TO - 3 




VP0335N2 


SPT 


P 






- 350 




-0.7 










6 


TO - 39 


- 一 一 


VP0335N5 


SPT 


P 






- 350 






-1.6 








50 


TO - 220 




VP0335ND 


SPT 


P 






-350 


















CHIP 


VP0340N1 


SPT 


P 






- 400 






-2.7 








100 


TO - 3 




VP0340N2 


SPT 


P 






- 400 




- 0，7 










6 


TO- 3 9 




VP0340N5 


SPT 


P 






- 400 






- 1,6 








50 


TO - 220 




VP0340ND 


SPT 


P 






- 400 


















CHIP 


VP0345N1 


SPT 


P 






-450 






-1.5 










TO - 3 




VP0345N2 


SPT 


P 






- 450 




- 0,4 










6 


TO - 39 




VP0345N5 


SPT 


P 






- 450 




-1,0 










50 


TO - 220 




VP0345ND 


SPT 


P 






- 450 


















CHIP 


VP0350N1 


SPT 


P 






- 500 






- 1,5 








100 


TO - 3 




VP0350N2 


SPT 


P 






- 500 




-0.4 










6 


TO- 3 9 




VP0350N5 


SPT 


P 






- 500 




-1.0 










50 


TO - 220 




VP0350ND 


SPT 


P 






- 500 


















CHIP 


VP0535N2 


SPT 


P 






- 350 




-0.2 










3 . 5 


TO - 39 




VP0535N3 


SPT 


P 






- 350 




-0.1 










1 


TO - 92 




VP0535ND 


SPT 


P 






- 350 


















CHIP 


VP0540N2 


SPT 


P 






- 400 




- 0,2 










3.5 


TO- 3 9 




VP0540N3 


SPT 


F 






- 400 




-0.1 












TO - 92 




VP0540ND 


SPT 


P 






- 400 


















CHIP 


VP0545N2 


SPT 


P 






-450 




-.125 










3.5 


〇 

CO 





— 346 — 



型 名 


社 名 


チ 

ネ 
ル 


ドレイン • ソース 間 耐圧 （V) 


最大 直流 ドレイン 電流 (A) 


最大 消費 
電力 （W) 
Tc=25°C 


外囲 器 


備 考 


s 

100 


101 
300 


301 

\ 

500 


501 
\ 

1000 


S 

1,0 


1.1 
3.0 


3.1 
\ 

5.0 


5.1 

\ 

10.0 


10.1 


VP0545N3 


SPT 


p 






- 450 




-0.07 










1 


TO- 92 




VP0545ND 


SPT 


p 






- 450 


















CHIP 


VP0550N2 


SPT 


p 






- 500 




-.125 










3.5 


TO - 3 9 




VP0550N3 


SPT 


p 






- 500 




-•07 










1 


TO - 92 




VP0550ND 


SPT 


p 






- 500 


















CHIP 


VP0808L 


SL 


p 


- 80 








- 0,37 










0.4 


TO- 9 2 




VP0808M 


SL 


p 


- 80 








- 0,37 










1 


TO - 237 




VP1008B 


SL 


p 


- 100 








-0.9 










6.25 


TO - 39 




VP1008L 


SL 


p 


- 100 








- 0,37 










0,4 


TO - 92 




VP1008M 


SL 


p 


- 100 








-0.37 










1 


TO - 237 




VP1106N1 


SPT 


p 


- 60 














一 6 




75 


TO- 3 




VP1106N2 


SPT 


p 


- 60 










-1.5 








6 


TO- 3 9 




VP1106N5 


SPT 


p 


- 60 












一 4 






45 


TO - 220 




VP1106ND 


SPT 


p 


- 60 






















CHIP 


VP1110N1 


SPT 


p 


- 100 














- 6 




75 


TO - 3 




VP1110N2 


SPT 


p 


- 100 










-1.5 








6 


TO - 39 




VP1110N5 


SPT 


p 


- 100 












一 4 






45 


TO - 220 




VP1110ND 


SPT 


p 


- 100 






















CHIP 


VP1116N1 


SPT 


p 




- 160 








- 2, 5 








75 


TO - 3 




VP1116N2 


SPT 


p 




- 160 






- 0*8 










6 


TO— 39 




VP1116N5 


SPT 


p 




- 160 








- 1*8 








45 


TO - 220 




VP1116ND 


SPT 


p 




- 160 




















CHIP 


VP1120N1 


SPT 


p 




- 200 








-2.5 








75 


TO - 3 




VP1120N2 


SPT 


p 




- 200 






- 0,8 










6 


TO- 3 9 




VP1120N5 


SPT 


p 




- 200 








-し 8 








45 


TO - 220 




VP1120ND 


SPT 


p 




- 200 




















CHIP 


VP1204N1 


SPT 


p 


- 40 














- 7 




100 


TO— 3 




VP1 204N2 


SPT 


p 


- 40 










-2.5 








D . 5 


TO - 39 




VP1204N5 
VP1204ND 


SPT 
SPT 


p 


- 40 












- 5 






45 


TO - 220 




p 


- 40 






















CHIP 
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型 名 


社 名 


も トゃミ 


ドレイ ン. ソース 問耐 ffi (V) 


最大 直-流 ドレイ ン窀流 （A) 


最大 消费 
截カ （W) 


外 1 川 


備 考 


\ 

100 


JLUJL 

\ 

300 


\ 

500 


\ 

1000 


\ 

1.0 


1 1 

1 • 上 

\ 

3,0 


3.1 

\ 

5.0 


r 1 

i 

10.0 


10 1 

\ 


VP1206N1 


SPT 


P 


一 60 














- 7 




100 


TO- 3 




VP1206N2 


SPT 


P 




— ― >~ - 




—― — „—— 




:2: 『一 








6.5 


TO - 39 




VP1206N5 


SPT 


P 


- 60 




—一一——— 








- 5 






45 


TO- 220 




VP1206ND 


SPT 


P 


- 60 






















CHIP 


VP1210N1 


SPT 


P 


- 100 














- 7 




100 


TO- 3 




VP1210N2 


SPT 


P 


- 100 










- 2，5 








6，5 


TO- 3 9 




VP1210N5 


SPT 


P 


- 100 












- 5 






45 


TO - 220 


' - ■ … . ― ― - 


VP1210ND 


SPT 


P 


- 100 






















CHIP 


VP1216N1 


SPT 


P 




- 160 










- 4, 5 






100 


TO- 3 




VP1216N2 


SPT 


P 




- 160 








- 2 








6.5 


TO-39 




VP1216N5 


SPT 


P 




- 160 










-3.5 






45 


TO - 220 




VP1216ND 


SPT 


P 




- 160 


















【一 國 


CHIP 


VP1220N1 


SPT 


P 




- 200 










-4.5 






100 


TO - 3 




VP1220N2 


SPT 


P 




- 200 








- 2 








6.5 


TO- 3 9 




VP1220N5 


SPT 


P 




- 200 










-3.5 






45 


TO - 220 


VP1220ND 


SPT 


P 




- 200 




















CHIP 


VP1304N2 


SPT 


P 


-40 








-0.25 










3 


CO 
CO 




VP1304N3 


SPT 


P 


- 40 






-0.15 










0.8 


TO - 92 




VP1304N6 


SPT 


P 


- 40 








-0.2 










(K5/U 


PDIP14P 


2SJ*4 


VP1304N7 


SPT 


P 


- 40 








-0.2 










0.5/U 


CDIP14P 


2SJ*4 


VP1304ND 


SPT 


P 


- 40 




















CHIP 


VP1306N2 


SPT 


P 


- 60 






- 0,25 










3 


TO - 39 




VP1306N3 


SPT 




- 60 






- 0,15 










0，8 


TO - 92 




VP1306N6 


SPT 


P 


- 60 








-0.2 










0.5/U 


PDIP14P 


2SJ*4 


VP1306N7 


SPT 


P 


- 60 




—一一 一 ■ „ 


- 0*2 










0.5/U 


CDIP14P 


2SJ 本 4 


VP1306ND 


SPT 


P 


- 60 




















CHIP 


VP1310N2 


SPT 


P 


- 100 








- 0,25 










3 


TO - 39 


-—— -—— 


VP1310N3 


SPT 


P 


- 100 






- 0,15 










0 • 8 


TO- 92 




VP1310ND 


SPT 


P 


- 100 




















CHIP 


VP1316N2 


SPT 


P 




- 160 




-0.1 










3 


TO - 39 
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チ 
ャ 
ネ 


ドレイン • ソ 一 


- ス間耐 t£ (V) 


最大 直流 ドレイ ン 電流 （A) 


最大 消費 




m 老 
m や 


型 名 


?± 名 




101 


301 


501 




5.1 


1.1 


3.1 


10.1 


蕾： h ^W^ 

もノ J V> W ノ 


m m ?e 
tY \m 






ル 


1 

丄リリ 


i 

\J\J\J 


i 


1 

1000 

上 リリリ 


\ 

1.0 


S 

10.0 


S 

3.0 


i 

5.0 


i 


fc=25°C 






VP1 o lbNo 


O Tl rn 

SPT 


P 




- 160 






一 0 . 06 










V • o 


TO- 9 2 




VP1 o loND 


oPI 






- 160 




















し Jtli ど 


\TTT% t O O A XT O 

VP1 o^uN^ 


SPT 






- 200 






一 0 . 1 










3 


1 

CO 

1 




VP1 o^UNo 


O TiT« 

oPi 


F 




-200 






- 0 , 06 










0.8 


丄 リー y £* 




VP1320ND 


SPT 


p 




- 200 




















し] IxJP 


VQ0808B 


SL 


p 


- 80 








- 0 ， 9 










\ CM 
ト 


上 リー o y 




VQ1000CJ 


ITS 


XT 

N 


60 








0.3 












JUxh^l 4 尸 


o otr* A 


VQ1000 J 


SL 


N 


60 








0,225 










n c /tt 
U • 0 / U 


PHTP1 AP 
JrU 丄 f 丄 *t f 


O OT/" + >1 


\Tr\ 1 A A A VTC 

lUUUNb 




VT 

N 


60 


















丄 • ^ / u 


prjTPI AP 
tJL^ 丄 ど 丄 f 


6。Jl や *t 


■t r/^ i A 八 八 VT ゥ 

VQ1000N7 


SPT 


VT 

N 


60 


















O /TT 
/ U 


PHTP1 /IP 
し L/丄 Jt*" 1 丄 


o git * yi 


1 ァ八 1 A A A T* 


O T 

oL 


VT 

N 


60 








0.225 










A fZ /TT 

U ♦ 0 / u 


し 丄ど丄 ^JK 




it" 八 i n n i t 
丄 丄 J 




VT 
N 


30 








o 

00 










丄 • J / u 


丄 IT 丄 


OCiV± A 


VQ100 IP 


O T 

SL 


N 


30 








o 

00 










1 O /T T 
丄 • d / U 


し 丄 f 丄 A ピ 


OQIT * A 
<60J\* ft 




O T 


VT 
N 


60 








o 

に 










i q /tt 
丄 • J / u 


■t^U 丄 f 丄 崦 ピ 




VQ1004P 


SL 


N 


60 








o 










1 , 3/U 


r*T\T 1D1 AT) 
し JJ 丄 K 丄 崦 ビ 




\Tf \ 1 A A C T 


O T 


N 


90 








0.4 










1 .3/U 


尸 L> 丄 4ど 


OCT/* A 




SL 


VT 
N 


90 








0.4 










1 . 3/U 


し JU 丄！ ^ 丄^ ど 




VQ^OO 1 J 


O T 

oL 




- 30 








-0.6 










1.3/U 


PDIP14P 




VQ2001P 


SL 


P 


- 30 








- 0,6 










1,3/U 


CDIP14P 


ゥ Q 了 * パ 


VQ2004 J 


SL 


P 


- 60 








-0.6 




- - -一 






1.3/U 


PDIP14P 


9 Q T * 4 


VQ2004P 


SL 


P 


- 60 








- 0,6 




- —— ― - 


—― . 




1,3/U 


CDIP14P 


OQ T * ^ 
J 不 4 


VQ2006 J 


C% T 

SL 


p 


- 90 






一… 


-0.6 










1.3/U 


PDIP14P 


*>Q T* A 


VQ2006P 


SL 


p 


一 90 








-0.6 










1.3/U 


CDIP14P 


O O T * 
J 不 *t 


VQ300 1J 


SL 


P/N 




















1.3/U 


PDIP14P 


T * O IT ± 0 


VQdOO IP 


SL 


P/N 




















1,3/U 


CDIP14P 


J 不^ > «C 


VD 7 9 ^ d T 


CT 

JU 


P ノ M 




















1.3/U 


PDIP14P 


t ね, n ^ " 


VQ7254N6 


SPT 


P/N 




















1,5/U 


PDIP14P 




VQ7254N7 


SPT 


P/N 




















2/U 


CDIP14P 




VQ7254P 


SL 


P/N 




















1.3/U 


CDIP14P 


J 本 2, K 本 2 



この ページ は 空白です. 
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